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Научно-технический 
центр
Адрес: 109542 москвэ, а/я 69 e-mail: optomka@ana.ru
Тел./факс: (095) 305-7738, 305-7748 http://www optonika.ru
Научно-технический центр "ОПТОНИКА" основан э 1959 году
Главная задача НТЦ "ОПТОНИКА” -  максимально полно и оперативно отвечать потребностям 
российских заказчиков в импортных электронных компонентах Список поставщиков НТЦ 
•'ОПТОНИКА'’ постоянно расширяется. Это позволяет работать с информацией о ценах и наличии 
необходимого количества микроэлектронных компонентов на складах фирм в Европе, Канаде и США. 
Основные направления деятельности:
♦ оказание информационных и консалтинговых услуг по подбору импортных электронных компонентов;
♦ обеспечение легальных пстгявок любых количеств самых современных изделий микроэлектроники;
♦ разработка и изготовление электронных устройств (светофоров, саетодинамических табло -  
"бегущая строка", дорожных знаков, дополнительных сигналов торможения и т п.)
Научно-технический центр "ОПТОНИКА" является официальным дистрибьютором и представляет 
интересы следующих компаний'

Компания Поставляемые компоненты

Agilent Technologies 
(Hewlett-Packard)

Оптоэлектронныв компоненты (светодиоды, индикаторы, матрицы, 
шкалы), волоконно-оптические линии связи, датчики вращения и пере­
мещения, устройства считывания штрих-кодов, твердотельные репе, 
ВЧ- и СВЧ-компоненты, драйверы IGBT/MOSFET

Kingbright

О т оэлектронные компоненты (светодиоды, семисегментные цифровые 
ицдикэторы с высотой знака от 2,7 до 127 мм всех цветов, светодиод­
ные матричные индикаторы со схемой управления с высотой знака от 
3.5 до 100 мм)

Wustlich Opto- 
Elektronik

Оптоэлектронные компоненты (сверхъяркие светодиоды белого, зеле­
ного, синего, сине-зеленого цеега свечения, светодиодные сборки, 
индикаторы, матрицы)

NICH1A
Оптоэлектронные компоненты (сверхъяркие светодиоды зеленого, 
синего, белого цаета свечения, светодиодные кластеры, матрицы, 
источники света на основе явления люминесценции)

SEMIKRON
Мощные полупроводниковые компоненты и устройства различного 
назначения (мощные MOSFET-транэисторы и lGBT-транзисторы, драй­
веры, мощные диоды и диодные мосты)

LITE-ON Полупроводниковые оптоэлектронные компоненты (светодиоды, семи- 
сел^ентные цифровые индикаторы, шкальные индикаторы)

BOLYMIN Жидкокристаллические матричные и графические индикаторные моду­
ли с подсветкой и без подсветки

MOKSAN
e l e c t r o n ic

Инфракрасные излучающие диоды, фотодиоды и фототран^исторы, 
ф 07 ©приемные устройства для дистанционного управления, о л тол ары 
щелевою и отражательного типа

FP-Displays AG Матричные и цифровые электромагнитные индикагоры-блинкеры с 
высотой знака до 350 мм

Легальные поставки продукции ведущих мировых производителей со склада в Москве и на 
заказ - оптроны, светоизлучающие диоды, индикаторы, датчики, волоконно-оптические 
линии сеязи, ВЧ- и СВЧ-электроника, полупроводниковые лазеры видимого и инфракрас­
ного диапазонов, микросхемы управления и обработки сигналов, фотоприемные устройст­
ва, ПЗС-линейки и ПЗС-матрицы с различным количеством элементое, силовая электро­
ника, аналоговая электроника, компараторы, ЦАП, АЦП любой разрядности, стабилитро­
ны, цифровая электроника, электромеханические индикаторы (бпинкеры)
В целях расширения перечня поставляемых компонентов Научно-технический центр 
"ОПТОНИКА" постоянно дополняет список своих зарубежных поставщиков. Это позволяет 
работать с информацией о ценах и наличии необходимого количества микроэлектронных 
компонентов на складах фирм по всему миру. По каждой заявке на поставку импортных 
электронных компонентов НТЦ “ОПТОНИКА' проводит оперативное исследование 
возможностей всех своих поставщиков по основным критериям.
• наличие на складе необходимого количества изделий;
• минимальное время доставки;
• оптимальная цена.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во втором томе справочного издания приводятся электри­

ческие и эксплуатационные характеристики и параметры 6ыс|- 
родействующих тиристоров, их классификация, условные графи­
ческие обозначения и обозначение электрических параметров, 
общие сведения по стойкости тиристоров к эксплуатационным 
воздействиям и рекомендации при использовании их в аппара­
туре. Приведены также силовые полупроводниковые модули и 
охладители воздушных систем охлаждения для тиристоров.

От предшествующих справочников настоящий отличается тем, 
что в него включены все тиристоры независимо от мощности, 
которые изготавливаются или в недавнем прошлом изготавлива­
лись отечественной промышленностью.

Справочные сведения о тиристорах составлены на основе 
данных, зафиксированных а государственных стандартах, техни­
ческих условиях и информационных материалах на отдельные 
типы приборов. Они содержат сведения об основном назначе­
нии, габаритных и присоединительных размерах, маркировке, 
параметрах и режимах их измерения, предельных эксплуатацион­
ных данных и их зависимостей от электрических н температур­
ных условий эксплуатации.

Так как в процессе серийного выпуска приборов в техни­
ческую документацию очень часто вносятся изменения, каса­
ющиеся электрических и эксплуатационных режимов их работы 
и значений некоторых параметров, то приведенные в справоч­
нике данные следует использовать главным образом для выбо­
ра необходимого типа прибора. Применение конкретного при­
бора при разработке и эксплуатации аппаратуры должно про­
изводиться в строгом соответствии с техническими условиями 
на него.

Справочник предназначен для специалистов, занимающихся 
разработкой, ремонтом и эксплуатацией радиоэлектронной аппа­
ратуры, преобразователей электроэнергии, систем автоматики и 
телемеханики, а также для студентов и аспирантов радиотехни­
ческих, электротехнических, приборостроительных и других спе­
циальностей.
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИРИСТОРАХ

Р а з д е л  п е р в ы й  

Классификация тиристоров

1.1. Классиф икация и системы  
условных обозначений

Классификация современных тиристоров по их принципам 
действия, назначению, основным электрическим параметрам, 
конструктивно технологическим признакам, роду исходного по­
лупроводникового материала находит отражение в системе ус­
ловных обозначений их видов, типов и типономиналое.

По мере возникновения новых видов и классификационных 
групп приборов развивалась и совершенствовалась система их 
условных обозначений, которая с 1968 года трижды претерпева­
ла изменения.

В настоящее время в эксплуатации находится большое чис­
ло тиристоров, имеющих различные обозначения и маркировки. 
Поэтому для эквивалентной замены вышедших из строя уста­
ревших или ранее разработанных приборов представляется це­
лесообразным проследить процесс изменения системы обозна­
чений и маркировки с начала их выпуска.

Необходимо отметить, что с самого начала разработок и 
производства тиристоров сложились две системы их условных 
обозначений, которые с определенными изменениями действуют 
и в настоящее время. Одна система распространяется на сило­
вые тиристоры на средний ток 10 А  и более, предназначенные 
(в основном) для применения в цепях постоянного и переменно­
го тока преобразователей электроэнергии различного назначе­
ния, другая —  на импульсные тиристоры, средний ток которых 
не превышает 20 А.

Для импульсных тиристоров и тиристоров, предназначенных 
для систем автоматики, условные обозначения в различные пе­
риоды регламентировались ГОСТ 10862—64 и ГОСТ 10862—72

В соответствии с ГОСТ 10862—64 разработанным приборам 
присваивались обозначения типов из трех элементов.

Первый элемент —  буква или цифра, обозначающая ис­
ходный материал: К или 2 —  кремний.
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Второй элемент —  буква, указывающая вид прибора:
Н —  динисторы (диодные тиристоры);
У — тринисторы  (триодные тиристоры).
Третий элемент —  число, указывающее назначение или 

электрические свойства прибора:
малой мощности —  от 101 до 199; 
средней мощности —  от 201 до 299; 
большой мощности —  от 301 до 399.
Обозначение типономинала определялось введением четвер­

того элемента —  букв А, Б, В и т. д., указывающих разновидно­
сти приборов из состава типа с определенным сочетанием основ­
ных параметров.

Пример условных обозначений по ГОСТ 10862—64: 
КУ201А —  кремниевый триодный тиристор средней мощ­

ное I и, с сочетанием параметров А.
Начиная с 1973 года вновь разрабатываемым приборам 

присваивались обозначения в соответствии с ГОСТ 10862—72, 
состоящие также из четырех элементов.

Первый элемент —  буква или цифра, обозначающая мате- 
оиал:

Г или 1 —  германий или его соединения;
К или 2 —  кремний или его соединения;
А или 3 —  соединения галлия.
Второй элемент —  буква, указывающая класс прибора: 
Н —  тиристоры диодные;
У —  тиристоры триодные.
Третий элемент —  число, указывающее назначение и 

качественные свойства приборов, а также порядковый иомер 
разработки.

Тиристоры диодные и незапираемые триодные: 
малой мощности /ог СР <  0,3 А —  от 101 до 199; 
средней мощности 0,3 А  £ /ос СР ^ 10 А  —  от 201 до 299. 
Тиристоры триодные запираемые: 
малой мощности /пг ср £ 0,3 А —  от 301 до 399; 
средней мощности 0,3 А  £  /0 г ,с р  ^  10 А —  от 401 до 499. 
Тиристоры триодныесимметричные незапираемые: 
малой мощности /ос СР < 0,3 А  —  от 501 до 599; 
средней мощности 0,3 А  ^ /ос СР < 10 А  —  от 601 до 699. 
Назначение четвертого элемента и его обозначения оста­

лись прежними.
Условные обозначения силовых полупроводниковых при­

боров устанавливались в соответствии с ГОСТ 14069—68; 
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ГОСТ 14069—72; ГОСТ 20859-75; ГОСТ 20859-79. До 1968 г. 
обозначения этих тиристоров состояли из следующих эле­
ментов.

Первый элемент —  группа букв, обозначающих вид i и р и с -  

тора: ВКУ, ВКДУ, ВКДУС, где В —  вентиль, К —  кремниевый, 
У —  управляемый, Д —  диффузионный, С —  симметричный. 
После букв могла следовать цифра, обозначающая номер кон­
структивного исполнения. Для приборов с водяным охлаждени­
ем после последней буквы добавлялась буква В (ВКДУВ —  
вентиль кремниевый диффузионный управляемый с водяным 
охлаждением).

Второй элемент —  цифры, указывающие номинальный 
ток прибора в открытом состоянии (средиее значение) в ам­
перах.

Третий элемент —  цифра, обозначающая соответству­
ющий класс прибора по номинальному напряжению (сотни 
вольт).

Четвертый элемент —  цифра, указывающая среднее зна­
чение напряжения в открытом состоянии в сотых долях вольта 
при номинальном токе.

При маркировке на корпусах некоторых типов приборов 
четвертая цифра заменялась буквой (А, Б, В или Г), указывающей 
группу прибора по среднему напряжению в открытом состоянии 
(табл. 1).

Пример обозначения:
ВКДУ 150—4—0,65 —  вентиль кремниевый диффузионный 

управляемый на средний тЬк 150 А, номинальное напряжение 
400 В, среднее значение напряжения в открытом состоянии от
0,65 до 0,75 В.

С введением ГОСТ 14069—68 были установлены новые обо­
значения тиристоров, состоящие из пяти элементов.

Первый элемент —  буквы, указывающие вид прибора.
Т —  тиристор;
ТС —  тиристор симметричный;
ТЛ —  тиристор лавинный.
Второй элемент —  цифры, указывающие номинальный 

ток в амперах.

Т а б л и ц а  1

Группа А Б В Г

£0,65 0,65 € 0,75 0,75 € 0,85 0,85 « 1,4
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Третий элемент —  цифра, указывающая класс прибора по 
номинальному напряжению.

Четвертый элемент —  цифры указывающие величину 
падения напряжения в соответствии с группами в табл. 1.

Пятый элемент —  цифра, соответствующая группе по 
времени выключения при Гк =  +25 вС:

I —  время выключения не более 25 мке;
II —  время выключения от 25 до 70 мке;
III —  время выключения от 70 до 250 мке.
Пример обозначения по ГОСТ 14069—68:
Н О —4—0,75—11 —  тиристор на номинальный ток 10 А, 

номинальное напряжение 400 В, падение напряжения 0,75 В, 
время выключения от 25 до 75 мке,

С введением в 1972 г. новых стандартов на тиристоры 
ГОСТ 14069-- 72 и ГОСТ 5.1587—72 на симметричные тиристоры 
тип прибора ужр определяется не по номинальному, а предель­
ному току, класс прибора не по номинальному, а повторяющему­
ся напряжению.

По сравнению с прежним стандартом в новом введены 
группы по критической скорости нарастания напряжения в зак­
рытом состоянии, увеличено число групп по времени выключе­
ния, а также введены группы по критической скорости нараста­
ния тока в открытом состоянии (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Условное
обмилчение

группы

Классификационные пярлм^тры

{dUM/dt)№, В/мкг. 
не менее

1мм» МКС, 
не более

А/мкс, 
не менее

0 Не нормируется
1 20 250 20

1 50 150 40

3 100 100 70
А 200 70 100
5 500 50 200
6 1000 30 400
7 — 20 600

8 — 15 800
9 - 12 1000
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Согласно ГОСТ 14069—72 в обозначении типа тиристора 
содержатся следующие элементы.

Первый элемент —  буква Т (или группа 6укв)г обознача­
ющая тиристор.

Д/>я тиристоров с лавинной характеристикой добавляется 
буква Л (ТЛ).

Для тиристоров с водяным охлаждением после буквы Т или 
Л добавляется буква В (ТВ или ТВЛ). При наличии нескольких 
конструктивных исполнений одного и того же типа буквенная 
часть обозначений дополняется цифрой (для первого исполне­
ния цифра 1 не указывается), при этом после цифры ставится 
черточка.

У тиристоров с обратной полярностью (катод на корпусе) 
обозначение типа дополняется буквой X.

Второй элемент —  цифры, означающие предельный ток 
в амперах.

Третий элемент —  цифра (цифры), означающая (означа­
ющие) класс по напряжению.

Четвертый элемент —  три цифры, первая из которых 
указывает группу по [c/U^/ dt)KP, вторая —  группу по и
третья —  группу по {d/0C/c/i)KP в соответствии с табл. 2.

В некоторых случаях, например, когда тиристоры поставляют­
ся для параллельного включения, после этих элементов могут 
следовать цифры, означающие прямое напряжение (амплитудное 
значение) в вольтах.

Для симметричных тиристоров в обозначении типа приво­
дится действующее значение предельного тока, а не среднее. 
Кроме того, вместо группы по критической скорости нарастания 
прямого напряжения для симметричных тиристоров указывается 
группа по критической скорости нарастания напряжения после 
коммутации (ГОСТ 5.1587—72).

Пример обозначения по ГОСТ 14069— 72:
ТВ2— 1000—6— 121 —  тиристор с водяным охлаждением вто­

рого конструктивного исполнения на предельный ток 1000 А, 
повторяющееся напряжение 600 В, с критической скоростью 
нарастания напряжения в закрытом состоянии 20 В/мкс, време­
нем выключения до 150 мке и критической скоростью нараста­
ния тока в открытом состоянии 20 А/мке.

В основу системы обозначений силовых полупроводниковых 
приборов согласно ГОСТ 20859— 75 и ГОСТ 20859—79 также 
положен буквенно-цифровой код.
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ГОСТ 20859—75 устанавливал обозначение неунифициро- 
ванных силовых полупроводниковых приборое. В соответствии 
с этим гтям п а ртом:

Первый элемент —  буква, обозначающая вид тиристора: 
Т —  тиристор;
ТС —  симметричный тиристор;
ТО —  оптронный тиристор.
Второй элемент —  буква, определяющая функциональное 

назначение (свойство) приборов:
И —  импульсный;
Ч —  высокочастотный (для низкочастотных приборов на 

*раб <  2 кГц буква не вводится);
Л —  лавинмый.
Третий элемент —  число (цифры от 2 до 9), соответству­

ющее конструктивному обозначению прибора (для первого ис­
полнения цифра 1 не используется).

Четвертый -элемент —  число, обозначающее значение 
предельного тока в амперах (среднее значение).

Пятый элемент —  буква X —  вводится только для при­
боров с обратной полярностью (основание корпуса —  катод).

Для обозначения типономинала прибора применяют допол­
нительные цифры, которые определяют:

класс по напряжению —  цифры (1, 2, 3, 4 и т. д.), соответ­
ствующие сотням вольт;

группы по критической скорости нарастания напряжения 
в закрытом состоянии —  цифры от 0 до 6;

группы по критической скорости нарастания тока в откры­
том состоянии —  цифры от 0 до 9.

Группы по ГОСТ 20859—75 соответствуют группам 
ГОСТ 14069-72 (табл. 2).

Пример обозначения по ГОСТ 20859—75:
Т160— 10—542 —  низкочастотный тиристор Ьго конструк­

тивного исполнения на предельный ток 160 А, повторяющееся 
напряжение (000 В, скорость нарастания напряжения в закры­
том состоянии 500 В/мкс (5 группа), время выключения 70 мке 
(4 группа), критическая скорость нарастания тока в открытом 
состоянии 40 А/мкс (2 группа).

ГОСТ 20859—79 устанавливает обозначение унифицирован­
ных силовых полупроводниковых приборов всех новых разра­
боток, начиная с 1980 г. По ГОСТ 20859—79 все тиристоры 
в зависимости от характера вольт-амперной характеристики 
и способа управления подразделяют на виды, приведенные 
в табл. 3.

16



Т а б л и ц а  3

Вид прибора
Условное 

обозначение вида
Примечание

Триодный тиристор, не 
проводящий в обратном  
направлении (тиристор)

Т —

Лавинный тиристор тл С лавинной аольт-амперной  
характеристикой

Симметричный триодный  
тиристор (симметричный
тиристор, симистор)

т с

Фототиристор ТФ Управление от внешнего свето­
вого сигнала

Оптронный тиристор
(оптотиристор)

т о Управление с помощью свето­
вого сигнала от светодиода, рас­
полож енного внутри корпуса  
прибора

Симметричный оптотири- 
CTO0 (оптосимистор)

тсо То же

Комби нированно-выклю- 
чаемый тиристор

ТБК Выключение с помощ ью  тока 
управления при одновременном  
воздействии обратного анодно­
го напряжения

Тиристор— ДИОД т д Допускается работа в обратном  
направлении в качестве диода

Вид прибора является первым элементом в обозначении 
типа тиристора.

Вторым элементом обозначения типа является буква, опре­
деляющая подвид тиристора. Классификация подвида тиристо­
ра производится в зависимости от его коммутационных пара­
метров:

Ч —  быстровключающийся (высокочастотный). Буква «Ч» 
указывается для тиристоров с временем выключения не менее 
63 мкс;

Б —  быстродействующий. Для тиристоров с временем вы­
ключения менее 63 мкс и временем включения менее 4 мкс;

И —  быстровключающийся (импульсный). Для тиристоров 
с временем включения менее 4 мкс.

Третий элемент определяет конструкцию тиристора и со­
стоит из трех знаков:

первый —  порядковый номер модификации (от 1 до 9);
второй —  условное обозначение размера в соответствии 

с табл. 4;
третий —  условное обозначение конструктивного исполне­

ния по табл. 5.
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Т а б л и ц а  4

Условное
обозначение

размера

Штыревое Таблеточное Фланцевое
Размер шестигранника 

«под ключ», мм
Диаметр корпуса, 

мм
Диаметр окружности 

расположения отверстий 
для монтажа, мм

1 11 4
2 14 40 26
3 17 52 30
4 22 58 34
5 21 73 42
6 32 85 50
7 105 61
8 — 125 72
9 — — 85

Четвертый элемент в обозначении типа состоит из цифр, 
которые определяют максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии для тиристоров, импульсный ток для 
быстровключаемых тиристоров и максимально допустимый 
действующий ток в открытом состоянии для симисторов. Перед 
обозначением тока ставится тире.

В зависимости от конструктивного расположения анодного 
и катодного выводов тиристоры штыревого и фланцевого 
исполнения подразделяют на приборы с прямой полярностью 
(основание корпуса —  анод) w приборы с обратной поляр­
ностью {основание корпуса —  катод). Приборы с обратной 
полярностью обозначают буквой «X», которая ставится после 
цифр, указывающих значение тока, и является последним эле­
ментом в обозначении тила тиристора.

Т а б л и ц а  5

Конгтрукгивное 
обозначение корпуса 

тиристора

Условное
обозначение

конструктивного
■Конструктивное 

обозначение корпуса 
тиристора

Условное
обозначение

конструктивного
исполнения исполнения

Бескорпусное 0 Таблеточное 3
Штыревое с гибким 
выводом 1 Под запрессовку 4

Штыревое с жестким фланцевое 5
выводом 2
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Т а б л и ц а  6

Условное обозначение 
класса 1 ? 3 4 13 14 15 16 18

Напряжение. В, 
не менее* 100 200 300 400 1300 1400 1500 1600 1800

Условное обозначение 
класса 20 22 24 28 32 36 40 44 50

Напряжение, В, 
не* менее 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000 4400 5000

Тиристоры каждого типа всех видов и подвидов подраз­
деляются на классы по значениям повторяющегося импульсно­
го напряжения в закрытом состоянии и повторяющегося им­
пульсного обратного напряжения. Симметричные тиристоры 
подразделяются на классы по значениям повторяющегося 
импульсного напряжения в закрытом состоянии в обоих направ­
лениях.

Значения повторяющегося импульсного напряжения в за­
крытом состоянии и повторяющегося импульсного обратного 
напряжения приведены в таб̂ л. 6.

Тиристоры одного типа и класса подразделяются на группы 
по следующим параметрам:

низкочастотные по [dU^c/d t)KP; 
быстровыключаемые по [dU^/dt)^Р и 4ыкл; 
быстро включаемые по {dU3c/dt)KP и /еЮ); 
быстродействующие по {dU^c/dt)KP;
^ в к л  и  ^ в ы к л !

диодные тиристоры и симметричные незапираемые триод­
ные по (dU2C/dt)K0H.

Группы тиристоров обозначаются цифрами в зависимости от 
значений параметров, указанных в табл. 7.

По ГОСТ 20859— 79 группы по критической скорости на­
растания тока в открытом состоянии не устанавливаются, 
а значения этого параметра для каждого типа тиристоров всех 
видов и подвидов устанавливается в стандартах или ТУ соответ­
ственно с рядом R10: 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 
63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 
1250; 1600 А/мкс.

Примеры обозначения по ГОСТ 20859— 79:
ТЛ171—320— 10—6 —  тиристор лавинный первой модифика­

ции, размер шестигранника «под ключ» 41 мм, конструктивное 
исполнение штыревое с гибким выводом, средний ток в от-
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Т а б л и ц а  7

Условное
обозначение

группы

1чУ|4С1>нфгьлмЦг!С !!,UC

(dU^/dt)^, В/мкс, 
не менее

7- МКС-
не более

W  МКС’
не более

в/ мкс' 
не менее

0 Не нормируегся

1 20 63 4 2,5
2 50 50 3.2 4,0
3 100 40 2.5 6,3
4 200 32 2,0 10
5 320 25 1,6 16
6 500 20 1,2 25
7 1000 16 1.0 50
8 1600 12,5 0,63 100
9 2500 8 0,4 200

крытом состоянии 320 А, повторяющееся напряжение 1000 В 
(10 класс), критическая скорость нарастания напряжения в за­
крытом состоянии 500 В/мкс.

ТБ 151—63—6—445 —  тиристор быстродействующий, перво­
го конструктивного исполнения, размер шестигранника «под 
ключ» 27 мм, конструктивное исполнение штыревое с гибким 
выводом.

Средний ток в открытом состоянии 63 А, повторяющееся 
напряжение 600 В {6 класс), критическая скорость нараста­
ния 200 В/мкс (4 группа), время выключения не более 32 мке 
(4 группа), время включения не более 1,6 мке (5 группа).

Для тиристоров, предназначенных для работы при парал­
лельном соединении, в заказе необходимо указывать пре­
делы импульсного падеиия напряжения с разбросом в партии 
приборов до 5 % , напрнмер:

ТЛ171—320— 10—6— 1,60— 1,70, где 1,60-1,70 —  пределы 
импульсного падения напряжения.

1.2. Условные графические обозначения

В технической документации и специальной литературе сле­
дует приводить условные обозначения тиристоров в соответст­
вии с ГОСТ 2.730-73.

Графические обозначения тиристоров, помещенных в спра­
вочнике, приведены в табл. 8.
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Т а б л и ц а  8

Наименование приборов

Триодный незапираемыи тиристор 
с управлением по катоду

Триодный эапираемыи тиристор 
с управлением по катоду

Триодный симметричный 
незапираемый тиристор

Тиристор оптронный

Фототиристор

Тиристор— диод

Обозначение

—

❖

1.3. Термины, определения и условные обозначения  
электрических параметров тиристоров

Термины, определения и условные обозначения параметров 
тиристоров, помещенных в справочнике, приведены в соответст­
вии с ГОСТ 20332 (табл. 9).

Т а б л и ц а  9

Буквенное обозначение
Термин отечествен­

ное
междуна
родное

Определение

Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов  
в закрытом состоянии

Напряжение переключе­
ния ^ПРК Цао,

Основное напряжение на ти­
ристоре в точке переключения
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Продолжение табл. 9

Буквенное обозначение
1«рмии отечествен­

ное
междуна­
родное

v>i î €ĵ c>fCn»rC

Напряжение включения ^икл Основное напряжение на ди- 
нисторе, при котором он пе­
реходит из закрытого состоя­
ния в открытое

Неповторяющееся им­
пульсное напряжение в 
закрытом состоянии

НП ÔSM
Наибольшее мгновенное зна­
чение любого неповторяюще­
гося перекодного напряжения 
в закрытом состоянии

Повторяющееся импульс­
ное напряжение в закры­
том состоянии

</* п Уот
Наибольшее мгновенное зна­
чение напряжения в закрытом 
состоянии, прикладываемого
к тиристору, включая все по­
вторяющиеся переходные на­
пряжения

Критическая скорость на­
растания напряжения в 
закрытом состоянии

dUi^/dt) кр [dUD/dt)^
Наибольшее значение скоро­
сти нарастания напряжения в 
закрытом состоянии, которое 
не вызывает переключения ти­
ристора из закрытого состоя­
ния в открытое

Критическая скорость на­
растания коммутацион­
ного напряжения

^31./^0кС)М (dUD/df)^
Наибольшее значение скоро­
сти нарастания основного на­
пряжения, которое непосред­
ственно после нагрузки током 
в открытом состоянии или в 
обратном проводящем состоя­
нии в противоположном на­
правлении не вызывает пере­
ключения тиристора из закры­
того состояния в открытое

Ток переключения Основной ток тиристора в мо­
мент переключения

Постоянный ток в закры­
том состоянии 'эс

Постоянный ток тиристора, 
обусловленный постоянным 
напряжением в закрытом со­
стоянии

Повторяющийся импульс­
ный ток в закрытом со­
стоянии

Ас и D̂RM
Импульсный ток в закрытом 
состоянии, обусловленный им­
пульсным напряжением в за­
крытом состоянии
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Продолжение табл. 9

I Буквенное обозначение

О Т О  «CC TSC . 1 V C  < д у  л
| ное ' | родное

Опор яр лен и**

Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов  
в обратном непроводящем состоянии

Постоянное обратное на- ,,wOf,f> WRпряжение

Обратное напряжение ,,
пробоя и,т)Ъ

Неповторяющееся им­
пульсное обратное нэ- нп ^ rsm
пряжение

Повторяющееся импульс­
ное обратное нал ряже- UiibV п ^якм 
ние

Постоянный обратный .
f II

Повторяющийся импульс­
ный обратный ток

Отрицательное постоянное 
анодное напряжение

Обратное напряжение тири­
стора, при котором обратный 
ток достигает заданного зна­
чения

Наибольшее мгновенное зна­
чение неповторяющегося пере­
ходного обратного напряже­
ния, прикладываемого к тири­
стору

Наибольшее мгновенное зна­
чение обратного напряжения, 
включая только повторяющие­
ся переходные напряжения

Постоянный анодный ток. в не­
проводящем состоянии

Обратный ток тиристора, обус­
ловленный повторяющимся 
импульсным обратным напря­
жением

Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов  
в открытом состоянии

Постоянное напряжение ц  у
в открытом состоянии х 1

Импульсное напряжение ц 
в открытом состоянии п' и

Пороговое напряжение (/пор £/т(ТО)

Основное напряжение на ти­
ристоре, обусловленное по­
стоянным током в открытом 
состоянии

Наибольшее мгновенное зна­
чение напряжения на тирис­
торе, обусловленное импульс­
ным током в открытом состоя­
нии

Значение напряжения, опре­
деляемое точкой пересечения 
линии прямолинейной аппрок­
симации ВАХ открытого состо­
яния с осью напряжения
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Продолжение табл. 9

11 Буквенное обозначение 1I
Т еомин |

1

Г r - 'W ip r r  RPU

| ное
| MAWnVMJ)> 1
1 родное j

1 Определение

Ток удержания /уд /и Наименьший основной ток, 
необходимый для поддержа­
ния тиристора в открытом со­
стоянии

Ток включения / вкл /l Наименьший основной ток, 
необходимый для поддержа­
ния тиристора а открытом со­
стоянии непосредственно пос­
ле окончания действия им­
пульса тока управления после 
переключения тиристора из 
закрытого состояния в от­
крытое

Постоянный ток В О П ­

Т О М  С О С Т О Я Н И И
/., /.

Основной постоянный ток в 
открытом состоянии

Средний ток в открытом 
состоянии 1 с hw Среднее за период значение 

тока а открытом состоянии

Действующий ток в от 
крытом состоянии / ’ Д /(РМЧ —

Повторяющийся импульс­ Наибольшее мгновенное зна­
ный ток в открытом со Ак п hm чение тока в открытом состоя­
С Т О Я Н И И нии, включая все повторяющи­

еся переходные токи

Ток перегрузки в откры­
том состоянии /щ. ПРГ A(IV)

Ток в открытом состоянии, 
который при длительном про­
текании аьпвдл бы превыше­
ние максимально допустимой 
температуры перехода, но ко­
торый так ограничен по вре­
мени, что эта температура не 
лревышаетгя

Ударный неповторяющий­ Наибольший импульсный ток
ся ток в открытом СО С Т О Я ­ /ос /ДР /тем в открытом состоянии, протека­
Н И И ние которого вызывает пре­

вышение максимально допус­
тимой температуры перехода, 
но воздействие которого за 
время срока службы тирис­
тора предполагается редким, 
с ограниченным числом повто­
рений
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Продолжение табл. 9

Термин
I Б у к в е н н о е  обозначение] 
| отечествен-1 междуня- J
i___МЧУ. | рцдчц» I

Определение

Критическая скорость 
нарастания тока в от- (rf/T/cfr)« 
Крытом состоянии

Запираемый ток

Динамическое сопротив­
ление в открытом состо­
янии

/з

Наибольшее значение скоро- 
( < /dt) fр сти нарастания тока в откры­

том состоянии, при котором 
тиристор остается в рабочем 
состоянии

/т, Наибольшее значение тока в 
открытом состоянии, при ко­
тором обеспечивается запира­
ние тиристора пп управля­
ющему электроду

Сопротивление, определяемое 
г г по наклону прямой, аппрокси­

мирующей ВАХ в открытом 
состоянии

Параметры mupucmopoR и предельно допустимых реж им ов  
в обратном проводящем состоянии

Постоянное напряжение
в обратном проводящее 0 ^  UK, —
состоянии

Импульсное напряжение 
в обратном проводящем U n
состоянии

Пороговое напряжение 
в обратном проводящем 
состоянии

Постоянный ток в об­
ратном проводящем со- /пс 
стоянии

Средний ток в обратном  ̂
проводящем состоянии nL LP

Действующий ток в об­
ратном проводящем со- ?пС Я 
стоянии

V*.R> |Т П |

'К Г  IAV]

Наибольшее мгновенное зна­
чение напряжения в обратном
проводящем состоянии, обус­
ловленное импульсным током 
в обратном проводящем со­
стоянии заданного значения

Значение напряжения, опреде­
ляемое точкой пересечения 
линии прямолинейной аппрок­
симации ВАХ обратного про­
водящего состояния с осью 
напряжения

Среднее за период значение 
тока в обратном проводящем
С О С Т О Я Н И И
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Продолжение табл. 9

BvKRPMHoe обозначение
Термин отечествен­

ное
междуна
родное

Определение

Повторяющийся импульс­
ный ток в обратном про­
водящем состоянии

liv и /»( (RMy

Наибольшее мгновенное зна­
чение тока в обратном прово­
дящем состоянии, включая все 
повторяющиеся переходные 
токи

Ток перегрузи в обрат­
ном проводящем состо­
янии

прг tR (OV)

Ток в обратном проводящем 
состоянии, который при дли­
тельном протекании вызвал бы

Ударный неповторяющии 
ся ток В обратном про­
водящем состоянии

Динамическое сопротив­
ление е обратном про- г, 
водящем состоянии

превышение максимально до- 
пус тимой температуры пере­
хода, но который так ограни­
чен по времени, что эта тем­
пература не превышается

Наибольший импульсный ток 
в обратном проводящем со­
стоянии, протекание которо­
го вызывает превышение мак­
симально допустимой темпе­
ратуры перехода, но воздейст­
вие которого за время служ­
бы тиристора предполагается 
редким, с ограниченным чис­
лом повторений

Сопротивление, определяемое 
по наклону прямой, аппрокси­
мирующей ВАХ обратного про­
водящего состояния

Параметры динамических процессов включения и выключения

Время включения /екл „ Интервал времени, в течение
которого тиристор включает­
ся импульсом тока управления. 
(Интервал времени измеряют 
от момента а начале импульса 
тока управления до момента, 
когда основное напряжение 
понижается до заданного на­
пряжения. Время включения 
может быть определено по на­
растанию тока в открытом 
состоянии до заданного зна­
чения)
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Продолжение табл. 9

ТвЛМММ

Время задержки

Время нарастания

Время выключения

Буквенное обозначение
птсирГШиЛ М**ЖПУНЛ-

| ное ^ родное
Определение

t->д. U  зд  Г |̂ ^  Интервал времени между за­
данным моментам в начале 
импульса тока управления и 
моментом, когда основное 
напряжение понижается до 
заданного значения, близ­
кого к начальному

/ НР, t*, ир t', Интервал времени между мо­
ментом, когда основное напря­
жение понижается до значе­
ния, близкого к начальному,
и моментом, когда оно дости­
гает заданного низкого зна­
чения при включении тирис­
тора импульсом тока управ­
ления

П р и м е ч а н и е  в практике 
принято считать началом им­
пульса тока или напряжения 
управления момент, когда их 
значение достигает 0,1 от ам­
плитуды. За время задержки 
считают интервал до момента 
спада напряжения до 0,9 от 
амплитуды или до момента 
возрастания тока до 0,1 от 
амплитуды. Время нараста­
ния определяется В интер­
вале спада напряжения от 
0,9 до 0,1 от начального 
значения, а по току — от 0,1 
до 0,9 от амплитуды. Время 
включения равно сумм*» вре­
мен задержки и нарастания

*6Ыкл t9 Наименьший интервал време­
ни между моментом, когда ос­
новной ток после внешнего 
переключения основных цепей 
понизился до нуля, и момен­
том, когда тиристор способен 
выдерживать в закрытом со­
стоянии с определенной ско­
ростью его нарастания
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Продолжение табл. 9

Буквенное обозначение ]
Терпим и \ с <еьтаеп 

ное
междуна [ 
родное |

Определение

Время обратного вос­
становления - о " t Интервал времени между мо­

ментом, когда основной тож, 
проходит через нулевое зна­
чение, изменяя направление от 
прямого на обратное, и мо­
ментом, когда обратный ток 
уменьшается с его амплитуд­
ного значения до заданного 
значения, или когда экстрапо­
лированный обратный ток 
достигает нуля

Время прямого восста­
новления 1 1° to Время, необходимое для до­

стижения током или напряже­
нием заданного значения по­
сле мгновенного переключе­
ния с заданного тока в об­
ратном проводящем состоянии 
на заданное прямое напря­
жение

Время выключения по 
управляющему элект­
роду

f> выкп

Интервал времени, в который 
тиристор переключается из 
открытого состояния в закры­
тое с помощью импульса за­
пирающего тока управления

Обратный ток восстано­
вления /  В0< J6P f. Обратный ток тиристора, про­

текающий во время обратно­
го восстановления

Ток прямого восстано­
вления /в ) , ГР

Анодный ток тиристора, про­
текающий во время прямого 
восстановления

Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов 
по цепи управления

Отпирающее постоянное 
напряжение управления и ,  >г

Постоянное напряжение уп­
равления, соответствующее от­
пирающему постоянному току 
управления

Отпирающее импульсное
напряжение управления ат и Uqw

Импульсное напряжение уп­
равления, соответствующее им­
пульсному отпирающему току
управления
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Продолжение табл. 9

— — — Буквенное обозначение
Термин отечествен

ное
-1 междума- 
1 родное

Определение

Прямое импульсное на­
пряжение управления Уу ПР и

Импульсное напряжение уп­
равления, при котором эмит- 
терный переход находится в 
открытом состоянии

Неотпирающее постоян­
ное напряжение управ­
ления

У  у нот t/&D

Наибольшее постоянное на­
пряжение управления, не вы­
зывающее включения тирис­
тора

Неотпирающее импульс­
ное напряжение управ­
ления

Uy нот и ^вои

Наибольшее импульсное на­
пряжение управления, не вы­
зывающее включения тирис­
тора

Запирающее постоянное 
напряжение управления У у з t v

Постоянное напряжение уп­
равления, соответствующее за­
пирающему постоянному току 
управления

Запирающее импульсное 
напряжение управления Уу  1 и

Импульсное напряжение уп­
равления, соответствующее за­
пирающему импульсному току 
управления

Незапирающее постоян­
ное напряжение управ­
ления

" у  из Усн
Наибольшее постоянное на­
пряжение управления, не обес­
печивающее выключение тири­
стора

Незапирающее импульс­
ное напряжение управ­
ления

Оу нэ и У  GUM
Наибольшее импульсное на­
пряжение управления, ие обес­
печивающее выключение тири­
стора

Отпирающий постоян­
ный ток управления h  от Л)Т

Наименьший постоянный ток 
управления, необходимый для 
включения тиристора

Отпираю щий импульс­
ный ток управления /у. от. и Л»ТМ

Наименьший импульсный ток 
управления, необходимый для 
включения тиристора

Прямой импульсный ток 
Управления /у. ПР. и ЛбМ

Импульсный ток управления, 
соответствующий прямому им­
пульсному напряжению управ­
ления
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Продолжение табл. 9

Термин
б у к в е н н о е  обозначение |
отечествен

ное
междуна­
родное |

v-»p р (С,̂  "  |,,гч

Неотпирающий постоян­
ный юн управления /у мот V

Наибольший постоянный ток 
управления, не вызывающий 
включения тиристора

Неотпирающий импульс­
ный ток управления /у Н 11 II t UM

Наибольший импульсный ток 
управления, не вызывающим 
включения тиристора

Запирающий постоянный 
ток управления / У i /,»

Наименьший постоянный ток
управления, необходимый для 
выключения тиристора

Запирающий импульс­
ным ток управления 1 и ? . )Н

Наименьший импульсный ток
управления, необходимый для 
выключения тиристора

Незапирающии постоян 
ный ток управления / / H i t,H

Наибольший постоянный *ок 
управления, не вызывающий 
выключения тиристора

Незапирающий импульс­
ный ток управления и* и ?чм

Наибольший импульсныи ток 
управления, не вызывающим 
выключения тиристора

Мощностные и энергетические характеристика

Средняя рассеиваемая 
мощность р  р

р' tut
Сумма всех средних мощнос­
тей, рассеиваемых тиристором

Средняя рассеиваемая 
мощность в закрытом 
состоянии

^3L Р р
Произведение мгновенных 
значений тока и напряжения 
в закрытом состоянии, усред­
ненное по всему периоду

Средняя рассеиваемая 
мощность в открытой
С О С Т О Я Н И И

к Р  I AVJ
Произведение мгновенных 
значений тока и напряжения 
а открытом состоянии, усред­
ненное по всему периоду

Средняя рассеиваемая
мощность в обратном 
непроводящем состоя­
нии

Р Mflf <_Р Р*  (AV,

Произведение мгновенных 
значений тока и напряжения 
в обратном непроводящем со­
стоянии, усредненное по все 
му периоду

Ударная рассеиваемая
мощность в обратном 
непроводящем состоя­
нии

^ оьр. удр ^RSM

Наибольшее мгновенное зна­
чение рассеиваемой мощно­
сти в обратном непроводящем 
состоянии в области пробоя 
при нагрузке одиночными им­
пульсами тока
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Продолжение табл. 9

— — ---------------- | Букве» шее о6озмл*«»мие

Тср- ’ ’
| ное

I лл̂ -ж’П̂ ЫЯ-
| родное

Определение

Средняя рассеиваемая
мощность в обратном  
проводящем состоянии

Р TV. vH Р «< AV

Произведение мгновенных
значений тока и напряжения 
в обратном проводящем со­
стоянии, усредненное по все­
му периоду

Рассеиваемая мощность 
при включении

Я 1Т
Мощность, рассеиваемая ти­
ристором при его переключе­
нии с заданного напряжения 
в закрытом состоянии на за­
данный ток в открытом состоя- 
нии

Рассеиваемая мощность 
При выключении Р выкл Р  не, р(х>

Мощность, рассеиваемая ти­
ристором во время перехода

Средняя рассеиваемая р  
мощность управления у п

Импульсная рассеива­
емая мощность упраа 
ления

Прямая рассеиваемая 
мощность управления

из открытого состояния в за­
крытое или обратное непро­
водящее состояние при пере­
ключении тиристора с задан­
ного тока в открытом состоя* 
нии на заданное напряжение 
в закрытом состоянии проти­
воположной полярности или 
на заданное обратное напря­
жение

Произведение мгновенных  
значений тока и напряжения 
управления, усредненное по 
всему периоду

Произведение мгновенных  
значений тока и напряжения 
управления

Обратная рассеиваемая
мощность управления

Средняя энергия потерь

Р  * ОБР

•энергия потерь в от £  
крытом состоянии 0

Ри,

р *.

fr

Сумма всех средних энергий 
потерь в тиристоре

Энергия потерь, обусловлен­
ная током в открытом состоя­
нии
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Продолжение табл. 9

Буквенное обозначение
Тор.» ,̂ ЩГЧСИ осп

мое
1
| родное

Оппрлрпрнир

Энергия потерь при 
включении £  вкл £тт

Энергия потерь в тиристоре 
при его переключении с за­
данного напряжения в откры­
том состоянии на заданный 
ток в открытом состоянии

Энергия потерь лри 
выключении е̂ыкл

Энергия потерь в тиристоре 
при его переходе из открыто­
го состояния в закрытое или 
обратное непроводящее со­
стояние при переключении ти­
ристора с заданного тока в 
открытом состоянии на задан­
ное напряжение в закрытом 
состоянии противоположной 
полярности или на заданное 
обратное напряжение

Тепловые параметры тиристоров

Температура окружа­
ющей среды Т ГА -

Температура перехода Тп т -

Температура корпуса ТК Тс Температура в заданной точке 
корпуса тиристора

Тепловое сопротивле­
ние переход—среда я г<(11 ) R 11* Отношение разности между 

температурой перехода и тем­
пературой окружающей сре­
ды к мощности, рассеиваемой 
тиристором в заданном ре­
жиме

Тепловое сопротивле­
ние переход— корпус R Т(П Hi Яц„«

Отношение разногти между
температурой перехода и тем­
пературой корпуса к мощно­
сти, рассеиваемой тиристором 
в заданном режиме

Тепловое сопротивле­
ние переход—анод П А| D'Мм —

Тепловое сопротивле­
ние переход— катод /?Т|П К) Îhjk -
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Окончание табл. 9

— Буквенное о бо значим но
Iермин

j

отечествен м**ждуна
ПОПНЛ*»

Определение

Дополнительные термины и буквенные обозна ^ений параметров

"Хкорость спада тока в 
открытом состоянии

Скорость нарастания  
импульсного гока уп~ di^/dt
равл^ния

Длительность импульса
тока или напряжения в , 1 j
закрытом coi тоянии

Длительность импульса
тока или напряжения в fv1 t
открытом состоянии

Длительность импульса
тока или напряж ения t,
управления

Стандарты по полупроводниковым  
приборам  —  тиристорам

1.4.

О сновны е стандарты

ГОСТ 15133—77 Приборы полупроводниковые. Термины
и onределрния

ГОСТ 20859—79 Приборы полупроводниковые силовые.
Общие технические условия 

ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые. Условные
обозначения графические 

ГОСТ 18472—82 Приборы полупроводниковые. Основные
размеры

ГОСТ 23900—79 Приборы полупроводниковые силовые.
Габаритные и присоединительные раз­
меры

ГОСТ 20332—84 Тиристоры. Термины, определения и бук­
венные обозначения параметров 

ГОСТ 24461—80 Приборы полупроводниковые силовые.
Методы измерений и испытаний 
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ОСТ 11 0948—95 Приборы полупроводниковые. Система 
условных обозначений 

ОСТ 11.336.907.10—82 Приборы полупроводниковые, Тиристо­
ры. Руководство гтс 

РТМ ОАА.682.032—72 Методика типового расчета воздушных 
ребристых охладителей силовых полу­
проводниковых приборов

Методы измерения параметров тиристоров

ГОСТ 19138.0-/4 

ГОСТ 19138,1-73 

ГОСТ 19138.2-73

ГОСТ 19138.3-73 

ГОСТ 19138.4-73 

ГОСТ 19138.5-74

ГОСТ 19138.6-74

ГОСТ 19138.7-74

ГОСТ 19138.8-75 

ГОСТ 19138.9-75 

ГОСТ 19 Ш .  10—75 

ГОСТ 19138.11-75

Тиристоры. Методы измерения электри­
ческих параметров. Общие положения 
Тиристоры. Методы измерения напряже­
ния включения
Тиристоры. Метод измерения импульс­
ного отпирающего тока и импульсного 
отпирающего напряжения управляюще­
го злектрода
Тиристоры. Метод измерения времени 
выключения
Тиристоры. Метод измерения времени 
включения, нарастания и задержки 
Тиристоры. Метод измерения времени 
включения, нарастания и задержки по 
управляющему электроду 
Тиристоры, Метод измерения критиче- 
екои скорости нарастания напряжения 
в закрытом состоянии 
Тиристоры. Метод измерения импульс­
ного запирающего тока, импульсного 
запирающего напряжения, импульсного 
коэффициента запирания 
Тиристоры. Метод измерения удержива­
ющего тока
Тиристоры. Метод измерения тока в за­
крытом состоянии и обратного тока 
Тиристора Метод измерения напряже­
ния в открытом состоянии 
Тиристоры. Метод измерения постоян­
ного отпирающего тока и постоянного 
отпирающего напряжения управляюще­
го электрода
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Р а з д е л  в т о р о й

О с о б е н н о с т и  п р и м е н е н и я  тиристоров  
в  р а д и о э л е к ( р и п п О й  а п п а р а т у р е

2.1. Общие положения

Тиристоры, сведения о которых приводятся в настоящем 
сп р а во ч н и к е , являются приборами общего применения и могут 
использоваться в разнообразных условиях и режимах, характер­
ных для различных классов радиоэлектронной аппаратуры.

Общие технические требования, регламентирующие условия 
применения и поставки приборов, предназначенных для аппара­
туры определенного класса, содержатся в общих технических 
условиях (ОТУ) на эти приборы. Конкретные значения электри­
ческих параметров и специфические требования, характерные 
для данного типа приборов, изложены в частных технических 
условиях (ЧТУ), технических условиях (ТУ) и ГОСТ.

Высокая надежность радиоэлектронной аппаратуры на полу­
проводниковых приборах может быть обеспечена лишь при 
условии учета на стадиях ее проектирования, изготовления и 
эксплуатации следующих особенностей приборов:

разброса параметров, их зависимости от режима и условий 
работы;

изменения параметров в течение времени наработки или 
хранения;

хорошего отвода теплоты от корпусов мощных приборов;
обеспечения запасов по электрическим, механическим и дру­

гим нагрузкам на приборы;
принятие мер, обеспечивающих отсутствие перегрузок прибо­

ров во время эксплуатации, монтажа и сборки аппаратуры.
Приведенные в справочнике значения параметров измерены 

в определенных режимах и условиях заводских классификаци­
онных испытаний приборов. Как правило, режимы классифика­
ционных испытаний являются предельно допустимыми или оп­
тимальными для данной группы приборов.

Параметры приборов одного типа не одинаковы, а находятся 
в некотором интервале. Этот интервал ограничивается мини­
мальными или максимальными значениями, указанными в спра­
вочнике. Некоторые параметры имеют двустороннее ограниче­
ние значений.

Большинство параметров полупроводниковых приборов изме­
няется в зависимости от режима работы я температуры, напри­



мер, время обратного восстановления зависит от значения пря­
мого тока, напряжения и сопротивления нагрузки, значительно 
изменяется в диапазоне температур обратный ток.

Приведенные в справочнике волы -амперные характеристики, 
зависимости параметров от режима и температуры являются 
усредненными для большого числа приборов данного типа. 
В некоторых случаях на рисунках штриховыми линиями показа­
ны зоны возможных значений электрических параметров для 
всей совокупности приборов данного типа. В этой зоне сплош­
ной линией показана типовая зависимость.

Приведенные зависимости могут использоваться при выборе 
типа прибора для конкретной схемы и ориентировочного ее 
расчета. При расчетах схем следует учитывать разброс значений 
параметров приборов.

Подбор приборов по значениям параметров может привести 
к затруднениям при ремонте аппаратуры.

Для некоторых параметров приборов даются два значения 
(минимальное и максимальное) или три значения (минимальное, 
типовое и максимальное).

В разделах «Предельные эксплуатационные данные» в пра­
вой части звездочкой отмечены значения параметров, приведен­
ные в ТУ в разделах справочных данных. При производстве 
приборов они могут не контролироваться.

В тех случаях, когда у предельно допустимых эксплуатацион­
ных данных не указан интервал температур, эти данные гаран­
тированы во всем интервале температур окружающей среды 
(корпуса).

Применение и эксплуатация приборов должны осуществляться 
в соответствии с требованиями ТУ и стандартами-руководствам и 
по применению.

При конструировании радиоэлектронной аппаратуры необ­
ходимо обеспечить ее работоспособность в возможно более 
широких интервалах изменений важнейших параметров прибо­
ров. Разброс параметров и изменение их значений во времени 
при проектировании аппаратуры учитываются расчетными мето­
дами или экспериментально, например, методом граничных испы­
таний.

Время, в течение которого полупроводниковые приборы 
могут работать в аппаратуре (их срок службы), практически 
неограничено. Тем не менее за время наработки и хранения 
могут происходить изменения параметров приборов. У отдель­
ных экземпляров эти изменения оказываются стопь значитель­
ными, что вызывают отказ аппаратуры.
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Для определения надежности приборов используют такие 
показатели, как гамма-процентный ресурс, гамма-процентная со­
храняемость, минимальная наработка (гарантийная наработка), 
интенсивность отказов, определяемые при специальных испы­
таниях. Нормы на эти показатели устанавливаются в Т у на 
приборы.

Для расчета надежности радиоэлектронной аппаратуры сле­
дует использовать количественные показатели надежности, полу­
чаемые при обработке статистических данных различных завод­
ских испытаний, а также при эксплуатации приборов в аппаратуре.

Экспериментально установлено, что интенсивность (вероят­
ность) отказов приборов уменьшается при снижении рабочей 
температуры, напряжений на электродах и токов.

Снижение рабочей температуры уменьшает отказы практи­
чески всех видов: короткие замыкания, обрывы и значительные 
изменения параметров.

Снижение напряжения значительно уменьшает отказы при­
боров с высоковольтными переходами.

Снижение рабочего тока приводит, главным образом, к за­
медлению деградации контактных соединений и токоведущих 
дорожек металлизации на кристаллах.

Приближенная зависимость интенсивности отказов От на­
грузок имеет вид:

где Л. (7"п МАКС , ^ макс ’ м̂дко ) —  интенсивность отказов при мак­
симальных нагрузках (может быть получена из результатов 
кратковременных испытаний в форсированных режимах); 
В  6000 К, Г, и п̂мдкс —  в градусах Кельвина.

Для повышения надежности работы приборов в аппаратуре 
рекомендуется устанавливать напряжения и тока (мощность) на 
уровне 0,5...0,8 предельных (максимальных) значений. Не до­
пускается даже кратковременное (импульсное) превышение пре­
дельно допустимых электрических режимов при эксплуатации. 
Поэтому необходимо принимать меры по защите приборов от 
электрических перегрузок, возникающих при переходных про­
цессах (при включении и выключении аппаратуры, при измене­
нии режима ее работы, подключении нагрузок, случайных изме­
нениях напряжения источников питания).

ц т п м . 1 ) = ц т п ш ,с , и,МАКС' 'Мн'С
МАКС
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Режимы работы приборов должны контролироваться с уче­
том возможных неблагоприятных сочетаний условий эксплуата­
ции згтпэрзтуры (повышенная окружающая температура, пони­
женное атмосферное давление и др.).

Если требуемое значение тока или напряжения превышает 
предельно допустимое для данного прибора, то рекомендуется 
применение более мощного или высоковольтного прибора, 
а для диодов —  их параллельное или последовательное соеди­
нение.

При параллельном соединении необходимо выравнивать 
токи через диоды с помощью резисторов, включаемых последо­
вательно с каждым диодом.

При последовательном включении диодов обратные напря­
жения на них выравниваются с помощью шунтирующих резис­
торов или конденсаторов. Рекомендуемые значения резисторов 
и емкостей шунтов обычно указываются в ТУ на диоды.

Между последовательно или параллельно включенными 
приборами должна быть обеспечена хорошая тепловая связь 
(например, все приборы устанавливаются на одном радиаторе). 
В противном случае распределение нагрузки между приборами 
может быть неустойчивым.

Для защиты структур полупроводниковых приборов от внеш­
них воздействий (температуры, влаги, агрессивных химических 
сред и др.) служат корпуса приборов.

Корпуса мощных приборов одновременно обеспечивают 
необходимые условия отвода теплоты. Необходимо иметь в 
виду, что корпуса приборов имеют ограничения по герметично­
сти и коррозионной устойчивости, поэтому при эксплуатации 
приборов в условиях повышенной влажности рекомендуется 
покрывать их специальными лаками (например, типа УР—231, 
ЭП—730).

Обеспечение отвода теплоты от мощных полупроводниковых 
приборов является одной из главных задач при конструирова­
нии радиоэлектронной аппаратуры. Необходимо придерживать­
ся принципа максимально возможного снижения температуры 
переходов и корпусов приборов.

Для охлаждения мощных диодов иди тиристоров использу­
ются теплоотводящие радиаторы, работающие в условиях есте­
ственной конвекции или принудительного обдува, а также кон­
структивные элементы узлов и: блоков аппаратуры, имеющие 
достаточную поверхность или хороший теплоотвод. Крепление 
приборов к радиатору должно обеспечивать надежный тепло­
вой контакт.



Если корпус прибора необходимо изолировать, то для умень­
шения общего теплового сопротивления лучше изолировать 
радиатор ог корпуса аппаратуры, чем диод или тиристор от
раДИмТСрЗ.

Отвод теплоты улучшается при вертикальном расположении 
активных поверхностей радиатора, так как при этом улучшаются 
условия конвекции.

Ориентировочные размеры теплоотводящих радиаторов 
в форме вертикально ориентированных пластин из алюми­
ния (квадратных или прямоугольных) в зависимости от рассеи­
ваемой мощности приборов можно определить по формуле. 
5 =  40Р, где S  —  площадь одной стороны пластины, см;; Р  —  
рассеиваемая в приборе мощность, Вт.

Пластины площадью до 25 см7 могут иметь толщину 1...2 мм, 
площадью до 100 см? и свыше 100 смг — 3...4 мм.

При сборке приборов с радиатором необходимо использо­
вать специальные ключи с нормированным усилием крутящего 
момента, а для приборов таблеточной конструкции —  устройст­
ва с нормированным сжимающим усилием. При этом следует 
учитывать, что превышение допустимых усилий создает допол­
нительные механические напряжения в кристалле и корпусе, что 
может привести к их разрушению. При недостаточном усилии 
увеличивается тепловое сопротивление корпус— охладитель, 
в результате возможен выход прибора из строя вследствие его 
перегрева

Для улучшения теплового контакта прибор —  радиатор сле­
дует применять специальные теплоотводящие пасты, например 
КПТ-8.

В случае заливки плат с полупроводниковыми приборами 
компаундами, пенопластами, пенорезиной следует учитывать из­
менение теплового сопротивления между корпусом прибора и 
окружающей средой, а также возможность увеличения дополни­
тельного нагрева приборов от расположенных вблизи элемен­
тов, обладающих большим тепловыделением.

Температура при заливке не должна превышать максималь­
ной температуры корпуса прибора, указанной в ТУ. При заливке 
также не должны возникать механические нагрузки на выводы, 
нарушающие целостность стеклянных изоляторов или корпусов 
приборов.

В процессе подготовки и проведения монтажа полупровод­
никовых приборов в аппаратуру механические и климатические 
воздействия на них не должны превышать значений, указанных 
в ТУ.
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Рихтовка, формовка и обрезка участков выводов приборов 
должна производиться так, чтобы в выводах не возникали 
изгибающие или растягивающие усилия. Оснастка и приспособ­
ления для формовки вывидов должны быть заземлены. Рассто­
яние от корпуса прибора до начала изгиба вывода, как правило, 
должно быть не менее 2 мм. Радиус изгиба при диаметре 
вывода до 0,5 мм должен быть не менее 0,5 мм, при диамет­
ре 0,6... 1 мм —  не менее 1 мм, при диаметре свыше 1 мм —  
не менее 1,5 мм.

Паяльники, применяемые для пайки выводов приборов, 
должны быть низковольтными. Расстояние <\т корпуса или 
изолятора до места лужения или пайки вывода должно быть не 
менее 3 мм.

Для отвода теплоты участок вывода между корпусом и 
местом пайки зажимается пинцетом с губками из красной меди. 
Жало паяльника должно быть надежно заземлено. Если темпе­
ратура припоя не превышает 260 °С, а время пайки не более
3 с, то можно производить пайку без теплоотвода или группо­
вым методом (волной, погружением в припой и др.).

Очистка печатных плат от флюса производится жидкостями, 
которые не влияют на покрытие, маркировку или материал 
корпуса (например, спиртобензиновой смесью).

В настоящем разделе приведены наиболее общие особен­
ности использования полупроводниковых приборов в радио­
электронной аппаратуре. Комплекс более конкретных указаний 
по применению тиристоров приведен в стандартах-руководст­
вах по применению.

2.2. О сновны е особенности тиристоров

Основой тиристора, определяющей его параметры и характе­
ристики, является многослойная полупроводниковая структура, 
состоящ ая из четырех чередую щ ихся слоев р-  и /7-типа прово­
димости /0,-я,-/0г -л2, образую щ их три электронно-ды рочны х пе­
рехода j\, /г и у, (рис. 2.1).

Внешние слои р, и п2 и переходы у, и j\ принято называть 
эмиттермыми, внутренние слои /7, и —  базовыми, а централь­
ный переход j2 —  коллекторным.

Структура тиристора рассчитана так, что взаимодействие 
между слоями при приложении напряжения различного направ­
ления дает вольт-амперную характеристику (ВАХ) с отрицатель­
ным участком (рис. 2.2).
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Рис. 2 1. Модель полупроводниковой структуры тиристора

Тиристор —  полупроводниковый ключевой элемент, характе­
ризующийся тремя основными рабочими состояниями: закры­
тым, когда он блокирует приложенное прямое напряжение; 
непроводящим, когда он блокирует приложенное обратное на­
пряжение; открытым, когда он проводит основной ток.

При переходе тиристора из закрытого состояния в открытое 
или наоборот имеют место переходные процессы включения и 
выключения соответственно.

Трехэлектродный тиристор включается с помощью импуль­
сов управления, двухэлектродный (динистор) —  подачей прямо­
го напряжения включения. Основные рабочие состояния тири­
стора и переходные процессы между ними показаны на рис. 2.3 
и рис. 2.4.
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Рис 2 3 Вольт-ямпериая характеристика Рис 2 4 Переходные процессы
тиристора в открытом состоянии включения и выключения

Закрытое и непроводящее состояние. Эти состояния 
хорошо описываются БА Х  при разомкнутой цепи управления 
(рис. 2.5). В закрытом состоянии работает обратно-смещенный 
центральный коллекторный переход }2, в непроводящем —  об­
ратно-смещенные крайние эмиттерные переходы j\ и Значе­
ния параметров в этих состояниях определяются геометрией

многослойной полупровод­
никовой структуры, исполь­
зуемой защитой выходов 
р-п переходов на поверх­
ность структуры, а также 
поверхостными свойствами 
выпрямительного элемента.

Открытое (проводя­
щее) состояние. Когда ти­
ристор находится в откры­
том состоянии, все его р-п 
переходы смещены в пря­
мом направлении и сопро­
тивление прямому току ми­
нимально.
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управления



Тиристор работает при высоких плотностях тока (порядка 
сотен ампер на квадратный сантиметр), т. е. при высоком уровне 
инж екция неосновных носителей заряда.

л -  . n u r n i / A M  v n n Q M P  H M W P W И М И  д з ?  м з  T p e v  И ,1>,ХI ipra л---- « ^ г' г •
переходов (крайние) имеют обычно близкие, но противополож­
ные по знаку, значения падения напряжения. В полное напряже­
ние в о ткр ы то м  состоянии Uoc вносит вклад только один
коллекторный переход.

Переходной процесс включения. Этот процесс характеризу­
йся Тремя параметрами временем задержки t,д, временем нара­
стания /НАР и временем включения которые связаны отно­
шением ?ВКЛ =  1̂Д М̂АР-

Эти параметры зависят в основном от режима работы тири­
стора: от тока в открытом состоянии; от тока управления, от 
скорости нарастания импульса тока управления, от температуры 
перехода.

Переходный процесс включения зависит от характера на­
грузки, на которую работает прибор, и стойкости его к эффекту 
dl/dt.

При индуктивной нагрузке dl/dt определяется индуктивнос­
тью. В этом случае ток через тиристор нарастает медленно, 
а напряжение спадает быстро. Этот режим характеризуется ма­
лыми потерями при включении. При этом тиристор включается 
на большой площади.

При активной нагрузке стойкость тиристора к эффекту 
dl/dt определяется самим прибором, т. е. конструкцией его 
электрода управления и способностью включаться как можно 
на большей площади В таком режиме ток нарастает быстро и 
при включении может быть выделена большая мощность

Переходный процесс выключения. Этот процесс характери­
зуется комплексным воздействием на тиристор практически всех 
параметров режима. Здесь имеют место прохождение импульса 
тока в открытом состоянии, воздействие обратного напряжения, 
импульсного напряжения в закрытом состоянии с определенной 
скоростью его нарастания.

Наиболее сильно В̂ыкл зависит от импульсного напряжения 
в закрытом состоянии и скорости его нарастания, обратного 
напряжения и температуры перехода.

Бремя выключения /’еыкл характеризует инерционность вы-- 
ключения тиристора как ключевого элемента. Эта инерцион­
ность тиристора является причиной полных отказов приборов 
"РИ эксплуатации.
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Быстродействующ ие тиристоры

В настоящее время отечественной промышленностью осво­
ены и серий; ю Еь,пугк’яются тиристоры двух классов:

мощные и сверхмощные высоковольтные тиристоры l низ­
кими динамическими характеристиками (низкочастотные тирис­
торы), они имеют блокирующее напряжение до б кВ и более;

тиристоры с высокими динамическими характеристиками 
(быстродействующие), которые являются низковольтными. Бло­
кирующее напряжение у них не более 2 кВ.

Это деление обусловлено тем, что существует ряд ограни­
чений, которые делают невозможным сочетание в одном клас­
се приборов максимальных значений его основных характери­
стик —  повторяющегося импульсного напряжения в закрытом 
состоянии (£/* г п), импульсного напряжения в открытом состоя­
нии (t/0 г и), времени выключения (̂ ь.кл). заряда обратного вос­
становления (£?ВоГ) и других.

Одни ограничения носят принципиальный характер и связа­
ны с особенностями работы приборов на основе многослойных 
структур с р-п переходами, другие ограничения связаны с техни­
ческим уровнем производства (качество исходного кремния, тех­
нологическое оснащение и т. д.).

При изготовлении тиристоров с повышенным быстродей­
ствием используются технологические процессы, применяемые 
в серийном производстве силовых полупроводниковых прибо­
ров, а также методы регулирования времени жизни неравновес­
ных носителей заряда (ННЗ).

Улучшения динамических свойств и получения оптимально­
го сочетания основных параметров быстродействующих тирис­
торов связаны с уменьшением времени жизни (т) неравновес­
ных носителей заряда (ННЗ).

Практически все методы уменьшения жизни ННЗ в монокри- 
сталлическом кремнии основаны на создании дополнительных 
каналов рекомбинации носителей заряда через глубокие центры 
в запрещенной зоне, вводимых в объем кристалла либо путем 
диффуции атомов соответствующих элементов (например, золо­
та или платины), либо радиационными методами при облучении 
полупроводника пучком частиц высоких энергий.

Процессы, протекающие при выключении тиристоров, опре­
деляют предельное быстродействие, энергетические показатели 
и надежность работы тиристорного устройства. Параметры, 
характеризующие процесс выключения, оказывают решающее 
влияние на выбор элементов, обеспечивающих запирание тирис-
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о б  (узлов ком м утации). Эти параметры в значительной степе- 
т° Ропределяю т массу, габаритные размеры, стоимость, КПД и ряд 
других технико -эконом ических показателей тиристорной аппара­
т а м  в целом.
'^ О б л а с ть  применения быстродействующих тиристоров чрез­
вычайно широка: мощные импульсные модуляторы, инверторы 
для ВЧ преобразователей, импульсные регуляторы постоянного 
и переменного токов, тиристорные стабилизаторы, бесконтактная 
коммутирующая аппаратура, преобразователи частоты, схемы ав­
томатики и т. д.

Ниже приведены некоторые упрощенные схемы, которые 
показы ваю т возможность использования в них быстродействую­
щих тиристоров.

Импульсные модуляторы

В импульсных модуляторах быстродействующие тиристоры 
используются в качестве переключающего элемента. Для такой 
схемы типичен линейный модулятор (рис. 2.6). По принципу
работы он во многом напоминает последовательный инвертор. 
В схеме линейного модулятора конденсаторы в цепи формиру­
ющей линии (ФЛ) заряжаются через индуктивность L до 2£. 
Диод V2 поддерживает напряжение на ФЛ до того момента, 
пока не включится тиристор V7. В этот момент ФЛ разряжается 
через импульсный трансформатор Тр в течение времени, опреде­
ляемого параметрами Ф Л Г образуя на нагрузке мощный корот­
кий импульс.

Рис. 2.6. Схема линейного модулятора

Выключение тиристора в схеме (рис. 2.6} может происхо­
дить либо за счет перезаряда емкости конденсаторов ФЛ при 
незначительном ее рассогласовании, либо за счет того, что 
величина тока, протекающего через зарядный дроссель, диод V2 
и тиристор, будет меньше, чем ток удержания тиристора.

Современные быстродействующие тиристоры позволяют 
в нагрузке получить короткие импульсы мощности до несколь-
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к их мегаватт. Тиристоры, используемые в этих схемах, должны 
иметь весьма высокие значения скорости нарастания тока, 

Опной из обширных областей применения инверторов явля­
ются различного рода преобразователи ниыОЯп;;сгс токэ в пе­
ременный, переменного тока одной частоты в переменный ток 
другой частоты и т. д. Такое преобразование осуществляется 
с помощью:

инверторов —  устройств, преобразующих постоянный ток 
в ‘переменный с постоянной или регулируемой частотой;

преобразователей частоты —  устройств, преобразующих 
переменный ток одной частоты в переменный ток другой ча­
стоты;

модуляторов, преобразующих постоянный ток в импульсный; 
трансформаторов постоянного тока, преобразующих посто­

янный ток одного уровня в постоянный ток другого уровня.
Простым примером применения быстродействующих тирис­

торов является схема однополосного инвертора, используемая 
в телевизионных приемниках (рис. 2.7).

Схема работает следующим образом. В начальный момент 
конденсатор СЗ заряжен до напряжения £̂ . При включении 
тиристора V1 через него протекают токи /, и 12, направление 
которых указано на рисунке.

Через полупериод собственных колебаний контура LC3  
конденсатор перезаряжается с полярностью, указанной в скоб­
ках. В следующий полупериод собственных колебаний нараста­
ющий ток перезаряда конденсатора, протекая навстречу току 
включает тиристор в момент равенства нулю суммарного тока 
тиристора.

Рис. 2 7 Схема тиристорного инверторе



Кра т к о в ре ме н но е  протекание через первичную обмотку транс- 
, оматора Тр прерывистого тока /, создает на вторичной 

обмотке импульсное напряжение, которое затем преобразуется 
_ ниое и подается в нагрузку.
D ' П рим енение быстродействующих тиристоров, обладающих 
вы сокой  стойкостью к dU/dt и малым временем выключения, 
обеспечивает работу инвертора на частоте строчной развертки. 
Б л агод аря  этому, габариты и масса силового трансформатора 
Тр могут быть в 5 раз меньше, чем у силового трансформатора, 
работающего на частоте 50 Гц.

П реобразователи частоты  (ц и кл о и на е р то р ы >
Применение быстродействующ их тиристоров в циклоинвер­

торах показано на рис. 2.8.

Рис. 2 8. Однофазная схема преобразователя частоты 
(циклоинвертора)

Если включать тиристоры VT и V3, затем V 2m V4, изменяя у 
каждой пары угол управления, то через сопротивление нагрузки 
будет проходить ток с частотой' более w+зкой, чем частота 
питания. Для устранения пульсации выход-ного тока применяет­
ся L С-фильтр.

Циклоинверторы используются в системах электроснабже­
ния, где генератор переменного тока приводится во вращение 
двигателем с переменной скоростью (например, авиационным 
двигателем).

Другим применением циклоинверторов являются устройства, 
где необходимо изменение как частоты-, так и величины выход­
ного напряжения, что необходимо, например, в регулируемом 
электроприводе переменного тока. Этот вид? электропривода 
основан, на применении бесколлехториых двигателей иг может 
быть использован, в частности; на передвижных объектах и 
в чтояелыи условиях работы.
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2.3. Рекомендации по выбору и применению  
т и р и с т о р о в

Правильность выбора и применения тиристоров являет­
ся одним из важнейших условии, обсспвчивсисщил трсбу сг»*ыс 
технические и эксплуатационные характеристики аппаратуры, 
ее надежность, а также надежность самих приборов. В связи 
с этим выбираемые для любого устройства тиристоры должны 
удовлетворять следующим общим требованиям.

1. Технические характеристики и параметры приборов долж­
ны обеспечивать заданные характеристики функциональных уз­
лов или устройств, в которых они используются.

2. Номенклатура применяемых приборов должна быть мини­
мальной.

3. По своим параметрам и характеристикам приборы долж­
ны соответствовать требованиям по устойчивости к воздействию 
механических, климатических и биологических факторов, предъяв­
ляемых к аппаратуре, иметь гарантийную наработку не менее 
заданного ресурса на аппаратуру. Начальные значения парамет­
ров и их изменения должны обеспечивать требуемую долговеч­
ность и безотказность работы аппаратуры в течение заданного 
времени.

4. Тиристоры должны быть, как правило, освоены в серий­
ном производстве.

5. Приборы должны применяться по своему прямому назна­
чению в соответствии с требованиями ТУ на них. Всякое откло­
нение от ТУ должно согласовываться с разработчиками и изго­
товителями тиристоров.

Для правильного выбора тиристоров необходимо опреде­
лить требования к их режиму в соответствии с режимом схемы 
и составить перечень предельных параметров и условий эксплуа­
тации. На их основе выбирают необходимый тип тиристора. 
Выбор обычно проводят в несколько этапов.

Вначале тиристоры выбирают по величине тока и напряже­
ния с учетом зависимости тока от частоты, длительности и 
формы импульсов или угла проводимости. Необходимо учиты­
вать зависимость тока от температуры корпуса.

Если режим по току отличается от справочных данных, 
то его значение определяется расчетным путем в соответствии 
с методами, указанными в информационных материалах.

Далее сопоставляют условия эксплуатации с допустимыми 
механическими, климатическими и другими воздействующими 
факторами, указанными в ТУ. В результате определяется один 
или два типа тиристоров, отвечающих заданным требованиям.
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В заключении определяется +  Rh

режим возможных перегрузок по 
току , напряж ению  и скорости их 
марягтания. Пои наличии в схеме 
рабочих перегрузок по току  про­
водят их сопоставление с учетом 
зависимости тока рабочей пере-
грузки от времени и режима рабо- рис 2 9 Схема 0 иия

. . . А » ПЛ г л Л '« ' rviL ж. з ^.лста \ji рапиччпктл
ТЫ ТИрИСТОра. После ЭТОГО ОПре- скорости нарастания напряжения 

деляется окончательный тиристор.
Для некоторых схем применения, например, в схемах элект­

ропривода, порядок выбора тиристора может быть иной. В этом 
случае его выбор начинают с расчета допустимых токов рабочей 
перегрузки.

Если в схеме могут возникнуть аварийные перегрузки по 
току, то намечаются мероприятия по их предупреждению 
с использованием средств защиты. Причем средства защиты 
должны обеспечивать защиту тиристоров с учетом допустимой 
аварийной перегрузки по величине тока в зависимости от его 
длительности. При прохождении тока аварийной перегруз­
ки через тиристор возможна временная потеря его работо­
способности. Это необходимо учитывать при выборе средств 
защиты.

Эффективными и простыми средствами защиты могут быть 
быстродействующие предохранители или автоматические вы­
ключатели, включаемые в цепь последовательно с тиристорами 
или с нагрузкой и срабатывающие в течение времени, меньшего, 
чем полупериод.

Для предупреждения самопроизвольного включения тири­
сторов от эффекта dU/dt может быть использована схема, 
приведенная на рис. 2.9. В этой схеме скорость нарастания 
напряжения на аноде прибора определяется постоянной време­
ни т =  R H С. Значение Т может быть определено из формулы 
dU/dt — 0,67 Е/х, тогда при известном /?н можно определить 
емкость конденсатора С  — т//?н. Резистор R1  служит для раз­
ряда конденсатора.

Во многих случаях для увеличения мощности устройств 
приходится использовать параллельное или последовательное 
соединение тиристоров. Последовательное и параллельное со­
единение этих приборов часто используется для повышения 
надежности схем на тиристорах, в которых выход из строя 
отдельного прибора не должен вызывать нарушения работы 
всей установки.
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Несовпадение прямых и обратных ветвей вольт-амперных 
характеристик приборов, соединенных в группу последователь­
но или параллельно, приводит к тому, что определенные при­
боры будут перегружаться по току (при параллельном соедине­
нии) или по напряжению (при последовательном соединении 
(рис. 2.10,<7, б).

Несовпадение времени включения и выключения в тиристо­
рах при их параллельном или последовательном включении 
может также явиться причиной отказа приборов.

При параллельном соединении тиристор, имеющий меньшее 
время включения, будет в начальный момент принимать на себя 
весь ток цепи, что может вызвать выход прибора из строя.

При последовательном соединении к тиристору с меньшим 
временем прикладывается напряжение всей цепи, вследствие 
чего может произойти его самопроизвольное включение или 
пробой структуры.

Для выравнивания токов параллельно включенных прибо­
ров используют индуктивные делители тока, выполненные в 
виде тороидального витого магнитопровода, сквозь окно кото­
рого пропущены токоведущие шины таким образом, чтобы ЭДС,
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создаваемые токами, протекающими ъ этих шинах, действовали 
навстречу  друг другу (рис. 2.11).

Для выравнивания напряжения на последовательно вклю-
a v  р г т я т ы н р г к л м  o p w m m p  п я п я п п р п ь н п  ^ я м / п п м ( /HtfHMDIA ~ I I 1-1- j

И3 них включается шунтирующий резистор (рис. 2.12), сопро­
тивление которого может быть определено по формуле

а  _ •. макс
ш ^ - i v yTMAKC’

где П —  число последовательно включенных 'Приборов; U„ —  
повторяющееся напряжение прибора; t/„MAKC —  наибольшее 
напряжение на ветви с последовательно включенными прибора­
ми, /утмдкс наибольший ток утечки.

)

Риг 2 11 Схема включения
индуктивных делителей тока

Для выравнивания напряжения на последовательно соеди­
ненных приборах в переходном режиме параллельно им вклю­
чаются /?СГ-целочки (рис. 2.12), емкость конденсаторов которых 
определяется по формуле

С  -
nU(i — Uv мдкс

где Д0МпКС —  наибольшая возможная разность зарядов восста­
новления последовательно включенных приборов.

Резисторы R3  и R4  служат для ограничения тока анода во 
время включения. Их величины обычно лежат в пределах 
нескольких десятков омов.
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Рис 2 12 Схема ограничения перенапряжений

Защита тиристоров от перенапряжений может быть осу­
ществлена с помощью полупроводниковых ограничителей на­
пряжения, стабилитронов или лавинных диодов (на рис. 2.12 
они показаны штрихом)-
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТИРИСТОРОВ

Р а з д е л  т р е т и й  

Силовые тиристоры (продолжение)

3.1. Тиристоры быстродействующие

ТБ151-50, ТБ151-63
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, 
где требуются малые времена включения и выключения, высо­
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе с гибкими силовыми выво­
дом. Анодом является основание. Обозначение типономинала 
и полярности силовых выводов приводится на корпусе.

Масса не более 290 г.

ТБ151 50 ТБ151-63

030 5

27

Э лектрические  парам етры
Импульсное напряжение в открытом состоянии 
при /ос и =  3, 14/ос Ср МАКС, k =  10 мс, не более:

ТБ151—5 0 ............................................ 2,5 В
Т Б151-63 ............................................ 2,15 В

Пороговое напряжение, не более:
ТБ151-50 ............................................ 1,56 В
ТБ 151—6 3 ............................................ 1,4 В
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Отпирающее напряжение управления 
при U3C =  12 В, не более:

Тп =  —60 °С, /у от =  0,4 А .........................
Гп =  +  25 °С, /v пт =  0,12 А .......................

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при UiC и =  0,67 UK п, /?у =  10 Ом,
7"п =  +125 "С, не менее................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3i и =  иж п, /?у =  «>,
7"п =  +125 X ,  не более.................................
Ток удержания при ~  12 В, f?y =  °*, не более.. 
Ток включения при /у Пр и ~  1 А,
dl,/dt~ 1 А/мкс, tv =  10 мке, не более...........
Повторяющийся импульсный обратный ток
при 1/оьр и — t/05Pi Пг /?у — 7̂, — +  Т25 С ..........
Отпирающийся постоянный ток управления 
при =  12 В, не более:

7̂  =  -6 0  °С .........................................
Гп =  +25 X .........................................

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3r и =  0,67 U3C П, /?у =  t0 кОм,
Гл =  +125 Т , не менее.................................
Время включения при =  300 В,
/ о с  и — /ос ср макс г ^ос/ dt — 2Ъ А/мкс+ 

пр и — 0^75 A, dlj/dt=  1 А/мкс,
=  10 мке, не более...................................

Время задержки при £/зс=300 В, и=/ос СР МАКс> 
d(0(/dt— 25 А/мкс, ^ пр и =  0,75 А,
dfy/dt= 1 А /мке, ^ =  10 мке, не более...........
Время выключения при иж и =  0,67 п,

(°^зг/°^)кр> (̂>ЬР и ~  100 В,
Лг И /)С ГР, МАКС) (̂ /0г/^)(П — 10 А/мкс,
7̂, =  +125 “С, не более.................................
Время обратного восстановления 
при иоьр и 100 / о с ,  И —  / о с ,  Г Р  М А К Г )

(d/or/dt)(П =  10 А/мкс, 7̂  = + 1 2 5  °С, не более... 
Заряд обратного восстановления 
при U0bР и =  100 В, /0с, и — /ос СР МАКС .
(d/0L/dt)a] =  10 А/мке, Гп =  + 125 "С, не более... 
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии» не более:

ТБ151—5 а ..................................... ......
ТБ151—6 3 ............................................

Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более ..................................................

5 В
2.5 В

0,2 В

20 мА 
0,2 А

0,3 А

20 мА

0,4 А  
0,12 А

2 мА

2 мке

1 мке

16...32 мке

2 мке 

60 мкКл

7.5 мОю 
3,75 мОм*

0,32 °С/Вг
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Предельны е экспл уатаци о н ны е  д анны е
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии................................. 500...1200 В

*  • «т. 4 Г»Ч (H L  r u r v o  | J ПППЛ \Д/Л1 н ш
НеПОВ .....
в закрытом состоянии................................. >̂1̂ /sc,n
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение в закрытом состоянии........... 0,6£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................-................  500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
н а п р я ж е н и е ........................................................ ^ И ^ обрп

Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение.... ............ .0,6(/)gP ^
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.........................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 f/v  П,
/?/ =  « .  7f, =  +  125"C ........... :.......................  200.,.

1000 В/мкс
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, [3 — 180°,
Тк =  +85 X :

ТБ 151 -50 ......................................... _ 50 А
Тб 151—6 3 ............................................  63 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц, р =  180°,
Тк =  +85 X :

Тб 151—5 0 ............................................ • 78 А
Тб 151—6 3 ............................................  99 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при =  О, /и =  10 мс, 7̂  — +125 X :

ТБ 151—5 0 ............................................ 1000 А
ТБ 151—6 3 ............................................ 1100 А

Защитный показатель при 6/0БР =  0, =  10 *лс,
Tn =  + U 5  X :

ТБ151—50............................................ 5 кА2*с
ТБ151-63............................................ 6,05 кА2*с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом СОСТОЯНИИ При изс>и =  игс п,
о̂с, и 2/ос макг> dh/dt— 1 А/мке,

1...5 Гц, £, =  10 мке, 7"п =* +125 X ..............  400 А/м  юс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........ .................................  10,5 А
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Температура перехода................................ +125 °С 
Температура корпуса..................................  —60...+85 °С

Т а б л и ц а 

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Класс по 
напряжению

Значение
У 41 п и 

УцЬР п> ®

{ d U ^ / d t ) ^

В/м кс
^выкп’ 
МКС

^вкп • 
МКС

Группы классификационных параметров

4 5 6 7 А 5 6 7 4

Значение классификационных параметров

200 320 500 1000 32 2Ь 20 16 2

5-9 500.,. 900 + + + + - + + + +

10-12 1000... 1200 + + + + + + + - +

/ос. и. к  А
г

Т Ы  5 1 -5 3 1

Т„=25Г
>5Т

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного нагюяжения

U*B

Зоны возможных положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

/ос, и. К  А

т

208

W0

1 1.5 2  U ос и. В  

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Цч, ПР.И.В
15151-50. ГБ 151-63К ■ 1 (

dz2. PuaztRm,
Г—

ty-WMKC 'Q=W. Р%м--80Вт;
/ tv- Юмкг

ч J r - т***

Юте |
~~Q-V.Р>),нг2Вт. tvrпостоянный шок

О 2  4 6  8  1у.пр,и,^

Зоны возможных положений за­
висимости импульсного напряже­

ния управления от тока



•звисимости импульсного тока уп­
равления от длительности импульса

8 tv, МКС

Atn.C

Зависимости импульсного по­
вторяющегося точа от длитель­

ности импульса

/ос, п, А

, 6100Гц 
'ЩВГц ~

7V--05T 
Ux,* :0,67Uxn ' 
Uoip.K -0,67Uctfi,n

6 tn.C

зависимости импульсного no- 
“горяющегося тока от длитель­

ности импульса

6300Ги

18а —

Тк -65'С 
Ux*-(j.67{jx.n — 
Ua6i>.D=0.67UoBi>.n

-_ А J

U.с
Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

!ос, п, А

Г* :85й С 
Ux,̂ B.67UK,n 
Uesp.n =B.67Ucep.n"

6 3 jf)-

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импу/ч>са

!ос, л А 1ас,п,А
•ТБ 151 -6 3 — (-6 Ш ц  -

2 с 6 8 18* 
d befit. А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

4 6 8 и*
d b e fit А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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toe, п. А

Г к =85'С 
- 0=2

-Ur,n =0 67Ux,n 
Uxi>.»-0.6 7Uotj>

d be f it .  А/с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока o r скорости нараста- 

ния тока в открытом состоя

6 6 8 ]tf
d be f i t  А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости зараста­

ния тока в открытом состоянии

lac, г/. А (ос, п. А

i  6 В j(]8
d/ос f i t .  А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния ю ка  в открытом состоянии

< 6 8 1Q*
d be f i t  А /С

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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С tor/dt  А /с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста^ 

нии ю ка  в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося гака от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

/ог п А

d bc& t А/с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося така от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

ЬО

d he f i t  А/с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии



d b e fit А/с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

dbcMA/c
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

1ос,п,А

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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ioc n, A

Зависимости импульсного повтор»' 
ющегося пока от скорости -нараста■ 

ния тока е о ткр ^м м  состоянии

1ос,яА

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

6 8 fО7 2 '4 6 8 ц)8

(ИосШМс
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока o r скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

4 6 8

dioc/dt / /с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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Зависимости импульсного ударно­
го тока о г длительности импульса

Зависимости импукьсншо ударно­
го тока от длительности импульса

fee. чзр.кА
8.7
U
Я5

U

0,3.

- Ч ---------1---------
- ТС 1C 1 сп .

т г J W 5 T

Ut№ -8,<SUosr п

20 КО 60 80108 UOtn.C

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

itx, чдр.кА

8,7 
8,6 
8,5 

8А

ТБ151-63 
! 1

- 125'С Г*=25'С

Uosp~8 &Uos л
I, ' I

28 W  60 80 W0 140 С»,с

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного тока
В открытом СОСТОЯНИИ ОТ ДЛИг

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
а откры том  состоянии от дли-

1«дьности импульса
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/ос П. A igm С

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

64

Зависимости импульсного тока 
а открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности им г.ул оса



Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

tin  / tw  (i а) • tm  /  tm  ti a i , %Г—1--1 — 1 1--1 ■‘—‘I—r—I T  i—
ТБ 151-50.' ТЫ51-65—

' к

tL
\ | I

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

taux/i/ 1зых/> о) . °Л>
п 151-50, т '51-

(dUx /d t) /(d U x /d t)rP

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

3-1723

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

1вШЛ /  1ьЬМ ров 81. °/о

Зависимость времени выключения
от обратного напряжения

taux/} (iso %i
-ТБ 151-50, Т,j?51-61-

-

60 8QIсс ц/1ос, cfi, m e , %

Зависимость времени выключения 
от импульсного тока е открытом

СОСТОЯНИИ
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/s«(7f/ 1выкл По АЛ wd, %

160

НО

№
100.

- п 5151-50. ТВ151- 1_>OJ

- U

4 -

twC.OSP.MKC

10 20 30 W SO 60 70 
(dbc/dtb.A /мкс

Зависимости времени выключения 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

20 Ш 60 80 180
(ёЬсШкп'А/якс

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

tm .06P , МНС

и Гб 151-
-----1
<1

5/4 6JA

з ш \j 1.1 \
20 40 60 80 100 

(dbcfitkn.A/wc
Зависимости времени обратного вое- 
становления от скорости нарастания 

тока а открытом состоянии

Q bdc, оьр, пкКл
f I \ _ Г£ 1С1 СП _

-1х-75А-
— Ш

--
2SA

к
>

г 1 \ I I
О 20 40 60 80 100 

(d  b c rtt Jen.А /м кс

Зависимое™ заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

п ж а  в открытом состоянии

О вое 06Р, мкК/1

28 10 60 00 100
(d bc'fit /Ы А/мкс

Ш хШ )ю.ВМ кс
TBlWSQ. Т6151-63

20 10 60 30 100
Изс АЗзс. П . °/о

Зависимости заряда обратного вое- Зависимости скорости нарасга- 
становления от скорости нарастания ния напряжения от напряжения 

тока в открытом состоянии в закрытом состоянии



С/В)77

cfUx /d t)/(dU x /dtlxp 
~~m  [ П Т Г

TBl5t-bO r ТЫ 51-63

t
XJ

60 W 2D 0 20 ID 60
UdP n , %  Ox AJ)C..n, %

Зависимости скорости нарастания 
напряжения ОТ обратного напря­
жения и от напряжения в закры ­

том СОСТОЯНИИ

w ( w° т' t.c

Зависимости переходного геплов<з- 
ГГ5 сопротивления переход— ко р п у с  

от времени

2ТБ151-50, 2ТБ161—80, 2ТБ261-80
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, 
где требуются малые времена включения и выключения, высо­
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе с гибкими силовыми выво­
дом. Анодом является основание. Обозначение типономинала 
и полярности силовых выводов Приводится на корпусе.

Масса не более 290 г.

2ТБ151-50, 2TB16U80. 2Т6261-1 
200

030.5

27

3* 67



Э лектри чески е  параметры

Импульсное напряжение в открытом со- 
ГТПАМИИ ПРИ 'оС,И =  4, =  Ю *С,
не более:

2ТБ151—5 0 .......................................................  2,3 В
2ТБ161—80, ТБ261—80 ....................................  2,2 В

Пороговое напряжение, не более;
2ТБ151—5 0 .......................................................  1,56 В
2ТБ161—63,2ТБ261—8 0 ..................................  1,4 В

Отпирающее напряжение управления 
при U1C =  12 В, не более:

Гп =  -6 0  "С, /у от«  0,6 А .................................  6 В
Гп =  +  25 Х Д 'от =  0,2 А .................................  ЗВ

Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при н =  0,67t/3C п, /?у =  10 Ом,
Тп — +  125 X , не менее...........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ при изс и =  изс п, /?у =
Тп = +125 "С, не более:

2ТБ151—50 ........................................................ 20 мА
2ТБ161-80,2ТБ261 -8 0 ................................... 30 мА

Ток удержания при U3C — 12 В, /?у =  °°,
не более:

2ТБ151—5 0 ........................................................ 0,3 А
2ТБ161-80, 2ТБ261-80 ..................................  0,35 мА

Ток включения при ^  пр. и =  1 А»
d fy /d t^  1 А /м кс , /у =  10 мке, не более............... 0,3 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при Unsр и =  U0b? п, Яу =  °°, 7*п Н125 С:

2ТБ151—50 ........................................................ 20 мА
2ТБ161—80, 2ТБ261-80 ..................................  30 мА

Отпирающийся постоянный ток управления 
при £/1Г — 12 В, не более:

7|, =  -6 0  X ......................................................  0,6 А
Гп = +25 X ......................................................  0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при £/эс и =  0,67 Ц,с п, /?у =  10 кОм,
Тп — +125 X , не менее...........................................  2 мА
Время включения при — 300 В,
4эс и =  fcc. гр,макс» d^oc/dt— 25 А /м кс, 
iy rip, и =  0,75 A, d ly /d t=  1 А /м кс,
ty =  10 мке, не более............................................... 3,2 мке
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Время задержки при U3r -  300 В,
V1 =  /ос СР. МАКС» d(oc/d t~  25 А /м кс,

^  пр и *  0,75 A .^dfy/d t=  1 А /м кс,
=  Ю мкс, не более..............................................  1 г-же

Время выключения при £/зс и ~  0»67 иу  Пг 
с/и^с/dt — (dUK/d t) кр, о̂бр и Ю0 В,
/0С,И= hx,гр, м а к с » (^(ic/^Ocn =  Ю А /м кс,
Гп — +125 “С, не более...........................................  16...32 мкс
Время обратного восстановления 
п р и  £/0бр и ”  1 ^ 0  ^ - ( ) С И =  /ос ср мw >
(dbc/<#)cn “  10 А /м кс , 7*п =  +  125 -с. не более... 2 мкс
Заряд обратного восстановления 
при и “  ^00 В, /0С ц =  4»г гр МДК( »
{c^r / r f0 cn =  М  А /м кс, Гц =  +125 "С,
не более................................................................... 60 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

2ТБ151—5 0 ........................................................ 7,5 мОм
2ТБ161—80, 2ТБ261—80 ..................................  3,75 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

2ТБ151—5 0 ........................................................ 0,4 °С/Вт
2ТБ161—80,2ТБ261—8 0 ..................................  0,24 Х /В т

Предельные эксп л уа та ц и о н н ы е  д анны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии ...................................................................
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение...........................................................
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение...........................................................
Постоянное обратное напряжение....................
Постоянное обратное напряжение управ­
ления ......................................................................
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и — 0,67U3C Пр 
Лу— 7̂  =  +  125 СС ...............................................
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Средний ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, р =  180°, Туг =  +85 “С:

2ТБ151—5 0 .......................................................  50 А
п т г  л г  а _  п л  о т г л г * *  о л  а л  ас I и  iu  I ” о и , 4. 1 ис\)\ —o\j .............................................  oU /л

Действующий ток в открытом состоянии 
при f — 50 Гц, р =  180е, Тк =  +85 “С:

2ТБ151—50 .......................................................  78 А
2ТБ161-80, 2ТБ261—80 ..................................  126 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Ц)Ьр — 0, 4, =  10 мс,
7!т58 +125 С:

2ТБ151—50 .......................................................  950 А
2ТБ161-80,2ТБ261 -8 0 ..................................  1900 А

Защитный показатель при U0bP =  0, f* — 10 мс,
Гп == +125 йС:

2ТБ151—5 0 ........................................................ 5 к А Ч
2ТБ161—80,2ТБ261-80 ................................... 24.4 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при изС'„  =  U3C п, 
f(x и — 2 ^  ср мдко d (y/d t — 1 А /м кс,
/ =  1...5 Гц, ty =  10 мке, 7̂  =  +125 СС ...................  100...

400 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления.......................................................  15 А
Температура перехода ..........................................  +125 °С
Температура корпуса.............................................. —60...+85 СС

Применять дроссели насыщения в цепи нагрузочного тока 
тиристоров не рекомендуется.

На выходном контроле у потребителя тиристоры не под­
вергаются испытанию ударным неповторяющимся в открытом 
состоянии. При монтаже тиристоров без гибкого основного 
вывода катода втулка тиристора вместе с применяемым выво­
дом должны быть обжаты по длине L — 7 мм и с размерами 
шестигранника S =  10 мм для 2ТБ151—50 и S — 12 мм для 
2ТБ161—80, 2ТБ261—80.

ТБ161—80, ТБ161-100
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения а качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц,
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где требуются малые времена включения и выключения, высо­
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 
в мегаллокерамическом корпусе с гибкими силовыми выво­
д а  Д и п л о м  является основание. Обозначение типономинала 
и полярности силовых выводов приводится на корпусе.

Масса не более 290 г.

Э л е ктр и ч е ски е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос. и =  3,14^с СР МдКС> /(1 -  10 мс, 
не более:

ТБ1 б 1 —8 0 ..........................................................  2,6 В
ТБ161-100........................................................ 2,15 В

Пороговое напряжение, не более;
ТБ161-80..........................................................  1,45 В
ТБ161—100 ........................................................  1,35 В

Отпирающее напряжение управления 
при Uv =  12 В, не более:

Тп =  —60 ‘С, I, от =  0,5 А .................................  5 В
7̂  =  +25 вС, ^ от — 0,15 А ...............................  2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при t)3C и =  0,67£/ЗС П, /?у — 10 Ом,
7*П =  +125 'С, не менее...........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при =  U3C п. Яу =  ®°»
Т'п =  +125 °С, не более...........................................  30 мА
Ток удержания при UM ~  12 В, /2̂  =
не более...................................................................  0,25 А
Ток включения при /у Пр.и =  1 А,
d ly /d t~  1 А /м кс , ty =  10 мкс, не более...............  0,4 А

71



Повторяющийся импульсный обратный ток
при 1/оьр. и “  Уобр. п, 7J, =  +125 С .............. 30 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при /Дс — 12 В, н<? более;

Гп"= -6 0  вС ......................................................  0,5 А
Гп =  +  25 X ......................................................  0,15 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при иж>и =  0,67 6/зс Пт /?у =  10 кОм,
Гп =+125 X , не менее...........................................  3 мА
Время включения при (/ж =  300 В, 
кк и “  кх. с р  м а к с » °^ос/оУ =  25 А /м кс,
/у пр и =  1 A, d h /d t=  1 А /м кс , ?у =  10 мкс,
не более................................................................... 2 мкс
Время задержки при иж =  300 В,
^с, и =  >̂с. ср. макс» dfoc/d t  — 25 А /м кс ,
/у, пр, и =  1 dfv/d t  =  1 А /м кс, =  10 мкс,
не более................................................................... 1 мкс
Время выключения при Uzr и =  0,67 U3C п, 
dU^c/ dt — {dU3C/d t) Kp, U05p и — 100 Br
/ос.и =  fcr.cp.makc» (d^oc/<#)cn =  Ю А /м кс,
7̂  =  +125 X , не более...........................................  16...32 мкс
Время обратного восстановления 
при иаьр и — 100 В, /ос и =  )̂с. ср, макс»
{dfoc/dtiw  =  10 А /м кс , Тп =  +  125 X ,
не более................................................................... 2,5 мкс
Заряд обратного восстановления 
При U0f>P и =  100 В, /ос. и =  4и:.ср,макс>
( d ^ /d t ) ^  -  10 А /м кс , Гп =  +  125 X ,
не более............ ........ .............................................  80 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

ТБ 161-80..........................................................  5,3 мОм
ТБ 161 — 100........................................................ 2,64 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,2 "С/Вт

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  МЦс,п
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Максимально допустимое постоянное об­
ратное напряжение в закрытом состоянии ........  0,6£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное Г ГУ ГУ 4 4ЛЛ Пнапряжение .............................................................  juu... t iuu d
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  М ^ обр.п
Максимально допустимое постоянное об­
ратное напряжение................................................  0,6 UQ&pn
Максимально допустимое обратное
напряжение управления ........................................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 иж П,
/?у =  - .  ГП =  +125°С ............................................... 200...

1000 В /м кс
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,

180е, 7 ;=  +85 X :
ТБ 161—80..........................................................  80 А
ТБ161 —100 ........................................................ 100 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц, (3 =  180°,
Гк =  +85 X :

ТБ161—8 0 ..........................................................  126 А
ТБ161—100 ........................................................ 157 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0ВР =  0, ?и =  10 мс,
Гп =  +125 °С: •

ТБ 161—8 0 ..........................................................  2200 А
ТБ 161—100 ........................................................ 2500 А

Защитный показатель при Um? — 0, =  10 мс,
Гп =  +125 X :

ТБ161—8 0 ..........................................................  24,4 кА2-с
ТБ161—100........................................................ 31,2 к А Ч

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  U3C п,
Ьс, и ~  2/ос СР максг d lj/d t  — 1 А /м кс,
f — 1...5 Гц, tv =  10 мкс, Тп =  +125 X ...................  800 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................  15 А
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X
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Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

К л а с с  п о  

напряжению
Значение

и1 “

В/мкс МКС
В̂К/1 1
мкс

Группы Классификационных параметров

4 5 6 7 4 5 6 7 4

Значение классификационных параметров

200 320 500 1000 32 25 20 16 2

5 - 9 500 ...900 + + + + - + + + +

10, 11 1000, 1100 + + + + + + + -

/ос. и, к  А

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Uy.B

Зоны возможных положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

7 4

!ос, к  к  А

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Щ пр.лВ
Т 1 1 1 1 1 1 1 1 ТС1Л4 ап т с  т п
f i l l  i _ |

Q=S, Р%ш -Ю Вт:
t * =Wmkc _

/
WhkcJ P .

:
/у - JOmkc-Q=<

Q-V P%m=IB m,
-  Постоянный ш

|
j

О 4 8  12 16 1ц% да, и, А

Зоны возможных положений за­
висимости импульсного напряже­

ния управления от тока



toe, П. A /ос, ft. A

а 6 810-* г и U .с 6 ацг* 4 U .С

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель- 

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

foe, п, А foe. Л А

6 S fl-l * t * X 6 8 Ю-* 4 Ьн.С

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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loc.fiA
t c iii ап изс* =0.6 1iux.n _ 

7Uea>'"- 
Т —  

1

- |7та м-0 6^ — Tr-fflS
-

^ —
JVI i

у 'y p T lW l or и
' 1 шОГц
25П0Ги

СОР­Гц

/Щ }!
\6JL
0Гц

ОГ
(

f | 1 I. 1 1 1 . 1 . 1

tOC,nA

4 6 8 Ц)-1 2 4 tn.C

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тика от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

foc.n А
he. п. А

15161-80 f=6Wu ЮООГц 1600Гц

и х * - 0 б 7 0 ж п  Ю Ш Г и

(Jgir. ы - 0.6 7Us& я
h=6?C 

а=2

ю!-
5е

6 8 18? 2 4 6 В 10* 

d b c f it M

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

п5161-100 (-6.Шц 1009Гц 60ВГи

?
so

, \  /
' и“и"\ у Клппг.. Xf "

Uk.m*0.67Ux.* 10800Гц ' 
Iи*>»

и
-и.
=6
й

О/илРП
5'С
--2

_ / л ! г

, I <_L —1 __1_
6 8 М? 2 4 6 8 1Q8

d b e fit А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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!оСГ Г Т  Г6161' 8(!  f -бЩ ц 1080Гц

6 8 10?

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Iqc.hA 

2

10‘

8
6

Ю*
8

2 4 6 8 Щ*
dhefit-A /c

—1
5 U 1-100 f BOOT

РгЧ
i

-
А

6001
25

гц ] / \  /
\ N

ГоГиХ
Ш О Гц '

6388Гц

Ux.
вд*

1
-0,67ilx.n 

-0.6 7Uatt>,n
ШООГц

- / r-SS'C
- . .1 _ , , , J

6 8 JO7 2 4 6 8 1Q* 
d b e fit А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

8 108 
d b e fit А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста-

ния тока в открытом состоянии

d lo c fii А/с
Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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/ос п А

diocfitA/c

Зависимости импульсного повтора 
ю и^гося тока от скорости нараста­

ния тока в открьгом  состоянии

d  b e fit  А/с
Зависимости импульсного повторя 
ющегося тока от скорости нараста 

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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4 6 8 if f
dbi/dt А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста 

ния тока в открытом состоянии

I ' 6 Г̂ *Я7Й 
db'/cft А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста 

ния тока в открытом состоянии

toe t А

Зависимости импульсного ловторя З ависимости импульсного повтори 
ющегося тока от скорости нарагта- ющегося тока от скорости нараста­

нии тока в открытом состоянии ния тока в открытом состоянии



Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

нии тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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З а в и си м о сти  импульсного тока уп­
равления от длительности импульса

1у, 0Т,и/1у, ОТ, И И икс)

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го точа от длительности импульса

/от. члр.кА
ТБ 161-80

ч Ч
Тп=25'С

12ТС
/

Oaf-O

20 Ц) 60 80 100 Ш 1.М С

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1ас,УВР-КА

и Iт -wo

Uо№ -0
125ГС

h=??С

20 iO 60 80 100 НО [.МС

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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го тока от длительности импульса го тока от длительности импульса

/от И-А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

в2

fee я А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли

тельности импульса



Ion к A

Зависимости импульсного тока 
s открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
В О Т К р ш Т О М  С О С ТО Я Н И И  О Т  Д Л И

тельноеги импульса

1рс и А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
& открытом состоянии от дли

тельности импульса
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t s s  / ( з а  a  a! ' t s M / tex/r а л > ,  %

I I I I I г т г
г С ч / Ч  on  1ПП

VI 1 1
\

f e w 4" S ,

*°0 0.5 1 15 2 k n p . J

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

tewм / tew?! ш т. %

Зависимость времени выключения 
от обратного напряжения

tetK/i/tsbtC/l (II %
75ш-зо т в ш -т

200 015 03 0 i5  06 075 
(dU x/dt) /  (dUx/d t)<p

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

1еыкд/ °/о
п7ft>/--81 ТЬ ч 1- 1LW

40 60 88 100 120 НО
IОС, СР / ‘ос СР, МАКС , G//°

Зависимость времени выключения 
от среднего тока

tnuc// 1вЫКЛ %

(d/осЫ кп. А/мкс

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

tB0C.ObP.HKC

Ю
2.0 
10

О

Зависимости времени выключения
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

П  1 1 1 тем и  an

А V - и и/
3

* 3 “ 81lA
У £чип

\ \
20 40 60 80 100

(dh c/d tkn A /мкс



о 20 40 60 80 100
(diocfltkn. А /т с

О 20 40 60 80 100
(d bc/dt kn■ А/мкс

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Овос. оьр,
Г Г * /*  т п -

I / -JC/74 щ1
т

1

1
О 20 40 60 80 100

(dloc/dtkn А /мкс

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

(dUx/dUxp,В/мкс
Ш Ш ¥ Ш Щ

О 20 ill 60 60 100
Ujc/Ux,n, %

Зависимости скорости нарастания 
напряжения от напряжения в за­

крытом состоянии

(dUx /dt)/(dUx /dtU
п 61

1
-80. 1 * Ъ ]6

П
10
г
0

4
3

2

1

jч
\ У/\

\ Ч ** у /г

60 40 20 0 20 40 60 
Uosp/ищв, % Ux/U&tt, %

Зависимости скорости нарастания 
напряжения от обратного напря­
жения и от напряжения в закры­

том состоянии

?т.(и-к). С/Вт

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус

от времени



ТБ2-160, ТБЗ-200
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п, Предна­

з н а ч а й * } !  д п а  п р и м о м р н м а  в у д ц р г т п и  h t i it h j p r k i x  ^ л р м р и т л о

в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц 
преобразователей электроэнергии, где требуются малое вре­
мена включения и выключения, высокие скорости нарастания 
тока и напряжения. Выпускаются в металлокерамическом 
корпусе фланцевой конструкции с гибким силовым выводом. 
Анодом является плоское основание. Обозначение типономи­
нала и полярности силовых выводов приводится на корпусе. 

Масса не более 470 г.

ТБ2-160, Г6 3 -2 0 0

Э л е ктр и че ски е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со* 
стоянии при /ре и =  Зг14&с.СР мако *и *  Ю мс, 
не более:

Т Б2-160............................................................  2 В
Т Б З -200 ............................................................  1,7 В

Пороговое напряжение при 7J, —  +110 “С,
не более:

Т Б 2 -1 6 0 ..................- ...........................................  1,41 В 
ТБЗ-200............................................................  1,06 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

7"п — —50 °С, /у от — 0,75 А .................................  8 В 
7"п =  +25 “С, £  от =  0,35 А ...............................  5,5 В 
7п =  +110°С, /у, от “ 0,22 А ...............................  4 В
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Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при и ж  и ^4с,п> 5 Ом,
Тп =  +110 °С, не менее......... .................................. 0,2 В
Повторяющийся импульсном ТОгч. В ЗвкртТОМ 
СОСТОЯНИИ При U-yr и — З̂С.П» Ъ  ~  °°*
ГП =  + 1 1 0 Т , не более............................................ 30 мА
Ток удержания при /?у =  «>, не более...................  70 мА
Ток включения при /Y Пр, и ”  2 А,
d f ^ / d t  —  5 А /м кс, ty =  10 мкс, не более............... 0,45 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при С̂обр. и ”  У о ь р П. *у =  Г„ + 1Ю С ............. 30 мА
Обратный ток восстановления 
при р и ~  100 В, /0Ci и =  b c ,c p , МАКС»
( d J b c / d t ) c n  —  40 А /м кс, Гп =  + 1 Ю “С,
не более...................................................................  140 А
Отпирающийся постоянный ток управления 
при U 3C =  12 В, не более:

Гп =  —50 "С ....................................................... 0,75 А
ГП =  +25 °С ....................................................... 0,35 А
ГП =  + 1 1 0 СС...................................................... 0,22 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при С/зс и £/зс /?у — 5 Ом, Гп =  +110 С,
не менее...................................................................  2 мА
Время включения при и ж  и =  300 В,
f o c , n ~  ()С, СР, МАКС г Уу ГГР И =  20 В,
d f v / d t  =  5 А /м кс , /?у =  4,5 Ом, fy =  10 мкс,
не более...................................................................  5 мкс
Время задержки при и ж  и =  300 В,
^с.и *  Ь с .ср макс» U .  ПР и ~  20 В,
rf/у /d t =  5 А /м кс, /?у =  4,5 Ом, fv =  10 мкс,
не более................................................................... 1 мкс
Время выключения при i/,CM =  0,67(Л,г n< 
d U ^ / d t —  № c/ 4 p .  ^обр.и =  100 В, ' 
fc, И СР. МАКС» (*% с/^)сп =  10 А /м кс ,
Тп *  + 1 Ю °С, не более............................................ 20...50 мкс
Время обратного восстановления для групп
110 *выкл ПРИ ^оьр.и =  Ю0 В, foc.vi =  foe СР.МАКС»
К с А * ) с п =  Ю А /м кс , ГЛ =  + 110 “С,
Не более:

группа 5 .............................................................  8,5 мкс
группа 6 .............................................................  5 мкс
группа 7 .............................................................. 3,5 мкс
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Заряд обратного восстановления для групп
Пс-* В̂ЫКЛ ПРИ О̂ЬР И — ЮО В, Iqq и /ос CPi МДКСР 
(оУос/ cfr)cn =  10 А /мкс, Гп =  +110 “С, 
не более:

группа 5 .............................................................  200 мкКл
группа б .............................................................  86 мкКл
группа 7 .............................................................  50 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при ТП — +110 °С, не более:

ГБ2—160............................................................  0,98 мОм
ТБЗ-200............................................................  0,86 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,14 “С /Вт
Тепловое сопротивление переход—среда,
не более...................... ............................................ 0,83 °С/Вт

Предельные эксп л уатац ион ны е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии:

ТБ2— 160............................................................  300... 1200 В
ТБЗ-200............................................................  300... 1000 В

Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................... . 1,12^- п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7£/зсл
Максимально допустимое постоянное 
обратное напряжение в закрытом со­
стоянии.....................................................................  0,5£/3crf
Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение:

ТБ2— 160............................................................  300...1200 В
ТБЗ-200............................................................  300...1000 В

Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12 U0Epn
Рабочее импульсное обратное напряжение .......  0,7(УОБР п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение....................................................... 0,5i/OBP п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 0ЗС п>
Яу -  °°, Гп =  +110 °С............... ’.................... 1.........  100...

1000 В/мкс
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Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................. 3 В
Максимально допустимый средний ток 
. ст,фЬ!Том гпгтпянии При f  =  50 Ги.
1=180",' 7"к =  +70 “С:

ТБ2-160............................................................  160 А
ТБЗ-200............................................................  200 А

Максимально допустимый действующий ток
i открытом состоянии при f =  50 Гц»
i =  180е, ГК -+ 7 0 °С :

ТБ2-160............................................................  250 А
ТБЗ-200............................................................  314 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при и оър  =  0 ,  ty i=  10 мс, 7J, — +110 °С:

ТБ2-160............................................................  4000 А
ТБЗ-200............................................................  4500 А

Защитный показатель при U05P =  0, 
и =  10 мс, 7̂  =  +110 °С:

ТБ 2-160............................................................  80 кА2*с
ТБЗ-200............................................................  101 кА2*с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при (Узе и =  игс п,
/х: и ^  2 / qq ср макс» ^  5 Гц, d k j / d t —  5 А /м кс ,
t ,  =  10 мкс, Т п =  +110 °С........................................  200...

400 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 2 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 25 А
Температура перехода..........................................  +110 °С
Температура корпуса..............................................  —50.. + 7 0  °С

Корпус тиристора с плоским основанием соединяется 
с охладителем при помощи прижимного устройства, обеспечи­
вающего хороший электрический и тепловой контакт во всем 
диапазоне рабочих температур. Диаметр контактной поверх­
ности охладителя должен быть не менее 56 мм, неплоскост- 
ность контактной поверхности не более 0,03 мм, чистота обра­
ботки не хуже 2,5. Внешнее осевое прижимное усилие при 
монтаже должно быть не менее 15000...25000 Н, закручива­
ющий момент при завинчивании болтов не более 3,5 Н-м.
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Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Тип
тиристора

Класс по 
напряжению

Значение
„и
п< в

UWv / * ) w.
В/мкс

В̂ЫКП '
мкс

tt fo r / r f ) , , .
А/мкс

Группы классификационных параметров

3 4 5 6 5 6 7 5 6

Значение классификационных параметров

106 200 500 1000 50 30 20 200 400

ТБ2-160
3 -8 300. ..800 + + + + + + + - +

9 -1 2 900... t200 + + + + + + - + -

ТБЗ-200
3 -7 300... 700 + + + + + + + - +

8 -  Ю 800.,. 1000 + 4- + + + + - + -

крыгом состоянии от напряжения крытом состоянии от напряжения
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оны возможных положений эави-
имости импульсного напряжения 

управления от тока

Jy.npj_______
О Рим Вт Ь.МС

2000 J00 0.01
■ 600 ПО 0.05 
200 90

Uy.B 
16 

12

8 
4

О 0.2 ОА 0,6 0,8 fa А
Зона возможных положений напря­
жения управления от тока управления

О 5 W 15 U пр. я  А

/у.ог.й / к  QT,K(S*Mt)

Зависимости импульсного отпи­
рающего тока управления от дли­
тельности импульса управления

1ос, п. А Т Б 1 -200 -

5 7Г4 г ' < 6t* x
Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Ч 6 8 10* 2 4 Н е ­

зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса
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3 18исимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

в открытом состоянии от длитель­
ности импульса

в открытом состоянии от длитель­
ности импульса
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Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса
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Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии ог длитель­

ности импульса

loc.fi А

6 8  fQ' 6 8 10'Ч»Х & 8 10 < 6 & мЧи.с

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии o r  длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса
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г П.Г\
Г62Ч б в

■ — <Ч < N
■Щъ ч

S S

2500Гц

■6

WOOFц

т 'Г ц ~ /
dh

1<--7(ГС 
ic/dt-50 А/мхс

'  L-
ч т

1
'0Гц и,

1.

ttn'0 671)ж. я 
лрл~0.б7ияр,в 

1 h i l l  ж

loc, п, A

6 8 jg- 4 6 8 Ю Ч и .С

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости лов горя ющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

loc а А

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса
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Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

lx .f i А
1

'6 2 - 160 —

-у /

? Ш <  t

V
*■"

iODOFуг 1
ж е
100
A7I1.

6. М Гц /
Ф к/d t-  

_ // ...л
М кс

.1
' 18890Гц 
и_

Uxp, и-0.6 7Uxp. л 
1 1 1 1 1111

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

!ос.п.А
3 ^

щ г
■ T 6 J -2 0 0

г т и

w o n t / т у J

/10 пг,- 'Г  Ты = 7 O 'С 1
d>oc/dt- 
Ux.x ~0

ЮОА
Ш х.
67Ш

.1.

М кс
а

1 1

<

1
ч о о т гц
<1

Охр.* -0  

, \ ,

Р4П

Зависимости повторяющегося тока
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса



7

1

М З О Г ц
/ . л

7 ы 4 6 0

1 0 0 9 Г ц

1 6 0 0 Г ц
-

2 5 0 0 Г ц

а '0 0 Г ц

d i x

О я

т  -
J T y - Г
O f f  г  --------------

У

6 . W f u  у W 0  А / м к с  

, M - 0 . 6 7 U j r . n ______

j i - ,

|
Ю О О О Ги

И  . _

U t t f M - 0 6 7 U t p wn  -

\  - l - . - t r l ---------------

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии o r длитель­

ности импульса

!ос.и.А

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса

4-1723

!ос,п.А

Зависимости повторяющегося тока 
в открытом состоянии от длитель­

ности импульса

loc. и, А

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса

97



/ос, и, А

\-Um.ii-B.67U,71 
II'jSP *  z0.6 7Ukp я 

- fx /d t-2 5  АЛжг 
 ̂_i Li J J__ l _ i . i i i i l . L - ________
4 6 м  <2  4 6 fS ’ ? 4 i  jg - i 4 6 t f } *  2 < 6 J8~j  ? 4 6 W~? tu .C

Зависимое!>, импульсного ю к а  
от длительности имгтугьса

зависимости импулосного тока 
от длительности импульса

' — Ux.x -0,6 7О к ,т 
; — Uw,x -О, 67У’хр. я 
- d ix /d t=50 А /.чкс

> xJiJii___L i l i l i l i J _____________________  ____ ______________
4 6 i q -* 2 i  6 )Q-l 2 i  f  f t ?  f a x  4 6 1Q-* 2 4 6  W ' l 2 i  6 fg~2 t x . C

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса
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loc. я А

4 6 ffl l 2 * 6 ffl }  ? i  6 ig -i с

Зависимости импульсного тока 
от длительности импульса

4 6 t f - i j  4 6 ',Q-U 4 6 fff ? [ и с

Зависимости импульсного тока 
от длительности импульса

Зависимости ударного тока 
от длительности импульса

loc. чвр.к А

Зависимости ударного тока
от длительности импульса

20 W 611 80 100 tu.HC
Зависимости ударного тока 
пт длительности импульса

loc. чег.кА

Зависимости ударного тока 
ОТ длительности импульса
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t j / i  /1злг?л>' t$ w  /tem?A) [выклЛвыклиш

ки и включения от прямого ния от напряжения
импульсного тока управления

Свыкп/ t  выкя паи)

Зависимость времени выклоче' 
ния от импульсного тока

taHKe/taurA 17Ш)

W0 200 Ш  10г и. А

Зависимость времени выключе­
нии от импульсного тока

Зависимость времени выключе­
ния от критической скорости на­

растания напряжения

(dlocMthn, А/мкс

Зависимость времени выключе­
ния от скорости спада тока
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Зависимость времени обратно­
го восстановления от скорости 

спада тока

t вое, ОБР ,мкс

Зависимость времени обратно­
го восстановления от скорости 

спада тока

(dUx /dt)/(dUx/dtk

Зависимости критической ско­
рости нарастания напряжения 

от напряжения

Зааисимости критической ско­
рости нарастания напряжения 

от напряжения

Оаос.о№.мкКл

зоо

200

100

ТБ2- 160
£ JS 4 - ----

> - 160А

/
320А

(

Овос. обр, МИКп

Ш

208

ТЕЗ-200

100А
200А

V 1
Ш А

10 И  M ( d io ( /d L h .A /™ c  0 1° М  50(d b c 4 it)a i.  А /м к с

Зависимости заряда обратно­
го восстановления от скорости 

спада тока

Зависимости заряда обратно­
го восстановления от скорости 

спада тока
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ZTbii'C/8m Зависимости переходного тепло­
вого сопротивления от времени

ТБ171 —160, ТБ171—200
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, 
где требуются малые времена включения и выключения, высо­
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе с гибким силовым выводом. 
Анодом является основание. Обозначение типономинала и по­
лярности силовых выводов приводится на корпусе.

Масса не более 510 г.

Т Ы 71-160, Т Ы 71-200

Э лектри чески е  параметры
Импульсное напряжение в открытом состоянии 
при /q,- и 3,14/ос (р макс» не более.

ТБ171—160........................................................ 2 В
ТБ 171—200 ........................................................ 1,75 В
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Поооговое напряжение, не более:
Т Б 1 7 1 -1 6 0 ...........................................................  1,35 В
ТБ 171—200 ...........................................................  1,15 В

0 Гп,..рдюш<=>р постоянное напряжение управ­
ления при иж —  12 В, не более:

Тп =  -6 0  °СГ /у ог =  0,75 А .................................  5 В
Гп =  + 2 5 Т Д 'от= 0 ,2 5 А .................................  2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Uv  и =  0,67 С/ъс П) /?у =  10 кОм,
Тп =  +125 X ,  не менее..............................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При 6V }Л =  и <  п, /?у =  о»,
7"п =  +125 °С, не более............................................... 40 мА
Ток удержания при — 12 В, /?у =  <*>,
не более.......................................................................  0,3 А
Ток включения при /у Пр и =  1 А,
d!4/  dt — 1 А /м кс , ty =  10 мкс, не более...............  0,5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
в закрытом состоянии при U0bP и =  U0bP п,
/?у =  гп =  +125 X  ..................................................  40 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при U-iC =  12 В, не более:

ГП =  - 6 0 СС ..........................................................  0,75 А 
Гп ^  +25 X ..........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3C и =  0,67 U^c п, Я  =  10 кОм,
Гп = + 1 2 5  X , не менее..............................................  5 мА
Время включения при 6 V  и “  300 В,
4к.и — Ьс ср макгг d t^ / d t ^  25 А /м кс , 

пр и “  A, dly/d t—  1 А /м кс ,
— 1 0  мкс, не более..................................................  2  мкс

Время задержки при U и =  300 В,
/гх и tc ,ср.макс» dtgc/dt 25 А /м кс ,
^  пр,и 1,2 A, dty/dt —  1 А /м кс ,

=  1 0  мкс, не более..................................................  1 мкс
Время выключения при £/у, и e  0,67£/«-, п>
^ ^ з г / =  (dUiC/d t)^р,  ̂=  100 В,
4эс и “  ср, макс> (dtoc/dt)cn ~  Ю А /м кс ,
Гп =  +125 X , ие более..............................................  20...50 мкс
Время обратного восстановления 
при U0B?и — 100 В, ^ с_и =  /ос ср макс»
(^oc/drjcn — Ю А /м кс , 7“П =  +125 X , не более... 2,8 мкс
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Заряд обратного восстановления 
п ри U0bP и 100 ( к ,  и к к ,  ср. макс»
(dfcc/d t )cп =  10 А /м кс, 7*п =  +125 X , не более... 100 мкКл 
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Гп =  +110 X , не более:

ТБ171-160 ........................................................ 1,75 мОм
Т6171-200 ........................................................ 1,05 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,12 Х /В т

Предельны е эксп л уа та ц и о н ны е , данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 500... 1200 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..................... ...................... М ^с .п
Максимально допустимое постоянное
напряжение в закрытом состоянии .....................  0 ,6 ^с п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение .............................................................  500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  М ^ обр,п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение....................................................... О.б^БРП
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 иж п,

=  ГП =  + 1 2 5 Х .................................... ’......... 200...
1000 В /мкс

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц,
Р =  180°, Гк =  +85 X :

ТЫ 71— 160 ........................................................ 160 А
ТБ171-200 ........................................................ 200 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц,
(* =  180е, 7"к — +85 °С:

ТБ 171—160 ........................................................ 251 А
ТБ 171—200 ........................................................ 314 А

Ударный не повторяющийся ток в открытом со­
стоянии при UmP =  0, =  10 мс, Тп =  +125 °С:

ТБ171-160 ........................................................ 4000 А
ТБ 171—200........................................................ 5200 А

Защитный показатель при U0BP =  0,
?и =  Ю мс, Тп =  +125 X :

ТБ171-160 ........................................................ 80 кА2-с
ТБ171-200 ........................................................ 135 кА2-с
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Критическая скорость  нарастания тока  
в о ткры то м  состоянии при U 3Q и “  *Лс. Пр

0,5 А

23 А 
+  125 X  
—60...+85 X

Т а б л и ц а

R00 А/мкг

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Класс ло 
напряжению

Значение 
п "
-  8

i d U ^ / d t ) ^
В/мкс

я̂ыкл 1 
мкс

в̂кп • 
мкс

Группы классификационных параметров

А 5 б 7 2 3 4 5 6 4

Значение классификационных параметров

200 320 500 1000 50 40 32 25 20 2

5 - 9 500...900 + + + + - - + + + +

1 0 -1 2 1000... 1200 + + + + Н- + + - - +

'ПГ И 'О С , LP , МАК1,* - - у /  ч
р :.*  с Г .,  f  -  1 0  ^  г  =  +125 X
(Г—  ( Ч ;  ‘ У ■ "  1 f | l  1 ....................................

Минимально допустимый прямой импульсный 
ток управления   
Максимально допустимый прямой импульсный 
ток управления  
Температура перехода.........................................
Температура ко р п у с а .......................................................

(ос, и, к  А

W00 
800

600

т  
200

°1 2 ик л В
Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

(ос, и. к  А

т о  
880 

600 

400 

200

0,5 / ISUос. к В

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

г в т т  
-  i 

125Г^1
ч
г"V

1/
А 1

/ /
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Зона ao3iwownbPc положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

о 0,2 ол о,б о.з w ly ,А

1ц ПР. и А
Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжения 

управления от тока

U or и Л , от.» па юс)

Зависимости импульсного тока уп­
равления от длительности  импульса

foe г„А

181

^ _ ТБ 171-160 
\  f -бЗОГи

О т Гц
1600~u

-

2ЬООГ

6Я
U

on
Ш1
i

г ,
»

Г

WOOOfц г =<55T 
0 67Ux.n 
~0.67(Jmf,n"-  ч

г I I 1 I , ! _ L
i 6 8 }р* 2 к fox

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

6 8)0 i L x

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

ю ь



/оС, о. A Ivc, n, A

6 8 10- < U x

Зависимости импульсного no- 
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Г,=Й5Т_| 
Uxji~0,67Ux.n 
Ugv> я -d,67Urtf,n

-  ,___I--- 1 I i I 11
6 8 IQ* 2 ГЙкТ

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

/ос, п. А foe, л А

U x* = 0.67Ux. я — 
Uo6P Н =0,67Ue№,n '

___  - h ^ ±
i  6 8jo^ 2 i  [„  с

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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loc a A

в iq*
dbc/dt.A/c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

8 10*
d/о с Ш /с

Зависимости импульсною повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

h 'г, А
г-T—  Т Ы 7 1  1 6 0  г —  f = 6 W i i ]

—  TcOS'C
Ujг»-0,67Ux л

■ 0о№ ш-0.67UffiP I

i 6 
dfoc/dt А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

-ТБ171-200------ МЗОГц-

6 8 }07 2 4 6 8 WS 
dkc/dt.A/c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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IОС, п, А_ 
i

10г

— Г  I =f)67Ur
ть 171-160 Dap,» ~0,67Ustf,n

Т  _ 1 П С Г  П-7
1600Гц -Ю00Гц\~ f= m

L----

- S s , ЪООГц'
- ШОГц

- 6300Гц

-

Ц -

X m Шц

6 8 w ? i  6 8 jtfi
d befit А /г

Зависимости. импульсного повторя- 
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока а открытом состоянии

6 8 1д7 4 6 8 jQ8
d b e fit А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

foe, п. А
Т6171-168 f - 6 3 B i  ц -

6 8 JQ 2 i  6
d be fit, A/c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

foe,; п, А f=630fm

6 8 ю 2 L 6 8 )fl 
d b e f i t ,  А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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/от, п, А

6 в W7 2 i 6 8
d b M A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

6 6 8 ft}8 
dbcM A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

V  п. А

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

(ос. п. А 

4

18‘

В
6

“

Tt 171-20о т ш у МЗОГи

6308Гц 0Гц Щ Л

-
-

1
I 

*=>
II 

>1
Si 

N
а 

>

т \

-Ukm=Q67Uxh
Пои и-0.67Uo6t>.-1—L 1 1 L ___

10

1

ш  

- 1*

ц

i 6 8 jf]8
d h M A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока а г  скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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Iос, п А 

10

10

М 3 0 Г ц 2

- ть 17 - 'A U_ S
UUI ц ^ -.
OOfu'Z. 2500

4
Ги,
%0i

>
пц

- 4 т г ц \
WOOLГц

\
\

У.
-

-
II 0,6 7Ux, п 

=0.6713»UobP.X
т

17

i

Q--W 

1 1 L .. t 1 1
6 в 107 4 6 8 ю 8

d /ос f i t  А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом сосюянии

4 6 8 JQ6 
d befit. А А

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нарааа- 

ния тока а открытом состоянии

_ ТБ 17 - f = Ш А Г

-
-
- 4000Гц-

- 25ШГц Ш Г ц  /Is  
1000Гц

/  6301
>

- ft 6711*»
- >1 _ л /?//__.
-

JQbP.X-V

- ТК=85ГС ^
а - ю

WOoor i

I 1 . 1 1 i i

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

-ТБ171-200—Г 1-б]ОГц'

4 6 8 W*

d befit, А/с
4 6 8 ЮВ

d befit. А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости наоаста-

ния тока в открытом состоянии
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6 8 w7 2 ( 6 8 ft)* 
d befit. А/с

Зависимости импульгного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом гостоянии

6 8 1Q? 2 6 6 8 J0*
d b e fit. А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

loc ъвр К А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

lo r  м р . к А

2.5

2

/ 5

1 J 
ТЫ71- iAfl

Tn --25'C
/

12?С

Uo6f -0  8i
. J

Jtfp p

20 i O  60 SO 190 n o t . Н С

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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20 i O  60 80 U0t,MC
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса



'or, и A

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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Зависимое и импулыною тока 
а открытом состоянии о г дли 

тельности импупьса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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tanK f/tauK /m m ) %

t ,B /Г шм>' tm  / tmfTAf %
ТЫ 71-Ш  ТБ171 200

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

Зависимость времени выключе­
ния 01 обратного напряжения

18ЫН/1/ tsbfir/vros"/.! °/о

Зависимость времени аыключе 
ния от скорости нарастания на 
пряжения в закрытом состоянии

Зависимость времени еыключе
ния от импульсного тока в от 

к р ы т о м  СОСТОЯНИИ

Ы Ь с Ш к п  А /М КС

Зависимость времени выключе­
ния от скорости нарастания тока

в открытом состоянии

(d to c /d tkn  А/мкс
Зависимости времени обратного вое
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

И5



teOC.OSP.MKC Q bqc.kp . мхКл

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

О вое. оьр . мкКл

(d-bc-''Ь t  )сп< А /м кс
Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

( d U x /d t l /W x /d O w  
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т  
ТБ171-160, г8171-288

\ {

(d b c /d th . А /мкс 
Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

(dUx/dOxp.B/MKC

WOO

60 80 WO 
Ux/Ux,n, °/o 

Зависимости скорости нарастания 
напряжения от напряжения в за­

крытом состоянии

/  г, ft и) , С/Вт
ТБ171-168 
ГЫ71-200 

2  т. ttt-ri # С/Вт

60 iO 20 0 20 40 60
UОЬР/UObP, п ,° /о  U x /U lC .n .%

Зависимость скорости нарастания на­
пряжения от обратного напряжения
и от напряжения в закрытом состоянии

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени
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2ТБ171 —160, 2ТБ171—200
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна- 

ияирны для применения в качестве ключевых элементов 
( цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, 
де требуются малые времена включения и выключения, высо­
те скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 

металлокерамическом корпусе с гибким силовым выводом. 
Анодом является основание. Обозначение типономинала и по­
лярности силовых выводов приводится на корпусе.

Масса не более 510 г.

2ГБ17М60. 2ТЫ71-200

0i5.5

Э л е ктр и ч е ски е  парам етры

Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ог>и =  3 ,1 4 ^ с СР Мдко Ъ =  1° мс,
не более:

2ТБ171-160...................................................... 2,3 В
2ТБ171-200 .....................................................  1,9 В

Пороговое напряжение, не более:
2ТБ171 — 160 ...................................................... 1,35 В
2Т171—200 ........................................................ 1,15 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

ГП =  -60°С , iy о т  =  0,6 А .................................  6 В
Тп =  +25 “С, /у от =  0,2 А .................................  3 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3C и =  0,67 £7ЗС П, Ry =  Ю кОм,
7"п — +125 °С, не менее............................................ 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии При изс и =  U2C п, Яу =

—+125 “С, не более............................................ 40 мА
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Ток удержания при U3C =  12 В, Ry ~  <»,
не более...................................................................  0,4 А
Ток включения прн ^  Пр,и =  1 А»
d k j/d t~  1 А /м кс , ty ~  10 мкс, не более..............  0,5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
в закрытом состоянии при £/0БРг и =  (4бр п»
/?у =  оо, Гл =  +125 °С ................. ' .............' .............  40 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при i /зс =  12 В, не более:

Гп =  -6 0  °С ......................................................  0,6 А
Гп =  +25 °С ....................................................... 0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при £7зс,и =  0,67t/3c n, R, =  10 кОм,
Гп — +125 °С, не менее............................................ 5 мА
Время включения при U3C =  300 В,
4с. И =  4с,СР, МАКС' &Ь с/&  25 А /м кс,
^пр,и= 1р2 A, d !y /d t~  1 A/mkg,

=  10 мкс, не более............................................... 3,2 мкс
Время задержки при £/зс =  300 В,
4с, и =  4с, ср, макс» ^ 4 с / 25 А /м кс,
4, ПР,и =  1,2 A, d ls ,/d t=  1 А /м кс,
fy =  10 мкс, не более............................................... 1,6 мкс
Время выключения при £/зс_и =  0 ,6 7 ^  п, 
dU3C/d t=  {dU3C/d t)^ Pr Uqbp 100 В,
/ос. И =  4с СР, МАКС» (dbc/d0cn= Ю А /м кс,
Гп =  +125 “С, не более...........................................  20...63 мкс
Время обратного восстановления 
При иоъР и =  100 В, /ос, И — 4с, СР, МАКС»
(^4с/^)сп  — 10 А /м кс, Гп — +125 СС,
не более................................................................... 2,8 мкс
Заряд обратного восстановления 
при U0БР ц “  100 4с, И — 4с, СР, МАКС»
{dbc/dt)cn — Ю А /м кс , Гп =  +125 ”С,
не более................................................................... 100 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом со­
стоянии при Тп =  +125 °С, не более:

ТБ171 — 160........................................................ 1,75 мОм
ТБ 171—200 ........................................................ 1,05 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,12 °С/Вт
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П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  500... 1100 В
НеЛОВТОрЯЮЩее'--* июйуЛоСпСс напрЯ/Кбппб
в закрытом состоянии...................... ................... . 1»1£4с,п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии...............................  0 ,6 ^ с п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение .......... ..................................................
Постоянное обратное напряжение......................  0,fe£^QP r,
Постоянное обратное напряжение управ­
ления ........................................................................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при UiC и =  0,67 £/х  Пг
R i~ °°> ?п = + 1 2 5 X ..............................................  100...

500 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, р =  180°, Гк =  +85 X :

2ТБ171 —160 ...................................................... 160 А
2ТБ171—200.....................................................  200 А

Действующий ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, =  180% Гк =  +85 X :

2ТБ171 — 160 ...................................................... 251 А
2ТБ171—200 .....................................................  314 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при 6^БР =  0, /и =  10 мс:

Гп =  +25 X  (для 2ТБ171—160)......................  4,4 кА
Гп *  +25 X  (для 2ТБ171-200)......................  5 кА
Тп ■ +125 X  (для 2ТБ171-160)....................  4 кА
7 ^ -+ 1 2 5  X  (для 2ТБ171—200)....................  4,5 кА

Защитный показатель при £/0ЬР =  0, /и =  10 мс,
Гп =  +125 X :

2ТБ171—160 ...................................................... 80 кА2-с
2ТБ171—200 .....................................................  135 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3с и =  ^зс, п»
О̂С,И~ 2/осСР. MAKCj c fty /d t- 1 А /м кс ,

1...5 Гц, =  !0 мкс, Тп «  +125 X ...................  800 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления....................................... ................  0*5 А
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Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления....................................................... ..23 А
Температура перехода.............................................+125 “С
Темиереиурс* к о р п у с а ............................................................ ...—6 0 .. .+ S 5  "С

ТБ200, ТБ250
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц 
преобразователей электроэнергии, где требуются малые вре­
мена включения и выключения, высокие скорости нарастания 
тока и напряжения. Выпускаются в металлокерамическом кор­
пусе таблеточной конструкции. Анодом и катодом служат пло­
ские основания. Обозначение типономинала и полярности си­
ловых выводов приводится на корпусе и на бирке.

Масса не более 230 г.

ТБ200; 16250

Э л ектри чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  3 , 1 4 4 с ,  СР, м а к с , Ъ  ~  Ю  м с » 
не более:

ТБ200 .................................................................
ТБ250 ................................................................

Пороговое напряжение при =  +110 °С, 
не более:

ТБ200 ................................................................
ТБ250 ................................................................

2,4 В
2 В

1,5 В 
1,2 В
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Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Ux  =  12 В, не более:

Г„ =  -5 0 "С Д о т  =  0 ,7 5 А ...............................  8 В
^  =  +24 "С. <,.ст-0 ,3 5  А ...................  4,5 В
7"П =  +110 С, от — 0,22 А ........................... . 4 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при Ujq н =  Uŷ  п, /?у =  5 кОм,
j  =  +110 “С, не менее............................................ 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При U3c И ~  Узе. п> /?у =  °°»
7̂  = -h 110 X , не более............................................ 30 мА
Ток удержания при/?у и  не более...................  70 мА
Ток включения при ^ Пр,и — 2 А,
dkt/cit— 5 А /м кс, ty — 10 мкс, не более............... 0f5 мА
Обратный ток восстановления 
при t/оБР, И =  о̂с.и ~  Ьс, СР, МАКС*
{dloz/df) =  А /м кс, 7п =  + 1 1 0 Х , 
не более:

ТБ200................................................................. 140 А
ТБ250 ................................................................. 155 А

Отпирающийся постоянный ток управления 
при U3Q =  12 В, не более:

7*П =  - 5 0 Х ....................................................... 0,75 А
Тп =  +25 X ....................................................... 0,35 А
7’П =  + 1 2 5 Х ...................................................... 0,22 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при Мус, и “ ' ^с,п> — 5 кОм, Tf\ +110 С,
не менее...................................................................  2 мА
Время включения при Uzz< и =  300 В,

И =  Ьс. СР. МАКСт РР и =  20 В,
dfY/d t=  5 А /м кс , Ry =  5 Ом, =  10 мкс,
не более...................................................................  5 мкс
Время задержки при U3C и — 300 В,
4>с,и “  ^с.ср.макс» ^.пр,и “  20 В, 
dly/dt— 5 А /м кс , /?у =  5 Ом, tv =  10 мкс,
не более.................................................................. 1 мкс
Время выключения при U3C и =  0,67 £/зг п, 
dU3r/d t=  (cffoc/d t )сп =  Ю А /м кс,
О̂БР.И ~  100 В, /ос.И =  /ос.СР.МАКС,

(rf<*/<#)cn= 10 А /мкс, ГП =  +  110Х,
не более...................................................................  20...50 мкс
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Время обратного восстановления 
для групп по fBblKJ1 При £/о б р = 100 В,
4г . И ~  4с. СР, МАКС» (<*4с / < # ) с п =  10 А / М К С ,
■»“  I 4 4 Л  r f  -  .
/ П —  Т  I IV/ V . ,  п е  и ш г е с ,

группа 5 .............................................................  8,5 мкс
группа 6 .............................................................  5 мкс
группа 7 .............................................................  3,5 мкс

Заряд обратного восстановления 
для групп /‘выю, при £/0бр. и =  100 В,
4с.И =  4с. СР МАКС» (<*4г / dt)cп —  10 А / М К С ,
7п =  +110 'С, не более:

ТБ200 группа 5 .................................................  200 мкКл
ТБ250 группа 5 .................................................  240 мкКл
ТБ200 группа б .................................................  86 мкКл
ТБ250 группа 6 .................................................  103 мкКл
ТБ2С0 группа 7 .................................................  50 мкКл
ТБ250 группа 7 .................................................  60 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тп =  +110 °С, не более:

ТБ200 ................................................................  1,4 мОм
ТБ250 ................................................................. 0,92 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,091 сС /Вт
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более................................................................... 0,16 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более................................................................... 0,21 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда,
не более................................................................... 0,57 "С/Вт

Предельные эксп л уатац ион ны е  данны е

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................300... 1200 В
Иеповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................... ..1,126/эс п
Рабочее импульсное обратное напряжение.........QJU^c,п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................... ..0,56^- п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение............................................................. ..300... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение......................  ......................................  1»12i/05p_n
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7£/Обр,п
М?_1/гимйЛКНП допустимое постоянное попят­
ное напряжение....................................................... 0,5£/ОБР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при игс и — 0,67 U r̂ п,
/?у =  ~, ГП =  +110ПС.....................................!.......... 100...

1000 В /мкс
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................  3 В
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц,
[} =  180°, Гк =  +70 X :

ТБ200 ................................................................  200 А
Т5250 .......... ......................................................  250 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц, р — 180",
Гк =  +70 X :

ТБ200 ................................................................  314 А
Т5250 ................................................................  393 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0Bр — 0, ?и =  10 мс,
Гп =  +110 X :

ТБ200 ................................................. ..............  4500 А
ТБ250 ................................................................. 5000 А

Защитный показатель при U05P =  0,
/■и =  10 мс, Гп =  +110 X :

ТБ200 ................................................................  101 кА2-с
ТБ250 ................................................................. 125 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  Uv  п,
/пг.и = 2ior СР МАКО 5 Гц, d if'/d t— 5 А /м кс,
fy =  10 мкс, 7п =  +110 °С........................................  100;

200 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 0,4 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 20 А
Температура перехода ..........................................  +110 X
Температура корпуса........ ............................ .-.......  —50...+ 110 X
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Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

KdU^/at)
В/мкс

В̂ЫКГ
мкс

К ,
А /м кс

Тип
тиристора

Класс по 
напряжению

Значение 

V*  г." 
V,™ л. В

Группы классификационных параметров

3 4 5 6 5 5 7 4 5

Значение классификационных параметров

100 200 500 1000 50 30 20 100 200

ТБ200
3 - 8 300 ..800 + + + + + + + - +

9 -1 2 900.,. 1200 + + + + + + - + -

ТБ250
3 -7 300. 700 + + + + + ь + - +

в - ю 800... 1000 + + + + + + - + -

Таблеточный корпус тиристора соединяется с охладите­
лем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего хо­
роший электрический и тепловой контакт во всем диапазоне 
рабочих температур. Сборка тиристора с охладителями долж­
на производиться в соответствии с инструкцией завода-изго- 
товителя. Диаметр контактной поверхности должен быть не 
менее 40 мм, неплоскостность контактных поверхностей не 
более 0,03 мм, чистота обработки не хуже 1,25.

/ос я А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения
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Ч: в ......... |
Н я т н ч - и ? ^ -

Wmm шШ

ъ т
о 02 Qt 0.6 08 1,0fy ,А

Зависимости напряжения уп­
равления от тока управления

0 Рч.» Вт L мкс
2000 500 0.01
ш  \  т  ппч

200 9L 0J —  
}----^  2D Л

W 20 !у, пр. н А

Зависимости прямого импульсно­
го напряжения управления от им­

пульсного тока управления

Зависимости импульсного отпира­
ющего тока управления от длитель­

ности импульса управления

fy,antfly OLHfSmtc)

Зависимости повторяющегося то­
ка в от крытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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ioc, n, A

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

ioc, п. А
WJ 

6 
i
2

Юг 
6

г\

| ] Ш О Г и 7 С ОПП

— т о [ ц \  Ux,n
-И ,-

7

Т^ГбОЗОГи—
1 Т..- я г е -

VC
Ч

Г >
МГц

1 h , гГ
6 в ю-t Н и Х

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости ударного тока
от длительности импульса
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Зависимости ударного тока
от длительности имПульса

Зависимости ударного тока
от длительности импульса

Зависимости импульсного то- Зависимости импульсного то­
ка от длительности импульса ка от длительности импульса

t  т  /  t m  (№ а) ‘ tup /tup  ш  л)

Зависимости времен нарастания
и включения от импульсного тока

tsK/i /  1ш то а) ' tup/ tap use л)

Зависимости времен нарастания
и включения от импульсного тока
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tiA  '  tana Лвк/цгл)

Зависимости времен задерж­
ки и включения от прямого 
импульсного тока управления

1зд Л)й(5А) ' tmn /teK/KSAi

Зависимости времен задерж­
ки и склю чения от скорости 
нарастания тока управления

tup /tu rn тс, • t  ч*п /te m iro

Зависимости времен нарастания 
и включения от температуры пе­

рехода

teuK/ZteuKniim)

Зависимость времени выключе^ 
ния от напряжения

Зависимость времени выключе
ния от импульсного тока

1дш/1дЫК/Н250А)

Зависимость времени выключв'
ния от импульсного тока
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—т
— | УUU idSjv 1 /

- 1

(dbcfitknMnKC
Зависимость времени выключе­

ния от скорости спада тока

tebK//t8ilK/Hn<ra

Зависимость времени выключе­
ния от температуры 1ерехода

teK.OBP.MKC

Зависимости времени обратного 
восстановления от скорости спа 

да тока

Qsoc, обр > мкКл
ТБ200 400А 1%А—

1 ^

»'ioo А

О 10 28 J0 40 50
(d b c M k n  А /м кс

Зависимости заряда обратного 
восстановления от скорости спа­

да тока

5-1723

tea,о б р  .МКС

Зависимость времени обратного 
восстановления от скорости спа­

да тока

Qboc,obPj Мк К л

ГБ250 5 250А

'̂1йСм- 125А

О 10 20 10 40 50
(d b c /d tk n  А /м кс

Зависимости заряда обратного 
восстановления от скорости спа­

да тока
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Зависимости критической ско­
рости нарастания напряжения 

от напряжения

Зависимости критической ско­
рости нарастания напряжения

от напряжения

Ztjn г}. C/Bffl

п

12

10

Зависимости критической ско­
рости нарастания напряжения 

от напряжения управления

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

ТБ133-200, ТБ133-250
Тиристоры кремниевые диффузионные р-л-р-л. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а также в различных силовых установках по­
стоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагрУ' 
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна-
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-чие т и п о н о м и н а л а  и полярности силовых выводов лриво ит-
на корпусе.
Масса не более 200 г.

T 51 3 J-2 00 , Т Б Ш - 2 5 0

Э л ектри чески е  параметры
Импульсное напряжение в открытом состоя­
нии при /пс, и =  3,14 ^с ср МАКГ, ?и =  10 мс, 
не более:

ТБ 133—200........................................................ 2,4 В
ТБ 133-250....................................................... 2 В

Пороговое напряжение, не более:
ТБ 133—200 ........................................................ 1,4 В
ТБ 133-250 ................................................ .......  1,2 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при их  =  12 В, не более:

ГП =  -6 0  X , к, ог =  0,75 А ...............................  5 В
Гп =  +25 X , ^  от =  0,25 А ...............................  2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при 1/^ и — 0,67f/jr п, /?у =  10 кОм,
Тп — +125 X ,  не менее............................................ 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ ПрИ [if (/'ЪС. Hi ^  со,
Тп=  +125 X , не более............................................ 40 мА
Ток удержания при U2C =  12 В, /?у — <*>,
не более................................................................... 0,3 А
Ток включения при ^ пр и =  1 А,
d ly /d t=  1 А /м кс, fy =  10 мкс, ме более..............  0,5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
ПРИ ^обр,и — Uobp п» =  Тп =  +125 X .............  40 мА
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Отпирающийся постоянный ток управления 
при U * =  12 В, не более:

Гп =  -6 0  X ....................................................... 0,75 А
Т  -  П С  " Г  Л  О С  ЛJf| — • ................. ...................... .............. Ŵ4v/ П

Неотпирающий постоянный ток управления
ПРИ ^ 1с,и *  0,67 U3C п, Rv =  10 кОм,
Тп — +  125 X , не менее...........................................  5 мА
Время включения при Uir  — 300 В,
/ос, и =  /ог,ср,млкс> °^эс/<#=25 А /м кс,
/у пр,и =  1 r9 A, d ly /d t=  1 А /м кс ,
fy =  10 мкс, не более............................................... 2 мкс
Время задержки при иж и =  300 В,
£>с,и =  х̂,ср.макс» о^ос/d t=  25 А /м кс,
4/.пр.и =  1*9 A, d b ,/d t=  1 А /м кс ,
f, =  10 мкс, не более.............................................. 1 мкс
Время выключения при иж и =  0,67 £УЭГ_ п, 
dU^c./dt= [dU^c/d t)K?, ^оьр, и “  100 В,
/ос, И — /ос.ср МАКС» (^ос/*#Кл1 “ 10 А /м кс,
Гп =* +125 X ............................................................  20...40 мкс
Время обратного восстановления 
при Ufybp и 100 В, /ос>и =  >̂с,ср. макг>
(d f^/dO ra  =  10 А /м кс , Тп =  + 125 X , не более:

ТБ133-200 ........................................................ 2 мкс
ТБ 133-250........................................................ 2,3 мкс

Заряд обратного восстановления 
При и =  100 В, /ос Ц =  £>с, СР, МАКС>
[dl0c /d t}сп=  10 А /м кс, Гп =+125  X , не более:

ТБ133-200 ................................................ .......  80 мкКл
ТБ 133—250 ........................................................ 95 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

ТБ 133—200........................................................ 2,22 мОм
ТБ133-250........................................................ 1,29 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,08 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более..................................................................  0,141 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более..................................................................  0,185 Х /В т

П редельные эксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  600... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... .
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
£ОСТОЯНыИ .............................................
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................. .
Повторяющееся импульсное обратное на­
пряжение ................................................................
Неловторяющееся импульсное обратное
напряжение........................................................... .
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение.....................................................
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления...............................
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и =  0,67иъс п,
Rv =  oo} Гг, =  +125 “С .................................... '.......

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц, 
р =  180% 7“к =  +85 °С:

ТБ133-200 .......................................................
Тб 133—250.......................................................

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц,

180°, Гк =  +85 °С;
ТБ 133-200 .......................................................
ТБ 133-250 .......................................................

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при и0ЬР =  0, — 10 мс, Гп =  +125 °С:

ТБ133—200 .......................................................
ТБ133—250 .......................................................

Защитный показатель при UobP — 0,
Ги =  10 мс, 7"п =  +125 “С:

ТБ133-200 ...................................................
ТЫ  33—250 .......................................................

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии При изси =  U3C п, 
he, и =  2/0С Ср МАКО d ty /d t=  1 А /м кс,
f — 1...5 Гц, tv =  10 мкс, Гп — +125 °С ..................
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления .......................................................
Максимально допустимый прямой импульсный 
ток управления .......................................................

М < /ЗС.п

0.7 И*, п

0.5 п 

600...1200 В

1,Ш06Р п

0,5 (/0БР п 

5 В

200...
1000 В /м кс

200 А 
250 А

315 А
392 А

5200 А 
5500 А

135 кА2«с 
161 кА2*с

800 А /м кс  

0,5 А 

23 А
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Температура перехода .................................. .......  +125 "С
Температура корпуса.............................................  —60...+85 °С

Таблеточный корпус тиристора сссдмллстсл с охладите­
лем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего на­
дежный электрический и тепловой контакт во всем диапазоне 
рабочих температур. Неплоскостность контактных поверхно­
стей не более 0,01 мм, чистота обработки не хуже 1,25.

Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспечения 
осевого усилия сжатия в диапазоне 6400...9600 Н.

Т а б л и ц а

С О Ч Е Т А Н И Е  К Л А С С И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х  П А Р А М Е Т Р О В  
Д Л Я  Т И П О Н О М И Н А Л О В

( d U ^ / d t )

В / м к с
КР' ^е ы кл '  

и к с
Л м п  •
МКС

К л я е г .  п о  
н а п р я ж е н и ю

З н а ч е н и е  

U  _ и

, '. -В

Г р у п п ы  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  п а р а м е т р о в

А 5 fi 7 2 3 4 5 6 2

З н а ч е н и е  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  п а р а м е т р о в

2 0 0 3 2 0 5 0 0 10 0 0 5 0 40 52 2 5 2 0 2

6 - 9 6 0 0 . . . 9 0 0 + + + + - - +- +- + +-

1 0 - 1 2 1 0 0 0 . . . 1 2 0 0 + + + + + + + - - +-

he. я А /ос. и. А

Зависимое!и импульсного тока Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им- в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения пульсного напряжения
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Цу,ПР,И,В

Uy ,б
*~T51JJ-?99 ! ! I
' j si-(3-251

^У/Область£\
0// гярантирооанног

ит (Of
v \ V V /J ?/,

О 3,2 0,1 0,6 0,8 1.0 h ,А

Зона возможных положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

Г Б Н З - Ж  | |
^ [Q U 8 .P , , - - l3G8ui.

У'Q
1 1ч 

-*Г. Р..,.
- /£/Г7Л(.

' 1 у -Wmkc

“Z-Q-2, Рци=88п}'' ti-lG n xc

м = 1’ Рим -39nv
ъ постоянный шок 

-----Е—.1__ L ... 1... .
О 0,2 ВЛ 06 0,8 1.0 kA

Зоны возможных положений за­
висимости импульсного напряже­

ния управления от тока

1%0Т,И /fy.Ol И (10 нчс>

6

Зависимости импульсного тока уп ^ 
равления от длительности импульса

2

8 tv. мкс

!ос, п, А

6388Гц 

ЮОООГц

10

I I 
Ux.»-Q,67UKti
Uosp,n-0,6?Uoep л

Т*--65'С

I I I 111
4 6 8$-* 2 4

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

13030Гц

10'

. tlx, к -0.6 7UX п _
Uae?,* -0,6?Ugc/i п

Г* =65'С

2 4 6 81д-* 2 i ^ l C

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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/ос. а А /ос, п. А
t

7

18*
8
6

4

18*
8

1
ы

'  1808Гц

’-200

16UUU
К 2 № U

4 s N

а ; ч  . . . .

/ \ \
6501

4000Гц 
Гц ( _ У >

г
10001Гц ик [=0,6?

и*,.м=аб
u j
7Uacf,n
5 Т 1 -
“ П Т

- т "Г1
1 ^ 0

— |—
4 6 8ЦГ* 2 A tft'C

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

)оС,яА

i  6 8tf}-* * t» .C

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

/оса А

6 8 ю Ни.С

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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-I____ L  i i 1 i l  ________
2 I 6 8 W

d b e f i t  A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

d b e f i t  А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нарасти 

ния тока в открытом состоянии

foe. il А НЗвГц 1600Гцп

6 8 10*
d (ос f i t  А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

8 М*
б b e fit. А /с

Зависимости импулосного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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10°
d be fit А/с

Зависимом и импульсного повторя­
ющегося тока o r скорости нараста­

ния тока в o iКрытом состоянии

2 4 6 8 ю8
d  b e f i t .  А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока а открытом состоянии

!ос. П, А'

-Ux,H=B,67UxrB
- U osp. i i  - 0 , 6  7 U cs r. л -

Q=4 |—I---L 6 8 1QB
dhc/dt,A/c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

f :630Гц 1638Гц, 
ТБ1Н -250\\\------

6 В 10*
ё!осШ.А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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0-'4
8 tfB
dhc/dt А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

1 i 6 8 JQ8
d lo c 't lt  А /С

Зависимости импульсною повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

foe, П. А 

6

i

2

Ю2 
8
6

4

2 i) 6 8 iq8
d kc /d t.A /с

foe, я А

6 8 JQ6
d bc/dt, А /с

Зависимости импульсного повгоря- Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста- ющегося точа от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии ния тока в открытом состоянии



toe, п, А

8 Ю8
и befit, А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом ссстоянии

6  8  JQ8

d befit. А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

________ -15133-200  - г - г  f= 6 W til
n ir-----------4 g J ‘ J—L I uLL s

loc,n,A

6 8
d be f it, А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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ТБШ-ЯОгтЫЗ

d befit, А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии



2 i  6 0 к?
d!oc4ft.A /c

Зависимости импульсною повторя­
ющегося -о ка  от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

1 2 к 6 Ж
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1ог. у8Р.к А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

2 4 6 8 ft*
dbcM.A/c

Зависимости импульсното повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

1 2 4 6 L.M C

Зависимости импульсного ударно­
го  гока от длительности импульса

lot, упр. К А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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Зависимости игтульсного тока 
в открытом состочн/м  от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного тока Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли- в открытом состоянии от дли­

тельности импульса тельноети импульса
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И л ■J 200—\ 
Err ?Вт г-*----N

N
S

k l S 3
т  с
f i t Зп с

N , ч

~ Ччч г

~ В В61т с
0 18т с*

1*7

0048т с

-  Фос/Qt-5t/ А 'м кс ^ **

г Л Ч
Ux „ 06 

Uapx~B 6 
т Н - —

70х*>
?Uo№n--- г—

6 В JO' I Чи с

Зависимости импульсного тока 
в открытом СОСТОЯНИИ 01 дли 

тельности импульса

I» С

Зависимости импугьсного тока 
в открытом сос оянии or дли 

тельности импульса

-
г / Ы55 . OS — i - — I 

/вт  c l  
L с

с
< J 6 Вт с

Ж В т
/■

-
- s£2Bfi

0 Wm с

о т т с

:—0Q- 8т L

тп  а
[Ux* 06

7{J<ten
6 8 iff' 6Ы С

Зависимости импульсного тока
В открытом СОСТОЯНИИ ОГ ДЛИ

тельности импульса

/ос И А 
i Jcp 2Вт f  ТБ 133 250

-  N 06dm с

J ; В т С

_

1Вт с

-

8 1 6Вт с

— пи очши L
П

d ix / d t

" - Г

100 А/

V I ,

ж г - Ь :
« г *  06/
и *., 06
I t  .........J

Uxa^'
7Ut&>n
—  i . . .L . .  L .

6 8 №> 6t* С
Зависимости импульсного тока
а открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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tdS Л зЮ А! ’ text! /tdh'.VMJ . °/o

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс- 

ното тока управления

/шлАвымит). °/о
N ТБ 133-280. T51SJ-25Q]

ч \
S

2 i 68^ ? < 68M*Um B
Зависимость времени выключения 

от обратного напряжения

(dUsc/dt)/ Ш М г
Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

/аыхяЛаыхлшч!, %

Зависимость времени выключения 
от импульсного тока в открытом 

состоянии

te tlK fi/ts iiX /X ’O Afraid . 0/о

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания тока в от-

крытом состоянии

tm , овр .МКС

(d bc/d tkn.A/мкс
Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии
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Q boc. osp ,МК,Кл

(d h cM h -А/мкс
Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

QboC, DSP, мкКл
Т Ы33- 258 > •

г - 4
1ос =3/

f250A
’5А

/125А

и 2о w 60 т  т
(dbcM)cn. А/мкс

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

(d Ь с/dt)cn- А/мкс
Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

(d l)x /d  [)хР.В /м кс

Озс /О х, П. °/о
Зависимости скорости нараста­
ния напряжения от напряжения 

в закрытом состоянии

/,,м /с /В т________

(d U x  / d t ) / ( d U x  / d t k p
Г Т Т Г 1  i Г )  .

75133-200,. ТБ 133-250
4

ч

60 т  20 О 20 <0 60 
Uqsp /Uosp.n, °/о U x/U x ,n . % 

Зависимости скорости нарастания на­
пряжения от обратного напряжения 
и от напряжения в закрытом состоянии

ТБ 133-208, ТБ 133-250 
2 С/Вт

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени
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2ТБ133—200, 2ТБ133—250
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред- 

uaiuaijouy для пр\л.менвния в статических преобразователях 
электроэнергии, а также в различных силовых установках по­
стоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристор»! обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 200 г.

2 Т Ы З З -2 0 0 , 2 Т513 3 -2 5 0

Э л ектри чески е  парам етры
* Импульсное напряжение в открытом со­

стоянии при /qc, И ~  3,14^,- ср мдкс»
^  — 10 мс, не более:

2ТБ133—200 .....................................................  2,4 В 
2ТБ133—250 .....................................................  2,2 В

Пороговое напряжение, не более:
2ТБ133—200 .....................................................  1,4 В
2ТБ133—250 .....................................................  1,2 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U2C =  12 В, не более:

Гп = ~ 6 0 Х ,  ^ ОТ =  0 ,7 5 А ...............................  6 В
Гп =  +25 “С, ^  от =  0,25 А ...............................  3 В
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Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при i /зс.и =  0,67£/зс п, Ry —  10 кОмр
Тп =  +125 X ,  не менее............................................... 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U jC „  — и ж  п, /?у =  <*>,
7"п =  +125 X ,  не более..............................................  40 мА
Ток удержания при U3C =  12 В, /?у —
не более.......................................................................  0,5 А
Ток включения при ^  пр и =  1 А,
dfy/dt= -1 А /м кс , ty =  10 мкс, не более................ 0,6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при Цоър и ^обр.п» /?у 00» Тп + 125 С ............... 40 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при Оз: =  12 В, не более:

Гп =  “ 6 0 вс ..........................................................  0,75 А
7"п =  +25 X ..........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при i/jc и 0,67 р, Ау =  10 кОм,
Тп — +125 X ,  не менее..............................................  5 мА
Время включения при Ож =  300 В,
4с и 4с СР. МАКС» <^4с/dt=  25 А /м кс , 

пр, и =  1»® A, dfy/dt—  1 А /м кс ,
tY —  10 мкс, не более..................................................  1,6...3,2 мкс
Время задержки при U3C и =  300 В,
4с и 4с ср мако ^ 4 с /dt—  25 А /м кс ,
К, пр, и =  13 A, dfy/dt— 1 А /м кс ,

=  10 мкс, не более.................................................. 0,8... 1,6 мкс
Время выключения при 0ЗС м — 0,67 . п» 
dUjc/dt {dUx / d t)цр, £4ьр и “  100 Bf 
4c И 4c. CP, МАКС» (°^4с/°^)сп =  Ю А /м кс ,
7"п — +125 X ................................................................  20...50 мкс
Время обратного восстановления 
При и — 100 В, 4с, И =  4с, СР, МАКС»
[d/0(:/ d t )cn =  10 А /м кс , Гп =  +125 X ,  не более:

2ТБ133—200 ......................................................... 2 мкс
2ТБ133—250 ......................................................... 2,3 мкс

Заряд обратного восстановления 
при £4бр.и “  100 В, 4с,и ~  4с,ср.макс»
( f l tc / r f ) rn  2:1 10 А /м кс , Г„ =  +125 Х г 
не более:

2ТБ133—2 00 .........................................................  80 мкКл
2ТВ133—250 .........................................................  95 мкКл
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Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

2ТБ133—200 .....................................................  2,22 мОм
2TB13J—21>0.....................................................  1,29 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,08 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более................................................................... 0,141 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более...................................................................  0,185 Х /В т

П редельны е эксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  I J i /зсп
Рабочее импульсное напряжение а закрытом
состоянии................................................................. 0,7£/зс >п
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии.................................................. ..................  0,5£/ЗСП
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,1^обр,п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£УОБР п
Постоянное обратное напряжение управ­
ления ........................................................................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при илс и =  0,67иж п,
/?у =  оо, ГП =  +125 X ...............'....................!.......... 100...

500 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии 
при f ~  50 Гц, р =  180°, Гк =  +85 вС

2ТБ133-200 ...................................................... 200 А
2ТБ133-250 ...................................................... 250 А

Действующий ток а открытом состоянии 
при f=  50 Гц, (} =  180°, Гк =  +85 вС:

2ТБ133-200 .....................................................  315 А
2ТБ133—250 .....................................................  392 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Uosр =  0, /и =  Ю мс:

Ти =  +25 X  (для 2ТБ133-200)......................  5 кА
Тп =  +25 X  (для 2ТБ133-250)......................  5,5 кА
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гп =  +125 *с (для 2ТБ133-200)....................  4,5 кА
Тп =  +125 °С (для 2ТБ133—250)....................  5 кА

Защитный показатель при С/0БР 0, 
t =  11) мс, 7п =  +125 "С:

2ТБ133-200 .....................................................  135 кА2-с
2ТБ133-250 ...................................................... 161 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при £/зси = U3C, п,
/0с и =  2/0Г(ср, м а к с » d lj/d t— 1 А /м кс,
/ =  1...5 Гц, fy =  10 мкс, Гпв +125°С ...................  400 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления................................................ 0,5 А
Максимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления................................................  23 А
Температура перехода .................... ...................... +125 “С
Температура корпуса .............................................. —60...+85 вС

2ТБ143—320, 2ТБ143—400
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а также в различных силовых установках по­
стоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 280 г.

2ТБШ -320, 2 Т Б Н З -Ш
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Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при £jr и — 3, (-р МАКС»

— 10 мс, ие более:
2ТБ143-320 .....................................................  2,5 В
2ТБ143-400 .....................................................  2,1 В

Пороговое напряжение, не более:
2ТБ143-320 ...................................................... 1,4 В
21Б 143-400 ...................................................... 1,11 В

Отпирающее постоянное напряжение управ- 
ления при Uv =  12 В, не более:

Гп =  —60 °С, ^ от ”  0,8 А .................................  6 В
Тп =  +25 °С, /у’от =  0,28 А ...............................  3 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при и =  0,67 U3C п»
/?у =  10 кОм, rPw =  +125 X , не менее....................  0,2 В* 'Г  " ------  ’  '  \ \ ----- я ----------------- --------------  "  F

Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ при U3t у, =  иЖ' п , /?у — оо,
Тп =» +125 °С, не более.......... ..........*...................... 50 мА
Ток удержания при иж  — 12 В, Яу =
не более................................................................... 0,6 А
Ток включения при /УЛ1р и =  1 А,
d fy /d t— 1 А /м кс, Гу =  10 мкс, не более............... 1,2 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0БР и=  0ОБР п, /?у °°д Гп +125 С .............  50 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при (Ас =  12 В, не более:

ГП =  -6 0  °С ....................................................... 0,8 А
Тп — +25 °С ....................................................... 0,28 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при и ** 0)67 Wjp р|, /?у 10 кОм,
Гп =  +125 “С, не менее............................................ 5 мА
Время включения при U3C =  300 В, 
hс и=  hr, ср, макс > ^hс / 25 А /м кс,
/у пр и =  1,5 A, di4/d t  =  1 А /м кс,

=  10 мкс, не более...............................................  2...4 мкс
Время задержки при U3Ci и =  300 В,
(х\ и =  he ср м а к с » d h c /d t— 25 А /м кс, 
fy пр и 1.5 A, diy/ d t 1 А /м кс ,
tv — 10 мкс, не более...............................................  1...2 мкс
Время выключения при U3C м =  0,67£/зс п,

(<Л4с/°^)кр» Мзбр, и “  ЮО В,
^ОС,И =  (зс, СР, МАКС» [dhc/ °^)сп А / м к с  г
7^’= + 1 2 5 ’С ................................................. ........... 25...50 мкс
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Время обратного восстановления 
при U0bр и =  ЮО В, /ос и =  /ос, СР, МАКС*
[d lo c /d t)сп =  Ю А /м кс , 7-п =  +125 X ,

Заряд обратного восстановления
при ^обр.и ~  ЮО В, 4С и — 4с,ср млкс» 
(d h /d tic n ^  10 А /м кс, ГП =  + 125Х , 
ие более:

2ТБ143-320 ...................................................... 190 мкКл
2ТБ143-400 ...................................................... 230 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

2Т6143—320 ...................................................... 1,3 мОм
2ТБ143-400 ...................................................... 0,8 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,05 Х / В  г
Тепловое сопротивление переход—-анод,
не более................................................................... 0.087 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более..................................................... ............. 0,12 Х /В т

П редельны е э кс п л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1>1^зс,п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7£/зсп
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии.....................................................................  0,5£/ЗСП
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  500...1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1>1̂ обр.п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5 ^оер.пВ
Постоянное обратное напряжена управ­
ления ........................................................................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U2C и =  0 ,6 7 ^  п,
/?у =  эо( 7*п =  +125 ° с ....................................’...... ... 100...

500 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, Р =  180°, Тк =  +85 X :

2ТБ143—320...................................................... 320 А
2ТБ143-400 .....................................................  400 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом
состоянии при £/обр =  0, =  10 мс:

Гп =  +25 X  (для 2ТБ143-320)......................  6,5 кА
/п =  1-25 С (для 2ТБ143—400)......................  7,5 кА
7п =  +125 X  (для 2ТБ143—320)....................  6 кА
Тп =  +125 СС (для 2ТБ143-400)....................  7 кА

Защитный показатель при U0bP =  0, 
tn =  10 мс, 7"п — +125 "С:

2Т6143-320...................................................... 180 кА2*с
2ТБ143-400 .....................................................  245 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Usc и =  U3C п,
4с, и =  24с, с р , макс» d ly /dt — 1 А /м кс,
f — 1...5 Гц, fy=  10 мкс, Тп — +125 X ................... 400 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления.......................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 23 А
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X

2ТБ253—630, 2ТБ253-800
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предназ­

начены для применения в статических преобразователях элект­
роэнергии, а также в различных силовых установках посто­
янного и переменного токов, где требуются небольшие време­
на включения и выключения, высокие скорости нарастания тока 
и напряжения. Тиристоры обладают большой нагрузочной спо­
собностью по току на высоких частотах. Выпускаются в метал­
локерамическом корпусе таблеточной конструкции. Анодом и 
катодом являются плоские основания. Обозначение типоно­
минала и полярности силовых выводов приводится на корпусе.

Масса не более 600 г.

2TS25J-630, 2Т5253-800

152



Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /0С и =  3,14^с СР, МАКС» =  Ю мсг 
7" — +25 °С, не 6илее.

2ТБ253-630 .....................................................  2,5 В
2ТБ253—800...................................................... 2,2 В

Пороговое напряжение, не более:
2ТБ253-630 .....................................................  1,5 В
2ТБ253-800 .....................................................  1,25 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U4  =  12 В, не более:

Гп =  - 6 0 вС Д  о т  =  0,8 А .................................  6 В
Гп = + 2 5 вС Д от =  0 ,З А .................................  ЗВ

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при иж и =  0,67 иж п,
/?у=  10 кОм, Гп = +125 вС, не менее....................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при изс и -  ^С.Пг Я  “  °°.
Гп — +  125 °С, не более...........................................  70 мА
Ток удержания при =  12 В, Rv — со,
не более...................................................................  0,7 А
Ток включения при ^  Пр, и ~  1 А,
d fy /d t — 1 А /м кс, tv =  10 мкс, не более............... 1,2 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при £(эбр и =  и<уьр п» &у =  °°г Тп +125 С .............. 50 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при С/ж =  12 В, не более:

ГП =  -6 0  'С ......................................................  0,8 А
Гп =  +25 LC ...................................................... 0,3 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при и 0,67 п, /?у =  10 кОм,
Тп =  +125 “С, не менее............................................ 5 мА
Время включения при иж =  300 В,
х̂: и ”  /ос ср макс> dhc/ 25 А /м кс ,

К пр.и- 2 A, d ty /d t= -1 А /м кс , tv — 10 м кс .........  3,2...4 мкс
Время задержки при Uv  и =  300 В,
4эс,и =  he с? макс» dhc/ 25 А /м кс,
^ ПРи =  2А,  d ty /d t— 1 А /м кс , ty — 10 м кс .........  2...3 мкс
Время выключения при и =  0,67 ̂ зс п» 
dUx /d t~  {dU,c/d t)KP> U0BP =  100 В, 
he, и ““ (ir ср, макс» (dfQC/d t)cn =  10 А /м кс,
7̂  =  +125 ’С ............................................................  40...63 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,03 °С/Вт

153



П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...................... ..................... 500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0|7£/зс,п
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии.....................................................................  0,5£/к  п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1.1£4бр,п
Постоянное обратное напряжение......................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и =  0,67£/к  п,

ГП =  + 1 2 5 Х .............. ;................... !.........  100...
500 В /мкс

Средний ток в открытом состоянии 
при f =  50 Гц, Р =  180", Гк =  +85 X :

2ТБ253-630 .....................................................  630 А
2ТБ253—800...................................................... 800 А

Действующий ток в открытом состоянии 
при /  =  50 Гц, р =  180°, Гк =  +85 X :

2Т6253—630 .....................................................  1255 А
2ТБ253—800 .....................................................  1570 А

Ударный неповторяющийся так в открытом 
состоянии при — 0, =  10 мс

Тп =  +25 X  (для 2Т6253—630)......................  10 кА
Гп =  +25 X  (для 2ТБ253—800)......................  11 кА
Гп =  +125 X  (для 2ТБ253-630)....................  9 кА
Гп =  +125 X  (для 2ТБ253—800)....................  10 кА

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Цж и =  иж. п>
4с. и ~  24с, ср. макс» ^ К /d t~  1 А /м кс,

1...5 Гц, tv =  10 мкс, Гл =  +125 X ...................  400 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления.......................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 23 А
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................  —60...+85 X
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2ТБ271—250
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены д пя применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, 
где требуются малые времена включения и выключения, высо­
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе с гибким и без гибкого си­
лового вывода. Анодом является основание. Обозначение ти­
пономинала и полярности силовых выводов приводится на 
корпусе.

Масса не более 480 г.

Э л ектри чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом состоя­
нии При 4с, И =  3, 144г. ГР, МАКС» =  Ю МС,
Тп =  +25 СС, не более...............................................2,5 В
Пороговое напряжение, не более............................1,15 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

Ггг =  - 6 0 вС Д от =  0 ,7 5 А ............................... ...6 В 
7 ^ + 2 5 ‘С Д  ОТ =  0 ,2 А ................................. ...З В
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Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Цзс и =  0,6 714c.ru Ry =  со,
7̂  =  +125 X , не менее...........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/3q и =  £/зс п, Ry =  со,
Тп =  +125 X ,  не более...........................................  40 мА
Отпирающийся постоянный ток управления 
при Ц с — 12 В, не более:

Гп =  -6 0  X ....................................................... 0,6 А
Тп ~  +25 X ....................................................... 0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управ­
ления при U3C и — 0,67 Ujc Ry =  10 кОм,
Гп =  +125 X , не менее...........................................  5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при £4бр, и =  ^4вр, п. Яу =  °°» 7̂, =  +125 С,
не более...................................................................  40 мА
Ток удержания при U3C =  12 В, Ry =  «о,
не более................................................................... 0,5 А
То,< включения при /У(Пр,к ”  1 А,
d fy /d t=  1 А /м кс , /у “  10 мкс, не более............... 0,5 А
Время включения при 0ЗС — 300 В,
4с и =  4с,ср, makci <#oc/dt= 25 А /м кс, 
h, пр, и =  1>2 A, d ty /d t — 1 А /м кс р
ty =  10 мкс, не более............................................... 3,2 мкс
Время задержки при =  300 В,
4 с .  и ~  4 с . с р . м а кг .> dfec/dt=  25 А /м кс , 

пр, и 1*2 A, dty/ d t— 1 А /м кс,
ty =  10 мкс, не более............................................... 1 мкс
Время выключения при 6^с и — 0,67d/^ n,
° ^ 4 с / ( t f ^ f / с̂ )кр> ^4бр. и =  100 В,
4 г .  И —  4 с  ГР, МАКСI ( < * 4 с / d t)cn  — 10 А / м к с ,

% ~  +125 X , не более:
группа 2 .............................................................  32 мкс
группа 3 .............................................................  40 мкс
группа 4 .............................................................  50 мкс
группа 5 .............................................................  63 мкс

Время обратного восстановления 
При ^4Бр и =  100 В, 4с, И ~  4с, СР, МАКС»
(d/oc/dOa, =  10 А /м кс , 7"п =  +125 X ,
не более................................................................... 2,8 мкс
Заряд обратного восстановления 
при £4бр,и =  Ю0 В, 4с, и =  4с, ср, макс»
(<tfoc/tf)cn= 10 А /м кс , 7̂  —+125 С,
не более................................................................... 100 мкКл
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Динамическое сопротивление в открытом
состоянии, не более................................................ 1,05 мОм
Тепловое сопротивление переход-корпус,
не более................................................................... 0, i v,/ d t

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  500.., 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,1 UiC п
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии .....................................................................
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  500...1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение................................................. ............ М ^ обр.п
Постоянное обратное напряжение......................  0,6£/ОБР П
Постоянное обратное напряжение управ­
ления ........................................................................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс и — 0,b7UiC п,
/?у =  оо, 7-п =  + 1 2 5 Т .................. ......................... ! ............ 200...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f=  50 Гц, 3 =  180°, Гк =  +70 °С....................  250 А
Действующий ток в открытом состоянии
при f=  50 Гц, Р =  180°, Тк =  +70 X .......... ..........  375 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UQ5P — 0Р =  10 мс:

7*П= + 2 5 Х ....................................................... 5500 А
Гп =  +125 “С.....................................................  5000 А

Защитный показатель при U0BP — 0, /и =  10 мс,
Гп *  +125 “С ............................................................  35,6 кА2-с
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при UK и =  U2C п»
о̂с,и 2/oC CPi макс» d iy /d t— 1 А /м кс,

f — 1...5 Гц, tY — 10 мкс, 7), =  +125 °С ...................  630 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 15 А
Температура перехода..........................................  +125 "С
Температура корпуса.............................................  —60...+85 “С
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Допускается последовательное и параллельное включение 
тиристоров. Тиристоры, предназначенные для параллельной 
работы, должны отбираться по значениям импульсного на­
пряжения в открытом состоянии с разбросом в маржи не би- 
лее 0,5 В.

При последовательном соединении тиристоров необходи­
мо учитывать зависимость времени задержки (времени вклю­
чения) от амп-литуды импульса управления, приведенных 
в информационных материалах.

ЬснА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от импульсного1 

напряжения 
1 -  7п =  +25 еС. 2 — 7п =  +125 °С

to сср А

158

Ь с с р А

Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры корпуса при различных углах 

проводимости, f — 50 Гц

Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры корпуса при различных углах 

проводимости, / =  50 Гц



Зависимости среднего тсжа от темпе­
ратуры охлаждающей среды При раз­
личных углах проводимости, 50 Гц

Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры охлаждающей среды при раз­
личных углах проводимости, f =  50 Гц

ЬсиА ЬснА

Зависимости импульсного тока в or* 
крытом состоянии от длительности 

импульса:
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц.
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц, 6 — 6300 Гц

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 

импульса
1 -  630 Гц, 2 -  1000 Гц,
3 — 1600 Гц, 4 -  2500 Гц,
5 — 4000 Гц

159



Ь с к А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности

импульса;
1 -  630 Гц; 2 -  1000 Гц;
3 -  1600 Гц; 4 -  2500 Гц

Ь с лА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4  — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц; 6 — 6300 Гц

ЬхяА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности
импульса при температуре окруж а­

ющей среды +40 °С:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц

lac и. А

d io c /d tA /C
Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока;
1 -  630 Гц; 2 -  1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 -  4000 Гц
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Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания гока:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц

ЬснА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц

ЬснА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц

kc&A

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока:
1 -  630 Гц; 2 -  1000 "ц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц
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ЬслА
ЬснА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара-

тания тока.
1 — 6Э0 Гц 2 — 1000 Гц 
3 -  №00 Гц 4  -  2500 Гц

Зависимости импульсного тока в от 
крытом состоянии от скорости нара 

стания тока,
1 — 630 Гц 2 -  1000 Гц,
з — teoo гц

иЯ' ЬсхА

Зависимости импульсного тока в от
крв том состоянии от скорости нара 

стания тока 
1 -  630 Гц, 2 — 1000 Гц 

-  1600 Гц

Зависимости импульсною тока в от 
крь том состоянии от скорости нара 
стания тока при температуре окружа 

ющеи среды + 4 0  °С 
1 — 630 Гц 2 — 1000 Г4 
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц 
5 _  4000 Гц



Зависимости импульсного тока в ог 
крытом сос оянии от скорости нара 
стания т о к й  при :емперагуре окружа­

ющей среды +40 С 
1 — 630 Гц 2 — 1000 Гц 
Э _  1600 Гц 4 — 2500 Гц

ЬсиА

Зависимости импульсного гока в от 
крытом СОСТОЯНИИ о г  скорости НАра 
стания тока  при температуре окружа 

юицеи среды +40 С 
1 — 630 Гц 2 — 1000 Гц
3 — 1600 Гц

Тд° 10! Ю* 10s t  С

Зависимости тока нагрузки в от 
крьтом  состоянии от длитела

ности импульса
V ^СР МЛГС У

«■=0(1) К  —0 5(2), /С =  G 75£3), 
К  =  1 (4) f =  50 Гц

Зависимости ударного тока от дли 
тельности импульса

1 -  + 2 5  С 2 -  +125 X ,  О *» =  С



ЦуПРИ.В

20 60 60 80 WO 7401 с

Зависимости ударного тока а от­
крытом состоянии от длительно­

сти импульса; 
f  ~  50 Гц; О =  2; U0№ =  0 , 8 п>

1 -  4-25 ‘ С; 2 — +125 °С
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Зона возможных положений зави­
симости отпирающего постоянного 
напряжения управления от тока: 
А1 — область негарантированно­

го отпирания;
А2 — область гарантированного 

отпирания

L b  п р и . В

Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжения 

управления от тока:
1 — 0 = 1 ,  гюстоянный ток, Яу и =  2 Вт;
2 — О — 2, /й =  10 мкс, Яу м =  4 Вт;
3 — О =  5, =  10 мкс, Яу и =  110 Вт;
4 — О =  40, ?и =  10 мкс, Яу и =  80 Вт
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Зависимости отпирающего импульс­
ного тока управления от длительно­

сти импульса:
1 — Н25 X ;  2 — 60 X ; иж  =» 12 Б

ts ii'tsK fl- 0/°

Зависимости времени задержки  (1) 
и времени включения (2) от импульс­

ного тока управления

Зависимость времени выключения
от обратного напряжения



1ш /1 %

Зависимость времени выключе­
нии от импульсного тока в от 

крытом состоянии

1выкя %

Зависимость- времени выключения 
от скорости спада тока

1выкл %

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания напряжения

в закрытом состоянии



Qbocobp м кК л

10 20 30 40 SO 60 70 BO - d k №  А/мкс

Зависимости заряда о б раж о го  вос­
становления от скорости спада гока

в открытом состоянии
1 fp r  и — 1,5 1^с гр ,

2  / у  и =  fa (р

3 о̂с и ~  O j514y р

I bocobp м к с

О т  29 19 40 SO 60 70 80 98- d befit А/мКС

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости спада тока 

в открытом состоянии
 ̂ ( к  i t  =  ср*

2  ^ОС И =  t l L  LRi

3 — ^  и =  0,51 /аг ср



Зависимости средней рассеиваемой 
мощности от среднего тока при раз' 

личных углах проводимости

Ь.снА

Зависимости импульса тока от дли­
тельности при различной суммарной 

энергии потерь:
1 — 1,0 Дж ; 2 — 0,6 Д ж ;
3 — 0,4 Дж ; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Дж ; 6 -  0,06 Д ж ;
7 — 0,04 Д ж
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Зависимости средней рассеиваемой 
мощности от среднего тока при раз­

личных углах проводимости

ЬсяА

2 6 8Ю* ? ifa c

Зависимости импульса тока от дли­
тельности при различной суммарной 

энергии потерь: 
t  — 1,0 Д ж ; 2 — 0,6 Дж;
3 — 0,4 Д ж ; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Д ж ; 6 — 0,06 Д ж



Завигимости импульса тока от дли­
тельности при различной суммарной 

энергии потерь:
1 — 1,0 Дж ; 2 — 0,6 Дж;
Э — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — ОЛ Д ж

Зависимости импульса тока от дли­
тельности при различной суммарной 

энергии потерь:
1 -  1,0 Дж ; 2 ~  0,6 Дж;
3 — 0,4 Д ж ; 4 — 0,2 Дж,-
5 — 0,1 Д ж

Znn-Ki, 
Zjw-k) , Т/Вт

dUsc/dt, В/мкс

Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 

от прямого напряжения: 
группы 4, 5, 6, 7 no {d U /d t)KР

Зависимости переходного теплового 
сопротивления от времени:

1, 2 — переход—среда при скорости 
охлаждающего воздуха 1 — 0 м /с ,
2 — б м /с ;  3 — переход—корпус

1ЬЭ



,omeA
(dUx/dOw

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и от на­
пряжения е закрытом состоянии

ТБ320, ТБ400
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в качестве ключевых элементов 
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц 
преобразователей электроэнергии, где требуются малые вре­
мена включения и выключения, высокие скорости нарастания 
тока и напряжения. Выпускаются в металлокерамическом кор­
пусе таблеточной конструкции, Анодом и катодом служат пло­
ские основания- Обозначение типономинала и полярности си 
ловых выводов приводится на корпусе и.на бирке.

Масса не более 420 г.

Э л ектри чески е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и =  3,144* ср м акс. *и =  10 мс»
не более:

ТБ320 ................................................................. 2,8 В 
ТБ400................................................................. 2,1 В

Пороговое напряжение при 7|, =  +110 “С,
не более:

ТБ320 ................................................................  1,4 В
ТБ400 ................................................................  1,11 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U1C — 12 В, не более:

7;, = - 5 0  “С, ^ ОТ =  0 , 85 А ...............................  8 В
7л =  + 2 5  “С, {  ог =  0,4 А .................................  5 ,5  В
ГП = +110СС, /У ОТ =  0,25 А .............................  4 В
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Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при U1C и =  U3r п, /?у — 5 Ом,
Тп = +110 “С, не менее...........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ П ри |<| П> ^  CFi)
Гп =  +110 X , не более........................................... 35 мА
Ток удержания при «-*>, не более...................  80 мА
Ток включения при ^ пр_ и =  2 А,
о ^ ,/Л — 5 А /м кс, Гу *  10 мкс, не более..............  0,5 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при î obP W О̂БР, П> #У “
Тп — +110 X , не более...........................................  35 мА
Обратный ток восстановления 
при ^ОБР.И =  100 В, f0C Vi =  loC'CP МАКС.»
(dtoc/ <#)сп =  5 А /м кс , 77i =  + 1 Ю “С, не более:

ТБ320................................................................  1д0 А
ТБ400................................................................. 195 А



Отпирающий постоянный ю к  управления 
при 02с — 12 В, не более:

Тп =  - 5 0  X ..........................................................  0,85 А
П -  +2S X  ......................................................... 0,4 А
Гп =  + 1 10 °С ......................................................... 0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
При £/,г и =  и к  П, /?у =  5 Ом,
Гп — +110 X ,  не менее..............................................  2 мА
Время включения при Û c и — 300 В,
(>Г.И =  О̂Г.СР, макг< Uy ПР и =  20 В, 
d(v/d t  — 5 А /м кс , Ry =  5 Ом, ty — 10 мкс,
не более.......................................................................  5 мкс
Время задержки при £/« и — 300 В,
4)г.и foe ср. макс» пр и 20 В, dty/dt 5 А /м кс ,
Ry =  5 Ом, гу =  10 мкс, не более.............................. 1,5 мкс
Время выключения при U3C и ~  0,67i/3C и, 
dUv / dt — (dU-, /̂ dt)Yj}, (Job? и =  100 В, 
he. И fcr CP, МАКС' (0,/oc /^ )c il ^0 А /м кс ,
Гр =  +110 X , не более..............................................  30; 35 мкс
Время обратного восстановления 
для групп по гВЬ|КЛ при £/0ВР и =  100 В, 
ĥ i и =  hr ср макс> [dfoc/ df)cn =  10 А /м кс ,
ГП =  +110 °С, не более:

группа 5 .................................................................  6 мкс
группа 6 .................................................................  1 мкс

Заряд обратного восстановления 
для групп по Гшк;] при d/GSP n =  100 В,
he. и ~  he смакг. (dfor/ d t )сп=  10 А /м кс ,
Ти =  +  110 “С, не более:

ТБ320 группа 5 ....................................................  320 мкКл
ТБ400 группа 5 ....................................................  380 мкКл
ТБ320 группа б ....................................................  140 мкКл
ТБ400 группа 6 ....................................................  165 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тп =  +110 X ,  не более:

ТБ320 ....................................................................  1,3 мОм
ТБ400 ..................................................................... 0,8 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более.......................................................................  0,0505 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более.......................................................................  0,087 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более.......................................................................  0,12 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—среда,
не более......................................................................  0,48 Х / В т
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П редельные эксп л уа та ц и о н н ы е  дан ны е
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии:

15320................................................................. 300...1200 В
ТБ400................................................................. 300... 1000 В

Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1,12U3C п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 Узс>п
Максимально допустимое постоянное
напряжение в закрытом состоянии....................... O.St/^.n
Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение:

ТБ320 ................................................................  300... 1200 В
ТБ400 ................................................................  300... 1000 В

Неловторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/06Р п
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7£/О5р.п
Максимально допустимое постоянное
обратное напряжение...............................................  0 ,5 ^ 5РП
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C 0,67 £/*-_ п,
/?v =  оо, гр =  + 110 °с ................'...............................  100...

1000 В /м кс
Максимальное допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................... 3 В
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, Р =  180°,
Гк =  +70 “С:

ТБ320 ................................................................  320 А
ТБ400................................................................  400 Л

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц, Р =  180а,
7к =  +70 X :

ТБ320 ................................................................  500 А
ТБ400................................................................  630 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при UQ№ =  0, ги =  10 мс, Гп -  +110 °С:

ТБ320 ................................................................  6000 А
ТБ400...................................................  7000 А

Защитный показатель прн р =  0,
Юме, ГП =  +1Ю °С:

15320................................................................  180 кА2-с
ТБ400................................................................  245 кА2-с
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Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  (J3C п,
х̂~ и 2 /qc ср м акс» f  5 Гц, <$у/ dt 5 А /м кс, 

t  =  10 мкс. 7; =  +110вС ........................................  100;
200 А /м к с

Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления.......................................................  2 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 40 А
Температура перехода..........................................  +110 *С
Температура корпуса.............................................. —50.. .+70 “С

Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИЛОНОМИНАЛОВ

id U ^ /d t ) ^
В/мкс м*г

А/мкс

Т ип 
тиристора

Класс по 
напряжению

Значение Группы классификационных параметров
U 31

U аьс
П "
п.в 3 4 5 б 5 6 4 5

Значение классификационных пара ме!рое

100 200 500 1000 50 30 100 200

ТБ^20
3 -8 300 .800 + + + + + + - +

9-12 900 .. 1200 + + + + + + + -

ТБ400
3-7 300. 700 + + + + + + - +

Отсо 800 . 1000 + + + + + + + -

Таблеточный корпус тиристора соединяется с охладите­
лем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего хо­
роший электрический и тепловой контакт во всем диапазоне 
рабочих температур. Сборка тиристоров с охладителями долж­
на производиться в соответствии с инструкцией завода-изго- 
товителя. Диаметр контактной поверхности должен быть не 
менее 45 мм, неплоскостность контактных поверхностей не 
более 0,02 мм, чистота обработки не хуже 2,5.

Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспечения 
внешнего усилия сжатия со стороны оснований в диапазоне 
12000...13000 Н.
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Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зависимости импульсного тока 
в открыюм сосюянии от им­

пульсного напряжения

Uqt В

Зона возможных положений за­
висимости напряжения отпирания 

от тока

Од при В

45

J0

QРун Вт 1дк
2000 Ш  0 0 t—  7
т  fa
200 90

7 80S ? /  ^

S/ J ' /
,20 IB 1 
,1 /5  Посш 

тк

ТЫ20
т в т

5 'О 15 1у п р и  А

Зависимости прямого импульсно­
го напряжения управления от им­

пульсного юка управления

1у ег.и/fy of и (5 икс)

Зависимости импульсного отпи­
рающего тока упрааления от дли­
тельности импульса управления [д .  МКС
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hen A ke n  A

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли 

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в  о т к р ы т о м  СОСТОЯНИИ от дли 

тельности импульса

-far/7 А ken А

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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Зависимости повторяющегося го- Зависимости повторяющегося то­
ка к открытом состоянии от дли- ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса тельности импульса

Ьсп А /осп А

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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ken A ben A

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка а открытом состоянии от дли­

тельности импульса

кп  А ken А

Зависимости (повторяющегося то­
ка. а открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то
ка а открытом состоянии от дли

тельности импульса
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Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

к п  А к п  А

Зависимости повторяющегося то­
ка а открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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кл .А
ГБ320

4 6 8 1Q-* 2 4 6 8 10'Jfac

Згвисимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

к.П. А

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

к п .А к л .А

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии ОГ дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости повторяющегося то­
ка в открытом СОСТОЯНИИ ОТ дли*

тельности импульса
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Ьси A Ьс и A

4 6810 6 8 1 V /  4 68W  22

Зависимости импульсного тока 
от длительности импульса

..... < I _1 ИМ__1-1—1 I И II I___ L-LL
6 810* ? 4 681В12 4 6810*2 [И1

Зависимости импульсного тока 
от длительности импульса

Ь(И А Ьси А

i  6 810 Ч  4 6810 32 4 6810 22 [и  С

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса

1 8 2

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса



Зависимости импульсного тока 
от длительности импульса

Ьси А

16818*2 i6BW 72 4 6818*2 Не­

зависимости импульсного тока
от длительности импульса

hen А !оси А

4 6 18* 2 4 6 1 0 1 2  4 6 1 0 * 2  f a  с 4 6 Г 8 * 2  4 618 s 2 4 6 102 2 f a c

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса

Зависимости импульсного тока
от длительности импульса

Ш



Зависимости ударного тока Зависимости ударного тока
от длительности импульса от длительности импульса

Iocmp.kA /осудр.кА

Зависимости ударного тока Зависимости ударного тока
от длительности импульса от длительности импульса

1А
12
1.0OB
0.6
ол
0.2

— ТЫ20ТБШ\-f-Mtm
1 2 J  ̂ lij.nPMJ
Зависимости времен задерж­
ки и включения от прямого
импульсного тока управления

tew/l/t ВЫХ/HIM В!\ J TBJ2076400Л < -- -\
Зависимость времени вы­
ключения от напряжения
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Зависимость времени выключе- Зависимость времени выключе­
ния от импульсного тока ния от импульсного тока

f тлслЛяыкШих &Ькр

U 

0.9 

0 7 

0.5

ТБ320
Т5Ш

1вЫКдЛвЫХ0т А/тс)

1.0

16320
ГБШ

О 0.2 ОЛ 06(dux /dt)/{dUx /dtkp ' 10 20 iB (d loc flt)cn .А /м кс

Зависимость времени выключе­
ния от критической скорости на­

растания напряжения

Зависимость времени выключе­
ния от .скорости спада тока

Oboc.osp .мкКл

Зависимость времени обратного вос­
становления от скорости спада гока

Зависимости заряда обратного вос­
становления о г скорости спада тока
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(dUx/dtMdUxAftU

Зависимость критической скорости на­
растания напряжения от обратного на­
пряжения и от напряжения в закрытом 

состоянии

Зависимости заряда обратного 
сопротивления от скорости спа­

да тока

Z  Т(П-К), Х/В ш

(dU x /d tkp , В /мкс

Зависимости критической скоро­
сти нарастания напряжения от от­
ношения импульсного и повторя­

ющегося напряжений

0.W 

005

°10 г 10 1 Ы5 t  С

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

от времени

ТБ143-320, ТБ143-400
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а также в различных силовых установках по­
стоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска-
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ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводит- 

иа корпусе.
Масса не более 280 г.

ТБ НЗ-320. ТБ 143-Ш

Э л е ктр и че ски е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /о<; и =  3 , 1 4 ^ х г  СР, МАКС' 4 ) Ю  М С , 

не более:
ТБ 143-320........................................................ 2,5 В
ТБ 143—400 ........................................................ 2,1 В

Пороговое напряжение не более;
ТБ 143—320........................................................ 1,4 В
ТБ143-400 ........................................................ 1,11 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U2C =  12 В, не более:

Гп — -6 0  °С, /у от =  0,8 А .................................  5 В
Тп ~  +25 °С, !у от =  0,28 А ...............................  2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при U3C и =  0,Ь7иж п, /?у =  10 кОм,
Тп —+125 °С, не менее,...,.................... .................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж и — U2r п, /?у =  <*>,
Тп — +125 °С, не более............................................ 50 мА
Ток удержания при U3C =  12 В, /?у =
не более................................................................... 0,3 А
Ток включения при ^<Пр.и ~  1
d k ,/d t~  1 А /м кс, ty =  10 мкс, не более..............  0,6 А
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0hp и =  о̂бр,п> ~  ?п =  +^25 С,
не более................................................................... 50 мА
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Отпирающий постоянный ток управления 
при U3Z =  12 В, не более:

Гп *  —60 X  ......................................................  0,8 А
Г. =  +?S Т. ................... ..............................  0,28 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3q и =  0,67 (/зс п, /?у =  Ю кОм,
7̂  =+125 X , не менее............................................ 5 мА
Время включения при 6/зс =  300 В, 
hc,v\=  о̂с. ср м акс» dfoc/dt— 25 А /м кс, 
fy.пр и =  1*5 A, d ly /d t — 1 А /м кс,
t, =  10 мкс, не более ...............................................  2,5 мкс
Время задержки при Uv  и =  300 В,
fcr, и =  о̂с гр и а к с г  dfoc/dt— 25 А /м кс,
К пр.и ® A, d /y /d t= 1 А /м кс,
ty — 10 мкс, не более............................................... 1,3 мкс
Время выключения при U3C Vi =  0,67 Узс и, 
dUiC/ d t ^  (dU3C/d t ) KP, U0bP щ — 100 В,
fcc И =  О̂С.СР МАКС< С̂ )сп “ Ю А /м кс,
7"П =  +125°С ............................................................ 25...50 мкс
Время обратного восстановления 
при и =  100 В, /о с  И ”  ^ОС Гр, МАКС г

(^oc/^Jcn — Ю А /м кс, Гп =  +125 х .  не более... 2,7 мкс
Заряд обратного восстановления 
При УоБР, И =  100 В, и “  £ic, СР МАКС»

{tf/oc/^Ocn =  10 А /мкс, 7̂, — +125 X , не более:
ТБ 143-320 ........................................................ 190 мкКл
ТБ 143—400 ........................................................ 230 мкКл

Динамическое сопротивление в от­
крытом состоянии не более:

ТБ 143-320........................................................ 1,3 мОм
ТБ 143—400 ........................................................ 0,8 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более................................................................... 0,05 Х /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более...................................................................  0,087 Х / В т
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более................................................................... 0,12 Х /В т  ,

Предельные э кспл уатац ио нны е  данные

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии............................................ 1>1^с,п
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Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.................................................................
Максимально допустимое постоянное иапря-
..сеНме в закрытом состоянии...............................  0,5 6Аг п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  600.,.1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1>1̂ обрп
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение....................................................... 0,56/ОБР п
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................. 5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при и — 0,67£/зс п,
Лу — =  +125 “С ...............................................  200...

1000 В /м кс
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
(3= 180°, ГК =  + 8 5 Х :

ТБ 143-320 ........................................................ 320 А
ТБ 143—400 ........................................................ 400 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f ~  50 Гц, 
р =  180% Тк =  +85 X :

ТБ 143-320 ........................................................ 500 А
ТБ 143-400 ........................................................ 630 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при U0Bр =  0, =  10 мс, 7"п =  +125 X :

ТБ 143—320 ........................................................ 6000 А
ТБ 143—400 ........................................................ 7000 А

Защитный показатель при U0BP — 0,
Ги =  Ю мс, ГП =  +125 X :

ТБ143-320........................................................  180 к А Ч
ТБ 143-400........................................................  245 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при 0^с и “  изс, п.
^с,и — ср макс» d k j/d t— 1 А /мкс,
f~  1...5 Гц, ty =  10 мкс, 7‘П=: + 1 2 5 Х ...................  800 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
тек управления........................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................ 23 А
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X
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Таблеточный корпус тиристора соединяется с охладите- 
лем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего на 
дежный электрический и тепловой контакт во всем диапазоне 
|л»иОчил температур. Нечлсс^ос^ость контактных поверхно­
стей не более 0,01 мм, чистота обработки не хуже 1,25.

Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспечения 
осевого усилия сжатия в диапазоне 6400.. 9600 Н.

Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕ1 РОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Б/м кс
^выки> 
мкс

*ВКП ' 
МКС

Класс по 
напряжению

Значение 

п и

Ч вр г. В

Группы классификационных параметро а

4 5 6 7 2 3 4 5 25

Значение классификационных параметров

200 320 500 1000 50 40 32 24 25

6 -9 600 900 + + + + - + + + +

1 0 -1 2 1000 1200 + + + + + + - +

/оси А {оси А

Зависимости импульсного тока
в открытом сост оянии ОТ ИМ

пул ьси ого  напряж ения

2000

1600

то

то

т

о

Т Б Ш  400

I /
Гп- ? 5 Г \ /

1 /

'125V

/ /
10 15 20 25 11оси В

Зависимости импульсного тока
S открытом СОСТОЯНИИ ОТ ИМ’

пул ьсного  напряж ения
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Зона возможных положений за 
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока \Т6Ш  320 ТБНЗ 4Щ
i $$

□ 1Н IX
1

§ Зй
П 1 Ns3 SS
^1 1̂ ш

Шласть гаранпирзбан 
j нога отпирания

g\j
gsj

—] _ ]
§«] 1t

О 02  04 06 08  13 !у А

ТБНЗ-320 ТЫ43 40В Л ' Г  1
L^p?  id  Рун 1198m

S \ / \  ty-Wmc
iryH  o  tm 

у Ч - if l Wwrcjs-j—

П/ 2 Й/i* 88mty=WnKC
-Q ! Рун 3 Вт ty -10 me

1 .LI 1 I I
О 4 8 12 Ц /у яр# А

Зоны возможных положении за 
висимости имнулььного напряже­

ния управления ог тока

О 2 4 6 8 ly тх
Зависимости импульсного тока уп 
равления от длительности импульса

ken А

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от д л и те л ь ­

ности импульса

hen А

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока ог длитель­

ности импульса
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4

г

w}
а
6

2

2 4 tf 8 J0-* 2 4 U c

Зависимости импульсного п о -  

b i  оряющегсгя тока от длитель­
ности импульса

ЮС.Л.А Ьс.п.А

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Ьс.п. А
Ьс.п,А

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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вторяющегося тока от длитель­

ности импульса



bco.A

U x ,k = 0 . 6  7Ux,n
UotPM=B. 67U&PJI

И
< * 3 0  d io M A /c

Зависимости импульсного повторя- 
ющягося тока of скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

(5 8 1S8 d ioc&L А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

he,п. А хп,А

8 10еdloc/dt.A/c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

8 10е dbe fit. А/С

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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ben .А

Зависимости импульсного повторя­
ющегося юка от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Ьсп.А
ГБ Н З -Ш

Uxn-0 67Ихп 
Uobph~0.67Uospj)

2 4 6 8 W8 dbc/dt.А/с

Зависимости импупьсного поеторя- 
Ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Ьсп.А

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Ьсп.А
d -6 JO ц т в к з -т

/ / /
1000 Г ц * /
т о  гц/
2SDB Г ц '

J~\J
71! -Tk= 8 S X ^

Q=b
-----

Uos(>H'0.67Uo8Pn

2 4 & 8 0  d h c - Ш / с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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b c .n , A
Ьсл.А

8 1D8dbc/dt. 6 8 108 dioc4Ji А/с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Ьсп.А Ьсп,А

и 6 81o8d b M A /c 6 8 ^ d b c M . A / c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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be л. А be. п. А

10*
8
6
4

г
w
в
6

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока o r скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

U3m-B.67Uxn 
Ugspji~0.6 7UaPtt

T B u S - m

г ___ t j b M  1Ц

7 '
mnn n ,

■
V

N

П-1П

.. I .. I . . I . .
*  м8б!осЫ .А/с 4 6 8 108 dloe-'Ht. A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

focj7, А Ьс.п.А

з ItP dhc/JLA /c в М* d h c M A /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося гока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скоросги нараста­

ния тока в открытом состоянии

196



Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

/оси. А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Ьсудр.кА

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Ьс.чдр.кА

Зависимости импульсного ударно- 
го тока от длительности импульса

Ьси.А

Зависимости импульсного тока
В открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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he и, А

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Ьсм.А

2 4 6 8 10~̂  2 4 6 Ы с

Зависимости импульсного гока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

btri.A

Зависимости импульсного тока
в открытом СОСТОЯНИИ ОТ ДЛИ'

гельности импульса
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Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса



Зависимости импульсного тока 
б of крытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости импульсного т о к а  
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

t j s / t j M A ) '  t s M / t w / H W  ■ 0 /0

Зависимости времени задержки 
и времени Включения от импульс­

ного тока управления

Зависимость времени выключения 
от обратного напряжения

т

т

гвш-зт твнз-т

—

Зависимость времени выключения
от среднего тока

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии



( dhc/d t kn. А /м кс

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

О 20 iO 60 80 W0
(d be Ad l  )сп. А/мкс

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Qboc.osp.mkKa

(dbcM)cn. А /м кс

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

te0C.Q5P-MKC

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Q boco sp .мкКл

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

(dU x/dUm  В/мкс

Зависимости скорости нараста­
ния напряжения от напряжения

в закрытом состоянии

2 ОС



(dUx /dt)/(dUx fa t)к?

Зависимость скорости нарастания 
напряжения от обратного напряже­
ния и от напряжения в закрытом 

состоянии

I  ап-Ю. V/Вт

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

2ТБ233—400
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а так же в различных силовых установках 
постоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 120 г.

Э л е ктр и че ски е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при (зс. и 14/ос, СР. МАКС»
?и =  10 мс, не более.........................................
Пороговое напряжение, не более...................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

гп =  -6 0  Т ,  Ас.от =  0,75 А ..........................
ГП =  +25°С, ^  от=  0,25 А ..........................

2,6 В 
1 В

б В 
3 В
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Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U-iC и =  0,67 U3C п, /?у =  10 кОм,
Гп =+125 X , не менее...........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при изс и =  Usc п, /? У  =
Гп =  +125 X , не более...........................................  40 мА
Ток удержания при £/зг — 12 В, /?у =  “ ,
не более................................................................... 0,6 А

л Ток включения при /у Пр и =  1 А,
div/d t  =  1 А /м кс, ty =  10 мкс, не более..............  0,6 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при иоьР и =  U0bf> л, /?у =
Гп =  +125 X , не более...........................................  40 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при UiC — 12 В, не более:

Гп =  -6 0  X ....................................................... 0,75 А
Гп =  +25 X ....................................................... 0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при изс и =  0,67£/зс>п, /?у =  10 кОм,
ГП =  +125 X , не менее...........................................  5 мА
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Время включения при (Лг 300 Б, 
и  „  =  <>с с р .м д кс  <*<*/<#= 25 А /м кс,
и Р„ = 1 '5 А ' ^ = 1 А/МКС>"г ~ 0 А мкс k  =  |0  м кс, пе ..i v ^ .............................................................  *
Время задержки при иж и =  300 В,
<Х И =  /ос. ГР. МАКС, ^ / о г / ^ =  25 А /м кс ,
^ ПРИ=  1,5 A, d k ,/d t=  1 А /м кс ,
/‘у =  Ю мкс, не более.................................................. 2 мкс
Время выключения при UXi¥i =  0,67 Ц г и, 
dU3C/ d t ~  W c / <#)кр, ^обр, и ”  Ю0 В,
/ос и “  /пг ГР.макс» (^кзс/ ^ ) с п  ”  ^  А /м кс ,
7^ =  +125 “С ........................................................ - .....  32...63 мкс
Время обратного восстановления 
при иоерщ и “  100 В, С И =  kc,c9 МАК(»
{dloc/dt)СП =* 10 А /м кс , Гп =  +125 “С,
не более..... .................................................................  4 мкс
Заряд обратного восстановления
при ЦзбР И =  Ю® Ьс И =  )̂С, СР МАКС>
(dfoc/ d t )сп =  Ю А /м кс , 7“П =  +125 “С,
не более.......................................................................  400 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом
состоянии, не более...................................................  1,3 мОм
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более.......................................................................  0,06 °С /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более.......................................................................  0,087 °С /Вт
Тепловое сопротивление переход— катод,
не более.......................................................................  0,12 *С /В т

П р е д е л ь н ы е  э кс п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1»1Цг,п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии....................................................................  0,7£/зс п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии..................................................................... 0 ,5Ц Г П
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  500...1100 В
Непоаторяющееся импульсное обратное
напряжение .................................. ..............................  1*1^ )̂6р п
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Постоянное обратное напряжение......................  0 , 5 р
Постоянное обратное напряжение управ'
ления........................................................................  5 В
1/гч> •« Iл Л|/лп | м jn  ■ 1-̂ п»ЛЛ\|/п
i  \ ^ / f i  I Г | “ » ^ с » \ с д л  ^ f \ L / p u v  > v  I  l u p u v ,  | u i  i r m  i i u m ^ / i / 1 \ L

ния в закрытом состоянии
при UK И =  0,67£/ЗС>П1 /?у =  ос, 7“п =  +125 X ..........  200...

1000 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии
при / =  50 Гц, р =  180% Тк =  +70 “С ....................  400 А
Действующий ток в открытом состоянии
при f -  50 Гц, [5 =  180е, Тк =  +70 °С....................  628 А
Ударный нрпсвторягащийся ток в открытом 
состоянии при U0bр -  0, fa =  10 мс,
Гп =  +125 X ............................................................  6000 А
Защитный показатель при U0BP =  0,
fa -  10 мс, Гп =  +125 X ........................................  1,8-105 А2-с
Критическая скорость нарастания тока 
В открытом СОСТОЯНИИ при и̂ с,\Л =  Цс.п»
/(X' И 2 /ос, СР. МАКС» d ! y / d t  1 А / м к с ,
f =  1...5 Гц, fy =  10 мкс, Гп — +125 СС ...................  630 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления................................................  23 А
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60,..+85 X

Допускается последовательное и параллельное включение 
тиристоров.

Тиристоры, предназначенные для параллельной работы, 
должны отбираться по значениям импульсного напряжения 
в открытом состоянии с разбросом в партии не более 0,5 В.

При последовательном соединении тиристоров необходи­
мо учитывать зависимость времени задержки (времени вклю­
чения) от амплитуды импульса управления, приведенных в ин­
формационных материалах.
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З А В И С И М О С Т И  импульсного тока В ОТ­

К Р Ы Т О М  с о с т о я н и и  о т  и м п у л ь с н о г о  
напряжения:

Тл = +25 X ; 2 — Тп =  +125 X

Ьс.нА

Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры корпуса при различных углах 

проводимости, / =  50 Гц

ЬспА

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 

импульса:
1 — 630 Гц; 2 — 1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 — 4000 Гц; 6 — 6300 Гц

Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры корпуса при различи ых углах 

проводимости, f =  50 Гц

ЬсдА

2 4 6 810-* г 4 U c

Зависимости импульсного тока а от­
крытом состоянии от длительности 

импульса:
1 -  630 Гц: 2 -  1000 Гц;
3 — 1600 Гц; 4 — 2500 Гц;
5 _  4000 Гц; 6 — 6300 Гц
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ben А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом со та я н и и  от длительности 

импульса 
1 — S30 Гц, 2 — 1000 Гц,
3 -  1600 Гц, 4 — 2500 Гц,
5 — 4000 Гц

Ьсп^

Зависимости импульсною тока ь от 
крытом состоянии от скорости на 

растания тока 
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц.
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц,
5 — 4000 Гц. 6 — 6300 Гц

ЬспА

Зависимости импульсного тока в от- Зависимости импульсного гока в от­
крытом состоянии от скорости нара крытом состоянии от скорости нара­

стания тока стания тока 
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц; 1 — 630 Гц. 2 — 1000 Гц.
3 -  1600 Гц, 4 — 2500 Гц, 3 — 1600 Гц; 4 -  2500 Гц,
5 -  4000 Гц, 6 — 6300 Гц 5 — 4000 Гц
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be n  А

6 8 107 *d  b e fit А/с

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара 

стания тока 
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц,
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц.
5 -  4000 Гц

Зависимости импульсного тока в от 
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока 
1 — 640 Гц, 2 — 1000 Гц 
3 — 1600 Гц 4 — 2500 Гц 
5 — 4000 Гц

Ьс а А Ь с ч А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока 
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц,
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц

Зависимости импульсного тока в от- 
крьтом состоянии от скорости нара­

стания тока
1 — 630 Гц, 2 — 1000 Гц,
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц
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k e n  А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока:
1 -  630 Гц; 2 -  1000 Гц;
3 — 1600 Гц, 4 — 2500 Гц

Зависимости импульсного юка в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока-
1 — 630 Гц; 2 -  1000 Гц;
3 — 1600 Ги

ЦупрлВ

Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжения 
управления от импульсного прямо­

го тока управления;
1 — О — 1, постоянный ток, Pv и — 2 Вт;
2 — О =  2, t H — 10 мкс, Ру<и — 7 Вт;
3 — О — 5, t H — 10 мкс, Ру и =  30 Вт;
4 — О — 40, tH = 10 мкс, Ру у — 60 Вт

208



Зависимости ударного тока 
от длительности импульсов:
1 -  +25 "С; 2 -  +125 X ; 

Uq№ ”  ®

Зависимости ударного тока 
от длительности перегрузки: 
1 -  +25 X ; 2 -  +125 *С; 

Цюр =  0.8УО6Р; 1 =  50 Гц

кот,отн.ед.

а 1 1 5 ^ 5 6 7 8 9  ty.MKC

Зависимости отпирающего импульс­
ного тока управления от длительно­

сти импульса:
1 -  +25 °С; ? — 60 'С; UK =  12 В

8 1,0 2.0 ЬнрлА

Зависимости времени задержки (1)
и времени включения (2) от амплиту­

ды управляющего импульса тока
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tsb/K/l %

Зависимость времени выключения 
от обратного напряжения

Зависимость времени выключения от им­
пульсного тока в открытом состоянии

Зависимость времени выключения от ско­
рости спада тока в открытом состоянии



Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

Qsocobp мкКл

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости спада тока: 

t  i / 0Bp =  Ю О  В , /ос и ~  ср-

2  /ос  и  =  /ос СР<

3  ~  foe  н  =  0 , 5 1 /ос ср

teocobP м с

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости спада тока 

t  — Uqqp =  100 В, / ( х  и — 1151 /ос ср»

2  /ос и  =  /ос  ср»

3  /о с  и =  0 | 5 1 ^ к ;  ср



Рос ср. В т

о т  т  ь ССР,А

Зависимости средней рассеива­
емой мощногти от тока в откры­
том состоянии гри  различных уг­

лах проводимости

ЬскА

Зависимости импульса тока в от­
крытом состоянии от длительности 
при различной суммарной энергии 

потерь:
1 — 1,0 Дж; 2 — 0,6 Дж;
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Дж; 6 — 0,06 Дж

Рос ср. Bin

Зависимости средней рассеива­
емой мощности о г точа в откры­
т о м  состоянии при различных уг­

лах проводимости

hot А

Зависимости импульса тока в от­
крытом состоянии от длительности 
при различной суммарной энергии 

потерь:
1 — 1,0 Дж, 2 — 0,6 Дж,
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж,
5 — 0,t Дж; 6 -  0,06 Дж



Зависимости импульса тока в от­
крытом состоянии от длительности 
при различной суммарной энергии 

потерь;
1 — Т,0 Дж; 2 — 0,6 Дж;
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж

Зависимости импульса тока в от­
крытом состоянии от длительности 
при различной суммарной энергии 

потерь.
1 — 1,0 Дж; 2 — 0,6 Дж;
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж-
5 -  0,1 Дж

dUx/dtf В/мкс

Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от амплитуды прямого напряжения; 
4. 5, б, ? — группы по df)K?

dUx/dt -отн.ед.

(Jxu/Uxn. %

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и от на­
пряжения в закрытом состоянии
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ТБ153-630, ТБ153 800
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а так же в различных силовых установках 
постоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 560 г.

ТБ 153-630, Т Ы  5 3 -8 0 0



Э л е ктрически е  парам етры

И м п у л ь с н о е  напряжение в открытом со^
»*fl FtrlM i-Г» Uftl/Л,

t S 10 мс, не более:
ТБ 153—630 ........................................................ 2,2 В
ТБ 153-800 ........................................................ 1,8 В

Пороговое напряжение, не более.
ТБ 153—630........................................................ 1,45 В
ТБ 153—800........................................................ 1.21 В

О тп и р а ю щ е е  постоянное напряжение управ­
ления при Uv  =  12 В, не более:

7“п =  -6 0  X , Ь от =  0,8 А .................................  5 В
Гп = + 25  Х Д  01 =  0,28 А ...............................  2,5 В

Н е о тп и р а ю щ е е  постоянное напряжение управ­
ления при Ujr и — 0,67 Ujc ц> Я  =  10 кОм,
Гр — +125 X , не менее............................................ 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/,<- и =  U3C п, Ry =
ГП =+125 X , не более...........................................  70 мА
Ток удержания при £/*с — 12 В, /?у =  °о,
не более — .............................................................  0,3 А
Ток включения при ^  ПР и =  1 А,
tf/y/aY— 1 А /м кс, ty — 10 мкс, не более..............  0,7 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
При и =  О̂&Р п» /?у =  сю, 7"п — +125 С,

' не более...................................................................  70 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при Ux  =  t2 В, не более:

ГП =  -6 0  X ....................................................... 0,8 А
Гп =  +25 X ....................................................... 0,28 А

Неотпирающий постоянный ток управ­
ления при иж и — 0,67 Uiс п» Ау — 10 кОм,
Тп =  +125 “С, не менее............................................ 5 мА
Время включения при UK — 300 В, 
foc и =  he ср макс» dioc/d t=  25 А /м кс, 
h пр и “  2 A, d iy /d t— 1 А /мкс,

“  10 мкс, не более............................................  3,2 мкс
Время задержки при Ux  и =  300 В, 
he и =  /ос СР макс, d t^ /6 t=  25 А /м кс,
^  № и ~  2 A, d ly /d t— 1 А /м кс,

=  10 мкс, не более ...........................,..............  1,7 мкс



Время выключения при и =  0,67 U2C и, 
dU3с / d t=  (а^эс/ °̂ )кр> о̂бр, и =  Ю0 В,
£)С, И =  4)С. ГР, МАКСГ {°^Ос/0^)сп=  ̂® А/МКС,
/ п =  X ............................................................  32...63 мкс
Время обратного восстановления 
при U0№ и =  100 В, 4с. и — 4с .СР. МАКС»
[dloz/d f ) cп=  Ю А /м кс, гп =  +  125 X , не более:

ТБ153—630.......................................................  3,9 мкс
ТЫ 53—800 .......................................................  4,5 мкс

Заряд обратного восстановления 
При U0ЬР и ~  100 В, 4с,и =  4с ср.млкс»
(d/oc/d t ) cu =  10 А /м кс, 7|, = +125 X , не более:

ТБ 153-630.......................................................  360 мкКл
ТБ153-800........................................................ 440 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

ТБ153—630 .......................................................  0,38 мОм
ТБ 153—800 ........................................................ 0,231 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,СЗ Х /В т
Тепловое сопротивление переход—анод,
не более..................................................................  0,05 "С/Вт
Тепловое сопротивление переход—катод,
не более..................................................................  0,075 Х /В т

Предельные экспл уатац ио нны е  данны е

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,1^зс.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии ........................................ ....................... 0,7 £/1С(П
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии...............................  0,5£/,с п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  600...1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,1^4брп
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение......................................................  0,5 £/06р,п
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................  5 В
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К р и ти ч е с ка я  скорость нарастания напряжения 
в з а кр ы т о м  состоянии nRM и =  0,67 п, 
р  *«>. Тп — +125 X ............................................

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
В =  180°, 7к =  +85°С:

ТБ 153^630 ........................................................ 630 А
ТБ 153—800 ........................................................ 800 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
В -  180°, Тк — +85 X :

ТБ 153—630........................................................ 990 А
ТБ 153—800........................................................ 1255 А

Ударный неповторяющийся ток в от­
крытом состоянии при UGbP =  0, ги =  10 мс,
Гп =  +125 "С:

ТБ 15 3—630 ........................................................ 10000 А
ТБ 153-800........................................................ 12000 А

Защитный показатель при UQbP — 0,
4, *  Юме, Гп =  +125 X :

ТБ153-630 ........................................................ 500 кАг-с
ТБ153—800 ........................................................ 720 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при иъс и =  U3C п,
Ьс. и ~  2/0C>CPi МАКС, d iy /d t— 1 А /м кс,
f=  1...5 Гц, Ю мкс, ГП =  +125 "С ................. 800 А /м кс
Минимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления........................................................  23 А
Температура перехода..........................................  +125 °С
Температура корпуса.............................................. — 60...+85 X

Таблеточный корпус тиристора соединяется с. охладите­
лем с помощью прижимного устройства, обеспечивающего на­
дежный электрический и тепловой контакт во всем диапазоне 
рабочих температур. Неплоскостность контактных поверхно­
стей не более 0,01 мм, чистота обработки не хуже 1,25.

Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспечения 
осевого усилия сжатия в диапазоне 6400...9600 Н.
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СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Т а б л и ц а

(dU ^/d t)
В /м кс

КР"  ̂ВЧКЛ 1

МКС

^ в к л  • 
М КГ

Класс по 
напряжению

Значение 

У X п **
^ Л 6 Г  Р ' в

Группы классификационных параметров

4 5 6 7 1 2 3 4 1

Значение класч ификационных параметров

200 320 500 1000 63 50 40 32 \ г

6 - 9 600, „9 0 0 + + + + + + + + +

1 0 -1 2 1000... 1200 + + + + + + + - +

lo t.и ,к  А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения
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ЦЦ-и  ___________ _—
гй 141-630 Tb!S5-80C{s*

§

S4-nN •X
SNКЧLvl1\1 уЧ

05
НР>

пас
0

ть

Ч ''

га(.
upa
V

ЮН!

мая
,V

юр

\

обо

«л

Н-

ьЛ

02 0.4 0.6 0.8 ig.A

Зона возможных положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

Uynp&B
гьш-320. тбкхдо |^ Р Т  1

] > Г Ъ-ШРум-ШВт

V

ty-Ю тс | 
^о-5-Ру,и=И № 1 "

^0=2- Py.it-8 Bw-tyfO тс
-Q-1 Рум-3 Вт 1ц=Ю тс —

П . 1  1 1 1
4 8 12 16 lynPM./

Зонt>i возможных положений за­
висимости импульсного напряже­

ния управления от тока

/у C T ti/h j ати(>0 м кс)

6

Зависимости импульсного тока уп­
равления от длительности импульса 4

2

L.HKC

юооо Гц
ю}

в
6

Т«=65Т 
Охи-О 67Ujca 
Uosph-O. 6 Юоьрл

6300 Га
г т п т
юооо гц

10s

6

I I I 111

T,--6SX
(Jjc*-0.67(Jjcn
UobPn-0.67UcBpn

Ы с 4 6 8 10-* Ы с
Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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Ьсм.А hc.n.A

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса

1&
в
6

1(Р
В
6

4

ТБ 53 890

V

ч ^ - fN N
ГМ_т т т г  

63011 г и

=T F R -

^  Тк 
Узе И'Ол

-85V
Ш к п

■10000 гц
. Г Г

- Г \ у

6 в 10-* 2 4 U c

Зависимости импульсного по­
вторяющегося тока or длитель-

ности импульса

1осп,А
TB1S3-6317

■ " I ..
УУзсл
бЮобрпUosM-0.

k /■

&

<'Ппг> ^
Тк=1051

6300 Ги 1 1...
] 1 1 ■Ь 

10000 Гц
Л  I I I 1 1
4 6 8 10-* 2 4 Н е ­

зависимости импульсного по­
вторяющегося тока от длитель­

ности импульса
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Зависимости импульсного повторя- Зависимости импульсного повторй' 
юидегося тока от скорости на рас та- ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии ния тока в открытом состоянии

2
ТБ 1S3-630 

__ I___ L

f-630 Гц 
1000 Гц

— то Гц
~  2500 Гц 

-Ш Ю Т ц /  

~ 6300Гц

10000 ГцЛ

J~\J

hen,А

Зааисимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

3*НЙ

2*103

8 10*d b cM  А/с 8 108d h M A /c

Зависимости импульсното повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока а открытом состоянии

2 21



ben A

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока скорости нараста 

мия тока в открытом состоянии

10*

8

' ^ J j o o o  г
Ш
« Т к ,
1600 Гц ■ ^ Г

V f - Ш  Гц

ТБ153~800Л \
h~6SZ 
Q - i  

167l)xn

1 Л

Uxu- % ■
ис&ры-и о/иаврп

I I I
I \ J  \1 1 1 i \

Ь 6 8 0  dioc'bt А /г  ̂ 6 8 dhc/dt A/t

Зависимости импульсного повтори 
ющегося тока от скорости нэраста

ния тока в открытом состоянии

hen А

103 
8
6

4

1 -
"  f  630 г  
—

г
800

1
1600 Гц

-^ Т  \

2560 Гц

-  ТБ 153 630

Ujch'O 67Uxti
~ Уши-0бТИшп 

1 J . _1

Т/С-85Т 
О -4

6 8 W *d b c M  А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния гока в отрытом состоянии

4 6 8 ГО8d Ь с Ш  А Л

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста

ния тока в отрытом состоянии
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ben A hen A

2580 Гц 
Ux* 067Uxn 
Uo6P**0 ft 70обрл

Ttc=W5T
0=4

6 8 IQ8 d b e fit A/C

T \ J
х л

<5 8 JO8 d be f i t  А /с

З а в и с и м о с ти  им^льсного повторя­
ю щ е го с я  тока от скорости нараста­

ния тока а открытом состоянии

Зависимости импульсного повтор?
ющегося тока от скорости зараста­

ния тока в открытом состоянии

к  п А
ken А

6 8 1i]8o b e fit А /с

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

1000 f Ц

’Б P.3 - BL7 '■ % 5
r*=65T
Q=10

г X
Usc*-067Uxn
Uobpm'O 67Uc$pn 

1 1 1

Зависимости импульсного повторя
ющегося тока от скорости нараста

ния тока в открытом состоянии
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ben A ben A

8

6

8 1°*d k M A / c

Зависимости импулосного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока к отконтом состоянии

W T u " ц r k -

" ^

__

^[6153-880
V i

S \ f F
Озси 0 6?Uxn
Uospk-8 6?Uo5Pn 

1 ! 1
6 в 1Q8dbc/dtA/c

Зависимости импульсного повторя 
ющегося гока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии

Ьсп А
Ьсп А

6х103

W05

2*Ю}

6 81Q8d k W A /c 8 1{fidk /d tA /c

Зависимости импульсного повторя­
ющегося тока от скорости нараста­

ния тока в открытом состоянии
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JO3

в
WOO Гц г .

_  /  630 Гц
..

ТЫ5 b 6%

U--8S
Q-10

14

J-\J
Ux h - O 67Uxn 

-Uocfix 0 67(!оь 
... 1 1 —

pn
_

-

hen A

Зависимости импульсного повтори 
ющ^гося тока or скорости нараста­

ния ю ка  а открытом состоянии

Uхм 067Uxa 
(Jobpu  О 6 7 Ь обрп  

J__ I__I
в iPdhc/dtA/c

Зависимости импульсного повторя 
ющетося тока от скорости нараста 

ния тока в открытом состоянии

be# А be и А

ЧиС
Зависимости импульсного тока
и открытом состоянии от дли­

тельности импульса

8-1723

6 Ы с

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии o r дли­

тельности импульса
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/ос.и.А

6 U c

Зависимости импульсното тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

dioc/dt: 25 А/мкс: 
-  Uxn-0,67U}[,n

UabPn-Q.61Uo&?n
6 U c

Зависимостм импульсною тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Ьс.и, А Ьс,и,А

6Ы с

Зависимости импульсное тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

НчС

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса
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Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

t  вык/ l / t  аык/tfv < %

Зависимость времени выключений
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии
8*

2 4 6 8 т й 2 i  6 ^ с
Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от дли­

тельности импульса

1вшл/1выт'90в)
ТБ151-6М ТБ151 800

\ ч
\

\
N

V

I 1 1
N

Г г ■ '
1 2 4 6 81Q1 2 4 6 810>Uo6P.B

Зависимость времени выключения
от обратного напряжения

Зависимость времени выключения
от тока в открытом состоянии
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[вЫКлЛвЫКЛПО АМяс) - % t80C.0SP.MKC

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

tsQC.DBP. м к с

Т5153-888

(d!oc/dt )сп> А/мкс
Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

QeOC.CSP .МкК/1

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

ОвособР ,мкКл

608

№

20В

ТЫ53- 80S
Sa1осм-20СА 0(

|
Ш1А

—

dUx/dt. В М к с

1000

20 ^  60 (dioc/dthn. А/мкс
Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока о открытом состоянии

80 Uзс/У  ко. 0/'°

Зависимости скорости нараста­
ний напряжения от напряжения

в закрытом состоянии

22В



/  т(п-к), Т/Вin

Зависимость скорости нарастания 
напряжения от обратного напря­
жения и от напряжения в закры-

ТОМ  С О С ТО ЯН И И

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

ТБ253-800, ТБ253-Ю00
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а так же в различных силовых установках 
постоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 600 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4х. И ~  3,14 /(X СР МАКС»

= 10 мс, не более:
ТБ253—800..................................................... 2,25 В
ТБ253-1000 ................................................ 1,9 В
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Пороговое напряжение, не более:
ТБ253—800....................................................  1,5 В
ТБ253—1000 ..................................................  1,25 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Uк = 12 В, не более:

7 ^ - 6 0 'С Д  от = 0,7 А ................................ 6 В
7;, = +25 °С, ^ от = 0,25 А .............................. 2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при игс и = 0,67 Û c л, /?у = Ю кОм,
Гп = +125 С, не менее......... ...............................  0̂ 25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при С/лс и = Uv  п» /?У = °°>
7̂, — +125 СС, не более.........................................  70 мА
Ток удержания при £А,С = 12 В, /?у = со,
не более...............................................................  0,3 А
— г,



повторяю щ ийся и м п у т о л ш  обратны й  ток

не более....................... .........................’.......
ппгтоянныи ток упоавленияОтпиро^^'"

при У,Г = 12 в ' ,|е 6ог,ее:
гг,= - б о ;с .............................................
Г„ = +25-С.............................................

Неотпирающий постоянный ток управления 
при t/v И ~  0,6 7 п, /?У = 10 кОм,

=* -М25 С, не менее..................................
Время включения при t/3C = 300 В, 
lo c ^ b c t*  МАКО 25 А/МКС,
д, ЛР и = 2 A, <^/<# = 1 А/мкс,

= |0 мс, не более.......................................
Время задержки при Ц с,и = 300 В, 
ioc и ~  tc.cp.MAKr» 25 А/м кс,
/, пр, и = 2 A, d>'y/dt=  1 А/мкс,
?у -  10 мс, не более........................................
Время выключения при и = 0,67 Ц г и, 
dU-ic/dt — (dUyc/d t)KP, UfyQp ц — 100 В,
he И =  for гр МАКС» И ) с / CfrJcn =  1 °  А / М К С ,
Тп = +125 X ........ .........................................
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более........................................................

Предельные эксплуатационные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................
НеповторяЮщееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии ............................................................
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.........................................................
Неповгоряющееся импульсное обратное
напряжение........................................................
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение..................................................
Максимально допустимое обратное постоян- 
ное напряжение управления..............................

0,7 А 
0,25 А

5 мА 

4 мкс

3 мкс

32-..63 мкс 

0,025 сС /Вт 

д анны е

600..Л 400 В

U ^ C  П

0.7 U^ п 

0,5*4- п

600... 1400 В 

1>1ЦжР п

0,5 1 

5 8

70 мА
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Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при С/эС и = 0 ,6 7 ^  п«
/?у = °°, Гп = +125 X  ............. ’................... !......... 200...

1000 В/мкс
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при 50 Гц, (} — 180°,
7к = +85 X :

ТБ253-800 ....................................................  800 А
ТБ253—1000 ..................................................  1000 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f  — 50 Гц, 
р = 180°, Гк = +85 'С:

ТБ253—800....................................................  1255 А
ТБ253—1000 ..................................................  1570 А

Ударный неповторяющийся ток в от­
крытом состоянии при U0bр “  0, = 10 мс,
Гп = +125 X :

ТБ253-800 ....................................................  20000 А
ТБ253—1000 ..................................................  21000 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии При иъс и ~  U3Ci п,
?ОС И ^̂ОС. СР, МЛКО dty/dt— 1 А/мкс,
f=  1...5 Гц, ty~ 10 мкс, Гп — +125 X .................. 800 А/мкс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления....................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления............................................ .. 23 А
Температура перехода ........................................ +125 X
Температура корпуса...........................................  —60...+85 X

2ТБ153-1000
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а так же в различных силовых установках 
постоянного и переменного токов, где требуются небольшие 
времена включения и выключения, высокие скорости нараста­
ния тока и напряжения. Тиристоры обладают большой нагру­
зочной способностью по току на высоких частотах. Выпуска­
ются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструк­
ции. Анодом и катодом являются плоские основания. Обозна­
чение типономинала и полярности силовых выводов приводится 
на корпусе.

Масса не более 660 г.
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2 TB153-W00

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4С и = 3,14^0, МАКС>
?и = Ю мс, не более............................................  2,6 В
Пороговое напряжение, ие более.......................  1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при — 12 В, не более:

7п = “ 60 X ,  ^от85 0,8 А ................................ 6 В
7‘п* + 2 5 Х Л ,1отв 0»ЗА ................................ З В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при их>и = 0,67 £/зс п, /?у = 10 кОм,
7*п ~  + 125 °С, не менее.........................................  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иъс и = Ujr п, /?у — «5,

*= +125 °С, не более.........................................  70 мА
2 s i



Ток удержания при £/зс = 12 В, Ry = <*>,
не более............................................................... 0,7 А
Повторяющийся импульсный обратный ток
г,г>., и  — It п  —"Hr' '-'OF.P И '~/ОБР П> ,ХУ »
7"п =+125 X , не более......................................... 70 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при — 12 В, не более:

77, = -60 “С ...................................................  0,8 А
Тп = +25 X ...................................................  0,3 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при UiC и = 0,67 П, /?у — 10 кОм,
Гп = +125 X , не менее......................................... 5 мА
Время включения при £/зс = 300 В, 
t r  и ~  ср макг, °Чх:/  dt— 25 А/мкс,
Д, Пр и = 2 A, G^/ctf = 1 А/мкс,
fv = 10 мс, не более.............................................. 4 мкс
Время задержки при £/чс и = 300 В, 

и о̂с ср, макг» diuc/dt- 25 А/мкс,
/у Пр и = 2 A, dly/dt=  1 А/мкс,
/у = 10 мс, не более................................... -........ 3 мкс
Бремя выключения при (Узс и = 0,67 UK и# 
dU  ̂/ dt — {dU^r / dt)кр, Uqw и = 100 В,
Ь  и — гр мдкст {dfac/ 0̂ )сп ”  Ю А/МКС,
Гп = +125 X , не более:

группа 1.......................................................... 40 мкс
группа 2 .......................................................... 50 мкс
группа 3 .......................................................... 63 мкс

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более..................,............................................ 0,026 Х / В т

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
• Повторяющееся импульсное напряжение

в закрытом состоянии......................................... ...500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... ...560... 1230 В
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................375...825 В
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии.................................350...770 В
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................500... 1100 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................560... 1230 В
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Максимально допустимое постоянное
обратное напряжение......................................
М аксим ально допустимое обратное постоян-

..зппо« рнир угюавления...............................  5 Вn u t г— у .
Критическая скорость нарастания напряжения 
В закрытом состоянии при £/зг и = 0,67 U3C п,
0 * 00, 7-п = +125 X  ............................................  200...

1000 В/мкс
М аксим ально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f  =» 50 Гц,
|3 = 180°, Гк = +70 X ..........................................  1000 А
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц,
Р = 180°, Гк =+70 X .................................. -.....  1570 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Utq и = Ож п,
4эс, и = 2(jC гр ww* dty/dt 1 А/мкс,

1...5 Гц, = 10 мкс, Гп = +125 X .................. 800 А/мкс
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоър = 0, = 10 мс:

Гл = +25 X ...................................................  14,3 кА
Гп = +125 X ..................................................  13 кА

Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления....................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления....................................................  23 А
Температура перехода........................................ + Т25 X
Температура корпуса...........................................  —60...+85 X

Допускается последовательное и параллельное включение 
тиристоров. Тиристоры, предназначенные для параллельной 
работы, должны отбираться по значениям импульсного напря­
жения в открытом состоянии с разбросом в партии не более 
0,5 В.

При последовательном соединении тиристоров необходи­
мо учитывать зависимость времени задержки (времени вклю­
чения) от амплитуды импульса управления, приведенных в ин­
формационных материалах.

Во время эксплуатации допускается увеличение значений 
о̂с. и выше нормы на 20%.
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toe, к A

Зависимости импульсного тока 8 от- Зависимости среднего тока от темпе- 
крытом состоянии от импульсного ратуры корпуса при различных углах 

напряжения проводимости

Зависимости среднего тока от темпе- Зависимости среднего тока от темпе­
ратуры окружающей среды при раз- ратуры окружающей среды при раз­

личных углах проводимости личных углах проводимости
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Зависимости импупьсною тока в от­
крытом состоянии от длительности 

импульса

/ог.д/4

Зависимости импульсного тока а от*
крытом состоянии от длительности

импульса

/вс. л А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 

импульса

(ж. а. А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 
импульса при температуре окружа­

ющей среды +40 X
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w. a

U-lA2fo)
6300 Гц х  

7S0fn^\
0.5!к.п

6 8 i(t7

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока

(ос,&А i 7fl г..

< 6 8 
d/ог/d LA/мкс

1 6  8
dkc/dt.A/мкс

Зависимости импульсного така в от­
крытом состоянии от скорости нара­

станий тока

loc.n.t

dhc/jt.A/MKC
Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока

/ос, п. А

то

3000

4 6 В
dloc/dt.A/мкс

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока
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(ос, п. А х zn г,,

1ос.п,А

4 6 8 
dfacM, А/мкс

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока

2 4 6 в 
db(/dt А/мкс

Зависимости импульсного тока а от­
крытом состоянии Q1 скорости нара­

стания тока

(ос.гьА toe. п. А

2 4 6 В
dfocM. А/мкс

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара-

630 Гц-

6 О W7 6 в 
d kc/dt А/мкс

стания тока

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания тока
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ы W O fJ 
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^=-.1600 Ги-

А '00 Ги- N
-Ч

ш 70 ги

- 0 5 'х,П-)£

к Г
1/fa m

2 t, 6 8
dhc/dt А/мкс

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от скорости нара­

стания т к а

/ос. чйР.кА

Зависимости ударного тока в от­
крытом состоянии от длительно­

сти импульса

/ос, ИРГ, А

Зависимости тока перегрузки в открытом 
состоянии от длительности импульса:

К  — отношение среднего юка к макси­
мально допустимому среднему току
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Зона возможных положений зависимости от­
пирающего постоянного напряжения управле­

ния от тока управления:
Д1 — область негарантированного отпирания; 
Д2 — область гарантированного отпирания

Зоны возможных попожений зависимости им­
пульсного напряжении управления от импульс­

ного тока управления?
О - 1(1); О = 2(2); О -  5(3). О = 40(4)

Зависимости отпирающего импульс­
ного тока управления от длительно­

сти импульса

1зд Л ш . %

Зависимости времени задержки (1) 
и времени включения (2) от импульс­

ного тока управления



1выкл %

Зависимость времени выключения Зависимость времени выключе-
от обратного напряжения ния от импульсного тока в от­

крытом состоянии

[выкА, °/о

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастанмя тока

t  ЗЫК/1, °/о

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряжения

О 80С, ОВР ПК К Л

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости спада тока:

1 ■tac. и = 1 Iqc ср»
2 4)с, и =  ijtc ср>
^ 4эс. и “  0>51/ос ср

teoc 05Р МКС

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости спада тока:

1 ■(х и = ^  СР;
2 !qc и =  4 с . ср»

3 /ос и =  0 ,^ 1 /ос. СР



Зависимости средней рассеиваемой 
мощности в открытом состоянии от 
среднего тока при различных углах 

проводимости

foe и,А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 
импульса при различной суммарной 

энергии потерь 
1 -  1,0 Дж, 2 -  0,6 Дж,
3 -  0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Дж; 6 -  0,06 Дж;
7 — 0,04 Дж

Рое, ср . В т

Зависимости средней рассеиваемой 
мощности в открытом состоянии от 
Среднего тока при различных углах 

проводимости

!зс и,А

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии or длительности 
импульса при различной суммарной 

энергии потерь:
1 — 1,0 Дж; 2 — 0,6 Дж;
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Дж; 6 — 0,06 Дж
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ioc.u.A

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии от длительности 
импульса прн различной суммарной 

энергии потерь:
1 -  1,0 Дж; 2 -  0,6 Дж;
3 — 0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,1 Дж, б — 0,06 Дж

idigtМ L-]i: А А
-11 m -----Л V Г-~

' А Г
J

, I/fe ш
1..

2 4 6 в Ю* 2 Ч*.С

Зависимости импульсного тока н от­
крытом состоянии от длительности 
импульса при различной суммарной 

энергии потерь
1 — 1,0 Дж; 2 — 0,6 Дж;
3 -  0,4 Дж; 4 — 0,2 Дж;
5 — 0,2 Дж; 6 — 0,1 Дж

(dUx/dt}. В/мкс (d U K/ d t)/ (d U x /d t)*P

% S
<

~ Т

/Г* *

А /

то  
S0Q
т2UU
100

40
0 10 20 S0 40 50 60 Ux /U x .n .%

Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от импульсного прямого напряжения: 

группы 4, 5, 6, 7 по [dU/dt)№
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Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и напря­

жения в закрытом состоянии



ZbM.'C/Bm

UJ

Zu<Hd,'С/Вт

0.06

л

к

/

7\

W * W '1 109 101 102 WJ  t.C

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

и переход—среда от времени1
1 — скорость охлаждающего воздуха 0 м/с;
2 — скорость охлаждающего воздуха 6 м/с; 
Ъ — переход—корпус

3.2. Тиристоры симметричные

ТС2—10, ТС2-16, ТС2-25
Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф­

фузионные p-n-fyn-p. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами- Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 12 г.

Эл ектр и чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и 1,41 4эс, Д, МАКС» Ю МС, 
не более..... .........................................................  2 В
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ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25

Пороговое напряжение, не более:
ТС2-10........................................................... 1,54 В
ТС2—16................. .................................~...... 1,28 В
ТС2-25........................................................... 1,12 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C = 12 В, не более:

7"П = -50 °С, К, от = 0,45 А .............................  6 В
■ГП = +25°С, (  от = 0,15 А .............................  3,5 В
Гп = + 110 °СЛ>ОТ = 010 7 5 А ................ ......... 2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при 1Аг и = И*г п, R/— Ю Ом,
Гп = +110 "С, не менее ..................................*...... 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ п р и  иж и =  t / 3r п, /?У =  оо,
7^=+110 X , не более......................................... 5 мА
Ток удержания при /?у = <», не более.................. 45 мА
Ток включения при = 12 В, £/у и = 36 В,
/?у = 36 Ом, нр — 1 мкс, t, = 50 мкс,
не более...............................................................  60 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при U3C~  12 В, не более:

Гп = - 5 0 °С ..................................... ..............  0,45 А
Гп =+25 "С ................................ ...................  0,15 А
ГП = + 1 К Г С ..................................................  0,075 А
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Неотпирающ ий постоянный ток управления

....................  2 мАПри Ux  и ”  ^зс. п. Я  ^  ^М , 
т  = + 110вС, не менее............

п , , __ 4ЛЛ р.Время включении при “  *vv
<*- „ = fee.* мкс; 4.и = 1 A. d t,/d t-  1 А/мкс,
fy = 50 мкс, не более............................................  1 г мкс
Время задержки при (Ас „ =» 100 В,
/ос И “  /ос. д. макс» И = 1 A, d ly/dt- А/мкс,
fv = 50 мкс, не более............................................  6 мкс
Время выключения (в тиристорном ражиме 
работы) при {/к-,и “  Ц с п, /ос и = с̂.д.макс> 
dU-jc/dt~ {dU3C/d t)kp, Unbp. и ~  100 В,
{d/oc/<tt)co = 5 А/мкс, Гп = +110 'С,
не более..... .........................................................  250 мкс
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии, не более:

ТС2-Ю ...........................................................  32 мОм
ТС2-16...........................................................  22,5 мОм
ТС2-25...........................................................  14,5 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

ТС2-10....................................................-.....  2,4 еС/Вт
ТС2— 1 б ...........................................................  1,7 °С /Вт
ТС2-25...........................................................  1,2 °С /Вт

Тепловое сопротивление переход—среда, 
не более:

ТС2—10..........................................................  6 ,4 °С /Вт
ТС2—16...........................................................  5,52 сС/Вт
ТС2-25...........................................................  5 °С/Вт

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100... 1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,11 £/1Г п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............................................................  0,8 W)C п
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии....  0 ,6^с и
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии (в тиристорном режиме 
Работы) при „ = 0,67*4- п, *v =
Ы = +110 вс ..................... .................................  50...500 В/мкс
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w/ /w*— 1 л /..„у- * —  c;n T  —  -1-11П °Г  e: on p■ ......... ------........ .................. p ,y ..........  U / Mir\u

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при 6̂ си = 0,67 Ц сп,
£>с, и ~  he, д макс» ~  Ю мс, 1 А,

f /W*— 1 Л 7"у/ I * <у  ̂v f И
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления...............................  0,2 В
Максимально допустимый действующий ток 
в закрытом состоянии при f — 50 Гц, 
р=  180°, Гк = +70 °С:

ТС2-10..........................................................  10 А
ТС2-16..........................................................  16 А
ТС2-25..........................................................  25 А

Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при UQbр = 0, tH = 10 мс,
Гп = +110 ЬС:

ТС2-10........................................................... 110 А
ТС2-16................................. ......................... 130 А
ТС2—25........................................................... 150 А

Защитный показатель при иОЬР = 0,
4, = 10 мс, Гп =■ +110 'С:

ТС2—10........................................................... 60 А Ч
ТС2—16........................................................... 84 А2с
ТС2-25..........................................................  112 А2-с

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при и̂ с и = 0,67иж п, 
he, и ~  2/ос, д макс» f~  1—5 Гц, “  36 В,
/?у = 36 Ом, ty нр = 1 мкс, Гп — +110 °С ................ 40; 70 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления ........................................................... 0,45 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления........................................................... 2,5 А
Температура перехода........................................  +110 °С
Температура корпуса...........................................  —50...+70 °С

Закручивающий момент не более 1 Н*м. Время пайки вы­
водов паяльником мощностью 60 Вт при температуре припоя 
+220 °С не более 2...3 с.
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СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Т а б л и ц а

Клаг.с по 
напряже­

нию

Значение
л и 
г' ®

В/мкс
К с/<*>кр-

А/мкс
ком,

В/мкс
Группы классификационных параметров

2 3 А 5 2 3 1 2 3 4
Значения классификационных параметров

50 100 200 500 40 70 5 10 20 30

1 100 + - - - + - + +■ - -

1,5 150 + - - - +■ _ + + - -
2 200 + + - + 4- + + -

2,5 250 + + + +■ + 4- + + + -
3 300 + + +■ + + + + + + +
4 400 + + + +■ + +■ + + + +
5 500 + + +■ + + 4-

6 600 + + + +■ +■ + + +■
7 700 + + +■ +■ + + +
8 800 + + + - +■ + + -
9 900 + + + + - + + + -
10 1000 + + + - +■ - + + + -
11 1100 +■ + + “ +■ “ +■ + - “

/ос.и.А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

hen. А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения
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Зависимости импульсного тока 
в открытом СОСТОЯНИИ ОТ ИМ ' 

пульсного напряжения

Зоны возможных положений зави­
симости постоянного напряжения 
управления от тока управления

Uу ПР.И.В

Зоны возможных положений за­
висимости постоянного напряже­
ния управления от постоянного то­

ка управления
250

1у.ог.и/1ужи(50мкс)

Зависимости импульсного отпира­
ющего тока управления от длитель­

ности импульса



Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импу/гьса

lot чай. А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

240 

200 

Ш  

120 

80
1 2 4 6 8 W [И'Нс

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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he ч ц р  A
Ь судр A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го юка от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Ьсудр А

Зависимости импульсного ударно
го тока от длительности импульса

h r  Ч&Р А

Зависимости импульсного ударно 
го тока от длительности импульса

Ibk/i мА

Зависимости импульсного тока
включения от импульсного пря

мого тока управления
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Зависимость пока удержания 
от температуры перехода

t вк/}/1вК/НlAAixci t  зц/t 3£ttA/n«c)

IS

*2 

V  

10

09

ТС2 10 JC2 16 ТС2-25

,\
кл

X
fcJ==:

0 Oi OS Udt^/dtA/M KC
Заэисимости времени задержки 
и времени включения от скоро­
сти нарастания тока управления

Зависимости времени нараста­
ния и времени включения от тем­

пературы перехода

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного прямого тока управления

thP^t HP(25A1 tsK/lA  HK/l(25Af

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­
ного тока а открытом состоянии

t щ Л м ш  п [нрАтят)

16

и

12

10

ТС2-Ю ТС2-16
_ ГГ7-Х /

/
—

Г
tm

'0.8
-50 -2S О 25 50 75 Гп Г
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Ш зс /ё О ко м
( dУзе 4 Л )ш о  jot)

(dU scW m
(dU3c/dt)K0MfV
\ ГС2-Ю. ТС2-16 ТС2-25

• 8Л 0.6 0.8 UjcAhcn

Зависимость скорости нарастания Зависимость скорости нараста-
налряжечия в закрытом состоянии ния напряжения в закрытом аз­

от температуры перехода стоянии от постоянного напря­
жения в закрытом состоянии

(dUxMt)wn
(dUsC /d t)  К0Ы0.0Д7А/мкс)

Z  m-Kj, T/Bm

1.0

0.8

0.6

0Л

0.2

00.007 0.012 0.017 0.822 0.027
(d hĉ d t )сл> А /мк с

Зависимость скорости нараста­
ния напряжения в закрытом со­
стоянии от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

от времени
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Зависичй''ти переходного теплово- Зависимости переходного теплово- 
ю  сопротивления переход—корпус го сопротивления переход—корпус 

от времени от времени

ТС112-10, ТС112-16
Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф­

фузионные р-п-р-п-р. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 6 г.

ТС112-10, ТС112-16
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос<ц = 1,414с д МАКС. *И = 10 мс>
нр бол^е ...................................  1,85 В
Отпирающее постоянное напряжение 
управления при U3C ~ 12 В, не более:

Гл = -60 X , ^ от = 0,34 А .............................  5,6 В
Гп = - 5 0 Х Д  от = 0.3 А ...............................  5 В
Г п - + 2 5 Х Л 1от“ 0,1 А ...............................  З В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при U-,c и = tAc п» Лу “  W  Ом,
Гп = +125 X , не менее..... ' .................................. 0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ п р и  U jc  и =  У з е , П. Лу =
Гп = +125 X , не более......................................... 3 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при иж ~  12 В, не более:

ГП = —50 X ...................................................  0,34 А
Гп — —50 X ...................................................  0,3 А
ГП = + 2 5 Х .................................................... 0,1 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3C и = Û c. п» /?/ — 10 Ом, Тп — +125 X ,
не менее............................................................... 2 мА ;
Время включения при £/1Г и ~ 100 В,
4с. и 4г, д. макс» К и 0,3 A, dfy/dt 1 А/мкс,
ty — 50 мкс, не более............................................  12 мкс
Время задержки при Ц2С и = 100 В,
4с и -  4с.дмакг» Ь, и — A, diy/dt=  1 А/мкс,
ty = 50 мкс, не более............................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

ТС 112-10....................................................... 2,5 Х / В т
ТС 112-16....................................................... 1,55 Х / В т

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... 100... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... М 'Щ с.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. 0*8£/зс.п
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии....  0,66̂ с и

Э л е ктр и че ски е  параметры
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Критическая скорость нарастания напряжения
в закрытом состоянии при U3Li и -  0 ,67^г,п,
Rv = °°. ?и = +125 С. _̂__

i .-♦*.................... .........<J/ mim-
s r J : : : : ................................ « o b / m *

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при Uv  и -  0 , 6 7 rv 
7 _  / /, и =* 0,3 A, d(y/dt=  1 А/мкс,/ос. М WC Д. МАКС. ** И » '
* = 50 мкс, /?у — 50 Ом, Ги + 125 С.

группа 1.......................................................... 2,5 В/мкс
группа 2.......................................................... 4 В/мкс
группа 3..........................................................  6,3 В/мкс
группа 4 ........... *.............................................  Ю В/мкс

Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления ............................... 0,2 В
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при /= 50 Гц,

180’, ГК = +85°С:
ТС 112—10....................................................... 10 А
ТС 112—16....................................................... 16 А

Ударный неловторяющийся ток в открытом 
состоянии при (/ОБР — 0, tM = 10 мс,
Г„ = +125 X :

ТС112-10....................................................... 90 А
ТС112-16....................................................... 120 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и = 0,67 U3C п< 

и — 2^с.д макс» Гц, ty ц — 0,3 А,
Ry = 30 Ом, ty нр = 1 мкс, ty = 50 мкс,
ГП = + 1 2 5 Х .........................................................  50 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления...........................................................  0,45 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления...........................................................  4 А
Температура перехода........................................  +125 “С
Температура корпуса:

для исполнения У Х Л ..................................... —60../+85 X
для исполнения У ..........................................  —50...+85 X

Чистота обработки поверхности охладителя не хуже 1,25. 
Время пайки выводов паяльником мощностью 50...60 Вт при 
температуре припоя +220 X  не более 5 с. Закручивающий 
Момент не более 0,8...0,08 Н-м.
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Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф-
r K v r - j i j ^ u u L i o  п _  п _  гл_ г-i гл П  п о  п u ■ а ^ и ю u k t  п п п  п п м ^ Ю и Р и и о  П Г м л т л *v ^ ; 4y r , w , i t , w , w  ps tt ps t t ps*  * w * .  ♦ • » ' * ♦ — « '  — « «» ►< - ~  w r , w  ^  -

мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами. Анодом явля­
ется основание. Обозначение типономинала приводится на 
корпусе.

Масса не более 12 г.

2ТС112—10, 2ТС122—25

2 ТС 112-10. 2 ТС 122-25

Электр и чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /0( и = 1,41/qc д максi to =  10 ме­
не более.............................................. ................  1,85 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иъс = 12 В, не более:

7п = -60°С , //от=0,3 А (для 2ТС112-10)... 6 В 
Тп = -60 “С, 1у от = 0,45 А (для 2ТС112-25) .. 7 В 
7;, = + 25 'С Л  от = А (для 2ТС112-10)... 3 В 
Тп = +25аС, ^ от = 0,15 А (для 2ТС112-25)... 3,5 В 

Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при и = С/ж п, /?у = 2 кОм,
7"п = +125 X , не менее......................................... 0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ П ри и =  и ^ с  п, /?у =
7"п = +125 X , не более:

для 2ТС112—10.............................................  3 мА
для 2ТС112—2 5 .............................................  3,5 мА
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Отпирающ ий постоянный ток управления
// — 12 В, не более:

при зс̂  _gQ oq д̂ЛЯ 2ТС112 10}.......................  0,3 А
- п/- / _ птгн Г) ль л7" = —t>U V,. \дл>1 *■1 ^ 1 li~ .......................

Т = +  25°С (для2ТС112-Ю ).......................  0,1 А
7-" = + 2 5  X  (для 2ТС112-25).......................  0,15 А

Неотпирающий постоянный ток управления
при(/зси= ^с,п^У= Ю О м ,Гл - + 1 2 5 Х <

не менее.....................- ......-76о В ..................  МВремя включения при и 1UU В,
<* и =  ^ -  ° ' 3 А ' d l,/ d t =  1 А /М КС -
ty = 50 мкс, не более............................................  12 мкс
Время задержки при и = 100 В,

н = <к.дМАЮ V» = О.3 А- <«//<* = 1 А/мкс,
fy s= 50 мкс, не более............................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

2ТС112-10....................................................  2,5 С/Вт
2ТС112-16................................................. . 1 Х / В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,11 £/-«- q
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. 0,8£/jC п
Постоянное напряжение в закрытом со­
стоянии................................................................  О.бУтги
Критическая скорость нарастания напряжения 
»  закрытом состоянии при U)С и =  0,67£Л<г п>

7*ц = +125 X :
группа 1 ....л...................................................  50 В/мкс
группа 2 .......................................................... 100 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при 1/зси = 0,67 UK п,

= 4г,д м акс» 1,.* = 0,3 A, dfy/dt— 1 А/мкс, 
ty -  50 МКС, /?у = 50 Ом, Ги = +125 X :

группа 1.......................................................... 6,3 В/мкс
группа 2.......................................................... 10 В/мкс
•"Руппа 3 .......................................................... 16 В/мкс
гРУПпа 4 .......................................................... 25 В/мкс
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Обратное постоянное напряжение управ­
ления .................................................................... 0,2 В
Действующий ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, (3 = 180", Гк = +85 "С:

2ТС112-10....................................................  10 А
2ТС112-16....................................................  25 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0БР = 0, = 10 мс,
Тп = +125 “С:

2ТС112-10....................................................  45 А
2ТС112-16....................................................  90 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и — 0,6 7 Ц с п.
4с И — 24с. Д, МАКС'  ̂ 1 — 5 Гц, — 0,3 А,
/?у = 30 Ом, ty нр = 1 мкс, — 50 мкс,
Тп — + 125 Т ......................................................... 50 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления ........................................................... 0,45 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления ................................................ .......... 4 А
Температура перехода ........................................  +125 “С
Температура корпуса........................................... — 60...+85 еС

Для предохранения симистора от повреждений пайку изо­
лированных выводов производить в течение времени не более 
5 с с паяльником мощностью (50...60) Вт припоем, температура 
плавления которого не превышает (220±5) "С без применения 
кислотных флюсов. Место пайки монтажных проводов-поверх- 
ность лепестков или обжатая часть поверхности выводов.

Для обеспечения теплового и электрического контакта 
шероховатость контактной поверхности охладителя должна 
быть не более 3,2 мкм. Сопрягаемые поверхности при сборке 
симистора с охладителем рекомендуется покрывать полиме- 
тилсилоксановой жидкостью или пастой КПТ—8. В зазоры 
между охладителем и лепестком, лепестком и основанием си­
мистора щуп 0,03 мм не должен проходить. При эксплуатации 
симисторов необходимо периодически очищать поверхность 
стеклоизолятора от пыли и других загрязнений.
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ТС122—20, ТС122—25

Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф­
фузионные р-п-р-п P ■ Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 12 г.

ГС122-20. 1C 122-25
Управляющий

к

Анод

12

электрод 015

\ Катод 
Точка измерения* h

30

/
1

, Н .

Э л ектр и чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 1,41/0CiAMAko fv\ = Ю мс, _
не более...............................................................  1’85 В
Отпирающее постоянное напряжение 
управления при,£/зс = 12 В, не более:

Тп =  -60 X , от =  0,5 А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ’ 7 В
— ~50 X , ^ от = 0,45 А .............................  6 В

ГП = + 2 5 Х Д  ОТ = 0,15 А .............................  3' 5 в
Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при 1/зси = t/3C, п. = 2 кОм,
7п =+125 X , не менее.........................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при С(,с и = изс п,Rv = °°> д 
Тп = +125 X , не более.........................................  ,̂5 мА
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Отпирающий постоянный ток управления 
при U-y-= 12 В, не более:

Гп = -60 X ...................................................  0,5 А
X — _СП 'Г' a /ir  д
Тп = +25 С ...................................................  0,15 А

2 мА

Неотпирающий постоянный ток управления 
лри  ̂ П'  ̂2 кОм, 7р +125 Сг
не менее..........................................................
Время включения при Uy и — 100 В,
he, и £>г,д,мдкг» К. и  — 0 ,3  A, d S ^ / 1 А/мкс,
/у — 50 мкс, не более.... ....................................... 12 мкс
Время задержки при U3C и = 100 В,
he \л he дмакг» Ь , и ~  0,3 A, dfy/dt— 1 А/мкс,
ty = 50 мкс, не более............................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

ТС 1 2 2 - 10......................................................  1 ,3  Х / В т
ТС 122-16......................................................  1 Х / В т

100...1200 В

0,8 <4

П редельны е эксплуатац ионны е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ......................................... 1,116^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии ........................................................
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии....  0,66/зс и
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и = 0,67 п,
/?у = 7~и = +125 ‘С.-

группа 2.......................................................... 50 В/мкс
группа 3.......................................................... 100 В/мкс
группа 4 .......................................................... 200 В/мкс
группа 5.......................................................... 320 В/мкс
группа 6 .......................................................... 500 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при Û c и = 0,67 £/JC П, 
he и — he д накс* К и — 0(3 A, dfy/dt — 1 А/мкс,
/у = 50 мкс, /?у = 50 Ом, Гп = +125 X :

группа 1.......................................................... 2,5 В/мкс
группа 2....................... .................................. 4 В/мкс
группа 3.......................................................... 6,3 В/мкс
группа 4 .........................................................  10 В/мкс
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группа ...................
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................-.............
М аксим ально допустимым действую щ им  ток 
В откры том  состоянии  при f -  50 Гц,
В = 180% ГК - + 8 5 Х :

ТС 122-20......................................................
ТС 122-25......................................................

Ударный не повторяющийся ток в открытом со­
стоянии при U0бр — 0, — Ю мс. 7*п — +125 С.

ТС122-Ю ......................................................
ТС 122-16......................................................

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при “  0,67 Ux п>
4с И = 24с Д MAW ’ Гц, /уИ “  0,3 А ,
/?у = 50 Ом. t, HP = 1 мкс, % -  50 мкс,
7"п — +125 X ..................................... ..................
Минимально допустимый импульсный ток
управления .......................... ................................
Максимально допустимый импульсный ток
управления ..........................................................
Температура перехода........................................
Температура корпуса:

для исполнения У Х Л ....................................
для исполнения У .........................................

16 В/мкс 
25 В/мкс

П О R

20 А 
25 А

150 А 
180 А

50 А/мкс 

0,5 А 

5 А
+ 125 С

-60...+85 X  
-50...+85 X

Чистота обработки поверхности охладителя не хуже 2,5. 
Время пайки выводов паяльником мощностью 50...60 Вт при 
температуре припоя до +220 X. не должно превышать 5 с. 
Закручивающий момент не более 1±0,05 Н-м.

ТС2-40, ТС2-50, ТС2-63, ТС2-80
Тиристоры * симметричные (симисторы) кремниевые диф­

фузионные р-п-р-п-р. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного tokos' частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 45 г.
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ТС2-Ш ТС2-50, TC2-6J, ТС2-80
Управляющий 

электрод \

Э л ектр и чески е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 1,41 /ос Л МАКО Ги = 10 мс,
не более............................................................... 2 В
Пороговое напряжение, не более:

ТС2-40..........................................................  1,05 В
ТС2-50..........................................................  1 В
ТС2-63..........................................................  0,94 В
ТС2-80........................................................... 0,88 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при £/зс = 12 В, не более:

Гп = — 50 X , /у от = 0,6 А ...............................  Ю В
Гп = +25 С, /у от = 0,25 А .............................  7 В
ГП = +110Х, 4 ОТ = 0,1 А .............................  5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при и = £АГ п. = Ю Ом.
Гп =+110 X , не менее........................... .............  0,2 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При и Ж к  и — и ж  П, /?у =  < *> ,

Гп = +110 X , не более......................................... 10 мА
Ток удержания при R — не более.................. 0,4 А
Ток включения при = 12 В* Us и = 36 В,
/?у = 36 Ом, fy нр = 1 мкс, fy = 50 мкс,
не более............................................................... 0,25 А
Отпирающий постоянный ток управления 
при £/>г = 12 В, не более:

ГП= - 5 0 Х ...................................................  0,6 А
7 п = + 2 5 Х ...................................................  0,25 А
7п = + 1 1 0 Х ..................................................  0,1 А
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Неотпирающий постоянный ток управления

при t/зс И = R-> 10 м' 2 МД г - +110  С, не менее.........................................  ^
Кпемя включения при С̂ с и = Юи В,
tT = / o c A«Kc,/v» = 0 ,3 A ,./yM = 1 A / MKc,
г = 50 мкс, не более............................................  20 мкс
Время задержки при U3r и = 100 В,
/ог и = 4с Д«АКС, К и = 0,3 A, dly/dt=  1 А/мкс,
/у = 50 мкс, не более............................................  10 мкс
Время выключения (в тиристорном режиме 
работы) при £/зс, и 0,67 Цс п, 
dU jc/dt^ {dU-зг/^t)ta4 4̂бр и “  ЮО В,
4с и= 4с дмако (d k / rfJc n - 5  А/мкс,
j  = +110 “С, не более......................................... ..250 мкс
Динамическое сопротивление в открытом
состоянии, не более:

ТС2-40........................................................... ..10,5 мОм
ТС2-50........................................................... ..7 мОм
ТС2-63........................................................... ..6,25 мОм
ТС2—80........................................................... ..3,5 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

ТС2-40........................................................... ..0,73 пС/Вт
ТС2-50........................................................... ..0,65 Х / В т
ТС2-63........................................................... ..0,575 Х / В т
ТС2-80........................................................... ..0,47 Х / В т

Тепловое сопротивление переход—среда, 
не более:

ГС2-40........................................................... ..3,67 Х / В т
ТС2-50........................................................... ..3,55 Х / В т
ТС2-63........................................................... ..3,44 Х / В т
ТС2-80........................................................... ..3,39 Х / В т

П редельны е эксп луатац и он н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100...1100 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,11U3C п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............................................................  0,8 £/зс п
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии....  0,6£/зс и
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Критическая скорость нарастания напряже­
ния в закрытом состоянии (в тиристорном 
режиме работы) при i/,c. и ~  0,67 U3C U,
Ry = oo, 7J,= 110..................................................  50...

500 В/мкс
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при U3C „ = 0,67t/,c_ п, 
hс и = (зс,д макс. Ъ = 0̂ мс> К,и = 1 А,
dfy/dt— 1 А/мкс, % — 50 мкс, Ги =* + 110 X .....  5...30 В/мкс
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления................................ 0,2 В
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f  — 50 Гц,
Р = 180“, Гк = +70 X :

ТС 2-40........................................................... 40 А
ТС2-50........................................................... 50 А
ТС2-63........................................................... 63 А
ТС2-80........................................................... 80 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0ЬР = 0, ?и = 10 мс,
7п “ +110Х:

ТС2-40...........................................................  300 А
ТС2—50, ТС2—63 ............................................  350 А
ТС2-80 ........................................................... 460 А

Защитный показатель пр* Ц0БР = 0, 
tft = 10 мс, Тг\— +110 X :

ТС2-40........................................................... 162 А2*с
ТС2-50........................................................... 200 Аг-с
ТС2-63........................................................... 265 М с
ТС2-80...........................................................  545 А г с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при с и — 0 ,b lU 3C п,
(к и = д мдксг 1—5 Гц, Uy и = 36 В,
Ry — 36 Ом, ty нр= 1 мкс, Гп “  +110 X ...... ......... 40; 70 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления...........................................................  0,6 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления...........................................................  5,5 А
Температура перехода........................................  +110 X
Температура корпуса...........................................  “ "50...+70 X

Закручивающий момент не более 5,& Н м.
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Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Класс по
и а л р я ж е

ИИЮ

Значение 
“ ч  г , ”

^ 0!Р Г ' ®

( d U v / d t ) № ,

В/мкс
И х / ^ К Г

А/мкс
( d U ^ / d t ) ^  м> 

В/мкс
Группы классификационных парлметрпн

2 1
4 ! 5

2 3 1 2 3 4
Значения клдегификационных nap^MfrpoB

50 100 200 500 40 70 5 Ю 20 10

1 1 0 0 + — — — + — + + — -

1 .5 1 5 0 + - - - + - + + - -

2 2 0 0 + + + - + + + + + -

2 ,5 2 5 0 + + + + + + + + + -

3 3 0 0 + + + + + + + + + +

4 4 0 0 + + + + + + + + + +

5 5 0 0 + + + + + + + + + +

6 6 0 0 + + + + Л~ ■Ь + + + +

7 7 0 0 + + + + л~ + + + +

8 8 0 0 + + + + + - + + + -

9 4 0 0 + + + + - + -Ь + -

10 1 0 0 0 + + + - + - + + + -
11 1 1 0 0 + + + - + - + + - -

he и А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зависимости импульсного гака
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения
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he и, А

Зависимости импульсного тика 
в открытом СОСТОЯНИИ о т  им­

пульсного напряжения

Ьс.и-А

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зоны возможных положений 
зависимости постоянного на­
пряжения от постоянного то­

ка управления

268

Зоны возможных положений зави­
симости импульсного прямого на­
пряжения управления от импульс­

ного прямого тока управления



Io cm p .A

пиракхцего тока управления 
or длительности импульса

го тока от длительности импульса

1ос.ущ>.А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

!ос.чдр. А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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Ioc.m p .A

l(K9SP.A

Завигимостн имгульсного ударно­
го ток* or длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

tocw.A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

iocMP'A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Iocmp-A
fxm.A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса



Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

V

W 50 100 t.MC
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

t jjj/ t  здпа) ' Im n / t в т и )

Зависимость постоянного тока 
удержания от температуры пе­

рехода

tm A ewiAAvt) ХзаЛшшш)

Ю

0,9
U ^  Ю 15 dt у /dt.А/МКС
Зависимости времени включения
и времени задержки от скорости

нарастания тока управления

8 0.2 (J.i 06 3.8/ум , А

Зависимости времени включения 
И Времени задержки от импульс­

ного тока управления

Зависимости времени включения
и времени задержки от импульс­
ного тока в открытом состоянии



53 23 О 25 50 75 ТпХ

Зависимости времени нара­
стания и времени включения 

от температуры перехода

Ш зсШ )кон
Шзс/йОкощп

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от постоянного напряжения в за­

крытом состоянии

(dUx/dUxoH
(dUx/dUxotum)

Зависимость скоросги нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 

от температуры перехода

(dUx/dUim
(dihc /d t) КОМ(й D2SA/MKI-)

(dhĉ dt kn> А/мкс
Зависимость скорости нараста­
ния напряжения в закрытом со­
стоянии от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии
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2т-к)Х/Вт
TC2-5Q

Zw-K!, Т/Вш

10- 10е 10‘ t.c

Зависимости переходного теплово­
го гопротивлеиия переход—корпус 

от времени

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

от времени

Zm-mX/Bm

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

or времени

Zm-юХ/Вт

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход—корпус 

от времени
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ТС 132-40, ТС 132-50
Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые Диф- 

Фу лиОммыё р~ п~ fj-11- fj. Предназначены д ля применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силовыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 27 г.

TCW-W. TC1S2-50
Управлясщии

Э л ектр и чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 1,414с д МАКС, ?и = 10 мс,
не более............................................................... 1,85 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при £/,г — 12 В, не более:

ГП = -60 eC, ty от = 0,55 А .............................. 7,8 В
7п = —50°С, ^ от = 0,48 А .............................  7 В
Гл = +25 “С, ^ от = 0,2 А ...............................  4 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при f/к и = f/эс П» Яу = 10 Ом,
Тп — +125 “С, не менее......................................... 0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ при О х  и = и ъс п, /?у = ° ° ,
7"п = +125 “С, не более......................................... 5 мА
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ющий постоянный ток управления 
Отпира ^  ^  В, не более:
"Ри ^ - 6 0 Х ...................................................  0,55 А

г  ~  - 5 0  с .................................................... 0,48 А
+25 °С ................ ...................................  0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
,. / / ,  =  U v  п. Яу ~  Ю Ом,ПрИ U ) C  и ^ зс п’ у

у -  +125 *С, не менее.........................................  2 мА
Время включения при Ux  и — 100 В,
{*  и =* Д.МАКО .̂И = 0,3 A, dly/dt=  1 А/мкс,
t = 50 мкс, не более............................................  12 мкс
Время задержки при {/зс,и = 100 В,
/ос w )̂с, д макс» К и ~  0,3 A, dfv/ d t~  1 А/мкс,

s  50 мкс, не более............................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

ТС 132-40....................................................... 0,65 °С/Вт
ТС 132—50....................................................... 0,52 Х / В т

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100.*. 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,116/зс п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............................................................  0,8{/зг п
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии..... 0,66^ и
Крижческая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и — 0,67i^c п»
/?у = оо, Г„-+ 125 °С :

группа 1.......................................................... 50 В/мкс
группа 2 .......................................................... 100 В/мкс
группа 3..........................................................  200 В/мкс
группа 4 ..........................................................  320 В/мкс
группа 5 .......................................................... 500 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при f/3C и = 0,67 
с̂,и ~  /ос,д,мако .̂и = 0,5 A, d/)l/d t=  1 А/мкс,

'у -  50 мкс, Яу = 50 Ом, 7"и = +125 X :
группа 1..........................................................  2,5 В/мкс 
W n a  2 ..........................................................  4 В/мкс
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группа 3 ...................................................
группа 4...................................................
группа 5...................................................
группа 6...................................................

Максимально допустимое обратное постоян
ное напряжение управления.........................
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
Р=  180", Гк = +85 °С:

ТС 132-40................................................
ТС 132-50................................................

Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при Uoeр = 0, Ги ~  10 мс,
Гп = + 125 °С:

ТС 132-40....................................................... 300 А 
ТС 132-50....................................................... 350 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при f/3CiM = 0,67£/зс п,
4с,и — 2/ос д макс»  ̂ 1 ...5 Гц, /у и = 0,5 А,
Ry = 50 Ом, ty нр = 1 мкс, fy = 50 мкс,
7’П = +125°С......................................................... 63 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления....................... ................. .................  0,45 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления ......................... .................................  4 А
Температура перехода ........................................  +125 СС
Температура, корпуса:

для исполнения У Х Л ...................... ..............  —60...+85 СС
для исполнения У ..........................................  —50...+85 СС

Чистота обработки поверхности охладителя не хуже 2,5. 
Время пайки выводов паяльником мощностью 50...60 Вт при 
температуре припоя до +220 Т  ие должно превышать 5 с. 
Закручивающий момент не более 8 Н-м.

2ТС132—50, 2ТС142—80
-и

Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф-' 
фузиониые р-п-р-п-р. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен- 
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электрод 
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой
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икции с жесткими силовыми выводами. Анодом явля- 
К° И̂ основание. обозначение типономинала приводится на

корпус- ьъ г(VlaCLd nC Dv--  I •

2ТСШ-50, 2TCU2-80
Упрадляющий 

электрод

, Катод 
\  7owg измерения Тх 

40 ___________ .

1

*i /  

т

2 2  _

Э л ектр и чески е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При 4с. И = М1(,с,Д,МАКС> ~  МС>
не более............................................................... 1,8 В
Отпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3C = 12 В, не более:

Г„ = -60 X ,  /у от = 0,6 А  (для 2ТС132-50)... 8 В  
7"п = -60 X , /у ОТ = 0Г6 А (для 2ТС142-80)... 9 В 
Гп = + 25 вС, от = 0,2 А (для 2ТС132-50) ... 4 В
Гп = +25 X ,  £  от -  0>2 А (для 2ТС142-50)... 4,5 В 

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при иэс И — U3C П, Ry = 10 Ом,
ГП =+125 X , не менее.........................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при игс, и = п» Лу “
Гп *  +125 °С, не более:

2ТС132-50....................................................  5 мА
2ТС142-80....................................................  7 мА

Отпирающий постоянный ток управления 
при игс — 12 В, не более:

Тп = -60 X ................................................. 0,6 А
7“0 = +25 X ............................................... 0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
пРи у3с.и= ^с,п ,Яу= 1 0  Ом,
Л» — +125 X , не менее.........................................  2 мА
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Время включения при (J3C и = 100 В,
/ос. и ”  /ос,д. макс» К. и = 0,3 А, d!y/dt = 1 А/мкс,
ty = 50 мкс, не более............................................ 12 мкс
Время задержки при t/3Ci и = 100 В,
k>c, и — (к,д, макс> К, и = 0,3 A., dty / dt — 1 А/мкс,
ty = 50 мкс, не более............................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

ТС 132-50......................................................  0,52 “С/Вт
ТС 142-80 ......................................................  0,34 °С/Вт

П редельны е эксплуатац ионны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... 100... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... 1,11 U3C п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. 0,8ЦСП
Постоянное импульсное напряжение в за­
крытом состоянии ...............................................  0,6^зСИ
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс_и = 0,б7^зс,п>
/?у = оог 7̂| — + 125 °С:

группа 1.......................................................... 50 В/мкс
группа 2 .........................................................  100 В/мкс
группа 3 ..........................................................• 200 В/мкс
группа 4 .......................................................... 320 В/мкс
группа 5 .......................................................... 500 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при £/зс_ и = 0,67U3C T], 
k>z,и = Ьс д,макс» К и =  ̂A, diy/ d t— 1 А/мкс, 
ty — 50 мкс, Йу = 50 Ом:

группа 1.......................................................... 6,3 В/мкс
группа 2 .......................................................... 10 В/мкс
группа 3 .........................................................  16 В/мкс
группа 4 .........................................................  25 В/мкс

Обратное постоянное напряжение управ­
ления ....................................................................  0,2 В
Действующий ток в открытом состоянии 
при /= 50 Гц, р = 180°, 7j< = +85 °С:

ТС 13 2—50......................................................  40 А
ТС 142-50....................................................... 70 А

278



ТС 142—80........................................
^ ти ческая скорость нарастания тока

200 А 
330 А

Минимально допустимый импульсный ток
управления .....................................................
М аксимально допустимый импульсный ток
управления .............................................................
Температура перехода...............................
Температура корпуса...................................

63 А/мкс

0,45 А

4 А
+ 125 °С 
-60...+85 °С

Для предохранения симистора от повреждений пайку изо­
лированных выводов производить в течение времени не более
5 с паяльником мощностью 50...60 Вт припоем, температура 
плавления которого ие превышает 220±5 X  без применения 
кислотных флюсов. Место пайки монтажных лроводов-поверх- 
ность лепестков или обжатая часть поверхности выводов.

Для обеспечения теплового и электрического контакта 
шероховатость контактной поверхности охладителя должна 
быть не более 3,2 мкм. Сопрягаемые поверхности при сборке 
симистора с охладителем рекомендуется покрывать поли- 
метилсилоксановой жидкостью или пастой КПТ—8. В зазоры 
между охладителем и лепестком, лепестком и основанием си­
мистора щуп 0,03 мм не должен проходить. При эксплуатации 
симисторов необходимо периодически очищать поверхность 
стеклоизолятора от пыли и других загрязнений.

Тиристоры симметричные (симисторы) кремниевые диф­
фузионные р-п-р-п-р. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с жесткими силов-ыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типоиоминала при- 
в°дится на корпусе.

Масса не более 53 г.

ТС142-63, ТС 142—80
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Катод 
Точка измерения Тк 

33

/
т п 4

• 17 .

Эл ектр и чески е  парам етры
Импульсиое напряжение в открытом со*
СТОЯНИИ ПрИ „ — 1,41 д мАКС»
Ги = 10 мс, не более............................................  1,8 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при = 12 В, не более:

Гп = -60 X , /у 07 = 0,55 А .............................  8,3 В
ГП = —50 X , £ от = 0,48 А .............................  7,5 В
ГП = +25 X , Ь  0Т = 0,2 А ...............................  4,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при £/зс и = U3с п, = W Ом,
Тп = +125 X , не менее.........................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и = UзС,п, Лу —
Гп = +125 °С, не более.........................................  7 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при U2C — 12 В, не более:

Гп -  -60 X ...................................................  0,55 А
Гп = -50 X ...................................................  0,48 А
Гп -  +25 X ...................................................  0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при иж и — Ux  п, /?у = 10 Ом,
Гп = +125 X , не менее.........................................  2 мА
Время включения при £/зс/И = 100 В,
&С, И =  ()СД, МАКС» И 1 А/мкс,
fy = 50 мкс, не более............................................  12 мкс
Время задержки при U3C и = 100 В,
he, и )̂С, д макс» и А, £^/cff 1 А/мкс,

= 50 мкс, не более............................................  5 мкс
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Тепловое сопротивление переход— корпус,

не<ТС142-63....................................................... 0,44 'С /Вт
TC142-3G....................................................... 0,34 Х / 'Б т

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100... 1200 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................... ............ . 1,116/з̂  п
рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. 0Г86^СП
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии..... 0,66^и
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3<: и = 0,67 U3C п,
/?У = - ,Г П = +125“С:

группа 1.......................................................... 50 В/мкс
группа 2 .......................................................... 100 В/мкс
группа 3 ..........................................................  200 В/мкс
группа 4 .......................................................... 320 В/мкс
группа 5..........................................................  500 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при Ож и = 0,67 0̂ с п, 
he, и = he д, макс» ^ и “  0,5 А, 61Ч/ d t~  1 А/мкс, 
ty = 50 мкс, Rv = 50 Ом, Гй = +125 X :

группа 1..........................................................  2,5 В/мкс
группа 2 ........................ .................................  4 В/мкс
группа 3..........................................................  6,3 В/мкс
группа 4..........................................................  10,? В/мкс
группа 5.......................................................... 16 В/мкс
фуппа 6 .......................................................... 25 В/мкс

Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления................................ 0,2 В
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, 6 — 180°,
Гк = +85 X :

ТС 142-63....................................................... 63 А
ТС 142-80........................................... :..........  80 А

Дарный неповторяющийся ток в открытом
состоянии при иовр = 0, ?и = 10 мс,
'n = +125 X :

ТС 132—63....................................................... 500 А
ТС 142-80....................................................... 550 А
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Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при изс-И = 0,Ы иж п,
£)С.И ~  2 fee, Д МАКСГ 1 — 5 Гц , А»»-* ел Гк » _ 4 л _  FA
/Vy w  3 V  U M j  «у до ”  I M IV L j Су ™  J V  MtVC^

7"n — +125 X ...........................................................63 A/mkc
Минимально допустимый импульсный ток
управления .............................................................0,45 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления.............................................................4 А
Температура перехода..........................................+125 X
Температура корпуса:

для исполнения У Х Л .......................................—60...+85 X
для исполнения У .......................................... ..—50...+85 X

Чистота обработки поверхности охладителя не хуже 2,5. 
Время пайки выводов паяльником мощностью 50,..60 Вт при 
температуре припоя до +220 X  не должно превышать 5 с. 
Закручивающий момент не более 10 Н-м.

ТС80, ТС125, ТС160
Тиристоры симметричные (симисгорьг) кремниевые диф­

фузионные р-п-р-п-р. Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыревой 
конструкции с гибкими силовыми выводами. Символическим 
анодом является основание. Обозначение типономинала при­
водится на корпусе.

Масса не более 480 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ог и = 1,4Н)Г д МАКС, fa = Ю мсг 
не более:

ТС80.........................................................
ТС125.......................................................
ТС160 1,45 В 

Пороговое напряжение при Тп = +110 X , 
не более:

ТС80.........................................................
ТС125.......................................................
ТС160.......................................................

2,3 В 
1,46 В

1,45 В 
0,98 В 
0,88 В
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ТСвО, TC12S. ТС160

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при £/jc = 12 В, не более:

7̂  = —50 X ,  ^ от ~  0,8 А ...............................  10 В
Гп = +25 X , I, от = 0,4 А ...............................  5 В
Гп = +110 X ,  ^ 01 = 0,25 А ...........................  4 В

Неотпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U,г и — Uic Rv = 20 Ом,
Гп = +110 X , не менее.........................................  0,3 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при  ̂ pf Ry ' 00^
Tn = +110 X , не более.........................................  20 м A
Ток удержания при Ry ~  **>, не более.................. 0,2 А
Ток включения при Цж — 12 В,  ̂ и — 1 А,
db,/dt= 1 А/мкс, ty — 10 мкс, не более.............. 0,25 А
Отпирающий постоянный ток управления 
при U%. = 12 В, не более:

Тп = -50 X  ...................................................  0,8 А
+25 X ...................................................  0,4 А

7"п == +110 °С ................................................... 0,25 А
Неотлирающий постоянный ток управления 
пРиЗ с и  = Ц с П,/?у = 20Ом,
п +110 X , не менее.........................................  10 мА
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Время включения при U3C и — 100 В,
с̂. и = ^х.д.мако h, и = 2 A, d !y/d t~1  А/мкс,

tv = 50 мкс, не более............................................  20 мкс
Время задержки при  ̂— 100 В,
о̂с. и ~  he д макс» ,̂и = 2 A, fl^/ 2 А/мкс,

fv = 50 мкс, не более............................................  10 мкс
Время выключения (в тиристорном режиме 
работы) при U3C. и = 0,67 (УИЭ| п, 
dUK / d t~  (d (J3C/d t)KP, о̂бр, и ~  1®0 В, 
he, И = 4х,Д, MAKCr {dloc/dt)cn — 0,1 A/mkc,
Гп = +110 X , не более......................................... 70...250 мкс
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тп = +110 *С, не более:

ТС80...............................................................  8 мОм
ТС 125............................................................. 3 мОм
ТС 160............................................................. 2,4 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

ТС80, ТС 125 ...................................................  0,25 °С/Вт
ТС160...... ......................................................  0,2 °С/Вт

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................... 1,166̂ - П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. 0 ,8^30 г
Максимально допустимое постоянное им­
пульсное напряжение в закрытом состоянии....  0,75^с.и
Критическая скорость нарастания напря­
жения в закрытом состоянии (в тиристорном 
режиме работы) при Ц#- и = 0,67U3C П,
/?у = о*г гп = + 1Ю °с ..... ....................!..................  ю ...

1000 В/мкс
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при U3C и = U3C п,
he, И = £)С,Д,МАКГ1 {dhc/dt) сп 0»1 А/мкс,
Rv = oo, Гп = + 110гС .............................................  5...50 В/мкс
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,

180°, 7к = +70оС:
ТС80...............................................................  80 А
ТС 125 ............................................................. 125 А
ТС160.............................................................  160 А
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,й неповторяю щ ийся ток в открытом
пСТОЯНИИ При UQ6Р = о, tyf— 10 мс,

^ 1 + 1 1 0 ’С:
n TC8V...............................................................  1700 А

ТС125........................................................... 2000 А
ТС160 ............................................................. 2200 А

З а щ и тн ы й  показатель при = 0, ^ = 10 мс, 
т  =s +110 °С:

ТС80...............................................................  14,4 кА2*с
ТС125............................................................. 20 кА2-с
ТС 160 .............................................................  24 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока
g ОТКрЫТОМ СОСТОЯНИИ При £ / з с ,  И ^ЗС П(
he 2^с.л макс» f~  1***5 Гц, Uy и = 12 В,
д>у'= 20 Ом, d l/dt=  1, // = 50 мкс, 7̂  —+110 Х  .. 5 ...70 А / т с
Минимально допустимый импульсный ток
управления................................. ..................... ......2 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления........................................................... ..10 А
Температура перехода........................................ ..+110 вС
Температура корпуса........................................... ..-50...+70 °С

Условно анодом симистора принято считать основание, 
катодом — гибкий силовой вывод. Закручивающий момент не 
более 45±5 Нм.

Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

Класс по 
напряже­

нию
Значение 

^3L п И
^ Q 6P  П1 ®

В/мкс
^ВЫКГ'
М К С

Группы классификационных параметров

1 2 3 4 5 6 1 г 3 4

Значения классификационных параметров

10 50 100 200 500 1000 70 100 150 250

1-3 too... 300 + + + + + + + + + +

4-7 400...700 + + + + - - + + + +

8-10 800. ..1000 + + - - - - + + - -

1 1 , 1 2  I 1100, 1200 + - - - - - + - - -
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О к о н ч а н и е

Класс по 
напряжр 

нию

Значение
" х п И

А/ икс j 53/nnt

Группы классификационных параметров

1 2 3 4 | S j  1 2 3 4

Значения классификационных П арам етров

5 10 20 40 70 5 10 20 30 50

1 -3 100... 300 + + + + + + + + + +

4 -7 400... 700 + + + - - + + + - -

8-10 800... 1000 + + - - - + + - - -

11. 12 1100, 1200 + - - - - + + - - -

Зависимость импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зависимость импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения
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Зависимости импульсного тока 
а открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Зоны возможных положений завИ' 
симосш постоянного напряжения

управления от тока управления

k  отн/ty оти(ЬООт)

Зоны возможных положений зави- 
ИМ ОСТН импульсного напряжения 

Управления от импульсного тока 
управления

Зависимости импульсного отпира­
ющего тока управления от длитель­

ности импульса

2в7



Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Iocm p .k A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1/КУД р. К А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно- Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса го Тока от длительности импульса
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!вкл. А

З а в иси м ость  действующею тока 
в o f  к р ы том  с о с то я н и и  о т  часшгы

0.35

0.30

0,25

020

0,15

i V ТС80. TCI25. ТС160

i
h

N. t  ч=2 мкс

L
------- к

-------,5m c Юте
L -

Сэ

— г
i

-Ы - ---------
7o me

— —

0,5 1,0 15 2,0 1уи,А

Зависимости импульсного тока 
включения ог импульсного тока 

управления

Ы Л умя v

Зависимое ib постоянного тока 
удержания от температуры пе­

рехода

Ю-1723

tsic/i Адыктю

Зависимость времени включения
от импульсного тока в открытом

состоянии
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Зависимость времени включения 
от импульсного тока в открытом 

состоянии

Зависимость времени включения 
от импульсного тока в открытом 

состоянии

'2А)’ tm /tem ZA}

=s
ТСВВ К125 Ю бв

tm

1зд/[ ЗДМАкс) Л т Л  ВША/НК)
7С 80 ТС125 ТС 160

\ 1зд

, t m

05 10 15 28 ЗО/gff А 0 05 08 d!y/dt А/мкс

Зависимости времени задержки 
и зремени включения от импульс 

ного тока удержания

Зависимости времени задержки 
и времени включения от скоро­
тай нарастания тока управления

Зона возможных положений зави­
симости времени включения и вре­
мени нарастания от температуры

перехода
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Зависимость времени в ы клю че н и я
от постоянного напряжений в за­

крытом состоянии



Зависим ость  врем ени выключения 
ОТ с к о р о с ти  н а р а с та н и я  напряже­

ния в закрытом состоянии

t  ВЫК/! / -̂ВЫК/ЦЮ &Ь* с)

П

и

10

\ тсео TC12S ТС160 
I\ ч [

6dUx /dt В/мкс
Зависимость времени выключения 
от скорости нараст<*ния напряже­

ния в закрытом состоянии

tsxi/ts
Ю25

о о 2 06 86 08 locin/focamx

Зависимость времени включения 
от импульсного тока в открытом 

состоянии

teffl/tsxMl)

Зависимость времени включения 
от импульсного тока в открытом 

состоянии

Зав

10*

и п^ ИМОСТИ 8Ремени задержки
^^МОни включения от импульс

ного тока управления

tjs/tjfl'IA/hKC) 'teKfi/t BK/KUMttci

OS 08 d ly / d t  А/мкс

Зависимости времени задержки
и времени включения от скоро­
сти нарастания тока управления

291



tm /tam n D 'tnpAm a v

Зона возможных положений зави­
симости времени включения и вре­
мени нарастания от температуры 

перехода

1вЫКЛ̂ ВЫКт.67)

Зависимость времени выключения 
от постоянного напряжения а за­

крытом состоянии

((Юзе/ d t )  КОМ

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 

от температуры перехода

292

(dUx/dt) ком

Зависимость скорости н а р а с т а н и я  

напряжения в закрытом с о с т о я н и и  

от постоянного напряжения в за­
крытом состоянии



teuK/i/tsmoa в/мкг)

ifd U x/d ty , В/мкс
За в исим ость времени выключения 
ОТ скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

(H U x W kom

(dUx/dt)кто  т  а/ж )

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

(dUx/dtkp. В/мкс
1000
509 
200 
т
50 
28 
10

0,2 О Л  05 0.8 ),0 Usc/Ujcn

Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от постоянного напряжения в за­

крытом состоянии

/ т-ю, Х/Вт

имость переходного геплово- 
сопротивления переход— корпус 

от Времени

/  tw м, Z /Вт

Зависимость переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени
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ТС161-100, ТС161— 125, ТС161-160
Тиристоры кремниевые симметричные (симисторы) диф_ 

фузионные р -п -р -п -р . Предназначены для применения в систр* 
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова- 
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электр<>_ 
энергии. Выпускаются в металлокерамическом корпусу 
штыревой конструкции с гибкими силовыми выводами. Симво  ̂
лическим анодом является основание. Обозначение типономи- 
нала приводится на корпусе. В I и II квадрантах симисторы 
управляются положительными импульсами управления, в Ш и IV 
квадрантах —  отрицательными.

Масса не более 298 г.

JC161-WD, ТС161-125. ТС161-160

Э л е к тр и ч е с к и е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и=  1,41 toc д  млко

“  10 мс, не более...................................... ...........  1,45 В
Пороговое напряжение при Гп =  +110 4С,
не более......................................................................  0,95 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U# — 12 В, не более:

Гп =  -6 0  "С, /v от = 0,8 А .................................... 8,5 В
Тп =  +25 вС , о\ — 0,4 А .................................... 5 В
Гп^ +  И О Х ,  /у от =  '0|25 А ..............................  3,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при UiC и =  0,67ЦС П,
/?у =  10 Ом, 7̂  ~  + 110 °С, не менее........................ 0,3 В
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юЩийся импульсный ток ъ закрытом 
при „ =  «Ас п. Я» =  ” .

+110 "С, не более..............................................  15 мА
h ' '  ...... лп п ,  // . =  1? R Д, =ооТок удер*»— • • -  - -  >
не более..............  ...................................................  V.Z А
Ток включения при Ц с V  В, ^ и 2 А,
* / ^  = 2 А/мкс, fy =  50 мкс, не более...............  500 мА
Отпирающий постоянный тсж управления 
при «Ас = 12 в, не более:
ПР г  = -6 0  " С ..........................................................  0,8 А

j  =  +25 °С..........................................................  0,4 А
ГП=+Т10°С.........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при Узе и =  0,67 U# п, Ау Ю Ом,
j  = + 1Ю “С, не менее..............................................  5 мА
Время включения при £/*: и “  100 В,
/ог И = fcc.AMAKC» С и -  1 А , 61)/d t— 1 А/мкс,
f = 50 мкс, не более.................................................. 20 мкс
Время задержки при Узс и ~  ТОО В,
/ог и =  /or Д МАКГ> ^ И 1" A , cf^/dt 1 А/мкс,
fy = 50 мкс, не более.................................................. 10 мкс
Время обратного восстановления 
при иоЬР й =  100 В, /ос и — /ос д МАКГ(
[diiX/ d t)cп =  1 А/мкс, =  0,5 мс,
Гп = + 11G °С, не более..............................................  15 мкс
Заряд обратного восстановления 
При иоьр и — 100 В, tc  и =  /ос Д МАКО 
(rf/or/dr)Cn =  1 А/мкс, =  0,5 мс,

= +110 “С, не более......................................... . 50 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тп =  + 110 °С, не более:

ТС16Т— Ю О...........................................................  3,9 мОм
ТС161-125...........................................................  3,1 мОм
ТС161— 160...........................................................  2,4 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более.......................................................................  0,2 “С/Вт

П редельны е э к с п луа та ц и о н н ы е  да нн ы е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  200...1200 В

Повторяющееся импульсное напряжение
закрытом состоянии..............................................  ^ЛЩ с.п
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Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии....................................................................  0.8^  п
Максимально допустимое постоянное им-
п и п к г и п о  M a n n n w o u M D  a  Э Э У П Ы Т П М  Г Г > Г Т П О Н И И  П  7 ^ / /, .J ,  ^ ' •Г’ “ ’ ’ W ’ • - n r t ......  ~ ~ V 3 Q ^
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при £/зс и 555 UZCt п, 
he и — he д, макс» =  5 мс, dtoc/dt— 0,1 А/мкс,
6/у и = 20 В, ty нр =  1 мкс, /у =  50 мкс, /?у ~  5 Ом,
Г* =  +110  X :

группа 3 .................................................................  6,3 В/мкс
группа 4 ................................................................. »10 В/мкс
группа 5 .................................................................  16 В/мкс
группа 6 .................................................................  25 В/мкс
группа 7.................................................................  50 В/мкс

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц,
Р =  180°, Гк -  +70 “С:

ТС 161— 100...........................................................  100 А
ТС1Ы-125 ...........................................................  125 А
Т С 161 — 160 ...........................................................  160 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UnBр =  0, 1И = 10 мс,
Гп =  +110 X :

ТС161 — 100 ...........................................................  1200 А
ТС 161 — 125 ...........................................................  1420 А
ТС161 — 160 ...........................................................  1900 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Узс и — 0,67t/3c п, 
he и ^hc. д максf f ~  1— 5 Гц, Uy и — 20 В,
Ry =  5 Ом, tY 4Р = 1 мкс, tv — 50 мкс,
ГП =  + 1 1 0 Х ................................................................  16 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток
управления..................................................................  0,25 А
Максимально допустимый импульсный ток
управления ..................................................................  12 А
Температура перехода.............................................  +110 X
Температура корпуса................................................  —60...+70 ‘

Закручивающий момент для симистора ТС161— 100 не бо­
лее 50±5 Н-м, для симисторов ТС 161 — 125 и ТС 161 — 160 —  не 
более 60±5 Н-м.
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Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

!ос,н.А

Зависимости импульсного тона 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

kcM.A

исммосги Импульсного тою*
крытом состоянии от им-
Тульского напряжения
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Uy.WH.B
Т С Ш -W O . 1C 161-1Z5  L < ^  

ГГЦ 1- ЦП \

Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжения 

управления от тока

1 у .о т и /1 у ж м  ( 2 0 0 и к с )

8 WlyjtpH. А ^  ty.MKC

Зависимости импульсного тока уп> 
равления от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го юка от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

U

2.0 

16

12

0,8
1 2 1 6  Ы.мс

Зависимости импульсного ударно­
го юка от длительности импульса

Io c m p . k A

J.0 

2 6  

2.2 

18 

П

101 2 4 6 8 Ю tKMC
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

'осчдр.кА
T r i z i  <ппt L \ U \ - { U  

1

и

T n -2 S T

и п Г ^

Uesp -В . BUoep.a



(осудр.к А

Зав иси м ости  импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Ьс.чдр.хА

3.6 

3.2 

2.8 

2А 

2.0

1.6

- ТС 161-160

кМ 2 Я С Uobp-O

Ь с у з р . к А

4 6 8 W tn»c

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Iосщр.кА
2.9
2.3

2.1

1.7

13
0.9

Т С Ш - 1 6 0

У вбр -В . SUosp.n

T n = 2 S T

Л О Г

ЬшЛчжв о

^ висим°сги импульсного ударно-
ТОка ог Длительности импульса

Зависимость тока удержания
от температуры перехода
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t

8

6 

i

2

0 05 1.0 t.S 2,0 fyppn.A

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

ЗДПЗ£{2А)' С Ш П В М Ш )

1C 161-100. JC161-125 
ГС 161-160

\\
tgK/l \ J-ia

к

132 Л  З Ш А к с ) ' tsK/l/t ВЩ Ы /тг)

К 161-100. ТС 161-125 
ТС 161-160

\J3S
—

tm

О ОЛ 08 12 d)g/at.A /MKC
Зависимости времени задержки 
и времени включения от скоро­
сти нарастания тока управления

Зависимость времени нараста­
ния й времени включения ОТ то­

ка в открытом состоянии

teOC, ОБР / teOC,{&P(1 A/haJ
IS  

1.2S

1.0

0.75

0,5,

-----7
7
С161-
С161-

100.
160

С161-125-

ол 8,8

Зависимость времени обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

300

tsK/l/teX/KK ТУ t  НрЛ  Щ25 Г)

Зона возможных положений зави­
симости времени нарастания и вре­
мени включения от температуры 

перехода

ОБР Л) вое, ОБР (г А/тс)

15

125

1.0

075

0.5.

! 
Э 61-11

61-П
п  т
W

С161-■125.

\

/
0 ОЛ 0.8 (d loc/dtkn -A/ * «с

Зависимость заряда обратного вос­
становления от скорости н а р а с т а н и я

тока в открытом состоянии



i.O

ТС16
ГТС16)

г
-100.
-160

JC161-125.

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 

от скорости нарастания тока

Зависимость переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

2ТС161-160, 2ТС161—200
Тиристоры кремниевые симметричные (симисторы) ди ф ­

фузионные р -п -р -п -р . Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии и различных силовых электроустановок. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гиб­
кими силовыми выводами. Анодом является основание. Обоз­
начение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 510 г.

2TC161-16Q.; 2Ю61-200



Э ле к тр и ч е с к и е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  1,41 tc, Д МАКС» *И =  10 МС> 
не более:

2ТС161 — 160 ......................................................... 1,75 В
2ТС161 —200 ......................................................... 1,6 В

Пороговое напряжение при Гп =  +110 °С,
не более....................................................................... 0,95 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при t/lc =  12 В, не более:

Гп =  — 60 "С, /у от — 0,8 А .................................... 8,5 В
Гп =  +25 °С, V  от -  0,4 А .................................... 5 В
Гп =  +  110 °С, /у0т =  0,25 А ............................... 3,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при иж  н =  0,67Ujc п, /?у =  Ю Ом,
Гп ~  +  110 "С, не менее..............................................  0,3 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ при изс и =  f/зс.п, К  —
Гп =  + 110 °С, не более..............................................  15 мА
Ток удержания при £/из =  12 В, Ry — <»,
ие более....................................................................... 15 мА
Ток включения при 6^  =  12 В, />, и =  2 А,
d ly/d t— 2 А/мкс, ty — 50 мкс, не более...............  0,2 А
Отпирающий постоянный ток управления 
при иж  — 12 В, не более:

Гп =  -6 0  °С..........................................................  0,8 А
Гп =  +25 °С..........................................................  0,4 А
ГП =  + 1 1 0 Т .........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при i/jc — 0,67£/}(- /?у — 10 Ом,
ГП =  +  110 °С, не менее..............................................  15 мА
Время включения при {/,с>и — 100 В,

и =  4к,д макс г К и =  1 A , d ly/dt =  1 А/мкс,
ty =  50 мкс, не более..................................................  20 мкс
Время задержки при f/,r_ и =  100 В,
Ьс И /(X л МАКС» h Л “  1 A, City/dt =  1 А/мкс,
ty =  50 мкс, не более..................................................  10 мкс
Время обратного восстановления 
при иоБр и — 100 В, 4с, И “  Ьс. Д, МАКС»
[dtoc/ d t)cn =  1 А/мкс, 4, =  0,5 мс,
7*п =  +110  °С, не более..............................................  15 мкс
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„„ пбоагного восстановления
3аР^  100 В’ ^И = ^ .Д М А К О
?5/И /Жгп = 1 А/мкс, *, =  0,5 мс,
у  110 °С, не более..............................................  50 мкКл
Гномическое сопротивление в открытом 
Состоянии при Гп =  + 1 Ю °С, не более:

2ТС161 -160 .........................................................  2,4 мОм
2ТС161-200 .........................................................  1,9 мОм

Тепловое сопротивление переход-корпус,
не более.......................................................................  0,2 С/В т

П редельн ы е  э к с п л уа та ц и о н н ы е  да нн ы е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  200... 1200 В
^повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ...............................................  1,12<̂ с<п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии..................................................................... 0,8 i/jC п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии..................................................................... 0,75/^ и
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при Ц с и =  Ц с п,

И ~ Д, МАКС» «1 = 5  мс, с//ог/ dt=  0,1 А/мкс,
Uy и =  20 В, ty НР = 1 мкс, ty — 50 мкс,
У?у = 5 Ом, 7J, =  +  110 °С:

группа 1.................................................................. 5 В/мкс
группа 2.................................................................  6,3 В/мкс
группа 3.................................................................  10 В/мкс 
группа 4 .................................................................  16 В/мкс
группа 5 .................................................................  25 В/мкс
группа 6 .................................................................  50 В/мкс

Действующий ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, Р =  180", Гк =  +85 °С:

2ТС161-160 .........................................................  160 А
2ТС161—200 .........................................................  200 А

Дарный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоьр =  о, Ги = ю  мс,
^пв +110вС:

2ТС161^160 .........................................................  1800 А
2ТС161-200.........................................................  2000 А

критическая скорость нарастания тока
СОСТоянии "РИ изс и =  0,67 (/зс П»

5 П . ’Г КС' f== 1- 5 Гц> ^ .и  =  20 В,
Г  s  j_ i!^  “  1 мкс, /у =  50 мкс,+ 110 ^ ................................................................  6,3 А/мкс
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Минимально допустимый импульсный ток
управления .........................................................
Максимально допустимый импульсный ток
управления .........................................................
Температура перехода...................................
Температура корпуса.......................................

12 А  
+  110 “С 
-60...+85 X

0,25 А

тс  171-200, ТС 171-250
Тиристоры кремниевые симметричные (симисторы) диф­

фузионные р -п -р -п -р . Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова- 
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии и различных силовых электроустановок. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гиб­
кими силовыми выводами. Символическим анодом является 
основание. Обозначение типономинала приводится на кор­
пусе. В Е и II квадрантах симисторы управляются положитель­
ными импульсами управления, в ill и IV квадрантах —  отрица­
тельными.

Масса не более 510 г.

TC171-20Q. ТС 171-250

250

265

Э ле к тр и ч е с к и е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при И k)C. Д. МАКС» *И “  Ю  М С *
не более:

Т С  171-250
ТС171-200 1,45 В 

1,35 В
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Пороговое напряжение при Т„ =  +110 'С,

небтП 7 1 -20 0  ............................................................ 0,95 В
1 ^  п  81 D
.......... .......................................................................  ^  ‘ “

аюЩее постоянное напряжение 
ппавлеиия при иж =  12 В, не более:

= _ 6( Г С Д 0Т =  о,8 А ....................................  8,5 В
г  =+25 ”С Л . от =  0,4 А .................................... 5 В
7*п г= +110 °С, /у о т =  0/25 А ................................  3,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Цг.и  =  0,67 l/3C п> Ry =  Ю Ом,
Т =  +110 СС, не менее................................................. 0,3 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ при i/зг.и “  З̂С, П. Я  =  °°>
j  = +110 °С, не более................................................. 15 мА
Ток удержания при ию =  12 В, /?у =  °о,
не более..........................................................................  0,2 А
Ток включения при U3C =  12 В, /у и =  2 А ,
dlv/dt=  2 А/м кс, fy =  50 мкс, не более................  0,5 А
Отпирающий постоянный ток управления 
при U3C — 12 В, не более:

Гп =  — 60 ° С .............................................................  0,8 А
Гп =  +25 СС .............................................................  0,4 А
ГП =  +  110°С............................................................ 0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при Ц,г и =  0,67 fAc.n. V?y — 10 Ом,
Гп =  +110 "С, не менее................................................  5 мА
Время включения при иъг и “  100 В,
о̂с. и he д  макс» /у, и 1 A , d(j/  d t— 1 А/м кс,

ty = 50 мкс, не более ....................................................  20 мкс
Время задержки при U3C и =  100 В,
he И =  he tд, макс» /у и ~  1 A , dly/dt=  1 А/м кс,
ty = 50 мкс, не более ....................................................  |0 мкс
Время обратного восстановления 
при £У0Бр и _  -] 00 В, /ос и =  /ос д МАКС,
' he/dt)cn — 1 А/м кс, =  0,5 мс,

п И Ю  С,неболее..............................................  20 мкс
аРяд обратного восстановления

(<// а у л И к и =  4с,дМАКС»
oc/t^Ocn — 1 А/м кс, /-и =  0,5 мс,

п +110 С, не более................................................  60 мкКл
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Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при ГП =  +110°С, не более:

ТС 171—200 ...........................................................  1,9 мОм
ТС i 7 i— 250 ...........................................................  1,48 m(Jm

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более....................................................................... 0,15 °С/Вт

П р е д е льн ы е  э к с п луа та ц и о н н ы е  да нн ы е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.............................................. 200... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1, 1 2 П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии....................................................................  0,8 6/зс п
Максимально допустимое постоянное импульс­
ное напряжение в закрытом состоянии........... 0,75£/jC и
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при U3C и =  0 ,6 7 ^  п, 
hr, и =  he, дмако ^  — 5 мс, d/oc/ d t— 0,1 А/мкс,
Uv и = 20 В, ty нр =  1 мкс, =  50 мкс,
Ау =  5 Ом, 7~п = +110 "С:

группа 3 .................................................................  6,3 В/мкс
группа 4 .................................................................  10 В/мкс
группа 5.................................................................  16 В/мкс
группа б .................................................................  25 В/мкс
группа 7.................................................................  50 В/мкс

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f —  50 Гц,
(3= 180J, Гк =  +70 °С:

ТС 171-200 ...........................................................  200 А
ТС 171-250 ...........................................................  250 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при ипьр = 0, tYi=  10 мс,
Гп = + 110 °С:

ТС 171 —200...........................................................  2140 А
ТС 171—250 ...........................................................  2400 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  0,67U3C п, 
he, и =  24)с, д. макс» f =  1 — 5 Гц, iJy и =  20 В,
У?у — 5 Ом, нр =  1 мкс, =  50 мкс,
Гп = +110 °С................................................................  16 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток 
управления..................................................................  0,25 А
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М а кси м а льн о  допустимым импульсным ток
управления............................................... - .........................

.............................................  t i n 0 +70 Т  Темпер**■ ун“.....................................  ^  11 

З а кр учи в а ю щ и й  момент не более 60±5 Н-м.

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжений

1ос, и А

Зависимости импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Uu, пр,». В

Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжений 

управления от тока

U  от, и А  ОТ, И1200 *хс)

Зависимости импульсного тока уп­
равления от длительности импульса
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/ос.мр.кА

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1ос, Ш  К А 

17

3.3

2.9

2.5

2.1

ТС171-200

Охр
............

U.OUotе.п

--29С

г а г 4 *

4 6 tn.MC

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1ос. удр.кА

2,6

2,2

1.8

1А

1А

ТС 171-200

Uow -1l8 U aФЯГ>

7п=25ГС

< 2
5 Т

-N*

10 20 40 60 80100 t.MC
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

1ос,шКА

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

!ог,чдр.кА

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса
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foe ЧАР. К А

2.7

2.3

1.9

15

И10

TC171-2S0

ь
....

№>- 0. ЗОабр.я

X .  т,1=25-С

12 ?С

20 йО 60 80100 t.MC

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса



Lp/iytitzra
та
т а

г
71-2
71-2

—
с

Эч Р»

.5Г25 0 75 50 75 ГП;С

Зависимость тока удержания 
от температуры перехода

1зй/1змгл}'1вм/ tsKWA)

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

£д? / Ы м то  ‘ 
1т/ £вк/ц1А.тс)

Ю71-200,
тГ а 74 ОСП .

\ / }’ L

\&
>
1экп

О и  0.8 и
dty/dLA/мкс

Зависимости времени задержки
и времени включения от скоро­
сти нарастания тока управления

tffp/ twr) ' 1екл/ tsmr;
V
10

0,9

0.8,

1
ТС171-

—
208.

"
т а

■
71-250

0.2 О A  0.6 0.8 1.0 12
foe/toe. СР, МАКС

Зависимости времени нараста­
ния и времени включения от то­

ка в открытом состоянии

Зоны возможных положений зави­
симости времени нарастания и вре­
мени включения от температуры 

перехода

tup/ £м?га' tm/ tm/Kfro



twC'OSp/ tm , овр а а/ьк )

125
1.0

0,75
0,5,

TCh
\

71-200. Г
J

k l

Г"
:П1- N 

__
__

__
й

>

О Л 0.8 12 1.6 2.0 
(d M th . А/мкс

Зависимость ьремени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

О вое 

15

1.£У
t.O

0.75

0.5,

ТС
1

171-.
г-Н
?00

---- 1
TCh71-2i>0

О ОЛ 0.8 12 1.6 2.0
(dhc/dtkn. А/мкс

Зависимость заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

Zт, . С/Вт

W x M J / W r W m  Мша)

4
3
2

1\

В 8.25 B.OS BJS в.} 0.125
(dbc/dtb. А/мкс

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

8.25 B.0S 0.75 8.1 0.125
(dinr/dt )сп, А/мкс

Зависимость переходного т е п л о в о ­
г о  сопротивления переход— корпус 

ог времени

2ТС171—250, 2ТС171-320
Тиристоры кремниевые симметричные (симисторы) диф­

фузионные р -п -р -п -р . Предназначены для применения в систе­
мах и устройствах бесконтактной коммутации и регулирова­
ния электроэнергии, а также в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 500 Гц преобразователей электро­
энергии и различных силовых электроустановок. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гиб­
кими силовыми выводами. Анодом является основание. Обоз­
начение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 510 г.
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2Ю71-250, 2Ю 71-Ш

Э л е к тр и ч е с к и е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /0с,и =  Ьс Д МАКС» 'и “ 10 мс,
не более:

2ТС171-250 .........................................................  1,7 В
2ТС171— 320 .........................................................  1,5 В

Пороговое напряжение при ГП — +110 X ,  
не более:

2ТС171— 250 .........................................................  0,95 В
2ТС171— 320 .........................................................  0,81 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при игс =  12 В, не более:

Гл = -6 0  °С, jU t =  0.8 А .................. .................  8,5В
Гп = +25 X ,  /у от — 0,4 А .................. .................  5 В
ГП = +1 1 0 Х, /у. от =  0,25 А ............................... 3,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при иж  и =  0 ,6 7 ^  п, /?у =  10 Ом,
Тп = + 110 “С, не менее.............. ...............................  0,3 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при Ц̂ с и =  иж  п, /?у —

= +110 “С, не более................... ..........................  25 мА
Ток удержания при 12 В, /?у =
не более.......................................................................  0,2 мА
Ток включения при иж =  12 В, ^ и =  2 А,
cf/y/eft =  2 А/мкс, ty = 50 мкс, не более...............  0,5 А
Отпирающий постоянный ток управления 
при =  12 В, не более:

Тп = -6 0  X ..........................................................  0,8 А
Тп =  +25 X ..........................................................  0,4 А
Т‘п =  + 1 1 0 Х .........................................................  0,25 А
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Неотпирающий постоянный ток управления 
при £/зс,и =  0>67*Ас.п> Я у=  Ю Ом,
Гп = +110 X ,  не менее................................................  15 мА
Бремя включения при и =  100 Б,
^jc.и =  д,макс» ^ ,и =   ̂ А» dkf/dt — 1 А/м кс,
?у =  50 мкс, не более ....................................................  20 мкс
Время задержки при Ц с и =  100 В,
О̂С, И =  )̂Г,Д, МАКС» ,̂И “  1 А , < / ^ / 1 А/м кс,

fy — 50 мкс, не более ....................................................  10 мкс
Время обратного восстановления ,
ПРИ >̂6Р.И “  ЮО В, /ос и =  5̂С, д, МАКС»
(оУос/<#)сп ~  1 А/м кс, 4, =  0,5 мс,
Тп —  +110 X ,  не более................................................. 20 мкс
Заряд обратного восстановления 
при Uqsp, и =  100 В, /ос и — /ос, Д, МАКС»
(of/oc/dOcn =  1 А/м кс, ft, =  0,5 мс,
ГП =  +110 X ,  не более................................................  60 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Гп =  +110 X ,  не более:

2ТС171-250 ...........................................................  1,9 мОм
2ТС171 -3 2 0 ...........................................................  1,48 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более ..........................................................................  0,15 Х / В т

П р е д е л ь н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии................................................  200... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии................................................  1,12£^с п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
СОСТОЯНИИ ........................................................................ 0,8t4c n
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии.................................... ...................................  0 ,7 5 ^ ^ ,
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при U3Ci и =  0,67 U3C П,
/ос, и =  he, д, макс» =  5 мс, dlQC/ d t — 0,1 А/м кс,
Uv и =  20 В, tv нр — 1 мкс, — 50 мкс,
/?у =  5 0м, ГП =  + 1 1 0 Х :

группа 2 ....................................................................  5 В/мкс
группа 3 ..................... ..............................................  6,3 В/мкс
группа 4 ......................... ..........................................  10 В/мкс
группа 5 .................................................................... 16 В/мкс
группа 6 ........................... ........................................  25 В/мкс
группа 7 .......................................................... . 50 В/мкс
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250 А  
320 А2 Т С 1 7 1 - 3 2 0

У д а р н ы й  неповторяющийся ток в открытом
СОСТОЯНИИ при ££)БР 0| 'и Ю МС*

т  - + 2 5 Х  (для 2ТС171—250)... 
г" -  +25 X  (для 2ТС171—320) ... 
7̂  «  + 110 X  (для 2ТС171— 250). 
Тп =  +110 “С (для 2ТС171— 320).

3300 А  
3600 А  
3000 А  
3300 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при t/зс, и ~  0,6764с, П» 

и 385 24эс.д м ак с » ^ ^ц , и —  20 В ,
/?у =  5 Ом, fy нр =  1 =  50 мкс,
71, = +110 X ................................................................ 6,3 А /
Минимально допустимый импульсный ток
управления................................................................... 0,25 А
Максимально допустимый импульсный ток 
управления..................................................................  12 А

Тиристоры кремниевые диффузионные р -п -р -п  с повышен­
ной устойчивостью к перенапряжениям (лавинные). Предна­
значены для применения в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе штыревой кон­
струкции с гибкими силовыми выводами. Анодом является 
основание. Обозначение типономинала и полярности силовых 
выводов приводится на корпусе.

Масса не более 420 г.

Температура перехода 
Температура корпуса..

+110 X  
—60...+85 X

3.3. Т и р и сто р ы  ла в и н н ы е

ТЛ2-160, ТЛ2-200

Э ле к тр и ч е с к и е  парам етры

ТЛ2-160
ТС2-200

1,9 В 
1,6 В
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Пороговое напряжение при Тп =  +140 X ,  
не более:

ТЛ2— 160................................................................  1,15 В
т  п л Лпл |Л| f i SI JI£  —  £ W .................................................................................  13

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

ГП =  -5 0 Х ,  от =  0,6 А .................................... 10 В
7п =  + 2 5 Т Д  от =  0г28......................................  5 В
Гп — +140 "С, Х,07=  0,2 А .................................  3,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления прн (Аг и =  п, /?v =  5 Ом,
ГП =  +140 X ,  не менее..............................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при Ц>ги~ U,c п» tfv ~
Гп =  +140 X ,  не б о л е е ............................................ 20 мА
Ток удержания при /?у — не более....................  0,3 мА
Ток включения при ^>Пр.и =  2 А ,
oVy/cfr= 2 А/мкс, tv =  20 мкс, не более...............  1,2 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0bр и ~  Мэбр г\г Ъ  ~  °°г
Гп =  +140 X ,  не более..............................................  20 мА
Обратный ток восстановления для групп
ПО В̂ЫКЛ ПРИ О̂БР, И 100 В, /(X и /ог СР МАКС»
{d!oc/ d t )сп =  10 А/мкс, Гп -  +140 X ,  
не более:

ТЛ2-160
группа 1 .................................................................  135 А
группа 2 .................................................................  112 А
группа 3.................................. ..............................  90 А
группа 4.................................................................  75 А
ТЛ2-200
группа 1................................................................  145 А
группа 2 .................................................................  120 А
группа 3.................................................................  96 А
группа 4 .................................................................  80 А

Отпирающий постоянный ток управления 
при = 12 В, не более:

Тп =  -5 0  X ..........................................................  0,6 А
Гп =  +25 С ..........................................................  0,28 А
ГП =  +140 X ......................................................... 0,2 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при 1/лс и л, /?у 5 Ом,
Тп =  +140 Х 7 не менее.............................................. 2 мА
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Время включения при <Ас.и -  100 В,
/пг и =  he  СР. МАКС» и У. ПР. И а '
d l jd t =  2 А/м ксг /?у =  5 Ом, гу =  20 мкс,
не б о л е е .......................................................................... - ....... 15 ,v.kc

Время задержки при 6^ , и -  100 В,
Lr и — he СР. МАКС» Цг. ПР. и  -  20 В,
dy d t =  2 А/мкс, /?у =  5 Ом, Гу =  20 мкс,
не более..................................... - ......................... — —  5 икс
Время выключения при  ̂ ~  0,67 £/,г и, 
dUv /eft— (dU}<:/ d t )Kp, Цпьр, и ~  100 В, 
hc*=hc.c?  макс» (dbe/dflen =  5 А/мкс,

=  +140 X ,  не б о ле е ..............................................  70...250 *twc
Время обратного восстановления для групп
по Ьыю1"Рн )̂бР. и =  ЮО В , ^ и - he,ср. макс»
(d/oc/<tf)cn “  5 А/мкс, 7"п -  +140 X ,  
не более:

группа 1 ........................... - ...................................  16,2 мкс
группа 2 .................................................................  13,5 мкс
группа 3...... ..........................................................  10,8 мкс
группа 4.................................................................. 9 мкс

Заряд обратного восстановления для групп 
по в̂ыкл ПРИ Уоьр, и — ЮО В, he, И /qC.CP.MAKCi
(dlor/dt)cn -  5 А/мкс, Тп =  +140 X ,  
не более:

группа 1.................................................................  500 мкКл
группа 2 .................................................................  400 мкКл 
группа 3 .................................................................  300 мкКл 
группа 4 .................................................................  200 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при 7̂, =  +140 X ,  не более:

ТЛ2— 160................................................................  1,05 мОм 
ТЛ2-200................................................................  9 мОм

Тепловое сопротиаление переход— корпус,
не более.......................................................................  0,18 Х / В т
Тепловое сопротивление переход— среда,
не более.......................................................................  1,34 Х / В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................... ..................... 600...900 В
Не повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии............................................... Л̂Цзс,п
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Рабочее импульсное напряжение в закрытом
СОСТОЯНИИ .................................................................................
Максимально допустимое постоянное напря­
жение «  закрепим сислиянии .................................  0,50'^_и
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  600,„900 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  1, 12б£,6РП
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  O JU qep,п
Максимально допустимое постоянное обрат- <
ное напряжение..........................................................  0,5£/ОБР И
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,б7£/зсп,
R^-°°, ГП =  + 1 4 0 Х ............... ’..................... ' .......... 50...

1000 В/мкс
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................... 3 В
Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f =  50 Гц, =  180

Т Л 2 -160 при Тк =  95 X ..................................  160 А
ТЛ2-200 при Гк =  +85 X ................................  200 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, 
р =  180 X :

ТЛ2-160 при Тк = 95 X ..................................  250 А
ТЛ2-200 при Гк =  +65 X ................................  314 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при =  0, fa =  10 мс,
ГГ1 = +140 X :

ТЛ2-160................................................................ 3500 А
ТЛ2-200 ................................................................ 4000 А

Защитный показатель при U0b? =  0,
Ги — Ю мс, ~  +140 X :

ТЛ2-160................................................................ 61 кА2-с
ТЛ2 -200................................................................ 80 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U3C>и — U3C П, 
foe, и =  2/^ ср макс» 5 Гц, Uy пр и — 20 В,
Ry =  5 Ом, df^/dt— 2 А/мкс, ty =  100 мкс,
Гп =  + 140 X ................................................................  40; 70 А/мкс
Минимально допустимый импульсный ток 
управления ................................ .................................. 2 А
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Максимально допустимый импульсный ток
„правления.................................................................. ...1° А
температура перехода.......................................... ...+140 С
Температура корпуса.................................. ...................

Т Л 2 -160 ................................................................ ...— 50...+95 °С
ТЛ2—200................................................................ ...— 50,..+85 °С

Закручиваю щ ий момент 50±10 Н-м.

Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

В/мкс
В̂ЫКЛ-
мкс

(^ос/^Окр»
А/мкс

Класс по 
напряжению

Значение

^ЧС П и
У  one, п' ®

Группы классификационных параметров

2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 3

Значение классификационных параметров

50 100 200 500 1000 250 150 100 70 40 70

6 -7 600... 700 + + + + + + + + + -- +

Iсо 800... 900 + + + + - + + + + + -

/ос.и,А

Зависимости импульсного тока
от импульсного напряжения

Зависимости импульсного тока
от импульсного напряжения
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гчет. Ом

ГО1

10°

го-’

10* \ Т/12-160, Т/12-200

X

10° Ю> ю?
1оёР,мА

Зависимость динамического со­
противления в обратном проводя­
щем состоянии от обратного тома

UОБР.И,6 -t200 -WOO -800
Т/12-160 
Т/12-200 
6-9 - тссбА

'2Q

-40

Iospm.A

Зависимости импульсного обрат­
ного напряжения от импульсного 

обратного тока

lour, А

Зависимость среднего тока 
от частоты

Цц,в
/ / / / А / / / / / Т / 7 / / У 7 / Т / . V / / /

ТЛ2-160
T/12-20S

■I
u

s

/
/

/ 25Т
/ / / / ,Г/У/, S / / / . S

ц о г /
/( /

С

0.1 0,2 0,3 04 0.5 !У'А

Зоны возможных положений за­
висимости напряжения управле­

ния от тока управления

Зоны возможных положений за- Зависимости импульсного тока ул-
висимости импульсного напря- равнения от длительности импульса
жения управления от импульсно­

го тона управление



Зависимости ударного тока 
ОТ длительности импульса

Зависимости ударного тока 
от длительности импульса

Зависимости ударного тока 
пт длительности импульса

Зависимости ударного тока 
от длительности импульса

hs/lym V, %

150

Щ

50

ТП 2-Ш
ТЛ2-200

М

75

О 50

Зависимость тока удержания
от температуры перехода

( вхлЛ вклшоа)- t  Hp/tnp{i60Ai' %

ТД2 168

tm

'1ш
/
1

108 ТпХ  о SO WO ISO 200 250 !ССИ,А
Зависимости времени нарастания
и времени включения от импульс­

ного тока
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75

50

100

ВКЛША )■ t  rtP'%P{2QBA /- %

т -200

1̂

V

100 200

Зависимости времени нара­
стания и времени включения 

от импульсного тока

250

200

!50

100

[ а к л Л т ш ! '  t  зйЛ  зшы), %

ТЛ2-160. т-200

\

Л -tu

tm

250 fan,А 0 0.5 10 15 20 25lynpilJ

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

teK/tA ВК/1(?Л/пхг)' t Зй̂ Зйт/нхи) ■ %

Зависимости времени задержки 
и времени включения от скоро­
сти нарастания тока управления

t  ГУ t  НрЛ нР(25 П  %

Зависимости времени нара­
стания и времени включения 

от температуры перехода

Зависимость времени выключе­
ния от импульсного тока
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Зависимость времени выключе- Зависимость времени выключе­
ния от постоянного напряжения ния от скорости нарастания на-

в закрытом состоянии пряжения в закрытом состоянии

t  я щ р Л з т т в ) %

500

т

100

7/12-168 Т/12-230

(вшпЛвыкт AAixd- %

135

130

7/12-160 Т/12-200

4 6 8 18 20 iff 60Uqbp,B

Зависимость времени выключе­
ния от обратного напряжения

^  ( d h t/ d t)c n .A / t iK C

Зависимость времени выключе­
ния 6т скорости нарастания тока 

в открытом состоянии

Зависимость времени выключе­
ния от температуры перехода

dUx/dt В/мкс

inf ------ 1------1------I------L — ------ ------
20 iO 68 UscAJx.n, %

Зоны возможных положений за­
висимости скорости нарастания 
напряжения от напряжения в за­

крытом состоянии
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Uy.B -2 -1 8
Зависимости скоросчи нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 

от напряжения управления

(вое ОВР.МКС________

^  fdbc^Jt hn. А/мкс
Зависимость времени обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

teOCOSP-MKC

Зависимость времени обратного вое 
станов/дан ия от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Qmm> ,мкКЛ
Т/12-160
Ъс=320А 1̂бОА

3 6 1ВтМ )с п .А М к с
Зависимости заряда обратного вос­
становления стт. скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Q bqcmbp.m k К  Л

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии
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т т  гппfHi- -
(oc=iQ0A

---------- А ?аол

"^июл

(dUx SdUAdUx/dUxp, %

Зависимости импульсного обрат­
ного тока от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Was?Л)ш л  % Ux.to/0'зсн %

Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и напря­

жения в закрытом состоянии

Зависимость средней обратной 
рассеиваемой мощности от дли­

тельности импульса

50 108 159 200 250Ы,

Зависимость средней обратной 
рассеиваемой мощности от дли­

тельности импульса

РОБРШР.КВП) РоБйш.кВт

11

Л
ависимость ударной рассеива­

емой мощности а обратном не- 
Р^оДЯщем состоянии от частоты

Зависимость ударной рассеива­
емой мощности в обратном не­
проводящем состоянии от частоты
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Zrm-к). Т/Вт Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

2ТЛ171—200, 2ТЛ171-250
Тиристоры кремниевые диффузионные р -п -р -п  с повышен­

ной устойчивостью к перенапряжениям (лавинные). Пред­
назначены д/?я применения в статических преобразователях 
электроэнергии, а также в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц различных силовых электроустано­
вок без дополнительных мер защиты в условиях возникнове­
ния определенных обратных перенапряжений. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гиб­
кими силовыми выводами. Анодом является основание. Обо­
значение типономинала и полярности силовых выводов приво­
дится на корпусе.

Масса не более 510 г.

2ТЛ171-200, 2ТЛ171-250
?50
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«wnhCHoe напряжение в открытом состоянии 
'HZТ .  =  3.14/ос. ср, мдкс> 4 =  10 мс, не более:
“ г 2ТЛ171"2ии............................................................ 2,05 В

2ТС171— 250 ............................................................ 1,65 В
Пороговое напряжение при 7"п =  +140 X ,  
не более:

2ТЛ171 — 200 ...........................................................  1 В
2ТЛ171—250 ...........................................................  0,9 В

Отирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C — 12 В, не более.

Т - = - 6 0 Т Л о т  =  0 ,6 А .....................................  8 В
7-п =  + 2 5 Т Л ,о т  =  0 ,З А .....................................  5 В

Неотпирающее л остоя иное напряжение уп­
равления при 0 , 6 7 п» *у 1® кОм,

— +140 X ,  не меиее................................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При ^зс(и Ujc, п> Яу “  °°>
f  =  +140 "С, не более................................................  35 мА
Ток удержания при С/ъс =  12 В, Ry — ©о,
не более..........................................................................  0,4 мА
Ток включения при £/зс =  12 В, U, np t1 =  10 В,
fy пр=  1 мкс> =  Ю мкс, /?у =  5 Ом, не б о ле е ......  0,5 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при иоър и — U0BP п.' Ry =  7п =  +140 С,
не более..........................................................................  35 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при иъс =  12 В, не более:

7"п =  -6 0  X .............................................................  0,6 А
7̂  =  +25 X ............................................................. 0,3 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при (/j(-  ̂ 0,67 t/jс р, /?у “  10 кОм,
Тп — +140 X ,  не меиее................................................. 6 мА
Обратный ток восстановления 
при Ц)6Р и — 100 В, /ос. И =  4с, СР. МАКС»

<#)сп — 50 А/м кс, — 0,2 мс,
7̂1 =+140 X ,  не более................................................  200 А
Время включения при Ц с и =  100 В,

/5/ / 0̂С'СР' МАКО ПР' и ”
о/у/dt~  0,54 А/м кс, fy =  50 мкс, не бо ле е ..........  15 мкс
Время выключения при U3C и =  0,Ы (J3C и,
М х / л =  {au2c/d t)№, Ua№iK =  100 в,

ос.ср, максг (^4 с/dt)cn=  5 А/м кс, 
п +140 X ,  не более................................................  160 мкс

Э лектрические параметры



Время обратного восстановления 
при 1 ь̂р,и ~ 10̂  В, 4с. и =  4с .СР, МАКС>

/ <#)сп =  50 А/мкс, =  0,2 мс,
Тп ~  +140 X ,  ;:с более..............................................  6 млс
Заряд обратного восстановления 
при U0hр и — 100 В, /ог и =  4с, ср «ако 
(cflnc/cft)cn =  50 А/мкс, tw -  0,2 мс,
7j, = +140 'С, не более..............................................  550 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Гп = +140 X ,  не более:

2ТЛ171-200 ........................................................  1,43 мОм
2ТЛ171—250 ......................................................... 0,72 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более....................................................................... 0,11 Х / В т

П р е де льн ы е  э к с п луа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................,. 600... 1000 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1,2 иъс п
Обратное напряжение пробоя ............................... 1»2(/0Брп
Постоянное обратное напряжение управ­
ления ............................................................................. 5 В
Критическая скорость нарастания напря­
жения в закрытом состоянии 
при иж и — 0,67 иж  п, Лу =  00т 7п — +140 С:

группа 4 .................................................................  200 В/мкс
группа 5 ................................................................. 320 В/мкс
группа б ................................................................. 500 В/мкс
группа 7.................................................................  1000 В/мкс

Средний ток в открытом состоянии 
при f =  50 Гц, р =  180% 7"к = +100 X :

2ТЛ171-200 ......................................................... 200 А
2ТЛ171-250 ......................................................... 250 А

Действующий ток в открытом состоянии 
при f =  50 Гц, Р = 180°, Тк =  +100 'С:

2ТЛ171-200 ......................................................... 380 А
2ТЛ171—250 ......................................................... 520 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0bр = 0, 4, = 10 мс,
Т — +140 X :

Тп =  +25 X  (для 2ТЛ171—200)........................ 4,7 кА
Тп =  +25 “С (для 2ТЛ171-250)........................ 5,3 кА
7"п =  +140 X  (для 2ТЛ171—200).....................  4,3 кА
Тп —  +140 X  (для 2ТЯ171— 250).....................  4,8 кА
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тный показатель  при -  О, Ги -  10 мс,
* +  140 X :

?ТЛ 171-200 .........................................................  231 кА?-с
2хят7 i— 250................................................... —  28? кА2-с

К итическая скорость нарастания тока в откры­
том состоянии при i/jc и =  U3C п, /оси = 1000 А, 
fss 1...5 Гц, i/y.пр и Ю В, /v пр 1 мкс,
t в  10 мкс, /?у -  5 Ом, 7"п = + 140 X ....................... 100 А/мкс
М ин им ально допустимый прямой импульсный
ток управления............................................................ 0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления...........................................................  11 А
Ударная рассеиваемая мощность в обратном
непроводящем состоянии......................................... 40 кВт
Температура п е р е х о д а .............................................  +140 X
Температура корпуса................................................. —60...+100

ТЛ4-250
Тиристор кремниевый диффузионный р -п -р -п  с повышен­

ной устойчивостью к перенапряжениям (лавинные). Предна­
значены для применения в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Выпускаются в металлокерамическом корпусе штыревой кон­
струкции с гибким силовым выводом. Анодом является осно­
вание. Обозначение типономинала и полярности силовых вы­
водов приводится на корпусе.

Масса не более 700 г.

т-250

Электрические параметры
* |^ Пуль(::мое напряжение в открытом состоя-

и ПРИ 4с, и 1=5 785 А , ^  =  10 мс, не более......... 1,8 В
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Пороговое напряжение при Гп =  +140 “С,
не более....................................................................... 1,35 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U =  12 В, не более:

Тп =  -5 0  Х Д  от =  0,8 А .................................... 15 В
Гп =  +25 X ,  (, от =  0,4 А ...................................  6 В
ГП =  +  140Х, /У ОТ =  0,25 А ............................... 4 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Uv  м— Uir  w Ry =  5 Ом,
7„ *  +140 X ,  не менее..............................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ при и ж  и ~  и з с п, /?у =
ГП — +140 X ,  не более..............................................  40 мА
Ток удержания при /?у =  <*>, не более.................... 0,3 А
Ток включения при ^ Пр и =  2 В,
dfy/dt— 2 А/мкс, ty *= 20 мкс, не более................ 1,2 А
Обратный ток восстановления 
при Uqбр, ц ЮС В, и — 250 А,
[dl0-/ d t )сп = 50 А/мкс, 7"п =  +140 X ,
не более.......................................................................  150 А
Отпирающий постоянный ток управления 
прн Û c =  12 В, не более:

Тп =  -5 0  X ..........................................................  0,8 А
7"П =  +25 X ..........................................................  0,4 А
Гп = +140 X .........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при С/3с, и — з̂с. гь /?у ** 5 Ом,
7"п — +140 X ,  не менее..............................................  2 мА
Время включения при иж  и — 100 В,
/ос и = 250 A , Uy пр и — 20 В, dkf/dt =  2 А/мкс,
/?у — 5 Ом, fy =  20 мкс, не более.............................. 15 мкс
Время задержки при i/3C и — 100 В,
/ос, и = 250 A, U, Пр и =  20 В, dfy/dt=  2 А/мкс,
/?у «  5 Ом, fy = 20 мкс, не более.............................. 8 мкс
Время выключения при t/̂ c.n =  0,67 t/эс, и, 
dU\c/dt~ {dU3с/ dt)^p, U0bP и =  100 В, 

и -  250 A, (d!oc/ d t)cn =  5 А/мкс,
7п = +140 X ,  не более..............................................  70...250 мкс
Время обратного восстановления для групп 

feblKJl )̂БР. И 100 В, he. И ~  ^50 А,
(°^к:/^)сп ~  5 А/мкс, Гп =  +140 X ,  не более:

группа 1 .................................................................  18 мкс
группа 2.................................................................  15 мкс
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группа 4 " ...............................................................  Ю м ^  
„ обратного восстановления для групп 

по t i n  "PH U0№ и =  ЮО В, /ос,и =  250 А, 
( ^ ' / Я п  = 5 А / Мкс,7-п =  + 140Х,
не более:

группа 1.................................................................  625 мкКл
группа 2.................................................................  500 мкКл
группа 3 .........................................................................  375 мкКл
группа 4 .................................................................  250 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом
состолниипри Тп =  +140 X ,  не более.................. 0,38 мОм
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более..........................................................*...........  0,13 С /В т
Тепловое сопротивление переход— среда,
не более............... *......................................................  0,81 С /В т

П р е де льн ы е  э к с п л у а та ц и о н н ы е  да нн ы е  •

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  400... 1000 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1,12 U3c n
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии..................................................................... 0.7^зс.п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии.................................  0,5(/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  400... 1000 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  1,12£/0брп
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7 (/аБР п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение в закрытом состоянии...............  0,5(/О6Р П
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 С1Ж п,
Rv Гп =  +140 X ................'..................... !..........  20...

1000 В/мкс
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................... 0,5 В
Максимально допустимый средний ток 
® открытом состоянии при /■= 50 Гц,
Р=180‘, 7-к =  + 8 5 -С ...:. .......................................... 250 А

,мпЯ 7 .......................................................................  12 мкс
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Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f  — 50 Гц,
3 =  180*, Тн =  +85 “С ...............................................  390 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UnbP =  0, ?и =  10 мс,
7"п — +140 СС, не более..............................................  4500 А
Защитный показатель при Р =  0,
Ги = Юме, Гп =  +140 С ........................................... 101,25 кМ с
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при £ДС(И =  Ux  п,
£><■ и =  500 A , f  — 5 Гц, Uv пр и =  20 В,
Ry ~  5 Ом, d!y/dt=  2 А/мкс, fy — 100 мкс,
Гп =  +140 “С ................................................................  40; 70 А/мкс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления...........................................................  2 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления...........................................................  Ю А
Ударная рассеиваемая мощность в обратном
непроводящем состоянии........................................  40 кВт
Температура перехода .............................................  +140 °С
Температура корпуса................................................. — 50...+85 X

Закручивающий момент не более 50±10 Н-м.

Т а б л и ц а

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ТИПОНОМИНАЛОВ

В/мкс
*аы*п>
мкс

idta /dt)M.
А/мкс

Кллгс по 
напряжению

Значение Группы классификационных параметров

^31 г и
гг В 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 3

Значение классификационных параметров

20 50 100 200 500 1000 250 150 too 70 40 70

4 -6 400...600 + + + +■ + + + + +■ +■ - +

отг~- 700. ..1000 + + + + + + + + +
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Зависимости импульсного тока Зависимость динамического со-
от импульсного напряжения противления в обратном непро­

водящем состоянии от импульс­
ного обратного тока

Uosp.Bm ш  т о  т  ьт ш  о

Зависимости обратного напряжения 
от обратного тока

loccp/iocxpfsorti)

8,9

8,7

Q.S

0.2

. т-гзо

кNVЛ

Зависимость среднего тока от частоты
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ТМ-250 '/////X//////
Т п = -Ж

02 04 06 О В !д,А

Зоны Rn?” C/Knn'4 положений зави­
симости напряжения управления 
от постоянного тока управления

lynPM.A
Зоны возможных положений зави­
симости импульсного напряжения 
управления от импульсного тока 

управления

}у о ти Д у  отк(209мкс)

Зависимости импульсного от­
пирающего тока управления 

от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го гака от длительности импульса

t зиклЛвы?т о  а)

10

09

т -2 5 0

I  еыхл/ t вык/10) temAebtKmooBi 

5.8

3,0

1.0

_

1

t

т >50 -

\

11 Ч
125 250 575jQCи. А  8 0.1 V  0.1 U  3.5U x /Ux n  * * Ю 20 U U m p .B

Зависимость времени вы­
ключения от импульсного
тока в открытом состоянии
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Зависимость времени вы­
ключения от напряжения

в закрытом состоянии

Зависимость времени
выключения от обрат­

ного напряжения



Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимость тока удержания 
от температуры перехода

Зависимость времени нарастания 
и времени включения от постоян­
ного тока в открытом состоянии

!

Зависимости времени задержки и вре­
мени включения от скорости нараста­

ния импульсного тока управления

1 в м Л  B M W 1 1 зв Л зш ш

Зависимости времени задержки 
и времени включения от импульс­

ного тока управления

-40 0 40 80 ТвХ
Зависимости времени нара­
стания и времени включения

от температурь! перехода
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tsUK/l/teblKnW

(dUx /d t)/(d U x Ш У
Зависимость времени выключе­
ния от скорости нарастания на­
пряжения в закрытом состоянии

tm/i/tm/x* a Mxd
т -2 5 0

 ̂ ■* ® (dhc/dt)cn А/мкс

Зависимость времени выключе­
ния о т скорости нарастания тока 

в открытом состоянии

Зависимость времени выключе­
ния от температуры перехода

Зависимость времени обратного
восстановления о т  скорости нара­
стания тока в открытом состо ян и и
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Зависимости импульсного обрат­
ного тока от скорости нщрастания 

тока в открытом состоянии

й  ЗОС ОбрЛЛвОС 0S/V Ш / Ы с )

( d h c t i t k f i  А/мкс
Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорое»! нарастания 

тока в открытом состоянии

(d U x / d tk p  8/МКС Ш х Ш / Ш к Ш кр

она возможных положении зааи- 
имости скорости нарааания напря- 

йя в закрытом состоянии от на­
пряжения в закрытом состоянии

Зависимость скорости м^растаиия 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и напря­

жения в закрытом состоянии
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Vy.B -2 -1 О

Заеисим1>сть скорости нараста­
ния напряжения в закрытом со­
стоянии от постоянного напря­

жения управления

РобР.ж.кВт

Зависимость ударной рассеива­
емой мощности в обратном не­
проводящем состоянии от частоты

РоБР.удр,кВт Zun-n)X/Bm

Зависимость ударной рассеива­
емой мощности в обратном не­
проводящем состоянии от дпи> 

тельноети импульса

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени

ТЛ171-250, ТЛ171—320
Тиристоры кремниевые диффузионные р -п -р -п  с повыш ен­

ной устойчивостью к перенапряжениям (лавинные). Пред­
назначены  для применения в статических п ре о б р а зо в а те ля х  
э л е к тр о э н е р ги и , а также в цепях постоянного и п е р е м е н н о г о  

токов частотой до 500 Гц различных силовых э л е к тр о ус та н о ­
вок б е з  дополнительных мер защиты в условиях в о з и и к н о в е -
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НИЯ определенных обратных перенапряжений. Выпускаются 
в металлокерамическом корпусе штыревой конструкции с гиб­
кими силовыми выводами. Ан одом  является основание. О б о ­
значение титюноминала и полярности силовых выводов ппяа^  
дится на корпусе.

Масса не более 510 г.

Т/1171-200. Т/1171-250

[w\
, 1̂1 
f  
’ ^

4/

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при Iqq и =  3,144с, ср. м ак с» ~  ^  
не более:

ТЛ 171-250........................................................... 2,05 В
ТЛ 171—320 ...........................................................  1,65 В

Пороговое напряжение при 7f, =  +140 °С, 
не более:

ТЛ171—250................................ 1 В
ТЛ 171— 320...........................................................  0,9 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U2C =  12 В, не более:

Гп = —60 °С, /v от — 0,6 А .................................... 6 В
Гп =  +25вС Л >от =  0 ,2 5 А .................................. З В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при £/,г и =  0,6 7 £4- п. Я у=  Ю «0 м*
ГП = +140’С, не менее.......... ....................................  0,4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при ^ и= ихм , R, =

п — + 140 °С, не более............................................... 35 мА
Т°к удержания при 12 В, /?у =  °°,
не более.......................................................................  0,2 А
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Ток включения при U3C ~  12 В, Uy ПР_И =  10 В,
fy НР =  1 мкср fy =  10 мкс, /?у =  5 Ом, не более......  0,5 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при ^ОБР,И= О̂БР.П> /?у =  «>, Гп =  +140 Ср
не более.......................................................................  35 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при иъг =  12 В, не более:

Гп =  -6 0  X ..........................................................  0,6 А
Тп = +25 X  ..........................................................  0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при изс и =  0,67 иж  П, /?у =  10 кОм,
Гп = +140 X ,  не менее..............................................  6 мА
Обратный ток восстановления 
при U0bр и = 100 В, /ос и — /ос ср макср 
{dfoc/ d t )сп = 50 А/мкс, ги =  0,2 мс,
Гп =+140 X ,  не более..............................................  200 А
Время обратного восстановления 
при ^0БР,*= 100 В, /ос, И —  /ос, СР, МАКС»
{d/oc/ d t )cп =  50 А/мкс, 4, =  0,2 мс,
7̂  =  +140 X ,  не более...................................... ........ 6 мкс
Заряд обратного восстановления 
при U06р_и = 100 В, /ос, И “  be, СР, МАКС>
{dfoc/ d t)cu =  50 А/мкс, tyt =  0,2 wc,
Гп =+140 X ,  не более..............................................  550 мкКл

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при 7"П — +140 X ,  не более:

Т Л 171—250 ...........................................................  1,43 мОм
Т Л 171—320 ...................... ....................................  0,72 мОм

Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более.............................................*........................  0,085 Х / В т

П р е д е льн ы е  э к с п л у а та ц и о н н ы е  данны е

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  500... 1000 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..............................................  1 ,Щ г  п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................................  500... 1000 В
Обратное напряжение пробоя ...............................  1,2^0бр,п
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления.................................... 5 В
зав



л/.„яя скорость нарастания напряжения 
№ИГ1ггоГсостоянии при Узе., =  0,67Уз,„.
B_3f ? r „  =  +140 °С:
*У группа б .................................................................  ™  Ь/мкс

группа 5.................................................................  500 В/мкс
группа 7.................................................................  1000 В/мкс

максимально допустимый средний ток 
а открытом состоянии при f=  50 Гц,
S - lB O - .n ^ + lO O -C :
Р Т/1171—250..............................................................  250 А

ТЛ 171-320..............................................................  320 А
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при 50 Гц,
В — 180°, Гк =  + 100 X :

ТЛ 171—250..............................................................  380 А
ТЛ  171-320..............................................................  520 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при 0, h -  10 мс,
Гп = +140 °С:

ТЛ 171—250 ...........................................................  6800 А
ТЛ 171—320 ...........................................................  7500 А

Защитный показатель при £/0БР = 0,
= 10 мс, Гп = +140 "С:

ТЛ 171-250 ...........................................................  231 кА2-с
ТЛ 171-320 ...........................................................  282 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Ujc и =■ 0,67U3C п,
4х,и =  1000 A , f  =  1— 5 Гц, б '̂пр.н =  10 В,
К, нр =  1 мкс, ty =  10 мкс, Ry —  5 Ом,
Гп = +140 X ........................... .......................................  100 А/м кс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления..............................................................  0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
ток управления..............................................................  11 А
Ударная мощность обратных потерь
"Ри 7п =  + 1 4 0 Т ........................................................ 40 кВт
Температура перехода.............................................  +140 “С
Температура корпуса................................................. -60...+Ю 0 °С

Закручивающий момент (50±20% ) Н-м. Растягивающее 
У ^ ие Для силового вывода не более 150 Н. Растягивающее 

ДЛя Дополнительного катодного и управляющего вы- 
водов „е более 40 Н.
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foe# А

Зависимости импульсного тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

М - шшшш
О б ла с ть  г о р а н ти р а -  
дон н а го  о тп ира нияь

1 Шш% mm
§% ттл - ко

ТЯП1-320%У ■
О 0,2 ОА 06 0,8 t,0 Itj'A

Зона возможных положений за­
висимости постоянного напряже­

ния управления от тока

!у,оти/!j  от и (12 мкс)

О 2 i  6 в ty.MKC
Зависимости импульсного тока уп-
рааления от длительности импульса
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loca.A

Зависимости импульсною тока
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

Uy ПРЯ.8
TflW -250 W 7 U I2 0

— 1
_

S
-

St

V-?
/

9 mkс ’b t& P y jt
' t u - 10 ПКС

-■WBa

Ai s
-S>Pufcl5 Dm-tu-ll MXC -

— 0-2. Pu n=8 Bm-ttj--10 m
1 L I  I I  _ L

0 2 4 6 в /у при А
Зоны возможных положений за­
висимости импульсного напряже­

ния управления от тока

Зависимости импульсного удари0'
го тока от длительности импульс*



З ависим ости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

Зависимости импульсного ударно­
го юка от длительности импульса

О 20 40 60 (d loc titkn .A /vK C

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

teDC.QSP-HKC

О

! I ш и н о
1ос=480А

J20A
/ /160А

4

-

Зависимости времени обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

Одос обр , м к К л

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии
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йвОСОБР.МККл РобР^йР.кВт

Зависимости заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

20 <0 60 SQ Ымс
Зависимость обратной ударной мощ­

ности от длительности имлульса

(dUx/dt)w. В/мкс Ш зс /dt }/(dUx  /at )кр

1000
SOD
т
200
№

48

W71-250
ТЛ171-320

У  /
' К У

U3 - группы no dux/dt

L . i  L  J J M i
О 20 W  60

Зависимости скорости нарастания 
напряжения от напряжения Ь закры­

том состоянии

Зависимость скорости нараста­
ния напряжения от обратного на­
пряжения и от напряжения в за­

крытом состоянии

Z нп.юХ/Вт Zm-toX/Bm

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

о т  времени
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Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход— корпус 

от времени



2ТЛ271-250
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п с повышен­

и е м  „С Т С Й Ч И Е О С Т Ь Ю  К  п е р е н я п р д ж р н и а м  Г п я я и н м ш р  ̂ П п р п н я -

зн ачены  для применения в статических преобразователях элек­
троэнергии, а также в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц различных силовых электроустановок без 
дополнительны х  мер защиты в условиях возникновения опре­
деленных обратных перенапряжений. Выпускаются в металло­
керамическом корпусе штыревой конструкции с гибкими сило­
выми выводами и без гибкого силового вывода. Обозначение 
типономинала и полярности силовых выводов приводится на 
корпусе.

Масса не более 0,2 кг.

2ТЛ271-250

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /ос и —  3,14fcc ср  МАКС> —  ^  м с *
41= +25 °С, не более................................ *......  2,1 В
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Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Ujc  = 12 В, не более:

Гп = -60 X , 0Т = 0,6 А ...............Г.............  8 В
ГП = +25Х, i OT = 0,3 А .............................. 5 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при 6/зс и = 0,6 7 {/зс п. /?у = 10 кОм,
Гп =+140 X , не менее....................................... 0,2 В
Повторяющийся импульсный ток 
в закрытом состоянии при {/зс_и = Цс.п«
Яу “  оот Гп = +140 X , не болёе........................... 30 мА
Ток удержания при U3C — 12 В, Ry =
не более...........................................................  0,4 А
Ток включения при U3C = 12 В, С/у ПР>И = 10 В, 
t, нр = 1 мкс, fy = 10 мкс, /?у = 5 Ом,
не более............................................................ 0,5 А
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при £̂ )бр, и “  ^бр. п» °°> Тп +140 С,
не более...........................................................  30 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при иж = 12 В, ие более:

Гп = —60 “С ................................................. 0,6 А
ГП = +25 X ................................................. 0,3 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при и- 0 , 6 7 pi /?у 10 кОм)
Гп = +140 X , не менее....................................... 5 мА
Обратный ток восстановления 
при £/обр. и = 100 В, ^)с, и ^>с, с р , м а к с »
(d!oc/d t)cn — 50 А/мкс, ги = 0,2 мс,
Гп — +140 X , не более.......................................  200 А
Время обратного восстановления
при {/0БР>И ~ 100 В, /ос, И О̂С, СР, МАКС»
(tf/cv/fifrjcn = А/мкс, Ги = 0,2 мс,
Тп = +140 “С, не более....................................... 6 мкс
Время выключения при £/оы> и — 100 В,
< № з с / W J d t ) кр, ( х . и  =  < х  , СР, МАКС»
(dfQC/d t)cn — 10 А/мкс, Гп = +140 X ,
не более............................................................ 160 мкС
Заряд обратного восстановления
При f/оБР, И ^  /ос, И “ • (к. СР, МАКС»
{dfoc/dt)cn — 50 А/мкс, tA = 0,2 мс,
77, = Н-140 X , не более.......................................  600 мкКл
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Динамическое сопротивление в открытом
состоянии при Гп = +140 вС, не более...............  1,95 мОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более............................................................ Х / В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  600...1000 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  670... 1120 В
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 600... 1000 В
Обратное напряжение пробоя ..........................  720...1200 В
Максимально допустимое обратное постоян­
ное напряжение управления..............................  5 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3 = 0,67̂ /з̂ п,
/?у = <», 7"п = +140 X :

группа 4....................................................... 200 В/мкс
группа 5....................................................... 320 В/мкс
группа 6 ....................................................... 500 В/мкс
группа 7....................................................... 1000 В/мкс

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
Р = 180е, 7*к = +100 X ...................................... 250 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при У0БР = 0, — 10 мс,
7'П = +140,С ...................................................... 6000 А
Защитный показатель при U0BP = 0,
fc = 10 мс, Тп = +140 X ....................................  230 кА2 с
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии прн и,с и = 0,67 Л̂с п.
/ос и = 1000 A, f = 1...5 Гц, <VnPiM = Ю В ,'
А'.нр — 1 мкс, tv — 10 мкс, /?у *= 5 Ом,
7п = +140 X ...................................................... 200 А/мкс
Минимально допустимый прямой импульсный
ток управления.................................................. 0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный
т°к  управления.................................................. 11 А
Ударная мощность обратных потерь
приГп = + 140Х .....................................;......... 40 кВт
Температура перехода...................................... +140 X
Температура корпуса......................................... -60...+100 X
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При монтаже тиристоров без гибкого вывода втулка ти­
ристора вместе с применяемым выводом должны быть обжаты 
по длине 7 мм с размерами шестигранника 10,5 мм.

Приложение крутящих и ригпбакнцих усилий к втулке не 
допускается.

У тиристоров без гибкого вывода допускается отсутствие 
гальванического покрытия и наличие следов испытаний внут­
ри силовой втулки корпуса.

h a t  А

//

---------- —

f -

л
/

/ /
Ю Ю Uoctt.B

Зависимости импульсного тока в от­
крытом состоянии ог импульсного 
напряжений при температуре пере- 

хода:
1 -  +25 X , 2 -  +125 'С

hccp.A

Зависимости среднего тока в от­
крытом состоянии от температуры 
корпуса при различных углах про­

водимости
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Зависимости среднего тока в от­
крытом состоянии от температуры 
корпуса при различных углах про­

водимости

ioccp,A

Зависимости среднего тока в от­
крытом состоянии от температура) 
окружающей среды при различ­

ных углах проводимости



Зависимости среднего тока в от­
крытом состоянии от температуры
окружающей среды при различ­

ных углах проводимости

ксж-кА

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса: 

1 -  25 'С; 2 — 125 X

Цчпр.В

Зависимости тока перегрузки в от­
крытом состоянии от длительнос­

ти импульса;
К=  0(1), К=  0,5(2), К=  0,75(3); 
К=* 1(4), К — отношение средне­
го тока к максимально допусти­

мому среднему току

hx jump к А

28 40 60 00 10В Ш .м с
Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса 

при различной скважности:
0 = 1(1); а=  2(2)

О 8,!}yoj,AQA OS 8.6 0.? 0.8 0.9 lyflp.A
Зона возможных положений зависимости постоянного 
напряжения управления и отпирающего постоянного 

напряжения управления от тока управления:
А1 — область негарантированного отпирания;
А2 — область гарантированного отпирания
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Uyjp,B

Зоны Возможных положений зависимости постоянного 
и импульсного напряжения управления от тока управле­

ния при различной скважности:
1 -  О = 1; 2 - 0  = 2; 3 - 0  = 5; 4 - 0 - 4 0

О ; 2 S 4 S 6 7 8 9 t*m c

Зависимости отпирающего тока управления 
от длительности импульса:

1 — 25 "С; 2 --- 60 X

йвос.овр ,мкКл

Зависимости заряда обратного восста­
новления от скорости нарастания тока 

в открытом состоянии:
 ̂ о̂си ~ >̂514с.ср» 2 4к.и ~ 4iccpi 

3 —  /ос и ~  с р



В Ю 20 JO Ш 50 60 70 80-d b c 'd t А/мКС

Зависимости времени обратного восста­
новления от скорости спада тока в за­

крытом состоянии:
1 !<.it. и = 2 — 4с и “  ( к  cpi
3 — 4х: и = гр

О 10 20 30 W  50 60 70 80 90 tn,MC
Зависимость мощности потерь в обратном непро­
водящем состоянии от длительности импульса

(dUx/dthp, В/мкс

то
500
т
№
т
iO

i l 5' б7г
N N

4-7 - щппы л 
t t ± = t £ :

0 сin»
-t1-

N

Зависимости скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от амплитуды прямого напряжения: 

группы 4, 5, 6, 7 по dfJ/dt

i/овр AJxn. °/о~-0-10 0 10 ÔUjc/Ux.o* °/о
Зависимость скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии 
от обратного напряжения и напря­

жения в закрытом состоянии
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PoC.CP.BfD
Ро.с.сР'Вт
f---- r

150 300 Iqx.crA

Зависимости средней мощности по­
терь в открытом состоянии от сред­
него тока при различных углах про­

водимости

Z КП-Ю, Т/Вф

Зависимости средней мощности по­
терь в открытом состоянии от сред­
него тока при различных углах про­

водимости

Зависимости переходного тепло­
вого сопротивления от времени

3.4. Тиристоры оптромкые 

Т02-10
Тиристор олтрониый (оптотиристор) кремниевый диффу­

зионный р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: крем н и ­
евый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий диод —
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бъединены  в одну конструкцию. Предназначен для примене- 
°  я в помехоустойчивых схемах автоматики в цепях постоян­
н о  и переменного токов преобразователей электроэнергии, 
п. .«„г^яются в пластмассовом корпугр флянце вой конструк­
ции. Анодом является основание. Обозначение типономинала 

полярности  выводов и выводов управления (излучающего 
диода) приводится на корпусе.

Масса не более 24,4 г.

Т02-10
Л
26

Тип

1— тН вм Г

ГП ГП
1
43

Ж

Электрические параметры
Импульсное напряжение ъ открытом со­
стоянии при <х.и = 31,4 А, = 10 мс,
не более........................................... ................  1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при £/1С = 12 В, Гп = +25 X ,
/у от ~ 150 мА, не более.....................................  2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при иж и = 0,67 Uv п. Яу = Ю Ом,
Тп^+ И О Х, неменее................................. ........  0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ При MjC и = изс п, /?у = оор

— +110 “С, не более.................................«.... 1,3 мА
ток удержания при U3C и = 12 В, /?у =
не более....................’....................................... 30 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
*1РИ Ч»6Р И =  О̂БР п. /?У “  °°»
п — +110 *С, не более.—...—..............................  1,3 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при 0ЗС= 12 В, Гп = +25 “С, не более................  150 мА
Время включения при i/3Ci и = 100 В,
'ос, и = Ю А, /у, пр, и = 0,5 A, fy( пр = 1 мкс,
tv = 50 мкс, не более.......................................... 15 мкс
Время задержки при U3C> и *= 100 В, 
he, и = "Ю А, ^гпр, и = 0,5 A, ty> пр = 1 мкс,
fy = 50 мкс, не более.......................................... 10 мкс
Время выключения при tAc и ~  0,67 п,
4с и = 10 A, dUy;/dt=  50 В/мкс,
Цх р , и = 100 В, Тп — +110 X , не более..............  150 мкс
Сопротивление изоляции оптопары, не менее .... 1000 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более............................................................ 1,76 Х /В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 100... 1000 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 1,12Цс п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.......................................................... 0,8^  п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии.......................................................... 0,6 Цсп
Повторяющееся импульсное обратное i
напряжение....................................................... 100... 1000 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 1,12^ ^ ,!
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8
Постоянное обратное напряжение....................  0,6 ̂ бр.п
Средний ток в открытом состоянии
при f=  50 Гц, р = 180е, Гк = +70 X ..................  10 А
Действующий ток в открытом состоянии
прн f=  50 Гц, р = 180“, Тк = +70 X ..................  20 A i
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоър = 0, /и = 10 мс,
ГП = + 110Х...................................................... 250 А N
Критическая скорость нарастания тока
В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ПрИ Цзги — 0,67 U3C nr
/ос,и = 20 А, /= 1...5 Гц, 4,,ПР)И -  0,5 А,
tv, пр = 1 мкс, /у = 50 мкс, Гп = +110 X ............... ..40 А/мкс
Температура перехода........................................+110 X
Температура корпуса...........................................—60...+110“*
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Т02-Ю, Т02-40
Т и р и с т о р ы  оптронные (оптотиристоры) кремниевые 

иЛкЬузнонные р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: 
пе'мниевый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий 

_ объединены в один корпус. Предназначен для при­
менения в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях 
п о с т о я н н о г о  и переменного токов преобразователей электро­
эн ер ги и . Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыре­
вой конструкц ии с жесткими силовыми выводами. Анодом 
является основание. Обозначение типономинала и полярности 
силовых вы во д о в приводится на корпусе.

Масса не более 46 г.

Т02-10. T0 2-W

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со- \
стоянии при ^с,и = 3,1/ос,ср, макс- *и = 1° мс, )
не более................................................................  1,#5 В
Пороговое напряжение при Гп = +100 °С , 
не более:

Т 0 2 - Ю ..........................................................  1,38 В
Т02-40 .......................................................  1,14 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иж = 12 В, не более

ГП = - 4 0 °С Д ОТ = 0 ,ЗА ..............................  2,5В
Тп = +25°С>4,от= 0,15 А ............................  2 В
7̂ = + 100 “С, /у от = 0,08 А .......................... 1,6 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления При изс>и = U2Ci п, /?у = 5 Ом,
'п~- +110 °С, не менее....................................... 0,8 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при и = П, Rv =
'п ~ +100 °С, не более....................................... 6 мА
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Ток удержания при U3C и = 12 В, /?у = 
не более:

Т02-Ю ......................................................  10 мА

Ток включения при 1/ж и = 12 В,
ly ppi ̂  0,5 А, /у цр 0,5 мкс, /у *■ 50 мкс, 
не более:

Т02—10......................................................  14 мА
Т02-40 ......................................................  20 мА

Повторяющийся импульсный обратный ток 
при и = U0Бр fi, /?у оо, г;, = +100 с , *
не более...........................................................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при U3C = 12 В, не более:

ГП = -40 X  ................................................  0,3 А
Гп- + 2 5 еС ................................................  0,15 А
7Ь = +100Х................................................ 0,08 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3r и = п, /?у = 5 Ом, Гп — +100 X ,
не менее...........................................................  3 мА
Время включения при Цс>и — 100 В,

И ■“  ^ОС.СР МАКО /у, ПР. И A ,  ty H P  1 М КС ,
ty= 50 мкс, не более.......................................... 15 мкс
Время задержки при иж и = 100 В,
£)Г и = (х ,ГР, М А КС I /у, ПР,И = 0,5 A, fy, ПР 1 мкс,
ty = 50 мкс, не более......................................... 10 мкс
Время выключения при и — 0,67 ̂ Лс м,
К'А, И —  ^ К .г р  М/Ч<0 dux/dt= (аизс/а)№,
о̂&р.и = 100 В, {dfoc/ ^)сп “  5 А/мкс,

/и = 500 мкс, Гп — +100 X , не более:
группа 2 ......................................................  150 мкс
группа 3 ......................................................  100 мкс
группа 4......................................................  70 мкс
группа 5......................................................  50 мкс

Время обратного восстановления 
при иш > и = 100 В> О̂С, И Ь с , СР, МАКС»
(dloc/dt)^  = 5 А/мкс, /и = 500 мкс,
7"П = +100 X , не более:

Т02—10.....................................................  4,6 мкс
Т02-40 ....................................................... 7,3 мкс
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■чяпяд обратного восстановления
ПРИ 100 В;  ^.И = )̂С СР,МАКС
(d!oc/d t)cnZ  5 А/ МКС' = 500 МКС’г  __ + igy не wtwtee. 
Л Т 02-Ю  

ТО2-40
Д инамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тр +100 С, не более.

Т02—Ю 
Т 0 2 -4 0  

Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

Т02- Ю ...............................................
Т02-40 ....................................................

Тепловое сопротивление переход—среда,
ие более:

Т02—Ю ...............................................  
Т02-40 ....................................................

Предельные эксплуатационные д
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии .............................................................
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение..........................................................
Не повторяющееся импульсное обратное
напряжение..........................................................
Рабочее импульсное обратное напряжение......
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение....................................................
Напряжение развязки между силовой и управ­
ляющей цепями...................................................
Критическая скорость нарастания тока 
в закрытом состоянии при U3C и — 0,67 £/зг п»
Яу = оо Гл = + Ю 0Х:

группа 1..........................................................
группа 2 ..........................................................
группа 3..........................................................
группа 4 .........................  .................

24 мкКл 
76 мкКл

13 мОм 
4,7 мОм

1,76 Х /В т  
0,467 °С/Вт

4,4 Х / В т  
2,9 Х /В т

аины е

100... 1000 В

1j l2{/jC ,п 

0>8£/зс п 

0,6 ^ .,,

100...1000 В

1112С£, Бр п 
0,8 64>ер. п

0,6 п 

2000 В

20 В/мкс 
50 В/мкс 
100 В/мкс 
200 В/мкс
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Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при 50 Гц,
Р = 180°, Гк = +70 °С:

Т 0 2 - Ю ....................................................
102-40 ....................................................

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
Р=  180% ГК = +70°С:

Т 0 2 - Ю ....................................................
Т02-40.................................................

Ударный неповторяющнйся ток в открытом 
состоянии при U0bр = О, /и = 10 мс,
Гп = +100 °С:

Т 0 2 - Ю ...........................................
Т02-40...........................................

Защитный показатель при ЦуЪр = 0, 
tw = 10 мс, ^  = +100 дС:

Т02-10.........................................
Т02-40 .........................................

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при £/зс и = 0,67 £/}С, п.
Ь с ,  И 2/ос СР, МАКС»  ̂ 5 Гц, /у, Пр, и 0,5 А, 
tv нр = 1 мкс, ty = 50 мкс, Гп = +100 ‘С:

группа 1....................................................... 20 А/мкс
группа 2 ....................................................... 40 А/мкс

Минимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления...........................................  0,25 А
Максимально допустимый прямой импульс­
ный ток управления...........................................  0,5 А
Температура перехода...................................... +100 °С
Температура корпуса.........................................  —40...+70

Типономиналы допускают произвольное сочетание клас 
фикационных параметров.

Закручивающий момент не более 5,6±0,6 Н-м.
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Зависимости импульсного тока 
а открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

и  и  и  то см .в

Зависимоеги импульсного тока 
в открытом состоянии от им­

пульсного напряжения

2.5 
2.8

15 

10 
0,5

О

Зоны возможных положений по­
стоянного напряжения управлений 
от п°стоя иного тока управления

2.5

2,0 

IS  

18 
0,5

О

Зависимости импульсного прямо­
го напряжения управления от им­

пульсного тока управления

иу.при.В
Т02-10 
ТО2-СО ^

у
0 Ру.и.Вт ty.Mxc

1) Ш  125 0,05
2)200 0,75 0J

0.2 ОЛ 0,6 0.8 !ц ЛР.И.А
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20 40 60 80 ty,MKC

Зависимости импульсного отпи­
рающего тока управления от дли­

тельности импульса

20 40 60 80ty,MKC

Зависимости импульсного о т и ­
рающего тока управления от дли­

тельности импульса

Iocmp.k A

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

he ж .  к А

Зависимости импульсного ударно­
го тока от длительности импульса

358



'О 500 400 /у пр.и.нА
Зависимости импульсного тока 
включения от импульсного пря­

мого тока управления

1зл  ̂ш  m i'tm /t т т  ка)

Зависимости времени включения 
и времени задержки от импульс­
ного прямого тока управления

I т Я  вктл/ькс) '£ заЛ зла а/**(■)

0.2 0.4 0,6 0.8 (jjy /г/t. Д /т с
Зависимости времени включения
и времени задержки от скорости

нарастания тока управления

lm.nA

Зависимости импульсного тока 
включения от импульсного пря­

мого тока управления

£зд/£з№.ЯА) ;1вК/}Лш0ЯА1

Зависимости времени включения 
и времени задержки от импульс­
ного прямого тока управления

Зависимости времени включения
и времени задержки от скорости

нарастания тока управления
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Ьд/!щ 25 X) ЫЛудю X)

Зависимость постоянного тока 
удержания от темпера гуры пе­

рехода

t ш Л  Ш П) 'tap /t т п

Зависимости аремени нарастания
. и времени включения от импульс­

ного тока а открытом состоянии
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Т02-Ш

20

\Л6

12

0.8

-4в-Я 0 25 50 75ТпХ

Зависимость постоянного тока 
удержания от температуры пе­

рехода

1шЛвк/нп 'thpAmn

Зависимости времени нарастания
и времени включения от импульс­
ного тока в открытом состоянии



Зависимость времени выключения 
от постоянного напряжения в за­

крытом состоянии

1вшЛвык/чт в/нхг)

0,9

0.8

' 20 40 60(dUx/dtkp.B/tlKC
Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

[вихлАвшщт в)

18

16

и

U  

10
О 8
' 20 40 60 88 ЮШобР.В

Зависимость времени выключения 
от напряжения переключения

Зависимость времени выключения 
от постоянного напряжения в за­

крытом состоянии

1ш пЯзш тт влт)

Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания напряже­

ния в закрытом состоянии

Зависимость Времени выключения
от напряжения переключения
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1&Ь1мЛ8ЫК/>5 А/мкс)

\

Т02-Ю

4 8(d!oc/dt)cn.A/MKC
Зависимость времени выключения 
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

Зависимость времени выключения 
от температуры перехода

Зависимость времени обратного вос­
становления от скорости нарастания

тока в открытом состоянии

Зависимость времени выключения
от скорости нарастания тока в от­

крытом состоянии

Зависимость времени обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

Q  вОС. 06Р /Q  ВО СМ РШ нкс)

Зависимость заряда переключения
от скорости нарастания гака в от­

крытом состоянии



Зависимость заряда обратного вос­
становления от скорости нарастания 

тока в открытом состоянии

/  т(п-к) X /Вт

(dUjc/dUxp,В/мкс

Зависимости скорости нарасгания 
напряжения в закрытом состоянии 

Of постоянного напряжения

Зависимости переходною теплово­
го сопротивления пераход— корпус 

от времени

Zm-юХ/Вт

Зависимости переходного теплово­
го сопротивления переход-корпус 

от времени

Т0125-Ю
Тиристор оптронный (оптотиристор) кремниевый диффу­

зионный р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: кремни­
евый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий диод — 
объединены в одну конструкцию. Предназначен для примене­
ния в помехоустойчивых схемах автоматики в цепях постоян­
ного и переменного токов преобразователей электроэнергии.
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Выпускаются в пластмассовом корпусе фланцевой конструк­
ции. Анодом является основание. Обозначение типономинала 
и полярности выводов и выводов управления (излучающего 
яиода) приводится на корпусе.

Масса не более 24,4 г.

T0125-W

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 31,4 А, ?и = 10 мс,
не более...........................................................  1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Uv  = 12 В, 7̂  = +25 °С,
/у от = 80 мА, не более....................................... 2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при £Дг.и = 0,67УК  п, /?у = 10 Ом,
Тп =■ +110 *С, не менее....................................... 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £ДГ и ”  ^зс.т = «i
Тп = +110 'С, не более....................................... 3 мА
Ток удержания при U3C и — 12 В, /?у =
не более...........................................................  30 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при иж  = 12 В, Тп = +25 “С, ие более................ 80 мА
Неотпирающий постоянный ток управления 
при f/зс.и — 0,67(/зс.пг Ry Ом,
Тп— +110 X , не менее....................................... 2 мА
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Впемя включения при U3C и 100 В,
I = 10 A, и ®*5 лр —  ̂мкс,
Г=50 мкс, не более..........................................  10 мксW f# _ 4 АЛ QВремя задержки при i/3C и — \vO  В,
, и = Ю А, /у. ПР. И = °» 5 А> У̂.ПР = 1 мкс,
f '® 50 мкс, не более..........................................  5 мкс
Время выключения при U3C и — 0Г67(/ЗС п,
! я  Ю A, dU3C/d t=  50 В/мксг
^ бр и = Ю0 В, 7"п = +110 °С, не более..............  100 мкс
Сопротивление изоляции оптопары, не менее .... 1000 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более............................................................  1,5 Х / В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
а закрытом состоянии.......................................  Ю0...1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  1,12 L^c п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.......................................................... 0,8 Цс с
Постоянное напряжение в закрытом со*
СТОЯНИИ.............................................................. 0,6̂ /зсп
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.........................................................100... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.........................................................1,12 6/0БР П
Рабочее импульсное обратное напряжение...... ...0,8 ̂ Бр п
Постоянное обратное напряжение.................... ..0,6 Цж>,п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и — 0,67 U3C п,

= гп = +110 X .............. '..................;......... 20...
500 В/мкс

Средний ток в открытом состоянии
при f=  50 Гц, р = 180°, Тк = +85 X ..................  10 А
Действующий ток в открытом состоянии
при 50 Гц. р= 180°, 7к = +85 X ..................  20 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UQbр = 0, Ги — 10 мс,
7n = + 110X...................................................... 250 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом СОСТОЯНИИ При LLr и = 0,67 tArn,
4с.и »  20 A, f=  1...5 Гц, ^ ПР И® 0.5 А,
'у,пр = 1 мкс, t, = 50 мкс, Гр»  +110 X ...............  100 А/мкс
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Температура перехода 
Температура корпуса..

+ 110 °С 
-60...+85 °С

тсо-ю
Тиристор симметричный оптронный (олтосимистор) крем­

ниевый диффузионный р-п-р-п-р. Предназначен для примене­
ния в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях посто­
янного и переменного токов преобразователей электроэнер­
гии. Выпускаются в пластмассовом корпусе фланцевой кон­
струкции. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса ие более 24,4 г.

ТСО-Ю

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /рс и = 14,1 A, = 10 мс,
не более .......................................................
Отпирающее постоянное напряжение уп­
равления npw Uzc = 12 В,  ̂от = &0 мА,
не более...................................................... .
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Ц-̂ с.л = 0»67£/эс.п> Яу — 10 Ом,
Гп — +100 “С, не менее...................................
Повторяющийся импульсный ток в закрыто» 
состоянии при — Û c n, Ry — со,
Гп = +100" *С, не более...................................
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ок удержания ПРИ ^  = ° ° ' не более.................. 50 мА
тпирающий постоянный ток управления

эи их = 12 ?  ..... : : ....... 80 мАеОТПИраЮЩИИ ПОСТОЯ НК Wr« ТОК уПриВ/ЮМИЯ
эи £/зс и = 0j67Wjc.ii» Яу — 10 Ом,
= +100 ‘С, не менее.........................................  3 мА

ремя включения при Ux , и = 100 В,
1СК и = 14,1 А, /у и = 0,5 A, ty нр -  1 мкс,
f = 50 мкс, не более............................................  10 мкс
Время задержки при U3C и = 100 В, 
lOCw= 14,1 А, /у и = 0,5 A, fyjip — 1 мкс,
ty == 50 мкс, не более..........................................  5 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более............................................................  2 °С/Вт

П редеяьиы е эксплуатац и онн ы е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  100...1000 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,12£/зс П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............................................................  0,8 Uv п
Максимально допустимое постоянное на­
пряжение в закрытом состоянии........................  0,6 U>( п
Напряжение развязки между силовой и уп­
равляющей цепями..............................................  2000 В
Критическая скорость нарастания напряже­
ния в закрытом состоянии (в тиристорном 
режиме работы) при U3C и = 0,67f/3C n, Ry = «>,
7*п = +100 "С:

группа 1.......................................................... 20 В/мкс
группа 2....................................................... 50 В/мкс
группа 3 .......................................................... 100 В/мкс
группа 4 ................................................... . 200 В/мкс

Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при * — 0,blUv 

и — 14,1 А, ги = 10 мс, !у'Н = 0,5 А, 
dlv/dt = 1 А/мкс, ty = 50 мкс, ГП = +100 °С:

гРУПпа 1.......................................................... 1 В/мкс
группа 2 ..........................................................  5 В/мкс

Максимально допустимый действующий ток 
® открытом состоянии при f — 50 Гц,
Р -  180°, ГК = + 8 0 °С ..............„ ..........................  10 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UQbр — 0, Ги = 10 мс,
Гп = + 100Т...................................................... 100 А
Критическая скорость нврастзнмя токе 
В открытом СОСТОЯНИИ При U-7C и = 0,67tAr п»
/ о с , и = Ч 1 А ,  1...5ГЦ , ^.„ = 0,5 А.
ty нр = 1 мкс, Гп = +100 °С ................................. 70 А/мкс
Температура перехода...................................... +100 °С
Температура корпуса......................................... —50...+80 °С

Типономиналы допускают произвольное сочетание класси­
фикационных параметров.

Т0125—12,5
Тиристор оптронный (оптотиристор) кремниевый диффу­

зионный р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: кремни­
евый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий диод — 
объединены в одну конструкцию. Предназначен для примене-; 
ния в помехоустойчивых схемах автоматики в цепях постоян-j 
ного и переменного токов преобразователей электроэнергии. 
Выпускаются в пластмассовом корпусе фланцевой конструк­
ции, Анодом является медное основание. Обозначение типо­
номинала и полярности выводов и выводов диода приводится 
на корпусе.

Масса не более 24,4 г.

70125-12,5
33
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Импульсное напряжение в открытом со- 
гтоянии При &С.Ц = 39 А, 4, = 10 мс,
не более............................................................ в
Отпирающее постояниое напряжение управ­
ления при t/3C = 12 В, не более:
ленг■--50вС Л .от*Ю 0 м А ...........................  З В

fn»  +25 "С, от в  80 мА........ ....................  2,5 В
Неотпирающее постояниое напряжение уп­
равления При i/зс и “ * Ю Ом,
j  —+110°С, не менее.......................................  0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3Ci и = £/зс, п» ^у = °°>
у =+110 "С, не более.......................................  3 мА
Ток удержания при U3Ci и = 12 В, Яу = со,
не бояее............................................................ 30 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
При £/qbP,H ~ О̂БР,П» Яу = «., — +110 С,
не более............................................................ 3 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при 12 В, Т„ = +25 °С, не более:

7|, = -50 “С .................................................  100 мА
Тп = +25 °С .................................................  80 мА

Неотпирающий постоянный ток управления 
при iAr и ™* 0,67 (Ар п, Лу — 10 Ом,
Тп = +110 "С, не менее.......................................  2 мА
Время включения при 6̂ с и = 100 В,

12,5 А, пр.и 0,5 А, /у(нр 1 мкс,
fv ~ 50 мкс, не более..........................................  10 мкс
Время задержки при £/зс и = 100 В,
)̂с, и — 12)5 А, ^  ̂— 0,5 А, ^ нр 1 мкс,

fy — 50 мкс, не более.......................................... 5 мкс
Время выключения при £/зс и = 0,676̂ с п,
4с, и ~ 12,5 A, dU^/dt = 50 В/мкс,
Чжр.и = 100 В, 7J, = +110 “С, не более..............  100 мкс
Сопротивление изоляции оптопары,
не менее............................................................ 1000 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более............................................................ 1,5 °С/Вт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение 

закрытом состоянии.......................................  100... 1400 В

Электрические параметры
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.....................................  1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом

по//
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................ 0,6£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 100... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение......................... .............................  1r12(/o£pп
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,86^ п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................. 0-6 ̂ р.п
Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f — 50 Гц, j3 = 180°,
ГК = + 8 5 °С ....................................................... 12,5 А
Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц,
р = 180°, Гк =+85 °С ........................................ 19.6 А
Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при UnBр = 0, Ги — 10 мс,
ГП = +110°С...................................................... 350 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при £УЗС и — 0,67 U3C п, 
fcc. и 25 A, f  1 ...5 Гц, 4, nPj и — 0,5 А,
fy нр = 1 мкс, fy = 50 мкс, Тп = +110 "С ...............  100 А/мкс
Температура перехода...................................... +110 °С .
Температура корпуса......................................... —50...+85 °С

Т 0 132-25, Т 0 132-40
Тиристоры оптронные (оптотиристоры) кремниевые 

диффузионные р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: 
кремниевый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий 
диод — объединены в одну конструкцию. Предназначены для 
применения в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях 
постоянного и переменного токов преобразователей э л е к т р о ­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыре­
вой конструкции с жесткими силовыми выводами. Аиодом 
является основание. Обозначение типономинала и полярности 
выводов и выводов управления (излучающего диода) п р и во ­
дится на корпусе.

Масса не более 25,5 г.
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T0132-2S. ТОШ-40
Точка измерения Тк

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При he, И ~  3,14^JC ср,МАКО '« == Ю  МС, 
не более:

Т0132--25.................................................... 1,85 В
Т0132—40................ — ....................... ....... 1,75 В

Отпирающее импульсное напряжение управ­
ления при Ujc  = 12 В, не более....... ............... 2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при игс,и = иж П, Гп = +100 °СР
не менее........................... ..................... *........ 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при С/зс ц =* Ry — <*>,
Гп = +100 °С, не более________________________ 3 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при Ось?, и о̂вр. п> Яу ~  °°> = +100 С,
не более............................................................ 3 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при иж — 12 В, не более ......................... *......... 150 мА
Электрическая прочность изоляции между
силовой и управляющей цепями, не менее........  2 кВ
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

Т0132-25....................................................  0,7 “С/Вт
Т0132-40 .................................................... 0,47 *С/Вг

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  600... 1200 8

еповторяющееся импульсное напряжение 
8 закрытом состоянии.......................................  1,12
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Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.........................................................  0,8ЦСП
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................
Повторяющееся импульсное обратное напря­
жение ...............................................................  600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 1,12 ̂ ,БР П
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8(7^ п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение...................................................  0,61^брП
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/)С и = 0 ,67^  п,
/?у = oof 7”п — +100 X :

группа 1.........................................................  20 В/мкс
группа 2....................... ...............................  50 В/мкс
группа 3 ....................................................... 100 В/мкс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии прн f — 50 Гц, р = 180°,
Тк = +70 “С:

Т0132-25...................................................  25 А
Т0132-40...................................................  40 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f~  50 Гц(
Р=  180°г Тк = +70 X :

Т0132-25.................................................... 39 А
Т0132-40...................................................  63 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Цувр = 0, & — 10 мс,
ГП = +Ю0 °С:

Т 0 132-25....................................................... 600 А
Т 0 132-40....................................................... 750 А

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при Ц$г>и *  0,67/7^ п,
4с. и = 2he ср, макс* 1—5 Гц, fy и ~  0,5 А,
/утНР = 1 мкс, = 50 мкс, Тп = + 100 X ................ 40 А/мкс
Температура перехода...................................... +100 X
Температура корпуса........................................  —40...+70 X

Чистота обработки контактной поверхности охладителя не 
хуже 2,5. Время пайки выводов управления паяльником мощ­
ностью 50...60 Вт при температуре припоя до +220 X  не долж­
но превышать 5 с. Закручивающий момент не более 6 Н-м-
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2Т0132—25, 2Т0132-40
Т и р н с т о р ы  оптронные (оптотиристоры) кремниевые диф- 

^..^мпнные р-п-р-п. Два полупроводниковых элемента: 
п е м н и е в ы й  фототиристор и арсенидгаллневыи излучающим 

объединены в одну конструкцию. Предназначены для 
применения в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях 
постоянного  и переменного токов преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыре­
вой конструкции с жесткими силовыми выводами. Аиодом 
является основание. Обозначение типономннала и полярности 
вы водов и выводов управления (излучающего диода) приво­
дится нв корпусе.

Масса не более 25,5 г.

2Т0132-25, 2Т0т-1>0

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ПрИ /ос и 3,14^с СР. МАКС' ~  Ю МС, 
не более:

2Т0132-25.................................................. 1,85 В
2Т0132—40.................................................. 1,75 В

Отпирающее импульсное напряжение управ­
ления при Ux  — 12 В, не более:

Тп = "60 °С ................................................. 3 В
7п = +25 “С ................................................. 2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при изс и = изс> п, Тп = +100 °С,
не менее............................................................ 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом

^  “ = п. R, = “ •п"+100 С, не более....................................... 3 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток
при Uobp И ~  ^ 7БР, Л> /?У ~  00 > 7Й — +100 С,
не более ..............................................................

ниримлции пМПуЛоСНЫИ ТОК уПрйВЛСИИЯ
при U3C = 12 В, не более:

Ти = -60 х ................................................
ГП = +25 X ................................................

Неотпирающий постоянный ток управления
при Ти = +100 X , не менее...............................
Ток включения при Гп = +25 X ,  не более........
Ток удержания при 7J, = +25 X ,  не более........
Время включения при 7J, — +100 X , не более:

группа 3.....................................................
группа 4.............. .......................................
группа 5 ........................... „............................

Сопротивление изоляции между гальванически
развязанными электродами, не более...............
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

2Т0132-25...................................................
2Т0132-40................................................

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 1,12£/зс п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............ ..................... ......................  0,8(/^л
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии.........................................................  0,6 п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  1»12^̂ бр.п
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8£/ОБР п
Постоянное обратное напряжение.................... 0,6£/обр,г?
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и в  0,67l̂ c.m 
Rv = Ти = +100 X :

группа 2......................................................  50 В/мкс
группа 3......................................................  100 В/мкс
группа 4......................................................  200 В/мкс
группа 5......................................................  320 В/мкс

3 мА

300 мА 
150 мА

3 мА 
100 мА 
50 мА

160 мкс 
100 мкс
63 мкс

10 МОм

0,7 Х /В т  
0,47 Х /В т
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^ опиий ток В открытом состоянии
^риТ=50Гц,р=180°. гк = + 70 -с- 

2Т0132—25  25 А
— < л л лл 40 А11 и | ... .......................... ........... .............

ПлыПВующий ток в открытом состоянии
пои f 50 Гц,р = 180% Гк = +70 X :
Р 2Т0132-25....................................................  39 А

2Т0132—40..................................................... 63 А
У д а р н ы й  неповторяющийся ток в открытом
состоянии при U0bр ~  0, ty[ 10 мс,
г = +100 X :
л 2Т0132-25....................................................  500 А

2Т0132-40....................................................  700 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и = 0,67 U3C п,
/ос и — 2/qc, ср, макс» Гц, /у, прт и — 0,5 А,
^ 'КР = 1 мкс, rv = 50 мкс.......................................  32 А/мкс
Температура перехода........................................  +100 X
Температура корпуса..............................................  —60...+70 "С

Для обеспечения теплового и электрического контакта 
шероховатость контактной поверхности охладителя должна 
бьпь не более 3,2 мкм. Сопрягаемые поверхности при сборке 
оптотиристора с охладителем рекомендуется покрывать поли- 
метилоксановой жидкостью или пастой КПТ—8. В зазоры между 
охладителем и лепестком, лепестком и основанием оптотирис­
тора щуп 0,03 мм не должен проходить. При эксплуатации 
оптотиристоров необходимо периодически очищать поверх­
ность стеклоизолятора от пыли и других загрязнений. Запре­
щается изгибать выводы оптотиристора.

Т0142-50, Т0142-63, Т0142-80
Тиристоры оптронные {оптотиристоры) кремниевые диф­

фузионные р~п-р-п. Два полупроводниковых элемента: 
кремниевый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий 
диод — объединены в одну конструкцию. Предназначены для 
применения в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях 
постоянного и переменного токов преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе штыре­
вой конструкции с жесткими силовыми выводами. Анодом 
является основание. Обозначение типономинала и полярности 
выводов и выводов управления (излучающего диода) приво­
дится на корпусе.

Масса не более 48,5 г.
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T0U2-50, T0U2-6J. T0U2-80

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ПрИ /ос и 14 he, ср, млкс» м '̂ 
не более:

Т0142—50.................................................... 1,85 В
Т0142—63, Т0142—80..................................  1,75 В

Отпирающее импульсное напряжение управ­
ления при U3C = 12 В, не более.........................  2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3(. „=  Цс.п» Тп = -М00 'С,
не менее.......................... .................................  0,9 В
Электрическая прочность изоляции между
силовой и управляющей цепями не менее........  3 кВ
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и = U3C п, /?у = оо,
Гп = 4*100 °С, не более....................................... 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0BP и — UQbP п, /?у =
7̂, = ■+100 °С, не более........ ................... -........  5 мА
Отпирающий импульсный ток управления
при — 12 В, не более...................................  150 мА
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

Т0142—50...................................................  0,36 сС/Вт
Т 0 142—63...................................................  0,3 вС/Вт
Т0142-80.................................................... 0,24 °С/Вт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................ 600...1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии....................................... 1»12^с.п
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рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0.8 ^ 0
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................  0 , 5 п
Повторяющееся импульсное обратное напря­
жение................................................................ 600...1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£^Бр(П
рабочее импульсное обратное напряжение ... .... 0,8 )̂бр,п 
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................  О .бб^п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при Ux  и = 0,67*/^ п,
/?у = 00г 7‘П = +100°С:

группа 1................... .............. ....................  20 В/мкс
группа 2 ....................................................... 50 В/мкс
группа 3 ....................................................... 100 В/мкс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f = 50 Гц, р = 180°,
Тк = 4-70 °С:

Т0142-50.................................................... 50 А
Т0142-63.................................................... 63 А
Т0142-80.................................................... 80 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, 
р= 180°, ГК = +70“С:

Т0142-50.................................................... 78 А
Т0142-63.................................................... 98 А
Т0142-80.................................................... 125 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при Uqqp = 0, Ъ — 10 мс, 7̂  -  +100 °С:

Т0142-50 ....................................................  800 А
Т0142—63.................................................... 1200 А
Т0142—80.................................................... 1350 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при /Ух . и “  0,67их  п, 

и — 24с. ср, макс’ 1 —5 Гц, \ Пр и “  0,5 А,
% нр — 1 мкс, /у = 50 мкс.....................................  40 А/мкс
Температура перехода...................................... +100 °С
Температура корпуса.........................................  -40...+70 °С

Чистота обработки контактной поверхности охладителя не 
хуже 2,5. Время пайки выводов управления паяльником мощ­
ностью 50...60 Вт при температуре припоя до +220 °С не долж­
но превышать 5 с. Закручивающий момент не более 10 Н-м.
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2Т0142-50, 2ТО142-63, 2Т0142-80
Тиристоры оптронные (оптотиристоры) кремниевые диф­

фузионные р-п-р~п. Два полупроводниковых элемента: 
кремниевый фототиристор и арсенидгаллиевый излучающий 
диод — объединены в одну конструкцию. Предназначены для 
применения в помехоустойчивых схемах автоматики и в цепях 
постоянного и переменного токов преобразователей электро­
энергии. Выпускаются в метал'лостеклянном корпусе штыре­
вой конструкции с жесткими силовыми выводами. Анодом 
является основание. Обозначение типономинала и полярности 
выводов и выводов управления (излучающего диода) приво­
дится на корпусе.

Масса ие более 48,5 г.

270142-50. 270142-61 270142-80

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при (qcm = 1 ср, МАКС» 4) =  Ю мс> 
не более:

2Т0142-50.................................................. 1,85 В
2Т0142-63,2Т0142-80 .............................. 1,75 В

Отпирающее импульсное напряжение управ­
ления при £/зс — 12 В, не более:

Тп = -60 X ................................................. 3 В
Гп = +25 X ................................................. 2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3C и = э̂с.п* Тп = +100 X ,
не менее............................................................ 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При и =  и х  п* Яу =  0,0,
Гп = +100 X , не б о л е е ....................................  5 мА
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теряю щ ийся импульсный обратный ток 
при и06р и 7 ^обр.п. Яу =

+160 с, не более............................... .
О т п и р а ю щ и й  импульсный ток управления 
при <Лс= 12 в  не более:

Тп *  ~69 л .........................................
Н еотпи раю щ ий  постоянный ток управления
при Гп*+ Ю 0 “С, не менее................................
Ток включения при Тп — +25 С, не более ...».....
Ток удержания при ГП = +25 X , не более.........
Время включения при Тп = +100 X , не более:

группа 3.................................. *...................
группа 4................................ ......................
группа 5.......................................................

Сопротивление изоляции между гальвани­
ческими развязанными электродами, не более ..
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более:

2Т0142-50..................................................
2Т0142-63..................................................
2Т0142-80..................................................

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  600,.. 1200 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.........................................  1,12£ с̂ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............................................................  0,8£/3с.п
Постоянное напряжение в закрытом
СОСТОЯНИИ .............................................................  0,61/х п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение..........................................................  600... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.......................................................... 1,12£/0БрП
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8UQb? n
Постоянное обратное напряжение.....................  0,6UQb? n
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и — 0,67U3C п,
Яу = ~, 7̂  —+ 100 °С:

группа 2 ..........................................................  50 В/мкс
группа 3 .......................................................100 В/мкс

группа 4 ..........................................................  200 В/мкс
Пэуппа 5.....................................................  320 В/мкс

5 мА

300 мА
150 мА

3 мА 
120 мА 
70 мА

160 мкс 
100 мкс 
63 мкс

20 МОм

0,36 °С/Вт 
0,3 вС/Вт 
0,24 Х / В т



Средний ток в открытом состоянии 
при f=  50 Гц, Р = 180°, Гк = +70 °С:

2Т0142-50............................................
2ТО i42—63............................................
2Т0142—80............................................

Действующий ток в открытом состоянии 
при f — 50 Гц, р = 180е, Гк = +70 X :

2ТО142-50...........................................
2Т0142-63............................................
2Т0142-80............................................

Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0bр — 0, /и = 10 мс,
Гп^+ЮО “С:

2Т0142-50...........................................
2Т0142-63............................................
2Т0142-80............................................

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C_и = 0,67игс П(
о̂с, и ■”  24с с р . м а кс » Гц, Пр и — 0,5 А,

tv_ нр = 1 мкс, /у = 50 мкс...............................
Температура перехода................................
Температура корпуса...................................

Для обеспечения теплового и электрического контакта 
шероховатость контактной поверхности охладителя должна 
быть не более 3,2 мкм. Сопрягаемые поверхности при сборке 
оптотиристора с охладителем рекомендуется покрывать поли- 
метилоксановой жидкостью или пастой КПТ—8. В зазоры между 
охладителем и лепестком, лепестком и основанием оптотирис- 
тора щуп 0,03 мм не должен проходить. При эксплуатации 
оптотиристоров необходимо периодически очищать повер­
хность стеклоизолятора от пыли и других загрязнений. Запре­
щается изгибать выводы оптотиристора.

3.5. Тиристоры комбииироваино-выключаемые, 
тиристоры-диоды

ТБК171-125, ТБК171—160
Тиристоры кремниевые диффузионные комбинированно- 

выключаемые р-п-р-п. Предназначены для применения в ка­
честве ключевых элементов в цепях постоянного и перемен-

50 А

80 А

78 А 
98 А 
125 А

900 А 
1200 А 
1350 А

40 А/мкс 
+  100 X  
—60...+70 X
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то ко в  частотой  свыше 10 кГц преобразователей электро- 
Н° Г°гии, где требуются малые времена включения и выключе- 
ЭН6Р высокие скорости нарастания тока и напряжения. Выпус- 
н - сй в Металлоксрамическом корпусе штыревой конструк- 
ка с гибкими силовыми выводами. Анодом является основа­
ние Обозначение типономинала и полярности силовых выводов 
приводится наt корпусе.

Масса не более 420 г.

ТБК171-125, ТБК-171-160

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ПрИ /ос,и “  3,14tciCP,MAKC. to = 10 мс, 
не более:

ТБК171-125................................................  2,3 В
ТБК171—160................................................  1,9 В

Отпирающее импульсное напряжение управ­
ления при U-x- = 12 В, не более:

Гп = -60 “С, 4 от = 0,75 А ............................  6 В
7 ^ + 2 5 Х .^ от=0,3 А ..............................  4 В

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при С/ж  и — 0,67/7̂  п,
Ry— 10 кОм, ГП = +125 X , не менее..................  0,25 В
Пороговое напряжение при 7̂  = +125 X , 
не более:

ТБК171—125..................................................  1,6 В
ТБК171—160..................................................  1,14 В

Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж_ и = Ц с п, /?у = <*, 

п + 12э X , не более.........................................  40 м А
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Ток включения при U3C = 12 В, £/у пр и = 10 В,
ty Hf> = 1 мкс, ty = 10 мкс, Rv — 5 Ом, не более.....  0,5 А
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0bPM = U0bP п, Тп — +125 °С, не более........  40 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при U3г — 12 В, не более:

Гп = -60 “С ................................................. 0,75 мА
Тп = +25 “С ................................................. 0,3 мА

Неотпирающий постоянный ток управления 
при изс,н = 0,67 U3C п, dU ^/d t-  5 В/мкс,
/?у = 10 кОм, ГП — +125 "С, не менее..................  30 мА
Время включения при U3с — 300 В, 
he, и = he, ср, МАкс̂  *Н<ус/  25 А/мкс,
Uyt пр |4 ~  10 В, /у |̂р *" 1 МКС, ty “  10 мкс,
/?v — 5 Ом, не более...........................................  4 мкс
Время выключения при Ц с — 0,67 U3C п, 
dUst/dt^  50 В/мкс, иОЪр м ~  100 В,
4с,И = 4с, СР, МАКС г {dfoc/d t)cn~  10 А/мкс, 

мс, v̂, з. нр ““ 3 мкс,
/?у = 1 Ом, ty = 3fBbH01, не более:

для 5—8 классов по напряжению
ТБК171-125................................................ 5...8 мкс
ТБК171—160............. -................................  8... 12,5 мкс
для 9—12 классов по напряжению
ТБК171—125................................................ 8...12,5 мкс
ТБК171—160................................................ 10...16 мкс

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при Тц — +125 “С, не более:

ТБК171—125................................................ 1,9 мОм
ТБК171-160................................................ 1,5 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более....................... ................... -..............  0,145 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда,
не более............................................................ 0,875 "С/Вт

Предеяьные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... М^зс.л
Рабочее импульсное напряжение в закрытом 
состоянии.........................................................  0,7(̂ с.П
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Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................  0r5£/3<-in
повторяющееся импульсное обратное

жженке.........  ..................................  500...1?00внапряжен"''Непов-горяющееся импульсное обратное
напряжение.............. ........................................  U^o№,n
рабочее импульсное обратное напряжение......  0,7£/ОБр,п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение..........................................................  0,5£/ОБРП
Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f = 50 Гцг р = 180°,
j  = +85 °С:

Т6К171-125 ................................................ 125 А
ТБК171—160................................................ 160 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f~  50 Гц:

ТБК171—125................................................ 196 А
ТБК171-16С................................................ 251 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UobP — 0, 4, = 10 мс,
7п = +125 X :

ТБК171—125................................................ 2500 А
ГБК171—160................................................ 3500 А

Защитный показатель при Ц## = 0, /и = 10 мс,
7^+125 °С:

ТБК171-125................................................ 31,2 кА2*с
ТБК171-160................................................ 61,2 кА2-с

Критическая скорость нарестания напряжения 
в закрытом состоянии при Щс и “  0.̂ 7 Ux  п, 
tn = 200...250 мкс, /?у = во, Гп = +125 “С:

группа 4 ....................................................... 200 В/мкс
группа 5....................................................... 320 В/мкс
группа 6 ....................................................... 500 В/мкс

Критическая скорость нарастания тока 
В. открытом СОСТОЯНИИ при Utut и = 0,67 {Лг П,
4си = 2000А, f-  5Гц, Ь^,№ и= 10В,
у̂.нр— 1 мкс, /у = 10 мкс, /?v~  5 Ом,
Тл = + 125Х...................................................... 1250 А/мкс
Температура перехода...................................... +125 X
Температура корпуса......................................... - 60...+85 X

Растягивающее усилие для вывода катода не более 150 Н, 
6Яя Вь»водов управления и дополнительного катодного — не 

Лее 40 Н. Закручивающий момент не более 40...60 Н*м.
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ТБК143—250, ТБК143—320
Тиристоры комбинированно-выключаемые кремниевые 

диффузионные гу-п-гу-п Ппрпначначены для применения в ил. 
честве ключевых элементов в цепях постоянного и перемен­
ного токов частотой до 10 кГц преобразователей электро­
энергии, где требуются малые времена включения и выключе­
ния, высокие скорости нарастания тока и напряжения. Выпус­
каются в металлокерамическом корпусе таблеточной кон­
струкции. Анодом и катодом служат плоские основания. Обо­
значение типономинала и полярности силовых выводов приво­
дится на корпусе.

Масса не более 280 г.

ТБКШ-250. ТБКШ-320

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 3 , 1 4 £ с , с р , м а к о  Рл -  Ю  м с . 

не более:
ТБК143-250................................................ 2,8 В
ТБК143-320................................................ 2,3 В

Пороговое напряжение при Тп = +125 “С, 
не более:

ТБК143—250................................................ 1,6 В
ТБК143—320...............................................  1,19 В
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ающее импульсное напряжение управ­
ления при Uv  = 12 В, не более:
лениг *-60  вС Л  о т*0,85 А ............................ 6 В

7" = +2 5 X , /у от “  0,-5 А ...............................  * В
Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при U3C. и ~  0,67 Г]» 
dU-iJdt- 5 В/мкс, /?у = 10 кОм,
j  = +125 "С, не менее.........................................  0,25 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и = Uк  п, Rv — «*>,
j  = +125 X , не более.........................................  40 мА
Ток включения при = 12 В, £/у.ЛР.и = 10 В,
f нр == 1 мкс, ^ = 10 мкс, Ry = 5 Ом, не более.....  0,7 А
Повторяющийся импульсный обратный ток
при 4>вр и = ^ бр.п. Гп = + 125 X , не более......... 40 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при U,г = 12 В, не более:

^ = -60 X ...................................................  0,85 мА
ГП = +25 °С ...................................................  0,4 мА

Время включения при Û c — 300 В,
(зГ И = О̂Г.СР МАКС' dloc/ dt= 25 А/мкс,
Uv пр и = 10 В, /у нр = 1 мкс, ty ~ 10 мкс,
/?у = 5 Ом, не более .............................................  4 мкс
Время выключения при UK = 0,67 U3C П( 
dU?,с / — 50 В/мкс, о̂бр, и = 0,
()С, И = /ос, СР. МАКС» {d!oc/dt)u1-  10 А/мкс,

0,2 мс,  ̂ 10 В, /у нр — 3 мкс,
Ry — 1 Ом, /у = 3fBblK/1, 7"п = +125 X , не более:

группа 1 .......................................................... 63 мкс
группа 2 .......................................................... 50 мкс
группа 3.......................................................... 40 мкс

Динамическое сопротивление в открытом 
состоянии при 7̂, = +125 X , не более:

ТБК143—250..................................................  1,7 мОм
ТБК143—320..................................................  1,2 мОм

Тепловое сопротивление переход—корпус,
"е °°л е е ...............................................................  0,058 Х / В т
епловое сопротивление переход—среда, 

не 6олее............................................................... 0,358 Х / В т

П редельны е эксплуатац и онн ы е данны е
Повторяющееся импульсное напряжение

закрытом состоянии.........................................  1300...2400 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................  ^Ликп
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.........................................................  0,7 п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии ............................ 0,5£/3<-п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  1300...2400 В
Не повторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  М£/обрп
Рабочее импульсное обратное напряжение...... 0,7£/ОБР м
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................  0»5lkbPn
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и — 0,67 п»

= 200...250 мкс, Rw — °°,  Т̂  = +125 °С:
группа 4......................................................  200 В/мкс
группа Ь ......................................................  320 В/мкс
группа 6 ......................................................  500 В/мкс

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f=  50 Гц,
(3 ~ 180°, Гк = +85 °С:

ТБК143—250...............................................  250 А
ТБК143—320...............................................  320 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
Гк = +85 СС:

ТБК143-250...............................................  392 А
ТБК143—320...............................................  502 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоьр = 0, Ги = 10 мс,
Гп = +125 °С:

ТБК143-250...............................................  4500 А
ТБК143—320...............................................  5500 А

Защитный показатель при UQfbP — 0,  ̂— 10 мс,
Тп = +125 X :

ТБК143-250...............................................  101 кА2с
ТБК143-320...............................................  125 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и = 0,67 U3C п,
/ос и = 2000 A, f=  5 Гц, иУПРИ= 10 В, 
fy НР = 1 мкс, ?у = 10 мкс, Rv = 5 Ом,
Гп = +125 СС .....................................................  1000 А/мкс
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+ 125 X  
-60...+85 X

Расгяг^ггющр** Усилие для выводов управления не более 
jn н Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспече-

зоне 10000... 14000 Н-м.

ТДЧ171 —125/50, ТДЧ171 —160/63
Тиристоры-диоды кремниевые диффузионные. Тиристор­

ная p-n-p-n-ziруктура на определенном секторе кремниевого 
диска шунтируется диодной р-п-структурой. При обратном на­
пряжении прибор работает как диод. Предназначены для при­
менения в широтно-импульсных системах пуска и регулирова­
ния скорости электродвигателей, в автономных инверторах пре­
образователей частоты, а также в других цепях постоянного и 
переменного токов различных силовых установок. Выпуска­
ются а металлокерамическом корпусе штыревой конструкции 
с гибкими силовыми выводами. Анодом является основание. 
Обозначение типономинала и полярности силовых выводов 
приводится на корпусе.

Масса тиристора-диода не более 510 г.

ТДЧ171-125/50, ТДЧ171-160/63

К 012,5 v ---- Н-+-

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и = 3,14&с СР МАКС *  10 мс- 
не более.................. ...........  - .......  .............. 2,2 В
Импульсное напряжение 
водящем состоянии при /
и Ю мс, не более.....
13*

2,2 В
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Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3r — 12 В, не более:

ГП — —60 X , /у от = 0,7 А .............................. 6 В
Т  —  | О С вГ  / ’ - П О С  Л C DI £ .sj n ....... *.....................................  s j %-i

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при (Лг и = п. /?У = Ю кОм,
Гп = +125 "С, не менее....................................... 0,25 В
Повторяющийся импульсный гок в закрытом 
состоянии при £АГ и = U->c п, Яу ~  ° ° ,
7̂  =+125 X , не более....................................... 30 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при Uк — 12 В, не более:

7п = -60 X ................................................  0,7 А
Гп — +25 X ................................................  0,35 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при Ц г_и = U3C п, /?у — 10 кОм,
Гп = +12.5 X , не менее.......................................  30 мА
Время выключения при изс = 0,6 7 и,
4>с, и — '̂)с, гр макс» dU'jc/ 50 В/мкс,
{с//0С/ cft)zu ~  10 А/мкс, 7̂  — +125 X , 
не более:

группа 1......................................................  63 мкс
группа 2......................................................  50 мкс
группа 3......................................................  40 мкс
группа 4......................................................  32 мкс

Тепловое сопротивление переход—корпус
в открытом состоянии, не более........................ 0,125 Х/Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус 
в обратном проводящем состоянии,
не более...........................................................  0,32 Х /Вт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 600... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 1,12U3C U
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.........................................................  0,SU3C п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................ 0,6U3c n
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при 7̂  = +125 X :

группа 7......................................................  50 В/мкс
группа 8 ......................................................  100 В/мкс

- группа 9 ......................................................  200 В/мкс
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Максимально допустимый средний ток 
опытом состоянии при f=  50 Гц,

В  0 * к г  I о с  ’ Г .
a 3S 180 , 7к -  +8I> L -Р -...чл^л-ус, /̂ п 175 АТД Ч  i n  1<-̂ / ...................................... !/■./«

ТДН171 “  160/63..........................................  160 А
Максимально допустимый действующий ток

открытом состоянии при f  -  50 Гц,
В= 180", ГК = + 85Х:
Р ТДЧ171—125/50............................................  196 А

ТДЧ171—160/63..........................................  250 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при — 10 мс, Гп +125 С:

ТДЧ171—125/50..........................................  3000 А
ТДЧ171—160/63.......................................... 3500 А

Максимально допустимый соедний ток 
в обратном проводящем состоянии 
При /■= 50 Гц, Р = 180°, Тк = +85 “С:

ТДЧ171 —125/50..........................................  50 А
ТДЧ171—160/63....................................... . 63 А

Максимально допустимый действующий ток 
в обратном проводящем состоянии 
при f=- 50 Гц, р = 180°, 7; = +85 СС:

ТДЧ171—125/50.......................................... 80 А
ТДЧ171-160/63..........................................  100 А

Ударный неповторяющийся ток в обратном 
проводящем состоянии при = 0,
4,= 10 мс, Гп = +125 X :

ТДЧ 171-125/50..........................................  900 А
ТДЧ 171—160/63.......................................... 1000 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом СОСТОЯНИИ при £/зс и = Узе П.
о̂с и — ср. макгг f— 1...5 Гц, 7п = +12 5 С ........ 200 А / мкс

Температура перехода ........................................  +125 X
Температура корпуса...........................................  —60...+85 Р|

ТДЧ 153—320/125, ТДЧ 153-400/160
Тйристоры-диоды кремниевые диффузионные. Тиристор- 

иая Р^р-л-структура на определенном секторе кремниевого 
Диска шунтируется диодной р-/7-структурой. При обратном на­
пряжении прибор работает как диод. Предназначены для при- 

ения в широтно-импульсных системах пуска и регулирова­
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ния скорости тяговых электродвигателей, в автономных инвер>_ 
торах преобразователей частоты, а также в других цепях пос­
тоянного и переменного токов различных силовых установок 
Выпускаю! ся в ме Iсшликкрслмическим корпусе таблеточной
конструкции. Анодом и катодом являются плоские основания 
Обозначение типономинала и полярности силовых вывод0в 
приводится на корпусе.

Масса не более 560 г.

ТЛЧ153-320/125. ТЛЧ153-Ш/160

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при £,с.и ~  3,14^ гр мдко = 10 мс,
не более............................................................ 2,7 В
Импульсное напряжение в обратном про­
водящем состоянии при 4с и ”  3»14̂ х; СР, МАКС»
?и = 10 мс, не более............................................... 2,7 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при UK = 12 В, не более:

7̂  -  - 6 0  X ,  ^ от -  0,7 А ......................................  6 В
7л =  +25 "С, /у 0т =  0,35 А ...................................  5 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3Ci и = {/3Ci П> Яу — Ю кОм,
7~п = +125 “С, не менее......................................... 0,25 В
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ряЮщИЙСЯ импульсным ток в закрытом

Г о я п и н  ПРИ = Uvr п’ * v = с<3' 7П Л+125 "С, не более.........................................  70 мА
п п ающий ПОСТОЯННЫЙ I U K  унрсшЛеииЯ

// = 12 В, не более:
"РИ ^ = _ 6 0 Т  ...................................................  0,7 А

7|( = +25 С ...................................................  0,35 А
и^отпирающий постоянный ток управления 
„ри(Лси = ^ п ,^ = 1 0 к О н ,Г п = +125Т,
не менее............................- ............................  30 мА
Воемя выключения при £/*- п,
Lr и = /ос ср, макс> dU3C/dt = [di/3r/dt)KP> 
foe и = be ср МАКС. (dfoe/dt)rn = Ю А/мкс,
гп = +125 X :

группа 1 ............................................................ ...63 мкс
группа 2.............................................................50 мкс
группа 3 .......................................................... 40 мкс
группа 4 ............................................................. ...32 мкс

Тепловое сопротивление переход— корпус
в открытом состоянии, не более......................... ...0,04 С/Вт
Тепловое сопротивление переход— корпус 
в обратном проводящем состоянии, не более .... 0,1 Х / В т

П редельны е эксплуатац и онн ы е  данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  600... 1600
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 1,12U3C п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.......................................................... 0,86 С̂П
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................  0,6 U K П
Критическая скорость нарастания коммута­
ционного напряжения при Гп = +125 X :

группа 7 .......................................................... 50 В/мкс
группа 8 .......................................................... 100 В/мкс
группа 9 .......................................................... 200 В/мкс

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при f ~  50 Гц, (3 = 180°, 
тк = +85 X :

ТДЧ 153—320/125..........................................  320 А
ТДЧ 153-400/160..........................................  400 А
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Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при /= 50 Гц, (3 = 180’,
Тк = +85 X :

ТДЧ 153—320/125........................................ j OG А
ТДЧ 153-400/160........................................ 630 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при = 10 мс, Гп = +125 X :

ТДЧ 153—320/125........................................ 5500 А
ТДЧ 153-400/160.......................................  6600 А

Максимально допустимый средний ток 
в обратном проводящем состоянии 
при /=50 Гц, |i = 180% Тк = +85 °С:

ТДЧ 153-320/125........................................ 125 А
ТДЧ 153-400/160.......................................  160 А

Максимально допустимый действующий ток 
в обратном проводящем состоянии 
при 50 Гц, р = 180е, Тк = +85 “С:

ТДЧ 153—320/125.......................................  195 А
ТДЧ 153-400/160.......................................  250 А

Ударный неповторяющийся ток в обратном 
проводящем состоянии при Ож  = 0,

= 10 мс, 7̂  =+125 X :
ТДЧ 153-320/125........................................ 1700 А
ТДЧ153—400/160........................................ 2500 А

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии При изс,\Л = <4с,П.
/<х,и = 2/qc,cp,мако f = 1---5 Гц, 7"п = +125 С ....... 200 А/мкс
Температура перехода.....................................  +125 X
Температура корпуса......................................... —60,..+85 X

3.6. Тиристоры бескорпусные

Т130—40, Т130—50
Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна­

значены для применения в составе ключевых модулей и моно­
литных больших интегральных схемах преобразователей элект­
роэнергии. Выпускаются а бескорпусном исполнении. Анодом 
и катодом являются плоские основания. Обозначение типо- 
но ми нала и полярности силовых выводов приводится на бир­
ке. Управляющий электрод находится в центре со стороны 
катода.

Масса не более 1,3 г.
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Т150-Ш 7150-50

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при !0с, и ”  3,14/ос ср.мако *и — W мс»
не более............................................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления При игс-  12 В, не более:

Гп — —50 С, (у от— 0,3 А ..............................
7̂  — +25 С, 1у'01 0,1 А ..............................

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при U3C и = 0,67 иъс п, R, -  50 Ом,
Тп = +125 “С, не менее.......................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и — иж п, /?у =
7*п = + 125 X , ие более:

Т130-40 ......................................................
Т130—50 ......................................................

Ток удержания при иж  = 12 В, /?у =
не более ............................................................
Ток включения при /у ПР и = 1 А,
tf/y/dt — 0,3 А/мкс, ty = 50 мкс, не более..........
Повторяющийся импульсный обратный ток 
"РИ ^0№.и = О̂БР.П. Я* = ~, Гп= +125 X , 
не более:

Т130-40 ......................................................
Т130—50 ......................................................

Отпирающий постоянный ток управления 
при иж ~  12 В, не более:

= -50 X .................................................
Нв Гл = +25“С ...................................................

отпирающий постоянный ток управления
Г = Ъ ! ! Г 3 67£/зс.П. Я  = 50 Ом, 
п +125 С, не менее.......................................

1,75 В

9 В 
3,5 В

0,9 В

5 мА
6 мА

90 мА

150 мА

5 мА
6 мА

0,3 А
0,1 А

2 мА



Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии..... .................................  500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии......................................  1,11 ^зс.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................... . .................. ..................  0,8
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................ 0,6Ц С п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение......................................................  1»1Ш>бр,л
Рабочее импульсное обратное напряжение...... 0,8£/ОБР п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................  0,6£/ОЬРП
Критическая скорость нарастания напря­
жения в закрытом состоянии 
при Uir и = 0,67 U3C п, /?, = Тп = + 125 аС:

группа 2.................... .............................. . 50 В/мкс
группа 3......................................................  100 В/мкс
группа 4......................................................  320 В/мкс
группа 5......................................................  500 В/мкс
группа б ......................................................  1000 В/мкс

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при /= 50 Гц, = 180°,
Гп = +125 С:

Т130—40 ................... ..................................  40 А
Т 130-50 .....................................................  50 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при /= 50 Гц, (5 = 180е,
ГП = +125 “С:

Т130—40 .....................................................  63 А
Т130—50 .....................................................  78 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при 6/0СР =0, /'ц = Ю мс,
ГП = +125 “С:

Т130—40 .....................................................  750 А
Т130-50 .....................................................  800 А

Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при UiC и = 0,676/зап,
/о: и = 2/ос гр макс» 1--5 Гц, Jy пр и = 0,5 А,

нр = 1 мкс, t, = 50 мкс, Т(| = +125 X ............... 100 А/мкс
Температура перехода.....................................  +125 СС
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Т140—63, Т140—80
Тиристоры  кремниевые диффузионные р-п-р-п. Предна- 

зчвны  для применения б сс^ТыБс к/иочсБых мод у/is и v\ mghg- 
нгиых бол ьш и х  интегральных схемах преобразователей элект- 
оэнергии. Выпускаются в бескорпусном исполнении. Анодом 
катодом  являются плоские основания. Обозначение тило- 

номинала и полярности силовых выводов приводится на бир­
ке У п р авл яю щ и й  электрод находится в центре со стороны
катода.

Масса не более 2,6 г.

TU0-63. TU0-80

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос.и 3,14^х,ср макс> Ю
не более............................................................ 1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при UiC = 12 В, не более:

Гп = -50 °С, /у от = 0,35 А ............................ 10 В
Гп = +25 вС, /у'от = 0,15 А ............................ 4 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при £Дс и = 0,67 U* п, /?у = 50 Ом,
V 88 +125 “С, не менее........ ..............................  0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ при иж и = £УЗСП, /?у -  оо,
п +125 “С, не более.......................................  6 мА

Ток удержания при U3C -  12 В, /?у =
не более..................................................................  120 мА

Л К/ ! ^ ЧеНИЯ При = 1 А-Ч/at 0,3 А/мкс, ty = 50 мкс, ие более..........  210 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0bр и = U0бр, Л. Ъ  = 125 С,
не более............................................................ 6 мА
«̂ /ТПираЮщии ПОСТОЛмпощ TOft управлений
при 0 К — 12 В, не более:

Гп = — 50 “С ................................................  0,35 А
Гп = + 25 X ................................................. 0,15 А

Неотпирающий постоянный ток управления 
при U3C и = 0,67 п, /?у = 50 Ом,
Тп ~  +125 X , не менее.......................................  2 мА

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  500... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  1>11 4̂с.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.......................................................... 0,8 п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................  0,6£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 500...1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение ....................................................... 1.11 о̂бр,п
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8£/ОБР п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................. 0,6£/обрп
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс и = 0,67 £/зс п,
Ry = <>Qf тп = +125 СС:

группа 2 ....................................................... 50 В/мкс
группа 3 ....................................................... 100 В/мкс
группа 4 ....................................................... 320 В/мкс
группа 5....................................................... 500 В/мкс
группа 6 ....................................................... 1000 В/мкс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при /= 50 Гц, Р = 180*,
Тп = +125 X :

Т 140—63 ...................................................... 63 А
Т 140-80 ...................................................... 80 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, р = 180°,
Гп = +125 X :

Т140—63 ...................................................... 98 А
Т140—80 ...................................................... 125 А
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Ударный неповторяющиися ток в открытом
СОСТОЯНИИ При £/(ЭБР — 0, — 10 мс,
Тт = +125 X :

т 140—63......................................................  i200 А
7140-80 ......................................................  1350 А

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при 6/зс и = 0,67 £УЗС п,
fnc и ~ СР, МАКС» Гц, /у.пр.и = 0,5 А,
f нр = 1 мкс, /у — 50 мкс, 7"п = +125 X ............. . 100 А/мкс
Температура перехода......................................  +125 X

3.7. Фототиристоры бескорпусные

ТФ130-40, ТФ130-50
фототиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены для применения в ключевых высоковольтных моду­
лях, управляемых от внешнего источника света. Выпускаются 
в бескорпусиом исполнений. Анодом и катодом являются плос­
кие основания. Обозначение типономинала и полярности си­
ловых электродов приводится на бирке.

Масса фототиристора не более 1,3 г.

«ч»

ТФШЛ0, ТФ 130-50
07

----- Г  I ~ Г К

i

7----1-----1 016

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со- 
стоянин при /ос „ = 3,14^. СР и»кс. <, = <0 мс,
не более............................................................ 1,65 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
состоянии при Ц ^ „ = у эсл1, Т„ = + 110 °С,
не более............................................................ 3 мд
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Позторяющийся импульсный обратный ток
ПРИ £/зс, и = п, Гп = +110 °С, не более.............3 мА
Длина волны источника излучения......................0,9... 1,2 мкм
Мощность источника излучения..........................10 мЬт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....................................... 500... 1000 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................  1,1 з̂с.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.........................................................  0,864с, п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии............................ 0,66/зс П
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 500... 1000 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение....................................................... 1,1 6У0бр, п
Рабочее импульсное обратное напряжение......  0,8^&р,п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................................................. 0,66^  п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C = 0,67£ДС п.
Тп = +110 X :

группа 1....................................................... 20 В/мкс
группа 2 ......................................................  50 В/мкс
группа 3 ....................................................... 100 В/мкс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f — 50 Гц, р = 180г,
Тп = +110 "С:

Т Ф 130-40 ................................................... 40 А
Т Ф 130-50 ................................................... 50 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f — 50 Гц, Р = 180°,
Тп=* +110 “С:

ТФ 130-40 ................................................... 63 А
ТФ130-50 ................................................... 78 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Uobр = 0, — 10 мс,
7;, = +110 QC:

ТФ 130-40 ................................................... 750 А
ТФ 130-50 ................................................... 800 А
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К р и т и ч е с к а я  скорость нарастания тока в ОТ­
КРЫТОМ состоянии при U3C и — 0,67 иж п,
£ и = 2(,г.ср.макс. fz= 1...5ГЦ , Гп-+110'С .......  100 А/мкс
Температура перехода...................................... I 110 X

расстоянии от источника излучения до фоточувствитель- 
|юй поверхности не должно превышать 1...1.5 мм.

ТФ140-63, ТФ140-80
фототиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-п. Пред­

назначены  для применения в ключевых высоковольтных моду­
лях, управляемых от внешнего источника света. Выпускаются 
в бескорпусном исполнении. Анодом и катодом являются плос­
кие основания. Обозначение типономинала и полярности си­
ловых электродов приводится на бирке.

Масса фототирисгора не более 2,6 г.

ТФШ-63, ТФН0-80
07

------------ 1-----л
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Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и — 3,14/ог СР мдко Ai = Ю мс,
не более............................................................ 1,65 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж и = и,с
'п = +110 X , не более.........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
пРи о̂ср.и = Цзбр.п. Гп = + 110 X , не более........ 6 мА
Длина волны источника излучения....................  0,9... 1,2 мкм
Мощность источника излучения........................  10 мВт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии.......................................  500... 1000 В

399



Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,1 п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  С,80зСП
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии ...............................  0,6£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение .............................................................  500... 10ОО В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  М ^ обр.п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,86/обр,п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение........................................... ........... 0 ,6 ^ 5РП
Критическая скооосль нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67 £/зс п,
Гп = +110 'С:

группа 1.................................................. ........... 2.0 В /мкс
группа 2 .......... ................................................... 50 В/мкс
группа 3 .............................................................  100 В/мкс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при / =  50 Гц, [3 =  180°,
Г П =  + 1 1 0  X :

ТФ 140-63 ......................................................... 63 А
ТФ 140-80 ......................................................... 80 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при / =  50 Гц, [3 =  180".
ГП = +110 С:

ТФ140-63 ................... .....................................  98 А
ТФ 140-80 .........................................................  125 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0БР — 0, — 10 мс,
7“п — +110 X :

ТФ 140-63 ......................................................... 1200 А
ТФ140-80 .........................................................  1350 А

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U3C и =  0,Ы U3C п>
Ьс и 2^(- ср макс» ^ 1-..5 Гц, 7̂  +110 С ........ 100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +110 X

Расстоянии от источника излучения до фоточувствитель- 
ной поверхности не должно превышать 1—1,5 мм.
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Р а з д е л  ч е т в е р т ы й

Силовые модули

4.1. Модули тиристорные

М Т2-10
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля изо­
лирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в пластмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
к внешней электрической цепи. Обозначение типономинала 
приводится на корпусе.

Масса не более 150 г.

МТ2-10

э  с
ч !  е 3  4 k

Р 4

J отб —!

Jo—-С -о 2
-о 5
-о 4
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ПОИ /гуг ГЛ ““  3,14/пг ГО fa 10 мс,
Гп =  +25 X , не более............................................  1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение 
управления при U1C =  12 В, 7"п =  +25 X ,
не более................................................................... 3,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U^r и — их  п, /?у =  оо,
7̂ , =  +125 X , не более............................................ 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0bр и Уоьр n> Ry тп +125 С,
не более...................................................................  5 мА
Отпирающий импульсный ток управления
лри £/jC =  12 В, Гп =  +25 X , не более.................. 100 м А
Время включения при UjC и =  300 В,
'or И ~  О̂С СР, МАКС> ‘V, ПР, И ”  4 А,
d i, /d t — 5 А /м кс , df0c /d t~  25 А /м кс,
J, =  10 мкс, Тп =  +25 'С, не более........................  10 мкс
Время выключения при иъс и =  0 ,6 7 ^г п, 
dU3г/ d t  — { d U ^ / d t ) Кр, ^{збр и ~

()с и =  о̂с ср макс» dfoc/d t  — 25 А /м кс,
(tf/or/<#)cn =  5 А /м кс, Гп =  +125 X ,
не более............................................................ ►.....  100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 1,5 Х /В т

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,12 Uic.n
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................ 0 JUjc,n
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/зС п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение........................................... ................. 1,12 (/0бр,п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... OJUosp.n
Постоянное обратное напряжение......................  0,56/ОБР>п

Электрические параметры
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ическая скорость нарастания напряжения
^KDblTOM СОСТОЯНИИ при изс и =  0»б7£/з с п ,

=  25 X ...............................................  50...
’ ' 1000 В /м кс
Гпедний ток в открытом состоянии
п р и % 5 0 Г ц ,|3 =  180% ГК» + В 5 Х ....................  10 А
У д а р н ы й  неповторяющийся ток в открытом 
гостоянии при £/0Ьр =  0, =  10 мс,
j n=z+ 125 X ............................................................  300 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом СОСТОЯНИИ При U y; и =  Ut>c п,
Lrtt =  2I0ccr макс» f  =  1 Гц , c(fv/ d t =  2 А /м кс,
^ = 2 0  мкс, Гп =  +125 X ........................................ ...100 А /м кс
Температура перехода..............................................+125 X
Температура корпуса .................................................... ...—60...+85 X

МТ2-16
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в пластмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
к внешней электрической цели. Обозначение типономинала 
приводится на корпусе.

Масса не более 150 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ог, и ~  3,14̂ х: ср. макс» ?ц =  Ю мс,
Тп ~  +25 ‘ С, не более.............................................  1,45 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иж =  12 В, Гп =  +25 X ,
/у,от “  0,1 А, не более.............................................. 3,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при изс и =  изс п, ъ  -  °о,
/п +125 X , не более............................................ 5 мА

ОВТОрЯЮ щ иЙСЯ импульсный обратный ток 
п р и  i/0№ и =  иоьр п, /?у =  со, тп =  +125 X , 
ие более................................................................... 5 мА
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МТ2-16
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Отпирающий постоянный ток управления
при (Узс =  12 В, Гп =  +25 "С, не более.................. 100 мА
Время включения при U3C и — 300 В,
ÔC.H — foe СР МАКС' К ЛР И =  4 А,

d/y/ d t =  5 А /м кс , d /^ /d t— 25 А /м кс,
fy =  10 мкс, 7̂  — +25 X , не более......................... 10 мкс
Время выключения при U3C и =  0,67 £/зс п,
^ з с /b t  =  (#£/зс/< # ) к р > ^обр и =  ЮО В,
4с и “  ^к,ср макс» d/oc/ d t =  25 А /м кс,
[dfQC/ d t )cn =  5 А /м кс, Гп =  +125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,9 X /B i

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12U3Cit]
Рабочее импульсное напряжение в закрытом 
состоянии................................................................. 0,7£/зс.п
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Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................
повторяющееся импульсное обратное
н а п р я ж е н и е ................................................... -........................................ ....4 0 0 . . .  1 1 0 0  В
Неповторяющееся импульсное обратное
н а п р я ж е н и е ..................................................................................... ....1»126^БР П
рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7£/О5РП
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£УОБР П
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3с и ~  0,67 U3C п,
О =оо Г п * + 1 2 5 вС .................................................. 50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f  *  50 Гц, р =  180°, Гк =  +85 X ....................  16 А
Ударный не повторяющийся ток в открытом
состоянии при Uosp =  0» ~  Ю мс,
Гп = +125 X ........... ................................................  600 А
Критическая скорость нарастания тока в от-
КрЫ ТОМ СОСТОЯНИИ П р и  (/)£_ ц =  с п»

/ог * =  2/ос СР макс. 3̂ = 1 Гц, dfy/ d t =  2 А /м кс,
fy =  20 мкс, 7"„ =  +125 X ........................................ ...100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X

NIT2-25
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес^ 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф' 
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в плвстмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
к внешней электрической цепи. Обозначение типономинала 
приводится на корпусе.

Масса не более 150 г.

Э л е ктрически е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со- 

оянии при ĵC и — 3,14/ос Ср макс» =  МСг
п — +25 X ,  не более............................................. 1,4 В
пирающее постоянное напряжение управ­

ления при U2C =  12 В, Гп =  +25 X ,
.̂01 — 0,1 А, не более.............................................. 3,5 В
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МТ2-25
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Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ п р и  и х  и =  и ж  п, /?у =  оо,

7J-, ® +125 X ,  не более.....'...................................... 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при Уоьр. и =  ^>бр. п> °°> 7'л =  + 125 С,
не более...................................................................  5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при С/гс =  12 В, Гп =  +25 "С, не более.................. 100 мА
Время включения при Uv и =  300 В,
4эс. и =  Ьс. СР, МАКС» ^  пр. и 4  А,
df^/d t — 5 А /м кс , diocjdt— 25 А /м кс,
/у =  10 мкс, Гп =  +25 "С, не более........................  10 мкс
Время выключения при £^С(и =  0,67£/зс п, 
dU ic/ dt — (dU3C/  dt)Kp} UQбр и =  100 В,
)̂с,и =  с ср.мако <#ос/d t -  25 А /м кс,

{diQC/dt)cn — 5 А /м кс, Гл — +125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,6 Х /В т
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П р е д е л ь н ы е  эксплуатационны е данные
торяющееся импульсное напряжение

.„пмтом состоянии...........................................  400... 1400 В
Я ЗС 41 'Г--*^повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1 ,1 2 6 ^
рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,76/зс,п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии........................... .....................................
Повторяющееся импульсное обратное
н апр яж е н и е ...........................................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................. 1,126^ брП
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,76^6Р П
Постоянное обратное напряжение....................... 0.56£,БР П
Критическая скорость нарастания напряжения
в закрытом состоянии при £/зс и =  0,б7£/зсп,
R, =  ™, ГП =  +  125°С...............................................  50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, (3= 180°, Гк =  +85 X ....................  25 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иовр =  0, =  10 мс,
Гп =  +125 X ............................................................  800 А
Критическая скорость  нарастания тока  в от­
крытом СОСТОЯНИИ При £/зии — ЦьС" п,
/ос,и = 2/ос,ср, макс» 1 Гц, d iy /d t— 2 А /м кс,
t, =  20 мкс, Тп — +125 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса..............................................  —60...+85 X

МТТ-40
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

хорпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене- 

8 цепях настоянного и переменного токов частотой до 
Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 

изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в пластмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 

внешней электрической цепи. Обозначение типономинала 
приводится на корпусе. 

масса не более 250 г.
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Э л е ктрически е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /оси =  3 ,1 4 /ос,ср, макс» *и =  Ю мс,
Гп =  +25 °С, не более ............................................  1,45 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U$c. =  12 В, Гп = +25 °С,
/у от =  0,1 А, не более.............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ при ( /зс и =  и з с  п. Я у =  оо,

ГП =  +125 “С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при Цэьр. И ~  Мэбр п> Ry =  =  +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при и2С =  12 В, 7*п =  +25 °С, не более.................. 100 мА
Время включения при U3C и =  300 В,
4>С, И =  4с, СР, МАКС» К, ПР, И ”  4 А,
d !y /d t— 5 А /м кс , dioc/d t=  25 А /м кс,
fy =  10 мкс, Тп — +25 °С, не более........................  10 мкс
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опемя выключения при U3C и 0,67£/зс п, 
j/y /<jt — {dU jc/dt)^p, о̂бр. и “  100 В,
/ о̂с ср.макс» dfoc/ d t — 25 А /м кс,
( ^ / ^ с п  =  ь д /м кс, rn=  +125 X ,
не более................................................................... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,72 Х /В т

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии................................... .......  1,12i/jc п
рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.............. *................................................  0,7 £/зс п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,56/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/0БР п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 6/0БР q
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/ОБРП
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс и — 0,67£/зг п,
/?у =  оо, ГП =  +  1 2 5 Х .............. ’....................1.......... 50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f  =  50 Гц, р =  180°, Тк =  +85 X ..................... 40 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Ц0Бр = 0, =  10 мс,

= +125 X ............................................................  1200 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U1 C =  £/зс п,
/ос,и= 2/ос ср МАКО 1 Гц, d ^ /d t  =  2 А /м кс,
^  = 20 мкс, 7'П =  + 1 2 5 Х ........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. -60...+8 5 X

МТТ-63
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене­
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ния в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован
» Пy ic iC T iv ic ib b u » 0 iv i M jp n y u t :  и  ипчеб Т  Бо1БОДо< ДЛЯ  ПО Д КЛЮ ЧЕН И Я

к внешней электрической цепи. Обозначение типономинала 
приводится на корпусе.

Масса не более 150 г.

МТТ-63

25 25 15

=П  с т М *_____ L C
^3 с г

%

Э л е ктрически е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /ог и 3(14 foe СР МАКС г Cl Ю МС,
Гп — + 2 5  °С, не более............................................  1 ,5 5  В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C — 12 В, Гп — + 2 5  °С,
/у от =  0,1 А, не более.............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и =  UiC Пг Яу =  °°,
Тп — + 1 2 5  “С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0Sp и =  Ц>бр п? °°* +125 С,
не более................................................................... 6 мА
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писающий постоянный ток управления
U =  12 В, 7*л — -+25 X , неболее..................  100 мА

Время включения при — 300 В,
/ u = /0С СР, МАКС’ пр и 4
j i / d t -  5 А /м кс, dlor/d t=  25 А/мкс,
t = Ю икс, Гп =  +25 “С, не более..................... . 10 мкс
Время выключения при £/,с и =  0 , 6 7 п, 
d U y /d t~  WU3с / ^ о б р  и =  1®® В»
Lr „ =  4с СР МАКС» <*4г/<*= 25 А /мкс,

“  А /м кс, 7-п — +125 X , не более .... 100 мкс 
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
не более...................................................................  0,44 ьС /В т

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  д анны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1400 В
Неповюряющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12U3cn
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7 U3C п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии........................................................................................................................  0,5 £/3(- и

Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неловторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/оврп
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7£/ОБР п
Постоянное обратное напряжение....................... 0 ,5 6 ^  П
Критическая скорость нарастання напряжения 
в закрытом состоянии при U4  и =  0,67U1( л,
/?у — оо̂ 7р — +  125 г0 ...............................................  50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f  =  50 Гц, р =  180°, Тк =  +85 X ....................  63 А
Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при £/обр =  0, fa =  10 мс,
7п = + 1 2 5 Х ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U3C и =  игс п,
,ос__и ~ 2 /ос ср макс. f =  1 Гц, dfs//dt=  2 А /м кс,
Гу-20 мкс, ГП =  + 1 2 5 Х ........................................  100 А /м кс
емпература перехода..........................................  +125 X
емпература корпуса.............................................. -60...+85 X
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МТТ-80
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначен для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой д0 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуЛД4 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в пластмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
к внешней электрической цепи, Обозначение типономинала 
приводится иа корпусе.

Масса не более 300 г.

МТТ-80
25 25 15

I - J L

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /ос и =  3,14/ос ср МАКС, ?и =  МС'
ГП =  +25 Х , не более.......................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иж — 12 В, Гп =  +25 °С,
/у от — 0,1 А, не более........................................
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торяющийся импульсныи ток в закрытом
СОСТОЯНИИ при и =  ^ зс л’ =  °°’
-г г= +125 X , не более............................................ б мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при UobР. И =  О̂ЬР. п, #у “  =  +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
При iAc =  12 В, Гп =  +25 X , не более..................  100 мА
Время включения при Цс и -  300 В,
/пГ И = ^С, СР, МАКС' ^  ПР. И  *  4 А,
d^ / d t -  5 А /м кс, dlotr/d t~  25 А /м кс,
^  *= tO мкс, Гл — +25 X , не более................... ..... 10 мкс
Время выключения при иж и =  0,67 Uv  п, 
dU ic/d t~  W c / dt)кр» Uoбр.и 1^0 В,
/ос и *  /ос ГР.МАКС. d ioz/d t=  25 А /м кс,
(dfec/dOcn =  5 А /м кс , 7"п =  +125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,36 Х /В т

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии................... ........................ \,\2Uy^n
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7£/зс п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии.................................................................  0 , 5 ^ п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12f/06P П
Рабочее импульсное обратное напряжение....... Q,7U0№<n
Постоянное обратное напряжение......................  0*5£/Обр,л
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и =  0,67 U3C п,
Яу = °°, Гп — +125 X ...............'....................!.......... 50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
лри f =  50 Гц, р =  180е, Гк =  +85 X ....................  80 А

Дарный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0№ =  о, Ь =  Ю мс,
'ч =  + 1 2 5 Х ............................................................  1350 А
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Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U3C и — U3C П,
4с и ср макс»  ̂ 1Гц, dfw/d t  2 А /м кс,
/у — 20 мкс, ГП =  +125 С 
Температура перехода .. 
Температура корпуса.....

=  2/г f =  1 Гц, dlw/ d t =  2 А /мкс,
зс и изс п»

I00 А /м кс  
+ >25 °С 
—60...+85 °С

МТТ100, МТТ125
Модули силовые полупроводниковые на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначены для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован 
в пластмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
к внешней электрической цепи. Обозначение чипономмнала 
приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

МТТ100, МТТ125
25 25 15

4 t4



Импульсное напряжение в открытомсо- 
-̂ .ДДНИИ При О̂С И 3,144с

СР.ИАКО Ю  МС,

не более. . 7,  Q
МТТЮО...............................................................1.75 В
МТТ125.............................................................. ... '.25 В

Отпирающее постоянное напряжение управ- 
ления при их  =  12 В, не более:

г, =  - 6 0 " С Л о т = 1 А ............ ...........................10 В
7-п =  + 2 5 Т Д от =  0 ,4 А .._ ............................. ...4 В

Неотпирающее постоянное .напряжение уп­
равления при U3C и =  0,67U^c п, Гп =  +125 С,
не менее............................... j .................................. в
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при i/ jr  и ~  ^Лс.п» Ъ  °°»
7-П =  +125 “С, не более............................................ 6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при и0ЬР и ~  Uqbp гп Яу =  <», Гп =  +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при £4: =  12 В, не более:

Тп =  -6 0  “С ....................................................... 1 А
Гг, =  +25 °С ....................................................... 0,4 А

Время включения при Uzc и =  100 В,
/ос и ~  4с ср макс» не более...................................... 10 мкс
Время выключения при Uzc и =  0,676^ ^ 
dU3c /d t — (dt/зс /dt)np, ^4бр и — 100 В,
4 си -4 с , ср макс' 7 "п -+  ̂ 5  С, не более............— 100 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус, 
не более:

МТТ100..............................................................  0,3 “С /Вт
МТТ125..............................................................  0,16 °С/Вт

Сопротивление изоляции основания модуля, 
не меиее:

при нормальных условиях..............................  30 МОм
при относительной влажности (95±3)% ...... 0,5 МОм

П редельны е экспл уа та ц и о н н ы е  данны е

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  1,126^ л

Электрические параметры
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Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии ......................  ......................................... 0,Щс.п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,756^ п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12(У0БР п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,8(УОБР п
Постоянное обратное напряжение......................  0,75£/ОБРП
Максимальное напряжение изоляции основа­
ния модуля..............................................................  2500 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67£/зс п.
/?у =  оог 7~П =  +  125 X ................... ...........................  200...

1000 В/мкс
Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f — 50 Гц, |3 =  180°,
Гк =  +85 X :

МТТ100..............................................................  100 А
МТТ125..............................................................  125 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f =  50 Гц,
Гк = +85 X :

МТТ100 ..............................................................  160 А
МТТ125..............................................................  200 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при С/0Бр =  0, =  10 мс,
Тп =  +125 X :

МТТ100..............................................................  2,8 кА
МТТ125..............................................................  З кА

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при £/зс и =  U3С П)
/ос и =  2/ос ср макс* Гп +125 С ............................. 40 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................  —60...+85 X

МТТ160
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф' 
фузионных тиристоров р-п-р-п. Предназначен для примене­
ния в цепях постоянного и переменного токов частотой д° 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус модуля 
изолирован от токоведущих частей. Модуль герметизирован
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стмассовом корпусе и имеет выводы для подключения 
8 Пне1иней электрической цепи. Обозначение типономинала 
К ® - - - — — —. .я-п^„водится на корпусе.
Р Илссг не бо"ее г

МТТ160

=П = =п t К1г

%

-О 2

о 7
6 
J  

-о 5 
-о 4

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со* 
стоянии при 4 с  и ~  3,14/ос СР МАКС» К* Ю  м с »

Гп = +25 X , не более............................................. 1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, Гп =  +25 “С,
'у от= 0,4 А, не более.............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при ил<: и =  иъс П, Rs =  «>,

+  125 X , не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
пР”  и == и0№ П, /?у =  оо, Гп =  +125 X ,
Не более....... ................................... 6 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при £/,с =  12 В, 7л =  +25 X , не более.................. 400 мА
Время включения прк U# и =  300 В,
О̂С И о̂с СР МАКС* К ПР И ^ А»
c/fy/c/t= 5 А /м кс, d h c /d t=  25 А /м кс,

— 10 мкс, 7̂  =  +25 X , не более........................  10 мкс
Время выключения при и — 0,67ЦС п> 
dU -ir/d t=  {d U ^ /d t)KP, t/овр и 1®̂  В,
/or и =  ^ir ср makcj dlor/ d t  25 А /м кс,
(tf/oc/afr)cn ~  5 А /м кс, 7̂  =  +125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
ие более...................................... .............- ............. 0,16 Х /В т

Предельные экспл уатац ио нны е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1 , 1 2 п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7£/,СП
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5i/,c rr
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение .............................................................  1,12^0БРП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7i/O5P п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/ОЬР,,
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при i/,c и — 0,67 п,
Я * * ” , Тл =  +125 С .............. '...............................  200...

1000 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, fi =  180°, Гк = +85 X ....................  160 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоьр =  0, tA =  Ю мс,
7|, =  + 1 2 5 Х ............................................................ 3300 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при UiC и =  U)C п,

И — 2/qq ср МАКС» f  1 dty /d t 2 А /м кс ,
Гу =  20 мкс, ГГ1 =  +12 5 X ........................................ 40 А /мкс
Температура перехода..........................................  +125 С
Температура корпуса.............................................. —60...+85



4.2. Модули тиристорнс^д»*дкые

МТД40
М о д у л ь  силовой полупроводниковый на основе двух б е с -  

к о р п у с н ы х  последовательно соединенных кремниевых диф­
ф у з и о н н ы х  тиристора р-п-р-п и диода р-п. Предназначен для 
п р и м е н е н и я  в цепях постоянного и переменного токов часто­
т о й  до 5 0 0  Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети~ 
з и р о в а н  в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
к л ю ч е н и я  к внешней электрической цепи. Обозначение типа- 
номинала приводится иа корпусе.

Масса не более 300 г.

м т о

т! с т! f h__1сS3 с

Р4

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  3,14/оС ср м а к г . <и ~  1 0  м с > Л q

^ +25 X , не более............................................. 1-45 В
Опирающее постоянное напряжение управ-
Л G L . . ._  .
/ ения при uic =  12 В, Тп =  +25 X ,
у . о т - 0.1 А

14*
1.1 А, не более.................................................  4 В
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Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при i/зс и =  U3C п, Ry —
Гп =  +125 X , не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0bр и — (/обр. п> Ry -  °°> 7л +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C — 12 В, Гп =  +25 X , не более.................. 100 мА
Время включения при 6/зс>и =  300 В,
/(ЭГ, И ~' 4(. СР, МАКС» К, ПР,И =  4 А,
d l^ /d t=  5 А /м кс, d/oc/d t~  25 А /м кс,
t4 =  10 мкс, Гп =  +25 X , не более ........................  10 мкс
Время выключения при U3C и =  0,67 (Узс п,
dU jc/dt — {di/3C/d t ) KP, /̂qdp,и Ю0 В,
4 c . И =  4 г ,  СР. МАКСг О ^ о с / 2 5  А / М К С ,

{d/oc/ d t )cп =  5 А /м кс, 7“п =  +125 X , не более .. . 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,72 Х /В т

Предельные экспл уатацио нны е  данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1 , 1 2 п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 (J3CU
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0 ,5 ^сп
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/0БР п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0 ,7 ^ БР п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/О5Р п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67£/зс п,
/?у =  м. ?п =  +125 X ................'....................!.........  50...

1000 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р =  180й, Гк =  +85 X .................... 40 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при £/06р =  0, ?и =  10 мс,
7“п =  +125 X ............................................................  1000 А
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Критическая скорость нарастания тока б  о т -  

крЫтом состоянии при £/зс и =  илс>п, 
hr и ^  2/ос.ср.макс,  ̂ Гц, d ly /d t=  2 А /м кс , 
J*L20mkc, Гг, =  +125 X ...................................
Температура перехода.....................................
Температура корпуса........................................

100 А /м кс  
+  125 С 
-60...+85 X

МТД63
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристора р-п-р-п и диода р-п . Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под- 
клк?иенкя к внешней электрической цели. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

МТД63

80
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ПрИ и 3,14^г Ср мдко Ю мс,
Т* — I ЛС __ 4 г  г  ^/ц — v, пе иилсс ....... ...... ....... ......................  I#J3 b
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при £/1С =  12 В, 7j, — +25 X ,
/у от — 0,1 А, не более.............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при и ц и =  £/,(- Пг /?у =  оо,
Тп =  +125 'С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при i /оы' и ^ 1ьр п* /?у °°» Tfi +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при = 12 В, Тп =  +25 С, не более.................. 100 мА
Время включения при иж и =  300 В,
/к И ~ 0̂. СР МАКС J /у ПР, И ~  ^ А,
d/^/d t =  Ь А /м кс, dfoc/d t=  25 А /м кс,
tj =  10 мкс, Гп =  +25 X , не более........................  10 мкс
Время выключения при UM- и =  0,67£АГ п, 
dUv  /  d t=  (dU3C /  dt)KP, U0f,p и =  100 В,

И ÔC ГР МАКС» dlfy / d t  25 А /м кс,
(dJu, /d t)rr\ — 5 А /м кс , 7̂  =  +125 С, не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,4 Х /В т

Предельные экспл уатацио нны е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12iAc п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 Uv n
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/3(Г п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£4>6р.п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7£/обР.п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5i^,6p.n

Электрические параметры

422



ическая ско р о сть  нарастания напряжения 
, я кпытом состоянии  при U3C„ =  0,67 ичс п,

да =!о, Г„ =  +125 ’С ...............................................  50...
у 1000 В /м кс

Средний ток в открытом состоянии
п р и / - 5 0 Г ц ,Р = 1 8 0 о, ГК =  + 8 5 Х .....................  63 А
ударный неповторяющийся ток в открытом
с о с т о я н и и  при U0bP — 0, =  10 мс,
7*п =с +125 °С............................................................ ...1200 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при и =  *Ас п,
/ос и — 2/ог СР МАКО ^=  1 d l,/c ft~  2 А /м кс,
fy *  20 мкс, 7"п =  +125 °С .............................................. 100 А /м к с
Температура п е р е х о д а .................................................... ....+125 X
Температура к о р п у с а ........................................................ ....—60...+85 X

МТД80
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристора р -п -р -п  и диода р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо- 
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии npw 4х- и — 3,144* ср, МДКо =  Ю мс,
Гп “  +25 X ,  не более .............................................  1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при и,г =  12 В, 7п =  +25 X ,
^ ота  0,1 А, не более.............................................. 4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при UM  =  Яу =
mi ~  +125 X , не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
"Ри /'обр.и =  иоър п> /?у =  ~ , Jn — +125 х ,
ие более................................................................... 6 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при £/зс =  12 В, Тп =  +25 °С, не более.................. 100 мА
Время включения при U3C и =  300 В,
he и =  £)С,СР,МЛКС* /у П Р ,И  =  4 А,
d k f/d t— 5 А /м кс, d!oc/d t=  25 А /м кс ,
/V =  Ю мкс, Гп “  +25 "С, не более ......................... 10 мкс
Время выключения при £/зс и =  0,67 £/зс п, 
dU-^/ d t~  (dUx / <#)Кр, U0 и =  100 в, 
be и (к, ср, макс* df0c /d t— 25 А /м кс,
(c//or/cfr)cn “  5 А /м кс, Гп — +125 °С, не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,36 °С/Вт

Предеяьиые эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................... ..400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................... ..1,12 6^с.п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................ ..0,7^с.п
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состоянии................................. «•............................. °.5Цс.П
поя гоняю щ ееся импульсное обратное
напряжение................................. ...........................  40U...14U0 В
Неповторяющ ееся импульсное обратное
напряжение...................................................................... 1,12£У0БР п
рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 £/0БР п
Постоянное обратное напряжение......................  0.5£/О6Р п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при ^зс,и =  0,67 п»
/?у =  ~, Гп =  +  125°С...............................................  50...

1000 В /м кс
Средний ток  в откры том  состоянии
при 50 Гц, р =  180", Тк =  +85 X ....................  80 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии При иоьр =  0, 5, =  10 мс,
ГП = + 1 2 5 Х ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при £/-}£ и — р, 
кс. И “  2 /ос, cf>. МАКС» f  ~  1 oVy /  dt — 2 А /  мкс,
^ =  20 мкс, ГП =  + 1 2 5 Х ........................................  100 А /м кс
TeMnepaiypa перехода............................ .............. +125 X
Температура корпуса..............................................  —60...+85 X

Постоянное напряжение в закрытом

МТД100, МТД125
Модули силовые полупроводниковые на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристора p-n-p-п и диода р-п. Предназначены 
для применения в цепях постоянного и переменного тсков 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Кор­
пус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гер­
метизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со- 
№ ° & л е еП Р И  * * • "  =  3 , 1 4 < * . с р . м « к о  t„ =  10 мс,

МТД100 .............................................................  1,75 в
МТД125 .............................................................  1,25 В
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Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, не более:

ГП =  - 6 0 Х , / У01 =  1 А ..................................... 10 В
Гл =  +25 °С, /у С)[ =  0,4 А .................................  4 В

Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Uк  и =  0,67£/,с n, Гп — +125 X ,
не менее................................................................... 0,3 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U,: и — Uv п. Ч  =  4,°,
7|,88 +125 С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при и ^оьр.п. Яу =  «*. 7Ji Ь125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления 
при £/зс =  12 В, не более:

=  -6 0  X  ....................................................... 1 А
ГП =  +25 X ....................................................... 0,4 А

Время включения при £/1С и =  100 В,
/ос, и /ос ср, макс) не более...................................... 10 мкс
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Roeмя выключения при U2C и =  0,67i/3C n,
ли . / d t — [dU-sc/dt)KP, Uobp и =  100 В,
, и= / осср.мако 7n = +125 °C, не более.............. 100 мкс
£пловое сопротивление перелид— кирпус,
L более:
Г МТД100.............................................................. 0,3 °С/Вт

МТД125.............................................................. 0,16 С /Вт
Сопротивление изоляции основания модуля, 
ие менее:

при нормальных условиях......... ..................... 30 МОм
при относительной влажности (95± 3 )% ...... 0,5 МОм

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,12иъсп
рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,8 (У*- п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии......................................... ....................... 0,75 UK п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12^ 0̂ , п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,8£/ОЬР п
Постоянное обратное напряжение....................... 0,75(УОЬРП
Максимальное напряжение изоляции основа­
ния модуля............................................................... 2500 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при UK и =  0,67 Ult п,

Гп =  +125 С ...............................................  200...
1000 В /м кс

Максимально допустимый средний ток в от­
крытом состоянии при f  =  50 Гц, (i — 180\
\  = +85 "С:

МТД100 .............................................................  100 А
МТД125 .............................................................  125 А

Максимально допустимый действующий ток 
в 07крытом состоянии при f =  50 Гц,

=  +85 “С:
МТДЮ0.............................................................  160 А
МТД125 .............................................................  200 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом
состоянии при иовр =  0, Ги =  10 мс,
Гр, — +125 X :

М Т Д 1 0 0 ...............................  .. ............... 2,8 кА
МТД125.............................................................  3 кА

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при W,r и “  <Лг Пг
h e ,  и “  2/Пг ср, макс> 7"п =  + 1 2 5  С ..........................  40 А / м к с
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................  —60...+85 X

МТД160
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных тиристора р-п-р-п и диода р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 350 г.

МТД160
25 25 , 15

ЕД1. 4ти£

%
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос,и =  3,14£}С СР MAKC, /|А — 10 мс,
. ss+25 °С, не более ............................................  1,75 В
Опирающее постоянное напряжение управ- 
ения при Uŷ s  12 В, Гп — +25 С,

=  0,4 А, не более.............................................. 4 В
ОТ ц, vПовторяющимся импульсным ток в закрытом

состоянии При и Жш и =  У  Ж, п» Ъ  =  °°>
У =s +125 °С, не более............................................ 6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
П р и  Uqsp, и =  ^ОБР, п» /?у =  Гп =  + 1 2 5  С ,

не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при Ujc =  12 В, ГГ) =  +25 °С, не более..................  400 мА
Время включения при Û c и =  300 В,
/0с, и “  /ос, СР, МАКС» /у, пр, и ~  4 А, 
d l / d t =  5 А /м кс г dloc/dt-  25 А /м кс,

=  10 мкс, 7"п — +25 °С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при i/3CiM =  0,67£/чс п, 
c/Ujc/dt =  {dUK /d t ) KP, (Jobp, и =  100 В,
/ос.и =  tc.rp,MAKCp dloc/d t=  25 А /м кс,
(c^oc/^cn — 5 А /м кс, 7"n — +125 °C, не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,16 °С /Вт

Предельные эксплуатационны е данные
Повюряющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1(12£/,г п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7</3с,п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400—1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12^/овр п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0>7£/Обр.п
Постоянное обратное напряжение....................... 0 ,3 1 ^ ^

Электрические параметры

429



Критическая скорость нарастания напряжения
в закрытом состоянии при £/зс и =  0,67 U3C л,
Rw =  <x>, ГЛ =  +125°С ........ _....................................  200...

Средний ток в открытом состоянии
при 50 Гц, р =  180е, Гк =  +85 °С....................  Т60 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при и0Г)Р =  0, ~  W мс» =  +Т25 °С г... 3300 А 
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при £/1С и =  £/,<- П1 
/(>[ и 2/ог ср макс > ^ 1 Гц, < fy /(ft 2 А /м кс,
/“у =  20 мкср Гп =  +125 °С........................................  40 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 °С
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X

1000 3 /м кс

4.3. Модули диодно-тиристорные

М ДТ2-10
Модуль силовой полупроводниковый, на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение тило- 
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 200 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ог и =  3,1441Г СП млко (i “  10 мс,
7"п =  +25 С, не более.............................................  1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при =  12 В, Гп =  +25 X ,
h от =  А, не более..............................................  3,5 В
Повторяющийся импульсный теж в закрытом
СОСТОЯНИИ [Три изс и =  U3C гу, / ? у  =  оо,
77, =  +125 °С, не более............................................ 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при £/обр и ^ обр п* Я у  — ао, Тп И25 Сг
не более.............................................................. —  5 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при Use =  12 В, 7̂  =  +25 Т ,  нр более..................  100 мА
Время включения при U3C и =  300 В,
4* и =  /ос СР МАКС * /у ПР И “  4 А,
dl//d t=  5 А /м кс, dioc/d t=  25 А /м кс,
/v — 10 мкс, Тп =  +25 СС, не более......................... 10 мкс
Время выключения при (J^ и — 0,67£^с п, 
d^Ac/ dt — {dUy/ dt)кр, ^обр « Ю0 
)̂Г И ~ /оГ СР МАКСI df0c/d t— 25 А /м кс ,

\dln< /d t)cn — 5 А /м кс , Гп =  + 125 °С,
не более.............. .................................................... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не б о л е е ........................................................... .......  1,5 С /Вт

Пределъные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................ 1,12 ^ г П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом 
состоянии................................................................  0,7иъс п



Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,56^- п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1 ,126^ П
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0 ,7 6 ^  п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5(/ОБР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при 6/эс и =  0,676/зс п,
Ъ  =  ГП =  +  1 2 5 Х ...............................................  50...

1000 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии
при 50 Гц, (5 =  180 , 7"к = + 8 5  X ....................  10 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при иобР =  0, ?и =  10 мс, Тп =  +125 X .... 300 А 
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при t/lc и ~  Uv п, 
he и 2/ос ( р 1 Гц, cfW dt 2 А /м кс ,
?v ~  20 мкс, Тп =  +125 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода......................................... . +125 °С
Температура корпуса.............................................. —60...+85 °С

МДТ2-16
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо- 
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 200 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и 3,14^х ср макс» мс,
ТП =  +25 С, не более.......................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Ц с =  12 В, 7“п =  +25 X ,
/у от =  0,1 А, не более........................................
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Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/зс>и = £/зс п, /?у =  <*=,
Гп =  +125 X ,  не более............................................ 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
П ри  Uqsp и —  ^ОБР П» Яу =  0°,

Гп =  +125 “С, не более............................................ 5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C — 12 В, ГП =  +25 X , не более..................  100 мА
Время включения при £/зс и =  300 В,
Ьс и =  Г Р  м а к с *  / у  п р  и  =  4 А ,
d fy /d t— 5 А /м кс , d ^ / d t — 25 А /м кс,
/у =  10 мкс, Гп =  +25 X , не более......................... 10 мкс
Время выключения при £/зг и =  0,67 t/3C П, 
dU-y/ dt — {dU-fc/<#)кр> Мэбр. и =  Ю0 В,
>̂г, и =  (ic, ср макс* ^ о с / 25 А /м кс,

(rf/or/ ^ ) c n =  5 А /мкс, Гп =  +  125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,9 Х /В т

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии............................................ 400... 1400 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  0.7ЦС п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/зсп
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400.., 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,126̂»Бр п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 £/0ВР п
Постоянное обратное напряжение......................  0 ,5 6 ^  п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии яри U-  ̂ и =  0l,’67 б^с .п>
Ry — 00, Тп — +  125 X ............................................... 50...

1000 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р -  180°, Тк =  +85 С ....................  16 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при U0bр — 0, tw =  10 мс, 7̂ , — +125 “С .... 600 А  

Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U3CH =  U3C 
(х и ~  2/ог гр мдке» 1 Гц, d iy /d t~  2 А /м кс,
ty =  20 мкс, 7̂  =  +125 °С........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 “С
Температура корпуса.............................................. —60...+85 “С i

МДТ2-25
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 250 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при !qq и ~  3,14(jC мдкс> =  Ю мс,
Гп =  +25 °С, не более............... .............................  1,4 В
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Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иж =  12 В, Гп =  +25 “С,
h от =  0,1 А, не более.............................................. 3,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и =  U3C П, Rv =  <*>,
Тп =  +125 °С, не более............................... ............ 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0цр и =  nr Яу — Тп — +125 С,
не более...................................................................  5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при илс =  12 В, Гр =  +25 °С, не более..................  100 мА
Время включения при Uv  и =  300 В,

И =  /ОС СР МАКС» К  пр и =  4  А ,

df^/dt — 5 А /м кс , d fcr/d t— 25 А /м кс,
/у =  10 мкс, Гп =  +25 “С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при 6/^ и =  0,67i/jc п«
^ А с / d t  { d U jc /d t ) x p ,  4/q6p и — В,

(х И О̂С СР МАКС» ^ э с / ^  25 А /м кс,
(е/^с/^Осг,=  5. А /м кс , ЗГП =  +  125 °С, не более ...  100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................. .................  0,6 °С/Вт
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Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяю»иррго импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,12U#- п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0»7Цсп
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£4: п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1 ,126^ п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7U0bP п
Постоянное обратное напряжение......................  0>5^Обр,п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс и — 0,67£/зс п,
/?у =  о о ,  7’г. =  +125°с ...............!....................!.........  50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при / =  50 Гц, 180°, 7; =  +85 X ....................  25 А
Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0b? — 0, =  10 мс,
Тп =  +125 X ............................................................  800 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при иж и — £/,с п,
4х, и 2 (х;. ср. макс» 1 Гц, d iy /d t 2 А /м кс ,
ty — 20 мкс, 7f, =  +125 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса..............................................  —60...+85 X

МДТ40
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-л и тиристора р-л-р-л. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепн. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 250 г.
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Электрические параметры
м п у л ь с н о е  н а п р я ж е н и е  в о т к р ы т о м  с о -  

го я  НИИ ПрИ Iqq и 3 ,1 4 ^(с  ГР MAKCi Al Ю  м с ,
п = + 2 5  °С, не более.............................................  1,45 В

Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U2C — 12 В, Гп =  +25 °С,

от — 0,1 А, не более..............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/к  и — иж л> Rv =  «>,
ГП =  +125 X , не более............................................ 6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при Uabp и =  £/0ьр п* ~  00> 7"п — +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при t/jc =  12 В, Тп — +25 °С, не более.................. 100 мА
Время включения при и — 300 В,
4с И =  /ос, СР, МАКСг /у, ПР, И =  4 А,
d!y/ d t =  5 А /м кс , dlQC/d t=  25 А /м кс,

=  10 мкс, Гр — +25 вС, не более.........................  10 мкс
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Время выключения при и == 0,67(/зс п, 
dU3C/ d t  — {dU3C/d t ) кр, ^бр и ”  ЮО В, 
кк. и =  ср MAKt» dfac/dt— 25 А /м кс,
(dfry/dt)™  =  5 А /м к г7 71 =  +125 X , не более .... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,72 Х /В т

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12 Ux  п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 иж п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение ....................... ....................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12 р п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7£/ОЬР п
Постоянное обратное напряжение......................  0 ,5 ^ БР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при 6 ^  и =  0,67U$c п,

Тп =  4-125“С ............................................... 50..
1000 В /м кс

Средний ток в открытом состоянии
' при f =  50 Гц, (3 =  180", Гк =  +85 С ....................  40 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при UOBр =  0, ~  10 мс, Гп =  +125 X .... 1000 А 
Критическая скорость нарастания тока 
В открытом СОСТОЯНИИ При Uк  и =  и к п,
4н и ~  2^г гр макг» 1 Гц, dfv/d t  2 А /м кс,

=  20 мкс, Гп =  +125 X ........................................ 100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................  “ 60...+85 X

МДТ63
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпус ных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
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дуля изолирован от токоведущих частей- Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо-
^ U M n n a/io  П р п оО Д п Т С З  S !И К О рП уС З.

Масса не более 250 г.

МДТ63
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Электрические параметры
Мпульсное напряжение в открытом со­

стоянии при Iqc и =  ср макс» =  1® мс>
Тп =  +25 СС, не более............................................. 1,55 В

Отпирающее постоянное напряжение 
управления при £/,с =  12 В, Гп — +25 “С,
/, ог =  0,1 А, не более.............................................. 4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж и =  С/ж П. =  °°,
ГП = +125 °С, не более............................................ 6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при ипьр и =  UQbP п» Ry ““ °°» гп =  + 125 С,
не более................................................ ..................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при их  =  12 В, 7̂, =  +25 °С, не более..................  100 мА
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Время включения при t/3c и =  300 В,
4с, и =  4с, ср, макс» h. пр.и =  4 А, 
d fy /d t— 5 А /м кс, df0<z/ d t — 25 А /м кс,
fv — 10 мкс, Гп =  +25 X , не более......................... 10 мкс
Время выключения при Uzc и =  0,676/зс п, 
dU^c/dt {dU3C/d t ) Kp, 6/0БР и — 100 В,
4с, и ““ 4с ср, макс» dfoс / Gft=  25 А/мкс,
{dfoc/&)сп =  5 А /мкс, Гп =  +  125 "С, не более .... 100 мкс

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400...1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7£/х  п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,5 иЖГ]
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1 ,126^^
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,76/0БР п
Постоянное обратное напряжение......................  0 ,5 6 ^  п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при £/зс и **= 0,67 £/зс П,
/?у =  со Гп =  +125 X .............. .'....................!.......... 50...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при / =  50 Гц, £ =  180°, Гк =  +85 “С ....................  63 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом со­
стоянии при Цжр =  0, ^  =  10 мс, Гп ~  +125 X .... 1200 А 
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при <У,С И =
4с. и =  24с. ср,макс»  ̂ Гц, d k f/d t~  2 А/мкС,
ty — 20 мкс, 7̂  =  +125 X ......................................... 100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса.............................................. —60...+85 X

МДТ80
>юдуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для
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применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зировал в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

М Д Т80

=П  с
---------

____ 1с
э  С

%

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  3,14/ОС Ср МАКС, /и =  10 мс,
Гп =  +25 X , не более............................................. 1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при — 12 В, 7̂  =  +25 X ,
к, от =  0,1 А, не более..............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при Цзс и — Цс.л» Яу ~
Тп =  +125 X , не более............................................ b мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0B[> и — Цэбр.п» Rv “  00j Тп — +125 С,
не более...................................................................  6 мА
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Отпирающий постоянны й т о к  управления
при иъс =  12 В, Тп =  +25 X , не более............. . tOQ мА
Время включения при иж и =  300 В,

Л ( "С  СР MAi\C> Пи, и ^  ' '»
d k ,/d t~  5 А /м кс, dfoc/d t=  25 А /м кс г
/V =  10 мкс, Гп =  +25 X , не более........................  10 мкс
Время выключения при U3C и =  0,67(/зг п, 
dU1Г/ d t— [dU^z/ о?)Кр, и “  Ю0 В,
/от А)С,гр,макг' dfoc/ d t — 25 А /м кс,
[d l^ /d t ) ^  =  5 А /м кс, rn =  +125°C,
не более..................................................................  100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,36 °С/Вт

П редельные экспл уа та ц ио нны е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрыюм состоянии...........................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1 ,1 2 ^  п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0 , 5 п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12 U0bpn
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0 ,76^р п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/обР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67U3C п,

=  Г„ =  + 1 2 5 Х ...............................................  50...
1000 В /мкс

Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, |5 =  180°, Гк =  +85 X ....................  80 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при UDbр =  0, /и =  10 мс,
Гп =  +125 X ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при U2C и =  U3C п, 
foси =  2/ос ср 1 Гц, dkf/ d t— 2 А /м кс,
4, =  20 мкс, Гп -  +  125 X ........................................  100 А /м кс  ,
Температура перехода................... ......... ............  +125 X
Температура корпуса.............................................  —60...+85 X

442



МДТ100
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо- 
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 350 г.
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Электрические параметры
импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4с, И СР МАКС» *И МС,
' Тп =  +25 X , не более ............................................  1,75 В
[Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U2C =  12 В, =  +25 X ,
Ц<' от =  0,4 А, не более..............................................  4 В
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Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/,с и =  Uv  п, Ry —
Тп =  +125 °С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при £4до и Уоьр п» Ry ~  00> =  +125 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при if-# =  12 В, ГП =  +25 Х г не более..................  400 мА
Время включения при U$с и “  300 Вг
4с И “  4г ГР MAKCi /у ПР И “  4 А,
d ly /d t— 5 А /м кс, d!ac/ d t ~  25 А /м кс,
/у =  10 мкс, 7̂  =  +25 °С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при U3C и =  0,676^ п, 
dU3с / &  =  (О̂ / jc /&)кр, ^4бр и =
4с и =  4с ср макс» °^4с/dt— 25 А /м кс,
(о^4с/о^)сп =  5 А /м кс  7'П!= +  125"С,
не более................................................................... 100 мкс
Тепловое соп рот и в пение переход—корпус,
не более................................................................... 0,3 Т /В т

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7{/зсп
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0 ,5 ^  п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12^4БРП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,76^6Р п
Постоянное обратное напряжение......................  0r56f,bP п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67U3C П,
/?у =  со, ГП =  +  125°С...............................................  200...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при 1=  50 Гц, 180% Гк =  +85 °С....................  100 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0ер =  0, 4, — Ю мс,
ГП =  + 1 2 5 Х ............................................................  2800 А
Критическая скорость И1*|лк.талил lOKa 
в открытом СОСТОЯНИИ При и ж  и — и з с  п, 

и “  24с ср макг» 1 Гц, d ty /d t~  2 А /м кс ,
fv =  20 мкс, Гп =  +125 °С........................................  40 А /м кс
Температура перехода........................................... +125 “С
Температура корпуса..............................................  —60...+85

МДТ125
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус 
модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 350 г.
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /qC и =® 3,144с СР МАКС» 1̂ =  ^
/и =  +25 "С, не более............................................  1,25 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при (Уэс =  12 В, Тп — +25 X ,
^  от “  0Г4 А, не более.............................................  4 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при и =  Ц с л» Я/ “  °°»
77, — +125 X , не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при (/DSP и — ^4бр Пг =  7п =  +125 С,
не более...................................................................  6 мА
Отлирающии постоянный ток управления
при U3C =  12 В, Гп =  +25 “С, не более..................  400 мА
Время включения при I)'зс и — 300 В,
4с. И =  4с С Р  М А К (->  / у  П Р  м  =  4 А, 
dis i/d t— 5 А /м кс , d ^ / d t — 25 А /м кс,

=  10 мкс, Гп — +25 X , не более.................. ......  10 мкс

Электрические вар* метры

Время выключения при U3C и =  0,676/зс п, 
с^зс/ dt {d U ^ /  о?)кр» ^4бр и =  100 В,
4с и “  4с СР макс г < * 4 с / 25 А /м к с ,
(оУос/<#)гп — 5 А /м кс, Гп =  +125 X ,
не более................................................. .................  100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,16 Х /В т

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400...1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7£/,cn
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии .........................................................................  0,5L/3C П
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение..................... .....................- ................  1,12£4БРП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 U0bP п
Постоянное обратное напряжение......................  0»5^4брП
446



Критическая скорость нарастания напряжения
в закрытом состоянии при и — 0,67(/зс п,
Лу — о°, Гп =  +  125 X ...............................................  200...

^000 В / М**г
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р =  180°, Тк =  +85 X ....................  125 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоьР =  0, ^  =  10 мс,
7f, =  +125 ’ C ............................................................  3000 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Uк  и =  &V П,
4 с  И ^  2 /п с  СР МАКС» 1 Гцг 0 ^ / fldf”  2 А /м кс,
/у = 20 мкс, Гл ~  +125 X ........................................  40 А /м кс
Температура перехода..........................................  +125 X
Температура корпуса..............................................  —60...+85 X

МДТ160
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и тиристора р-п-р-п. Предназначен для 
применения в цепях постоянного и переменного токов часто­
той до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Корпус мо­
дуля изолирован от токоведущих частей. Модуль гермети­
зирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для под­
ключения к внешней электрической цепи. Обозначение .типо­
номинала приводится на корпусе.

Масса не более 350 г.

Э лектрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4с и =  3,144г гр м а к с » *и =  Ю «с,
Тп =  +25 X , не более.......................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при UK =  12 В, Т{1 — +25 X ,
/у от — 0,4 А, не более........................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ При и ж  и =  и зс л, /?у =  со,
Гп =  +125 X , не более......................................
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0Bр и =  и0ЪР п, /?у =  со, 7п =  +125 С, 
не более .............................................................

1,75 В 

4 В 

6 мА 

6 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при Ujc =  12 В, Тп =  +25 °С, не более.................. 400 мА
Время включения при £Л,С. и =  300 В,

и ~  Г Р  М А К Г »  4- п р  и  =  4 А,
d l j /d t=  5 А /м кс, dioc/ d t  =  25 А /м кс,
tv =  10 мкср Гп =  +25 “С, не более........................  10 мкс
Время выключения прн иж и =  0,67 U3C п, 
dUK/ d r =  ldU3C/ d t )КР) </ОБР и =  J00 8, '
/гк и ~  ^ о с . с р . м а к г »  dt 25 А /м кс,
И о г/< * )с п  =  5 А/МКС, Тп =  +  125 вС,
не более................................................................... 100 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,16 аС /Вт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  1,12U3C n
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рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7U1C п
П остоянное напряжение в закры том
C O C T O n lir ir i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . 0.5(Ar п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1 ,126^ п
рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 С^ЬР п
Постоянное обратное напряжение ......................  0 , 5 п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при UK и =  0,67 U3C п,
/?у =  оо, ГП =  + 1 2 5 Т ....................................1.......... 200...

1000 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при 50 Гц, 180°, Гк =  +85 °С....................  160 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иаьр =  0, /и — 10 мс,
Гп =  +125 °С............................................................  3300 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при (Ук  и =  Uк  п, 

и 2 ср. м акс» f  1 dfy/ dt~ 2 А /м к с,
^  =  20 мкс, ГП =  +125"С ........................................  40 А /м кс
Температура перехода ..........................................  +125 ЛС
Температура корпуса.............................................  —60...+85 °С

4.4 . Модули оптогирисгорные

МТ02—10
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р-п-р-л. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
имеет гальваническую развязку с основной силовой цепью. 
Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 250 г.
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Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /ос и =  3,14/ос.ср МАКО /и =  t o  мс>
Тп =  +25 не более...........................................  1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, Гп =  +25 "С,
/у сп “  88 мА, не более...........................................  2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ ПрИ Uv и — f/,r п, /?у =  со,
Тп =* +110 Х , не более...........................................  5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при  ̂ П> /?у — <*>, Т\)=  +110 С,
не более..................................................................  5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при £Дг =  12 В, Тп =  +25 X , не более..................  88 мА
Время включения при U3C и =  300 В,
Ьс и 4х ср.макг» ^  ПР и — 4 А»
cffy /d t~  5 А /м кс, d!cc/ d t ~  25 А /м кс,
/у =  10 мке, Тп =  +25 X , не более......................... 10 мке
450



Время выключения при М,г и — 0,67 (Узс п,
< Л А с / ( о̂ зс/^ 'Окр» ^ обр и “  ^ 0  В,

И =  о̂г ср макс» dfor/ d t ~  25 А /м кс,
(сУ/ог/^Осп -  5 А /м кс, Гп =  +110 “С,
ие более................................................................... 100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 1,5 Х /В т

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  д анны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ \,\2U V „
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7 Uк п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,5 Uv  и
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£^Ср П
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,1 U0h? П
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£УОБР П
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при (Аг и =  0,67iAr Пг

=  7̂  =  +110 “С ................................................ 20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, Р =  180е, Гк =  +70 X ....................  10 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при (У0БР =  0, fa =  10 мс,
7̂  == +110 X ............................................................  300 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при UiC и — (Ate п»

^ CP, МАКС> f  1 Гц» ctty/dt— 2 А /м кс,
ts =  20 мкс, Тп =  +110 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода........................................... +110 С
Температура корпуса..............................................  —60...+70 X

МТ02—16
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф~
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фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
имеет гальваническую развязку с основной силовой цепью. 
Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 250 г.

М Т02-16

25 25
Г Г  1

*  s -X-

'о4 2— Vi 36

1
88

Н

Электрические параметры

Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при {(к и 3,14^с,ср МАКС» Cl ^
Тп ~  +25 °С, не более............................................  1,45 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при =  12 В, Тп =  +25 вС,
^ от =  88 мА, не более...........................................  2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/зс> и =  Ujc п, /?у =  °о,
7П =  +110°С, не более...........................................  5 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток
при ^ОБР и =  ^оьр,п» Яу =  °°» 7-п НПО С,
не более............................................................. 5 мА
О 11 трёнОщип ПОСТОЯННЫЙ ТОК упрыы/iCiirif!
при иж — 12 В, Гп =  +25 дС, не более..................  88 мА
Время включения при U3C и — 300 Вг
/(X И =  Ьс  СР МАКС' /у, ПР И “  4

dlv/ d t ~  5 А /м кс, d /^ /d t  — 25 А /м кс,
=  10 мкс, Тп — +25 “С, не более......................... 10 мкс

Время выключения при С/ж  и ~  0,67 U^  п,
d U tf /d t=  {dUjt/dt)%p, UobP, и W0 В,
/п с и ' /ос. СР, МАКС» df(x/ d t— 25 А /м кс,
(б//ос/с^)сп =  5 А /м кс, 71, — +110 ‘С,
не более...................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,9 С /Вт

Предельные э к с п л у а т а ц и о н н ы е  данные

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1 ,1 2 ^  п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7 Û c п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,5 £/,<- п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................. 1,12 Unap п
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7UobP П
Постоянное обратное напряжение....................... 0 , 5 6 п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67£/зс>п,
#, =  00, 7̂  =  +110 “С................................................  20...100 В/мкс
средний ток в открытом состоянии
L n  f  =  50 Гц, р =  180°, Гк =  +70 °С....................  16 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при £/обр =  0, fa =  10 мс,
!гп =  +110°С............................................................  600 А
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Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при и =  Uv  п, 
fcc и 2/0( ср макс»  ̂  ̂ Гц, cffy/dt~  2 А /м кс г
t4 =  20 мкс. Т„ — +110 "С ................ .................................... 100 A / W e
Температура перехода..........................................  +110 °С
Температура корпуса.............................................. —60...+70 X  ,

М Т02-25
, t

Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бео  
корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
имеет гальваническую развязку с основной силовой цепью. 
Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 250 г.

М Т02-25

'Cl

Ч рг □
р-Й-о5
'-—-о/,

L - f ^ o j  L— J d L J l J  
cm
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Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии ЛрИ И 3,14^х; ср м а к с  г W МС,
Тп =  +25 X , не более............................ ............... л >и
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Ujc =  12 В, 7̂ , =  +25 X ,
Ь от=  88 мА, не более.......................................... 2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
состоянии при Uv  и =* 1А,с п> Лу ~  °°>
7|, =  +110 X , не более.......................................... 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при U0bр и — Цобр m ”  00г Тп =  +110 с,
не более .................................................................. 5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при иж =  12 В, 7п =  +25 СС, не более................. 88 мА
Время вклюмеиия при i / jC и — 300 В,
(х И ~  О̂С СР МАКГ> ^ ПР И ” ■ 4 А,
d ly /d t=  5 А /м кс, dloc/ d t  =  25 А /мкс,
fv — 10 мкс, 7"п =  +25 X ,  не более........................ 10 мкс
Время выключения при Узс и — 0,67 U3r п>
dU3C/ d t  — (dU jc /cfr)«p7 Цэбр и ~  "100 Вг
/ос и ~  /пс ср макс» df0r_/dt— 25 А /м кс,
(tf&c/flfr)cn =  5 А / мкс, 7"п =  +110 X ,
не более..................... -........................................... 100 мкс
Общая емкость, не более...................................... 20 пф
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................... ........................... 0,4 Х /В т

Предельные эксплуатационны е данные

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................... 400... 1200 ^
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......................................... 1>12̂ Ас п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии ............................................................... . 3 ,Щ С п
Постоянное напряжение в закрытом

0,5£/1С п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение............................................................ 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение............................................................
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Рабочее импульсное обратное
напряжение.............................................................  0,7t£,№n
Постоянное обратное напряжение....................... 0,56£,БР п
Критг»ЧССлаЯ Cr\GpGC7o пораСТаппЯ наПрЯЖеНий
в закрытом состоянии при Uv и =  0,67U3c п»
Ry =  aо, Гп =  +110 °С................'.................... !.......... 20...100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при ^= 50 Гц ,  Р =  180е, ГК =  +70°С....................  25 А
Ударный неповгоряющийсл ток в открытом 
состоянии при U0bр =  0, Ги =  10 мс,
7п =  + 110вС ............................................................  800 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  (J3C п,
(зс и 2/ос СР макгI f  1 Гц, dly /d t 2 А /м кс,
fy =  20 мкс, Гп =  +110 "С........................................  100 А /м кс
Температура перехода........................................... +110 *С
Температура корпуса..............................................  —60...+70 "С

МТОТ040
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
имеет гальваническую развязку с основной, силовой цепью. 
Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и =  3 ,1 4 ^  СР МАКО Ь =  10 мс,
Тп =  +25 “С, не более.......................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при С/ъс — 12 В, Гп =  +25 “С,

от =  80 мА, не более......................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при и =  иж п> Яу =  °°>
ТП =  +110 “С, не более......................................
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MTQTOW

гг̂ сг ^ ^гЛИП г4
“ ! Р Г Р . - □

I
N-!!□ □ □СП

овторяющийся импульсный обратный ток 
ри и ”  О̂БР П» /?У =  °°* ^  — +  1 10 С,
е более...................................................................  6 мА

втирающ ий постоянный ток управления
при Uŷ  =  12 В, 7̂  =  +25 °С, не более..................  80 мА
Время включения при иж и =  300 В, 
t c  и =  /ос ср макс» /у  пр и “  4  А »

dk,/d t~  5 А /м кс , dfoc/d t=  25 А /м кс,
^  =  10 мкс, Гп =  +25 °С, не более ......................... 10 мкс
Время выключения при Ux  и =  0,67С1Ж п, 
dU - к / d t  — { c f U ^ / cfr)i<pi ^обр и =  ЮО В,
4х: и “  )̂г, ср, м а к с » О ^ о г / 25 А /м кс,
{dfoc/d t)cn =  5 А /м кс, Гп =  +110 ’С,
Не более...................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более...................................................................  0,72 °С/Вт

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии........................................... ...1 ,1 2 ^  П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
О и с Ю И Н И И  ..................................................................................................................0 , 7 п

Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/,с п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12^6РП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 U0bP п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5^0БР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при и — 0,67 М* п»
/?у =  оог Тп =  +110 X ................................................  20... 100 В/мкс
Средний ток а открытом состоянии
при / =  50 Гц, р =  180й, Гк =  +7Q X ....................  40 А
Ударный не повторяющийся гсж в открытом 
состоянии При и0БР =  0, =  Ш  мс,
7̂  =  +110 X ............................................................  1200 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом СОСТОЯНИИ При и^с и -  иъс п- 
/ос и 2/ос СР макс» f  1 Гц, d^ / dt 2 А /м кс,
t/ =  20 мкс, 7П =  +  110 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода ..........................................  +110 X
Температура корпуса.............................................. —60...+70 X

МТОТОбЗ

Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 
корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р’ П-р-п. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
имеет гальваническую развязку с основной силовой цепью. 
Корпус модуля изолирован от токоаедущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключена к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
пономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.
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ИТ0Т063
25 25

(т,=  ^ ^ П П  -1

□-| 1—11—1)—1J L J I—II—I
п п

Э лектрические параметры

Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При Iqc 3,14/qc (-р МАКС| *И мс,
Гп =  +25 X , не более ............................................. 1,55 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
нения при U3C =  12 В, Гп =  +25 'С,

от =  80 мА, не более............................................ 2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при Uv  И =  £Ас Г1> “  °°*
Тп ~  +110 X ,  не более............................................ 6 м А
Повторяющийся импульсный обратный ток
при t/оБР И ~  М)ЬР Пг R, =  °°> Т\\ =  +1 Ю Q
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C — 12 В, Тп =  +25 X , не более.................. 80 мА
Время включения при и =  300 В,
h e  и =  Ь с  СР МАКС» К ,  пр, и ^  А»
<Н^/dt =  5 А /м кс, d ^ / d t — 25 А /м кс,
ty =  10 мкс, 7̂  — +25 X , не более............. —.......  10 мкс
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Время выключения при U3C и =  0,67 п,
С ^Л с/Л ”  (о^зс/<#)«Р> 4̂>бр и =  Ю0 В,
/ос и — 4сср мдк̂ *> d/QC/d t — 25 А /м кс,

/  - j* \  — с л _ т  — | « г  
V ^ 'O C /  /СП  —  ^  м м - ,  / л  —  I I IV  V^,

не более................................................................... 100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пф
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,44 вС /Вт

Предельные э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,126^с п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,7 Uv  п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/зс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/ГБР п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,76^6Р п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/ОБР п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и — 0,67 £/1С п,
/?у =  <*, Гг| =  +110 °С................................................  20,.. 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, Р =  180°, Гк =  4-70 °С....................  63 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при (У0БР = 0 , 4, =  10 мс,
ГП =  +110°С ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при изс и =  £/,(. п,
/о( и — 2/or ср макс» 1 ГЦ, dkf/d t~  2 А /м кс,
tv =  20 мкс, 77, — +  110°С........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +110 “С
Температура корпуса.............................................. —60...+70 °С

М Ю Т 0 8 0

Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 
корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
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фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначен для приме­
нения в цепях постоянного и переменного токов частотой до 
500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управления 
и м е е т  г альваническуk j  с о с п с б п О п  С пЛ С оС н ц с г ы с .

Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. Модуль 
герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет выводы для 
подключения к внешней электрической цепи. Обозначение ти- 
лономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

МТ0Т080
25 25

В Д Щ З Г  □
г £ и Ч В <>J  □ □ □ □

Электрические параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При /ос, И =  3,14/0г ср МАКГ» <и =  мс>
7п — +25 °С, не более ............................................. 1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при =  12 В, Тп =  +25 “С,
^,от =  80 мА, не более............................................ 2,5 В

Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж и =  Цх п, /?у =  оо,
Гп =* +110 °С, не более............................................ 6 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток 
при и UobP П» /?У ~  °°г +  1 Ю С,
не более...................................................................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при (Д =  12 В, Гп =  +25 "С, не более..................  80 мА
Время включения при иж и =  300 В,
fic и =  (зг ср макс» ^ пр и ~  ^ А,
dfv/d t  =  5 А /м кс , dfoc/ d t — 25 А /м кс,

=  10 мкс, 7̂  — +25 X , не более......................... 10 мкс
Время выключения при Uu и =  0,67£УК п, 
dU-цс/ dt — (dU3C/  dt)кр, ^оьр и =
(>г и =  /ог гр макс» oVrx / dt — 25 А /мкс,
(с^/ос/^Осп =  5 А /м кс , ГП =  +110Х ,
не более...................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,36 Х /В т

Предельные экспл уатац ио нны е  данные

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ...........................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ........................................ 1,12 /̂ЗГП
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии.................................................................  0,7£УЗСП
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,5L/3C п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение .............................................................  \,\2U0bP п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... Q,7U0W п
Постоянное обратное напряжение .......................  &г5Ц}6Р ^
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U^c t t=  0,67 С/ж П,
/?, =  <*>. ГП =  + 1 1 0 Х ................’...............................  20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р =  180°, Тк =  +70 X ....................  80 А
Ударный неповторяющийея ток а открытом 
состоянии при иоБР =  0, ^  =  10 мс,
ГП =  +  1 Ю Х ............................................................  1350 А
А&2



Критическая скорость иарастаиия тока
В о т к р ы т о м  СОСТОЯНИИ при Щс и — Utc п»
/ос и =  2/ос.ср м а к с » 1 Гц, tf/y/< # =  2 А /м кс,
fy — 20 мкс, Гп =  +  110 °С ............................................. ... 100 А /м к с
Температура перехода.......................................... ...+110 °С
Температура корпуса.................................................—60...+70 °С

MTOTOWO, МТОЮ 125
Модули силовые полупроводниковые на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначены для при­
менения в цепях постоянного и переменного токов частотой 
до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управ­
ления имеет гальваническую развязку с основной силовой 
цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих мастей. 
Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет 
выводы для подключения к внешней электрической цепи. 
Обозначение типономинала и схемы соединения оптотиристо­
ров приводится на корпусе*

Масса не более 300 г.

MTOTOWO. ИТ ОТ0125
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Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  3,14/ос ср мдкст Ги =  10 мс,
не более................................................................... 1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение 
управления при =  12 В, ^ 0т =  80 мА,
не более................................................................... 2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при UK и =  UK  п, Тп ~  +100 еС,
не менее................................................................... 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии При иж и =  U2z П. Лу =
Тп =  +100 "С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0bр и — U0bP п, Ry “  , 7̂  +100 С,
не бопее..................................................................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C =  12 В, не более................... *.....80 мА
Время включения при иж и =  100 В,
э̂с,и he ср макс» более......................................  10 мкс

Время выключения при UK и =  0,67 U3C п» 
dU-6C/ d t  =  100 В/мкс, U0bр и = 100 В,
О̂С. И =  /ос СР МАКС» (° ^ с /^ )с г  ^ А /мкс,
Тп — +100 СС, не более...........................................  100 мкс
Сопротивление изоляции оптопар модуля,
не менее..................................................................  1000 МОм
Сопротивление изоляции основания модуля
(при нормальных условиях), не менее.................  40 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,15 °С/Вт

П редельны е экспл уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,126/зс П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,8 Цзс,П
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии...............................  0,15 U^,и
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В

Э л е ктрически е  параметры
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Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................. 1 ,126^ п
рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,8(/ОБР п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение....................................................... 0 ,7 5 6 ^ ^
Максимальное напряжение изоляции основа­
ния модуля..............................................................  2500 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и — 0,67 С/х  п,

— 100 мкс, Лу Тп~  +100 X ........................ 100 В /м кс
Максимально допустимый средний ток
в открытом состоянии при f — 50 Гц, 
р =  180°, Гк =  +70 °С:

MTOTOtOO......................................................... 100 А
МТ0Т0125.........................................................  125 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при f ~  50 Гц,
Гк =  +70 °С:

МТОТОЮО......................................................... 160 А
МТ0Т0125.........................................................  200 А

Ударный не повторяющийся ток в открытом 
состоянии при t/0bP =  0, 10 мс,
Т[\ =  +  100 °С:

МТОТОЮО.........................................................  2 кА
МТ0Т0125......................................................... 2,5 кА

Максимально допустимый постоянный ток
управления ..............................................................  100 мА
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Ц с и =* 0,67 Ц с п,
/ос И =  2/ос, СР, МАКС» f =  Гц,
К пр и =  400...600 мА, =  50 мкс,

— +100 “С ............................................................ ...70 А /м кс
Температура перехода.......................................... ...+100 °С
ТемЛература корпуса.............................................. ...—60...+70 *1

МТОТ0160
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристоров р-п-р-п. Предназначены для при­
менения в цепях постоянного и переменного токов частотой 
до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь управ­
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ления имеет гальваническую развязку с основной силовой
цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих частей. 
Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе и имее? 
выиппы для подI/пiryL>»имо и электрической цели. Обе
значение типономинала и схемы соединения оптотиристоров 
приводится на корпусе.

Масса не более 500 г.

мтотот

in = r ‘S tiyw

L -JL JC IO 1 ^

.....  : l

Э л е ктр и че ски е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /0с, и =  502 А, ?и =  10 м,
не более................................................................... 1,75 В
Отпирающее постоям+юе напряжение 
управления при У*- =  12 В, ^  от =  80 мА,
не более..................................................................  2,5 &
Неотпирающее постоянное напряжение 
управления при U$c м — иж п, Ги =  +100 СС,
не менее........................... .......................- ..... .. 0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при 1/̂ с и “  п> Я  ~
ГП =  +100 *С, не более...— ............... ......... .........  6 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток 
При О̂БР И =  О̂БР П> Яу =  00> Т’п =  +  100 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управлении
при Uv  =  12 В не более.......................................  80 мА
Время включения при Ux  » “  100 В,
/0( и =  for гр макс> не более......................................... 10 мкс
Время выключения при и =  0r67 d/jc п, 
dUi( /  dt — 100 В/мкс, Ucjgp н =  100 В,
/(« и “  4с гр макс» (^о с /^)сп  =  5 А /м кс,
7i, =  +100 X , не более............................................  100 мкс
Сопротивление изоляции оптопар модуля,
не менее.............. „..................................................  1000 МОм
Сопротивление изоляции основания модуля
(при нормальных условиях), не менее.................  40 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,15 Х /В т

Предельные э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напрдазение
в закрытом состоянии ............................................ 400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии.......... ................................. 1,126^ п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,8U3C п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии...............................  0,75ЦЗС п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1600 В
Н (^повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  ^ЛШЬьрп
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,8 {/ОБр п
Максимально допустимое постоянное обрат­
ное напряжение................„...................................... 0,75£/обрП
Максимальное напряжение изоляции основа­
ния модуля .......................- ........ *...........................  2500 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U2C и =  0,67 п,
Ги — 100 мксг /?у = 7"п — +100 X ........................  100 В /м кс
Максимально допустимый средний ток
в открытом состоянии при f =  50 Гц,
р =  180°, Тк =  +70 X ..................................... ~..... 160 А
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Максимально допустимый действующий ток
в открытом состоянии при f — 50 Гц,
Гк = »+70вС .............................................................  250 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоър =  О, =  10 мср
ГП =  + 1 0 0 Х ............................................................  3,2 кА
Максимально допустимый постоянный ток
управления..............................................................  100 мА
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при Узс и — 0,67 Цс ц,
>0С ,И =  СР, МАКС» ^'.*5 Гц,
К пр и “  400,..600 мА, fy =  50 мкс,
ГП =  + 1 0 0 Х ............................................................ ..70 А /м кс
Температура перехода.......................................... ..+100 X
Температура корпуса................................................—60...+70 X

4.5. Модули диодмо-оптотиристорные

МДТО2-10
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и оптотиристора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной сило­
вой цепью. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 200 г.

Э л е ктр и че ски е  параметры

Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4>С)И =  3,1 4 ^  ср,макс, =  10 мс,
Тп =  +25 X ,  не более............................................. 1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Use =  12 В, 7J, =  +25 X ,
^  ог “  88 мА, не более............................................ 2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
СОСТОЯНИИ при U2C,n~  Узс.п> Яу =  °°«
ГП =  +110 X ,  не более............................................ 5 мА
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МДТ02-10

25 25

Повторяющийся импульсный обратный ток 
при £̂>БР и — t/оьр пг ~  7̂  -  +110 С,
не более................................................................... 5 мА
Отпирающий постоянный го к управления
При игс =  12 В, ГП = +25 “С, не более..................  88 мА
Время включения при U3C и — 300 В,
h i , И =  he,  СР МАКС' Ъ.ПР, И “  4 А ,
dis//d t=  5 А /м кс, dJ0C/ d t ~  25 А /м кс,
t, — 10 мкс, 7"П =  +25 X , не более......................... 10 мкс
Время выключения при Uv  и =  0,67 £4с,п,
dU-y-/dt — [dU-к /с№)кр> £̂>бр и
hr и ~  4c, cp ma«cp dhc /d t — 25 А /м кс,
{df0C/d t ) Cn — 5 А /м кс, Гп — +125 X ,
не более...................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  1,5 Х /В т

Предельные эксплуатационны е данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии....... ....................................  1,121^^
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоя ни и ................................................................  0,7 t/jc п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии .................................................................  0,5 Узс п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400.,. 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/06РП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7УОБР п
Постоянное обратное напряжение......................  О.б^ьр п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при Щг и =  0,67 U-u- г*
Яу =  °°, ГП* + 1 1 0 Х .....................................1.........  20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, Р =  180°, Тк =  +70 X ....................  10 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при i/0№ =  0, Ги =  10 мс,
ГП =  + 1 1 0 Х ............................................................  300 А
Критическая скорость нарастания тока а от­
крытом состоянии при UiCiVl =  Ux П. 
кк., и 2()Cirp иако f  1 Гц, dly/dt~~ 2 А /м кс,
Гу =  20 мкс, ГП =  +110 X ........................................ 100 А /м кс
Температура перехода ..........................................  +110 X
Температура корпуса...................................... .......  —60,,.+70 X

МДТ02-16
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и оптотирисгора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной сило­
вой цепью. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 200 г.

Э л е ктрически е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ог и 5=1 3, 14^с, СР, МАКС» Л) ” ■ ^
7̂ ,— +25 X , не более............................................. 1,45 В
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МДТ02-16
25 25

<j£>-— Ф р | ; =

80
94

Отпирающее постоянное напряжение- управ­
ления при U3C =  12 В, Тп — +25 “С,
/у от =  88 мА, не более................... ............. „....... 2,5 В-
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иж и — U3C п, Rv =  °о,
Тп =  +110 °С, не более............................................ 5 мА.
Повторяющийся импульсный обратный ток 
прн U(VjP и =  п, /?у — о®, 7̂, =  +  ttO С,
не более......- ........................................................... 5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при Uv — 12 В, 7”п =  +25 °С, не более..................  88 мА
Время включения при f/*r и ~  300 В,
4 с  И = 4с , СР, МАКС* /у, ПР. И =  4 А, 
d iy /d t— 5 А /м кс, dfoc/d t  =  25 А /м кс,
/у =  10 мкс, Гп =  +25 °С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при U3C и — 0,67 Ux ,n> 

dt — (dU3C/d t)Kp, (4ep, и =  ^ 0  В'
4 c ,  w =  4 c ,  ср, м аксг dk)c/ d t~  25 А /мкс,
( ^ / t f ^ ^ S A / M K c ,  7̂  = + t2 5 eC,
не более__—....... .................. .......................... .......  "КЮ мкс
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Общая емкость, не более.......................................  20 пф
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более................................................................... 0,9 Х /В т

Предельные э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1,12{/к п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................... . 0 ,7 6 ^п
Постоянное напряжение в закрытом
СОСТОЯНИИ ................................................................... .. .................... 0 ,5 6 ^ с  п

Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7U0bP п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5 п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при UM и =  0,67 UiC л,
Лу =  °°» 7 ^ ~ + 1 1 0 Х ................................................  20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р =  180% Гк =  +70 X ....................  16 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0bP “  0, =  Ю мс,
Гп =  + 1 Ю Х ............................................................  600 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом состоянии при их  и =  Û  П,
10С и — 2/ос СР макг«  ̂ Гц, d iy /d t~  2 А /м кс ,

— 20 мкс, Гп = +110 X ......................................... 100 А /м кс
Температура перехода........................................... +110 X
Температура корпуса..............................................  —60...+70 X

М Д Т 02-25
Модуль силовой полупроводниковый на основе^двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кр?мниевых диф­
фузионных диода р-п н оптотиристора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной снло-
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вой цепью. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится иа корпусе. 

Масса не более 250 г.

МДТ02-25

Г 1 7 н  * я = т  ■ м !
4 1
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Э л е ктрически е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и -  3,14/ос CPiMAKo =  10 мс,
Тп =  +25 °С, не более ............................................. 1,4 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C — 12 В, Гп =  +25 вС,
к, от =  88 мА, не более............................................ 2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом
СОСТОЯНИИ П р и  U ^c  и =  U 3C п, /?у =  оо,

Гп =  +110 °С, не более............................................ 5 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
при U0bP и =  £/обр п> =  °°» Тп Ы Ю С,
не более...................................................................  5 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C ~  12 В, Тп — +25 °С, не более..................  88 мА
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Время включения при Ц с и — 300 В,
4эс, и =  о̂с ГР МАКС» К пр и “  ^ А,
d fy /d t=  5 А /м кс, d/oc/c f t=  25 А /мкс,
fy =  10 мкс, Гп =  +25 °С, не более............ ...........  10 мкс
Время выключения при U3C и =  0,67 U3C и, 
dUзс /off =  [dU3C/ d t )^Р, ^обр и =
)̂г, и “  /ос ср макс» dloc/ d t — 25 А /м кс,

[dt0c /d t)cn — 5 А /м кс, ГП =  +125Х ,
не более..................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более....................................... 20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более........*.............................................*..........  0,4 °С/Вт

П редельны е экспл уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12£/зс
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
СОСТОЯНИИ ................ ................... ................. ..........  0,76^ П
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£/,гп
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12£/0БРП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7 и0БР
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/ОЬр п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при (J3C и =  0,67 U1C П,
ЯУ = оо, 7п =  +1 10 “С............. ’.................................  20... 100 В/МКС
Средний ток в открытом состоянии
при f = 50 Гц, [3 =  180% Тк =  +70 С ....................  25 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при иоьр — 0, =  10 мс,
ГП =  + 1 1 0 Т ............................................................  800 А
Критическая скорость нарастания тока в от­
крытом СОСТОЯНИИ При ^ с,и =  иж п.
/ос и “  2fcc,cр макс» ^ 1 Гц, d fy /d t— 2 А /м кс ,
Гу =  20мкс, Гп =  +110еС ........................................ ..100 А /м кс
Температура перехода.......................................... ..+1Ш  °С
Температура корпуса................................................—60..,+7й °С
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МДТ040
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

орпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и оптотиристора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной сило­
вой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих час­
тей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет 
выводы для подключения к внешней электрической цепи. Обоз­
начение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

т т о
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Э л е ктр и че ски е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4)С и =  3,144* СР МАКС» *и ~  ^  * ^ С ,

Гп =  +25 СС, не более............................................  1,45 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Ц с =  12 В, Тп =  +25 °С,
/у от — 80 мА, не более............................................ 2,5 В
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Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии прн Ц с и =  U3C п, Ry —
Гп =  +110 °С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
При (/ОБ(> и Цзбр П» Я  ° ° | Tfi + 1  t o  С ,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при иж — 12 В, Гп =  +25 °С, не более.................. 80 мА
Время включения при U1C и =  300 В,
Ьс И =  Ьс ГР МАКГ» /у пр и =  4 А,
df^/d t — 5 А /м кс г dfac/dt— 25 А /м кс,
/у =  10 мкс, ГП =  +25 °С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при иж „ — 0,67 f/*- Пг 

dt ~  {dU3C/d t ) кр, UDbр и — 100 В,
/ос и ~  /ос, ср, м«кс> dloc/dt=  25 А /м кс,
{d/or/d t ) cn ~  5 А /м кс, Гп =  +125 °С,
не более................................................................... 100 мкс
Общая емкость, не более....................................... 20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,72 сС /Вт

П редельны е э ксп л уа та ц и о н н ы е  данны е

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12Û c л
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5t/*c п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400...1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,126/ОБРП
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7^ОБР п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/0Бр,П
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при {/у- и — 0,67 U2C п,
/?У =  Гп =  +110 "С................................................ 20... 100 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f — 50 Гц, р =  180“, Тк =  +70 *С....................  40 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при и0БР — 0, =  10 мс»
ГП =  +110°С ............................................................  1000 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом СОСТОЯНИИ При U3C и =  ^зс,п»
/ос и =  2/0с, ср максг 1 Г ц , g^ » / 2 А /м кс,
/у =  20 мкс, Гп =  + 1 1 0 Х ........................................  100 А /м кс
Температура перехода........................................... +110 "С
Температура корпуса..............................................  —60...+70 X

МДТОбЗ
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-п и оптотиристора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной сило­
вой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих час­
тей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет 
выводы длл подключения к внешней электрической цепи. Обоз­
начение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Э л е ктрически е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос, и =  3,14/ос CPi мдкс, =  10 мс,
7̂  =  +25 X ,  не более.......................................
Отпирающее пос+оянное напряжение управ­
ления при иж — 12 В, Гп — +25 X ,
kf от =  80 мА, не более......................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при иэс и — Ож п, Ry =  «*>,
Тп =  +110 X , не более......................................
Повторяющийся импульсный обратный ток 
При t /оБР, И ”  МэБР.П» ^у =  0°» 7"п =  + 1 Ю С,
не более .............................................................
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C =  12 В, Тп — +25 X , не более..................  80 мА
Время включения при U3C и =  300 В,
кк.. и ~  4 с . ср. макс» h пр, и “  4  А ,
d ^ /d t =  5 А /м кс , dioc/dt— 25 А /м кс ,
fy =  10 мкс, Гп “  +25 X , не более......................... 10 мкс

All

1,55 В 

2,5 В 

6 мА 

б мА
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Время выключения при iH — 0 ,6 7 ^ ,п> 
dU3C/d t  {dU3C /  dt)xp, Uqep  ̂ =  100 B,
/о с  и =  Ь с ,  CP, M A K O  d l o c / d t— 25 А /мкс,
{dloc/ d t )cn =  5 A /м кс, 7"n =  +125 °C,
не более................................................................... 100 мкс
Общая емкость, не более....................................... 20 пф
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,4 °С/Вт

Предельные эксплуатационные данные

Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400—1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12U3C п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7 U3CU
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5£4с п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.................................................. ........... 1 ,1 2 ^^  п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... ®г7Цхл>,п
Постоянное обратное напряжение......................  ®>$Цх*>.п
Критически скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при 6/зс и — 0 ,6 7 ^  п,
/?у — 7п =  + 1 1 0 Х ................................................  20.., 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
прн 50 Гц, р =  180*, 7"ц =  +70 "С....................  63 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии прн иоБР — О, — 10 мс,
rn =  + 110°C ............................................................  1200 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при изс и =  изс П,
(к и "  2/qc Ср ндксг 1 Гц, d l^ /d t 2 А /м кс,
U =  20 мкс, Гл =  +110 °С........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  + 1 1 0 'С
Температура корпуса.............................................. —60...+70 X

М Д Т 0 8 0

Модуль силовой полупроводниковый ка основе деух бес- 
корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р-л и оптотиристора р-п-р-п. Предназначен 
для применения в цепях постоянного и переменного токов 
частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. Цепь 
управления имеет гальваническую развязку с основной сило­
вой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих час­
тей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе и имеет 
выводы для подключения к внешней электрической цепи. Обоз­
начение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Э л е ктрически е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при /ос и =  3,14^. ср МАКС, Ги =  10 мс,
Ти — +25 X , не более............................................  1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при Uy  =  12 В, 7*П =  +25 X ,
4, от “  80 мА, не более...........................................  2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при Uv  и =  (Ас П»
ГП = +110 X , не более....’....................................... 6 мА
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Повторяющийся импульсный обратный ток 
при иоър и “  £/обр п, /?у= ~ ( 7̂  =  +110 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при иж — 12 В, 7"п =  +25 X , не более.................. 80 мА
Время включения при Ц$с и =  300 В,
/ос И ~  О̂С СР. МАКО п р  и =  4  А,
d fy /d t— 5 А /м кс, dfoc/dt=  25 А /м кс,
tv =  10 мкс, 7”п =  +25 'С, не более........................  10 мкс
Время выключения при Ц г и =  0,67Uv  п, 
dU3C/ d t — (d U ^ /d t)KP. и =  100 В ,

)̂с.и =  кк ср макс» °^ос/d t~  25 А /м кс,
{dfoc/dt)cn =  5 А /м кс, 7̂  =  +125 X ,
не более................................................................... 100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более................................................................... 0,36 X /В т

Предельные экспл уатац ио нны е  данные
Повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
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Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии ...........................................  1,12£Дс_п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. OJU-k ,п
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................ 0,5U1C П
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение........................................................... .. 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1 ,126^ п
Рабочее импульсное обратное напряжение.......  0,7 Ц^р.п
Постоянное обратное напряжение....................... 0 ,5 ^ ^  п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при U3C и =  0,67£/эс п,
/?у =  оо, 7̂  =  + 1 Ю X ................................................  20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f — 50 Гц, (з =  180е, 7*к == +70 еС ....................  80 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0bP =  0, — 10 мс,
7“П =  + 1 1 0 Х ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3r и — U3C п,
/ос, и =  24с ср макс» f =  1 Гц, dfv/ d t “  2 А /м кс ,
tv =  20 мкс, Тп — +110 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода ..........................................  +110 X
Температура корпуса..............................................■ —60...+70 X

М ДТ0100, М ДТ0125, М ДТ0160

Модули силовые полупроводниковые на основе двух бес- 
корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных диода р~п и оптотиристора р-п-р-п. Предназна­
чены для применения в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Цепь управления имеет гальваническую развязку с основной 
силовой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих 
частей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала и схемы соединения полу­
проводниковых элементов приводится на корпусе.

Масса не более 500 г.
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МДТ0100. МДТ0125, МДТ0160

Э л е ктрически е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии При 4с и ”  3,14/ос ср ,мдкс, =  10 мс,
не более................................................................... 1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение 
управления при U3C — 12 В, t, от =  80 мА,
не более................................................................... 2,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Цж и — UiQ n, Гп =  +100 eC,
не менее..................................................................  0,9 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при ^ си =  и2С,п. *у ~  ^
Гп =  + 100ПС,
не более..................................................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
При £4бр. и Мзбр, П» °°> Тп +100 С,
не более..................................................................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при W,c =  12 В, не более.......................................  80 мА
Время включения при U2C и =  100 В,
4с. и =  4с, ср, макс» не более...................................... 10 мкс
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Бремя выключения при „ *  0,67 Цс п> 
dU-^/dt =  100 В /мкс, U0Bр и =  100 В, 

и =  >̂с ср макс, {dloc/ ^)сп 5 А /м кс,
Гп — +100 °С, не более...........................................  100 мкс
Сопротивление изоляции оптопар модуля,
не менее ............................  ...................................... 1000 МОм
Сопротивление изоляции основания модуля
(при нормальных условиях), не менее.................  40 МОм
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................... *........... 0,15 еС /Вт

П редельны е эксп л уа та ц и о н н ы е  д анны е
Повторяющееся импулосное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12£/,<- П
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................. 0,8 U3C п
Максимально допустимое постоянное напря­
жение в закрытом состоянии...............................  0,75 £ДГ п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1600 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12(4,ЬР п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,8t/O6P П
Максимально допустимое постоянное обрат-
ное напряжение....................................................... 0,75£/О5Р п
Максимальное напряжение'изоляции основа­
ния модуля......... ..................................................... 2500 В
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при UK и “  0,67£/зс\Л,
tw — 100 мкс, /?у — оо, 77, =  +100 “С ........................ 100 В /м кс
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при /== 50 Гц,
Р =  180°, Тк =  +70 ПС:

МДТОЮО...........................................................  100 А
МДТ0125...........................................................  125 А
МДТ0160...........................................................  160 А

Максимально допустимый действующий ток 
в открытом состоянии при / =  50 Гц,
Тк =  +70 X : 

МДТОЮО  160 А
МДТ0125...........................................................  200 А
МДТ0160 ...........................................................  250 А
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Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при Uobр =  0, =  10 мс,
7̂  =  +100 X :

МДТОЮО..........................................................  2 кА
МДТ0125........................................................... 2,5 кА
МДТ0160........................................................... 3,2 кА

Максимально допустимый постоянный ток
управления ..............................................................  100 мА
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при <Ас.и “  0,67С/гс п,
О̂С И =  2/ог, СР, МАКГ1 1---5 Гц,
К пр, и ~ 400...600 мА, ty — 50 мкс,
Гп — +100 X ...............................................................70 А /м кс
Температура перехода.......................................... ...+100 X
Температура корпуса.................................................—60...+70 X

4 .6 . М одули о п то ти р и сто р и о -д и о д н ы е

МТОДДО
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристора р-п-р-п и диода р-п. Предназна­
чен для применения в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Цепь управления имеет гальваническую развязку с основной 
силовой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих 
частей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

Э л е ктрически е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при и =  3,14/ос ср МАКО ^ =  10 мс,
ГП =  +25 X , не более .......................................
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при U3C =  12 В, 7"П =  +25 X ,
// от =  80 мА, не более......................................
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при U3C и =  изс п, К  = °°,
ГП =  +110 X , не более......................................
484
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Повторяющийся импульсный обратный ток 
При t /оьр и “  О̂ЬР, П> /?у ~  00> Гп — +110 С,
не более...................................................................  6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
при U3C — 12 В, ГП “  +25 °С, не более.................. 80 мА
Время включения при иж и — 300 В,
W ,  и ~  h e  ср. м акс , fv  пр.и ~  ^  А» 
dfv/d t  =  5 А /м кс , с/Уос/ г # “  25 А /м кс,
/у =  10 мкс, ГП *= +25 °С, не более......................... 10 мкс
Время выключения при £/зс и 35 0,67 иж п, 
dU3C/d t  =  (dU3C/d t)KP, Uw  =  100 В, ' 
he, и ~  о̂с. ср, макс» dice/ dt 25 А /м кс,
(rifec/dOcri -  5 А /м кс , ГП =  +125 °С,
не более...................................................................  100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пФ
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более...................................................................  0,72 “С /В т
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П р е д е л ь н ы е  э кспл уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
(-^повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12 0ЗС п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,1 U3C П
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,5
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение........................................................... .. 400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12^** п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7^ обр.п
Постоянное обратное напряжение......................  0 ,5 /^ Р П
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при Uv  и — 0,67 Цзс П»
Яу = <*», Гп =  +110 X ................................................  20... 100 В /мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f=- 50 Гц, 180°, 7"* =  +70 X ....................  40 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при U0bf> =  0, ?й =  10 мс,
ГП =  + 1 1 0 Х ............................................................  1000 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при y ,fi И = Узе п»
£)С И — 2/ос СР МАКС> 1 Гц, dkf'/ c/t=  2 А /мкс,

=  20 мкс, Гп =  +110 °С........................................  100 А /м кс
Температура перехода ..........................................  +110 X
Температура корпуса.............................................. —60...+70 X

МТОД63
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристора р-п-р-п и диода р-п. Предназна­
чен для применения в цепях постоянного и переменного 
токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Цепь управления имеет гальваническую развязку с основной 
силовой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих 
частей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.
4Й6
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Э л е ктр и ч е ски е  парам етры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при 4с, и =  3,14/ос СР. МАКС. и ~  10 мс,
Гп =  +25 X , не более'............................................. 1,55 b
Отпирающее постоянное напряжение управ­
ления при иж  — 12 В, Тп — +25 X ,
iy от =  80 мА, не более............................................ 2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при £/>с и — U2C п, /?v =
ГП — +110 X , не более............................................ 6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток 
ТрИ Uo№ *1 МэБР.П> Лу “  7р| +110 С,
не более................................................................... 6 мА
Отпирающий постоянный ток управления
фи U3C — 12 В, Тп =  +25 X , не более.................. 80 мА
Зремя включения при иж  и =  300 В,
ОС, И ~  Ьс.с?  МАКС» ^  ПР, И =  4  А ,
1 ly /d t=  5 А /м кс , d ioc /d t~  25 А /м кс,
у =  10 мкс, 7̂  =  +25 X , не более........................  10 мкс
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Время выключения при и =  0,67 U3C п, 
d U v /d t {dU3C/d t ) «р. ^обр и — Ю0 В,
/©С И — /ос, СР, МАКС» dfoc/dt 25 А /мкс,
{d/oc/ d t )сп =  5 А /м кс, 7̂  =+125 X , не более .... 100 мкс
Общая емкость, не более....................................... 20 пф
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более..................................................................  0,44 Х /В т

Предельные экспл уатац ио нны е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  1,12£/зС п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0,7^/зсп
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................................................................  0.5£/jCn
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение........... .................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12(/06Р П
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0»7i/O6Pin
Постоянное обратное напряжение......................  0»5t/O6P п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при и =  0,67£/><- П,
/?у =  <*>, Гп =  +110 °С.............. .'................... '...........  20... 100 В/мкс
Средний ток в открытом состоянии
при f =  50 Гц, р =  180°, Гк =  +70 X ....................  63 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом 
состоянии при £/06Р =  0, ^  =  10 мс,
7П =  +110 X ............................................................  1200 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии При илс и =  изс П»
/ог и — 2/ог ср макг> f  1 Гц, dfy/dt 2 А /м кс,
Ь, =  20 мкс, Гп = +110 X ........................................  100 А /м кс
Температура перехода..........................................  +110 X
Температура корпуса.............................................. —60,..+70 X

МТОД80
Модуль силовой полупроводниковый на основе двух бес- 

корпусных последовательно соединенных кремниевых диф­
фузионных оптотиристора р-п-р-п и диода р-п. Предназна­
чен для применения в цепях постоянного и переменного
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токов частотой до 500 Гц преобразователей электроэнергии. 
Цепь управления имеет гальваническую развязку с основной 
силовой цепью. Корпус модуля изолирован от токоведущих 
частей. Модуль герметизирован в пластмассовом корпусе 
и имеет выводы для подключения к внешней электрической 
цепи. Обозначение типономинала приводится на корпусе.

Масса не более 300 г.

М ГОЛ 80

Й П Й П Й Г Б

--------------i--------------

to

m2

Э л е ктр и че ски е  параметры
Импульсное напряжение в открытом со­
стоянии при ^с.и ~  3»14£зс.ср макс г ?и ~  Ю мс,
Тп =  +25 “С, не более............................................. 1,5 В
Отпирающее постоянное напряжение уп­
равления при Цзс — 12 В, 7"n =  +25 °С,
/v от =  80 мА, не более...........................................  2,5 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии при и ^  оо,
^  =  +  110 °С, не более...........................................  6 мА
Повторяющийся импульсный обратный ток
при UobР_ и — Uqz?, n, Ry =  °°> =  + 1 Ю С,
не более...................................................................  6 мА
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Отпирающий постоянный ток управления
при Û c — 12 В, Тп =  +25 X ,  не более..................  80 мА
Время включения при и =  300 В,
Ьс И =  Ьс СР МАКС» К ПР И =  4 А,

5 А /м кс, «//[„-/«/г— 25 А /м кс,
fy =  10 мкс, Гп =  +25 X , не более........................  10 мкс
Время выключения при U,г » =  0,67t/ir. п» 
dU- к /dt {dU- к /dt)кр, о̂бр, и Ю0 ^»
4г и ~  4с, ср, макс- d!oc/d t™  25 А /м кс,
(с//пг/ ^ ) г п =  ^ А /мкс, 7J, =  +125 X , не более .... 100 мкс
Общая емкость, не более.......................................  20 пф
Тепловое сопротивление переход—корпус,
не более................................................................... 0,36 Х /В т

П редельные э кспл уа та ц и о н н ы е  данны е
Повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии...........................................  400... 1200 В
Не повторяющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии............................................ 1, l2 i/ jC п
Рабочее импульсное напряжение в закрытом
состоянии............................................................. .. 0,7t/X n
Постоянное напряжение в закрытом
состоянии................... .............................................  0,56^ п
Повторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  400... 1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение.............................................................  1,12(/06Р п
Рабочее импульсное обратное напряжение....... 0,7£/ОБр,п
Постоянное обратное напряжение......................  0,5£/ОБр,п
Критическая скорость нарастания напряжения 
в закрытом состоянии при иж и =  0,67 О^  п,
/?у =  «  ГП =  + 1 Ю Х ................ '...............................  20...100 В /м кс
Средний ток в открытом состоянии
при f — 50 Гц, р — 180", Тк — +70 X ....................  80 А
Ударный неповюряющийся ток в открытом 
состоянии при £/обр =  0, ^  =  10 мс,
7п =  +  1 Ю Х ............................................................  1350 А
Критическая скорость нарастания тока 
в открытом состоянии при U3C и =  U3с.п»
4си =  2 4с. ср. макс» f =  1 Гц, d iy /d t— 2 А /м кс,
у̂ =  2 0 мкс, ГП =  + 1 1 0 Х ........................................  100 А /м кс

Температура перехода........................................... +110 X
Температура корпуса.............................................. —60...+70 X
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Р а з д е л  п я т ы й

Охладители воздуш ны х систем охлаждение 
для силовы х тиристоров

0111
Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 

конструкции типов Т 112—10, Т112—16, ТС 112—10, ТС 112—16. 
Масса не более 110 г.

от

2 атб. М5-7Н. М2

Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при естественном охлаждении и мощности
отводимого тепла 10 Вт, не более..................
Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—-охладитель, не более............ ........
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

0,2 °С/Вт

5,6 X /B i

Т112-10.. 
Т112—16 .. 
ТС112-10 
ТС112-16

4 А
6 А
7 А
8 А
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Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 
конструкции типов Т122—20, Т122—25, ТС 122—20, ТС122—25, 
Т222-20, Т222-25.

Масса не более 180 г.

0221

0221

Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при естественном охлаждении и мощности
'отводимого тепла 18 Вт, не более...........................2,8 "С/Вт
Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—охладитель, не более........................... ...0,2 °С/Вт
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

Т 122—2 0 ............................................................ ...12 А
Т122—25 ............................................................ ...14 А
ТС 122—2 0 .............................................................13 А
ТС 122-25.......................................................... ...15 А
Т222—2 0 ............................................................ ...12 А
Т222-25 ............................................................ ...14 А
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Охладитель, рекомендуемый для тиоисторов штыревой 
конструкции типов Т 132—16, Т 132—25.

Масса не более 190 г.

0131

0131

Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при естественном охлаждении и мощности
отводимого тепла 18 Вт, не более........................ 2,8 Х /В т
Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—охладитель, не более...........................  0,2 Х /В т
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

Т132—16............................................................  9 А
Т 132—25 ............................................................  12 А
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0231
Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 

конструкции типов Т132—16, Т232—16, Т 132—25„ TOJ32—25, 
Т232-25, Т131-40, ТС 131—40, Т 132-40, Т 0 132-40, ТС 132-40,
Т232-40, Т131-50, ТС131-50, Т132-50, ТС132-50, Т232-50. 

Масса не более 410 г.

0231

Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при мощности отводимого тепла 30 Вт,
не более:

при естественном охлаждении......................  2,1 °С/Вт
при принудительном охлаждении 
(скорость охлаждающего воздуха
в межреберном пространстве 6 м /с ) ...........  0,67 *С/Вт

Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—охладитель, не более........................... 0,2 еС /Вт
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Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

Т 132—16, Т232—16 ............... ............................ 9 А
Т132-25, Т232-25 ...........................................  12 А
Т 0 132—25..........................................................  13 А
Т 0132-40 ..........................................................  15 А
Т 131—40, Т 132—40, Т232-40 ........................... 19 А
ТС131-40, ТС 132-40, Т131-50, Т 132-50,
Т 2 3 2 -5 0 ............................................................  21 А
ТС 131—50, ТС 132—50.......................................  22 А

0141
Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 

конструкции типов Т 142—32, Т242—32, Т 141 —40, Т 142—40, 
Т242-40, Т141-50, Т142-50, Т242-50.

Масса не более 190 г.

0 U1
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Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при естественном охлаждении и мощности
отводимого тепла 18 Вт, не более.......................  2,8 °С/Вт
Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—охладитель, не более........................... 0,15 °С/Вт
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

Т 142—32 ............................................................  13 А
Т242-32 ............................................................  13,5 А
Т 141-40, Т 142-40, Т242-40 ........................... 14 А
Т141-50, Т142-50, Т242-50 ........................... 15 А

0151
Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 

конструкции типов ТБ 151—50, ТБ 151 —63, Т 151 — 100- 
Масса не более 420 г.

0151
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Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при мощности отводимого тепла 50 Вт, 
не более:

при естественном охлаждении......................  1,9 °С/Вт
при принудительном охлаждении 
(скорость охлаждающего воздуха
в межреберном пространстве 6 м /с ) ...........  0,67 °С/Вт

Тепловое сопротивление контакта корпус 
прибора—охладитель, не более;

ТБ 151—50, ТБ 151—63.......................................  0,2 °С/Вт
Т151-100 ..........................................................  0,08 °С/Вт

Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии:

при естественном охлаждении тиристора
Т 151-100 ...................................... ’...................  30 А
при скорости охлаждающего воздуха 
в межреберном пространстве 6 м /с:
ТБ 151—50..........................................................  34 А
ТБ 151—6 3 ..........................................................  41 А
Т151-100 ..........................................................  60 А
при скорости охлаждающего воздуха
в межреберном пространстве 12 м /с
для тиристора Т151—100................................  70 А

0241
Охладитель, рекомендуемый для тиристоров штыревой 

конструкции типов Т 0 142—50, Т 0 142—63, Т 0 142—80, ТС 141—63, 
ТС142—63, ТС 141—80, ТС142-80, Т141-63, Т142-63, Т242-63, 
Т141-80, Т 142—80, Т242-80, Т142-32, Т242-32, Т141-40. 
Т142-40, Т242-40, Т141-50, Т142-50, Т242-50.

Масса не более 410 г.
Тепловое сопротивление контактная поверх­
ность охладителя—охлаждающая среда 
при мощности отводимого тепла 30 Вт, 
не более:

при естественном охлаждении....................... 2,1 °С/Вт
при принудительном охлаждении 
(скорость охлаждающего воздуха
в межреберном пространстве 6 м /с ) ...........  0,67 °С/Вт
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02 М

Тепловое сопротивление контакта корпус
прибора—охладитель, не более........................... 0,15 Х /В т
Максимально допустимый средний ток 
в открытом состоянии при естественном 
охлаждении тиристоров:

Т 0 142-50, 141-40, Т242-40........................... 17 А
Т0142-63, Т141-50, Т 142-50, Т242-50 ........ 19 А
Т 0 142-80.......................................................... 20 А
ТС141—63ДС142—63, Т141—80,Т142—80,
Т242-80 ............................................................  27 А
ТС 141-80, ТС 142-80 .......................................  29 А
Т141—63, Т142—63, Т242—63 ...........................  24 А
Т 141—80, Т142—80, Т242—80 ........................... 27 А
Т142—32, Т242—32 ...........................................  15 А
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ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТИРИСТОРОВ

Тип прибора Зарубежный аналог Фирма-изготовитель, страна

ТЗ 5 3—800 С390С, C390N.

С390Т, С390Р

General Electric Company, США

FT800C4, FT800C6, Mitsubishi Electric Corporation,
FT80QC8,FT800C10, 

FT800C12,FT800C16

Япония

ТЫ 160-80 CR31-104CA, 

CR31—104ВА, 

CR31-104AA, 
CR31-204DA.
CR31—304СА, 

CR31—304ВА, 

CR31-304AA, 
CR31-404DA, 

CR31-404CA, 
CR31-404BA

AEI Semiconductors ins, США

ТБ 133—200 Т171F600EEC, 
T171F800EEC, 

T171F1000EAC, 
T171F110OEFC, 

Тб 07011374В,Т

AEG-TeJefunhen, Германи*

ТБ 133-250 FT250BY6, FT250BX4, Mitsubishi Slectric Corporation,
FT250BY8, FT25DBX6, 
FT250BY10, FT250BX10

Япония

ТБ143—320 PSIE401—1STF, 
PSIE401—2STF, 

PSIE401—3STF, 
PSIE401—4STF, 

PSIE401—5STF, 

PSIE401—6STF

Power Semiconductors, Ins. США

ТБ 143-400 240PAL60, 240РАМ70, Internationa! Rectfier Corporation,
24GPAL70,240РАМ80, 

240PAL80, 240РАМ90, 

240PAL90, 240РАМ100.

240PAL100, 240PAL110

США
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П родолж ены .

Тип прибора Зарубежный аналог Фирмами ̂ готовя т ель, страна

ТБ151-50 37ТВ1-37ТВ12 Hind Rectifier Ltd, Индия

ТБ151-63 C148S30, C148N30, 

С148Т30, С148Р30, 

С149АЮ, С149А20, 

С149В10,С149В20, 

С149СЮ

General Electric Company, США

ТБ153-630 FT500DY16, Mitsubishi Electric Corporation,

FT500DX16,
FT500DY20,

FT500DX20,
FT500EY20,

FT500EX20,
FT500DY24,

FT500EY24,
FT500DX24,

FT500EX24

Япония

ТБ153— 800 500S10H Nippon Electric Со,Япония

ТБ161—100 ???

ТЫ 71 — 160 C57B-10gv2, 

С578—Wgv3, 

С579—10gv3, 

C579~l0gw2, 

C579-10gw3, 

C578-I2gu2, 

C578—12gu3, 

C578-12gu3, 

C579-I2gv2, 

C579-I2gv3

Brown, Boveri Cie, Германия

ТБ171-200 C578-10gv2 Brown, Boveri Cte, Германия

T171F400EEC AEG-TelefunVen, Германия

ТБ253— 1 ООО C448E, C448M, C448S, 

C448N, C448T, C448P, 

C448PA, C448PB

General Electric Company, США
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Продолжение

Тип прибора Зарубежный аналог Фирма-изготовитель, страна

"Б253—800 500SS12H,500S12H Nippon Electric Со,Япония

550RBQ10, 550RBQ20, International Rectfier Corporation,

550RBQ30, 550RBQ40, 

550RBQ50
США

“ 6151-63 C148S30r Cl48N30r General Electric Company, США

"С -80 T8420D RCA Corporation, США

'С112-10 2N6151, 2N6154, Motorola Semiconductors Products, TIC,

2N6152, 2N6155, 

2N6153, 2N6156

США

2N6143 American Microsemiconductor Inc, 

США

"С112-16 Т6001ВД6006В, 

Т6001С,Т6006С, 

T6001D, T6006D, 
Т6000Е, Т6001Е, 
Т6006Е

RCA Corporation, США

“ С 122—20 Т 120KB, Т220КВ, 

Т320КВ, Т420КВ, 

Т520КВ, Т530КВ, 

Т620КВ, Т820К8, 

Т1020КВ', ?????

Thyrotek Corporation, США

"С 122-25 25КН01—25КН06, Westcode Semiconductor, Semicon,

25КН08 Англия

"С125 BCR150B4 Mitsubishi Electric Corporation, 

Япония

"С 132-40 2N5441—2N5443 RCA Corporation, США

Т6400М, Т6406М Motorola Semiconductors Products, 

ПС, США

T640D8,Т640КВ Thyrotek Corporation, США

"С 132-50 50АС40А, 50АС60, International R e c t f i e r  Corporation,

50АС60А, 50АС80, 
50АС80А, 50АС100, 

50АС100А, 50АС120, 

50АС120А

США
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Окончание

Тип прибора Зарубежный аналог Фирма-изготовитель, страна

ТС142—63 SPT260 Hutson Industries, Box, США

Т8421В RCA Corporation, США

РТ360, SPT360, 
РТ460, SPT460, 

РТ560, SPT560

Hutson Industries, Box, США

ТС142—80 Т8420М,Т8410В, 
T8410D,Т8410М

RCA Corporation, США

ТС 160 FB150A16 Mitsubishi Electric Corporation, 
Япония

ТС161-100 TKAL110, TKAL120 Silec-Semi Conducteurs, Франция

100АС40, 100АС60 International Rectfier Corporation, 

США

TKAL180, 100 АС 100, 
TKAL1100, TKAL1120

Silec-Seiro Conducteiirs, Франция

ТС161-125 FB150A4, FB150A6, Mitsubishi Electric Corporation,

BCR150B6, BCR150B8 Япония

TC161-16D BCR150B20, Mitsubishi Electric Corporation,

FB150A20,
BCR150B24,

FB150A24

Япония

ТС171—200 2N5257, 2N5258, International RectfLer Corporation,

2N5259, 2N5260, 

2N5261

США

ТС 171-250 TKAL210, TKAL220, 

TKAL240, TKAL260, 
TKAL260, TKAL2100

Silec-Semi Conducteurs, Франций

ТС2-10 2N6142 Space Power Electronic Inc, США

ТС2-16 N6000B RCA Corporation, США

ТС2-25 2N5806-2N5808 RCA Corporation, США

ТС2-40 2N5444—2N5446 RCA Corporation, США

ТС2-50 50АС40 International Rectiier Corporation, 

США

ТС2-63 РТ260 Hutson Industries, Box, США

ТС2-80 Т8420В RCA Corporation, США
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УКАЗАТЕЛЬ ТИПОВ ТИРИСТОРОВ

Тил прибора Стр. Тип прибора Стр. Тип прибора Стр.

:Т Б 133-200 146 2Т С161 — 160 301 МТД125 425

ТБ133-250 146 2ТС161-200 301 МТД160 428

ЛБ143-320 149 2ТС171-250 310 МТД40 419

ЛБ 143-400 149 2ТС171—320 310 МТД63 421

_ТБ 151 — 50 67 МДТ100 443 МТД80 423

Л Б 161-80 67 МДТ125 445 МТ02—10 449

;ТБ261 —80 67 МДТ160 447 М Т 0 2 -1 6 451

Л 6 15 3 -Ю 00 232 М ДТ2-10 430 М Т02-25 454

: т б 1 М -1 6 0 117 МДТ2-16 432 М Ю Д 40 464

Л 6 17 1 -2 00 117 М ДТ2-25 434 МТОД63 486

: т б 2з з -400 201 МДТ40 436 МТОД80 488

:Т6253-630 152 МДТ6Э 438 МТОТ040 456

ЛБ253-800 152 МДТ80 440 МТ0Т063 458

-ТВ271—250 155 М Д Т02-Ю 468 МЮ Т080 460

ЛЛ171-200 324 М Д ТО 2-16 470 м т о т о ю о 463

Л7И71-250 324 М ДТ02-25 472 МТОТ0125 463

:ТЛ271-250 343 МДТ040 475 МТОТ0160 465

JT0132-25 373 МДТ063 477 МТТ-40 407

Л 0 13 2—40 373 МДТ080 479 МТТ-63 409

:Т0142—50 378 МДТ0100 481 М ТТ-80 412

-T O I4 2 -6 3 378 МДТ0125 481 МТТ100 414

ГГ0142-80 378 МДТ0160 481 МТТ125 414

2TC I12-10 258 МТ2-10 401 МТТ160 41&

2ТС122—25 258 М Т2-16 403 0111 491

2ТС132-50 276 МТ2-25 405 0131 493

2ТС142—80 276 МТДЮ0 425 0141 495
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Окончание

Тип прибора Стр. Тип прибора Стр. Тип прибора Стр.

0151 496 ТБ320 170 ТС122—20 261

0221 492 ТБ400 170 ТС 122-25 261

0231 494 ТБК143—250 384 ТС 125 282

0241 497 ТБК143—320 384 ТС 132-40 274

Т 130—40 392 ТБК171—125 380 ТС13 2 -50 274

Т 130—50 392 ТБ К171-160 380 ТС142-63 279

Т 140—63 395 ТДЧ153—320 /125 389 ТС 142-80 279

Т 140-80 395 ТДЧ153—400 /160 389 ТС161 —100 294

Т Б133—200 130 ТДЧ171—2 5 0 /5 0 387 ТС161—125 294

ТБ 133—250 130 Т Д Ч 171 —1 60 /63 387 ТС161—160 294

ТБ 143— 320 186 ТЛ 171-250 336 ТС171-200 304

ТБ 143-400 186 ТЛ171-320 336 ТС 171-250 304

ТБ 151 — 50 53 Т Л 2-160 313 ТС 160 282

ТБ151—63 53 ТЛ 2 -2 0 0 313 Т С 2-10 245

ТБ 153-630 214 ТЛ4—250 327 ТС 2-16 245

ТБ153—800 214 Т 0 125— 10 363 ТС 2-25 245

ТБ161-80 70 Т 01 2 5 -1 2 ,5 368 Т С 2-40 263

ТБ 161-100 70 Т 0 132 -25 370 ТС 2-50 263

> 6 1 7 1 -1 6 0 102 Т 0 1 3 2 -4 0 370 Т С 2 -6 3 263

ТБ 171-200 102 Т 0 142-50 375 Т С 2-80 263

Т Б 2-160 86 Т 0 142-63 375 ТС80 282

ТБ200 120 Т 0 142 -80 375 тсо -ю 366

ТБ250 120 Т 0 2 -Ю 350 ТФ 130-40 397

ТБ253-800 229 Т 0 2 -4 0 353 ТФ 130-50 397

ТБ253—1000 229 ТС112-10 255 ТФ 140-63 399

ТБЗ-200 66 ТС 112-16 255 ТФ 140-80 399
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ТИРИСТОРОВ, 
вошедших в 1—2 тт. издания

Тип прибора Тон Тип прибора Том Тип прибора Том

2Н101(А-Ж( И) 1 2Т233-200 1 2Т0142-80 2

2Н102(А-Ж, И -Л) 1 2Т253— 1000 1 2ТС112-10 2

2Т112—10 1 2Т253—1250 1 2ТС122-25 2

2Т122-25 1 2Т253-800 1 2ТС132-50 2

2Т123-200 1 2ТБ133-200 2 2ТС142-80 2

2Т123—250 1 2Т5133—250 2 2ТС161-160 2

27123-320 1 2Т6143—320 2 2ТС161—200 2

2Т132-25 1 2ТБ143-400 2 2ТС171-250 2

2Т132—50 1 2ТБ151-50 2 2ТС171—320 2

2Т133—320 1 2ТБ153-Ю00 2 2У101 (А—Б, Г—Ж, И) 1

2Т133-400 1 2ТБ161-80 2 2У102(А—Г) 1

2Т142-50 1 2ТБ171-160 2 2УЮЗВ 1

2Т142-80 1 2ТБ171—200 2 2У104(А—Г) 1

2Т143-400 1 2ТБ233—400 2 2У105{А—Е) 1

2Т143-50О 1 2ТБ253—630 2 2У106{А-Г) 1

2Т143—630 1 2ТБ25 3-800 2 2У107(А-Е) 1

2Т151—100 1 2ТБ261—80 2 2У1 Ю(А—В) 1

2Т152-80 1 2ТБ271-250 2 2У111(А—Г) 1

2Т153-630 1 2ТИ17 3-12500 1 2У113(А. Б) 1

2Т153-800 1 2ТЛ171-200 2 2У114А 1

2Т161 — 125 1 2ТЛ171-250 2 2У116АС 1

2Т161—160 1 2ТЛ271-250 2 2У201(А—Ж, И-Л) 1

2Т171-200 1 2Т0132-25 2 2У202{Д-Ж, И-Н) 1

2Т171—250 1 2Т0132-40 2 2У203(А—Ж, И) 1

2Т171-320 1 2Т0142-50 2 2У204{А—В) 1

2Т223—100 1 2Т 0142-63 2 2У205(А—Г) 1
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Продолжение

Тил прибора Той Тип прибора Том Тип прибора Том

2У206(А—Г) 1 2У222В (ТИЧ 1200-10-2) 1

2У207(А—Е) 1 (ТИЧ 400-20-2) 1 2У703Г

2У208(А—Г) 1 2У222Г (ТИЧ 1200—8—2> Л *

2У215(АГ Б) (ТИЧ400—16—2) 1 2У704(А, Б) 1 *

(ТИЧ-250) 1 2У225А 2У705(А—В) 1

2У220А (ТИЧ4-100-20) 1 2У706(А, Б) 1

(ТИЧЗ-100-10-11) 1 2У226(А, Б) 1 2У707<А, Б> 1

2У220Б 2У227(А, Б) 1 2У708А !

СТИЧЗ—100—10—12) 1 2У229(А—Ж , И -Н ) 1 ЗТОПБ132—32Х 1

2У220В 2У233(А, Б) 1 ЗТОПБ132—50Х 1

(ТИЧ 3— 100— 0—21) 1 2У234(А, Б) 1 ЗТОП5132-63Х 1

2У 220Г 2У235(А, Б) 1 Д235(А-Г) 1

{ТИЧЗ—100—10—22) 1 2У238(А, Б) \ Д238(А-Е) 1

2У220Д 2У701А КН102(А—Ж, И) 1

(ТИЧЗ—100—8—21) 1 (ТИЧ 200—8—1) 1 КУЮЦА—Б, Г, Е) 1

2У220Е 2У701Б КУ102(А—Г) 1

(ТИ Ч З -100 -8 -22 ) 1 (ТИ Ч 200-8-2) 1 КУ103(А,В) 1

2У221А 2У701В КУ104(А—Г) 1

(ТИЧ 5—100—8— 12) 1 (ТИЧ200-6-1) 1 КУ105(А—Е) 1

2У221Б 2У701Г КУ106(А—Г) 1

(ТИЧ 5 -1 0 0 -8 -2 1 ) 1 (ТИЧ 2 0 0 -6 -2 ) 1 КУ 108(В, Ж , М, Н, С) 1

2У221В 2У702(А—Г) 1 КУ108(Т,Ф,Ц) 1

(ТИЧ5— 100—6—23) 1 2У703А КУ 109(А—Г) 1

2У222А (ТИЧ1200—12—1) 1 КУ110{А—В) 1

(ТИЧ400—20—1) 1 2У703Б КУ 111 (А, Б) 1

2У222Б (ТИЧ 1200-12 -2 ) 1 КУ113(А, Б) 1

(ТИЧ400— 16— 1) 1 2У703В КУ201(А—Ж, К—Я) 1
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П родолжение

Тип прибора Том Тип прибора Том Тип прибора Том

КУ202(А—Ж , И -Н ) 1 МДТ02—10 2 М ТТ-80 2

КУ203(А-Ж , И) 1 М ДТ02-16 2 М И  100 2

КУ204(А“ В) 1 МДТ02—25 2 МТТ125 2

КУ208(А—Г) 1 МДТО40 2 МТТ160 2

КУ210( А—В) 1 МДТ063 2 0111 2

КУ211{А-Ж , И) 1 МДТ080 2 0131 2

КУ215(А—В) 1 М Т2-10 2 0141 2

К У 2 Щ А -Ж , И) 1 М Т2-16 2 0151 2

КУ219(А~В) 1 М Т2-25 2 0221 2

КУ220{А-Д) 1 МТД100 2 0231 2

КУ221(А-Д) 1 МТД125 2 0241 2

КУ222(А—Г) 1 МТД40 2 710-10 1

КУ223(А—Ж, И) 1 МТД63 2 Т 10—12 1

КУ224А 1 МТД80 2 Т 10— 16 1

КУ228(А—Д, Ж, И* 1 М Т 0 2 -Ш 2 Т10-20 1

КУ601(А-Г) 1 М Т02-16 2 Т 10-25 1

МДТ100 2 М Т02-25 2 , Т 10-40 1

МДТ125 2 МТОД40 2 Т10-50 1

МДТ160 2 МТОД63 2 Т 10-63 t

М ДТ2-10 2 МТОДвО 2 Т 10-80 1

МДТ2-16 2 МТОТОЮО 2 Т100 1

М ДТ2-25 2 МТ0Т0125 2 Т1000 1

МДТ40 2 МТОТОЮО 2 Т112-10 1

МДТ63 2 МТОТ040 2 Т 112—16 1

МДТ80 2 МТ0Т063 2 Т 122—20 1

МДТОЮО 2 МТОТОвО 2 Т 122—25 1

МДТ0125 2 М ТТ-40 2 Т 123-200 1

МДТ0160 2 М ТТ-63 2 Т 123—250 1
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Продолжение  '

Тип прибора

Т 123-320 

Т 130-40 

Т130—50 

Т131-40 

Т131-50 

Т132-16 

Т 132-25 

Т132-40 

Г 132-50 

Т131-320 

Т133-400 

Т 140-63 

Т 140-80 

Т141—40 

Т141—50 

Т 141—63 

Т 141—80 

Т 142-32 

Г 142-40 

Т142-50 

Т142-63 

Т142-80 

Т 143-400 

Т 143-500 

Т143—630 

Т 15—100 

Т15—125 

Т15—160

Том

1

2

2

Тип прибор*

Т 15-200  

Т 15-250  

Т15—32 

Т 15-40  

Т15—80 
Т151-100  

Т151-63  

Т151-80  

Т 152-63 

1152-80  

Т 153-630 

Т 153-800 

Т16-250  

Т16-320  

Т 16-400 

Т 16-500  

Т160

Т161-125

Т161-160

Т171—200

Т171-250

Т171—320

Т173—1250

Т2-12

Т2-12М

Т2-160

Т2-25

Т2-25М

Том Тип прибора

Т2-320

Т2-800

Т222-20

Т222-25

Т232-16

Т232-25

Т232-40

Т232-50

Т2 42^32

Т242-40

Т242-50

Т242-63

Т242-80

Т25

Т 2 5 2 -6 3  

Т252-80 

Т253-1000 

Т25 3—1250 

Т253-800 

Т 3—320 

Т 353-800 

Т 4—500 

Т50 

Т500 

Т630 

Т800 

T9—250 

ТБ 133-200

Том
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Окончание

Тип прибора Том Тип прибора Том Тип прибора Том

ТБ133—250 2 ТЛ 171—250 2 ТС 171—2 00 2

ТБ143-320 2 ТЛ 171—320 2 ТС171-250 2

ТБ143-400 2 ТЛ2-160 2 ТС2-10 2

ТБ 151-50 2 ТЛ2-200 2 ТС2-16 2

ТБ151-63 2 ТЛ4-250 2 ТС 2-25 2

ТБ153—630 2 Т 0 125-10 2 ТС2-40 2

ТБ153-800 2 Т0125—12,5 2 ТС2-50 2

ТБ161—100 2 Т 0 132-25 2 ТС2-63 2

ТБ161—80 2 Т 0 132-40 2 ТС2-80 2

ТБ171— 160 2 Т 0 142-50 2 ТС80 2

ТБ171-200 2 Т 0 142-63 2 ТС О -Ю 2

ТБ2-16 2 ТО142-80 2 ТФ 130-40 2

ТБ200 2 Т 0 2 -Ю 2 ТФ 130-50 2

ТБ250 2 Т 0 2 -4 0 2 ТФ 140-63 2

ТБ253— 10ОО 2 ТС112— 10 2 ТФ140-80 2

ТБ253-800 2 ТС 112—16 2 ТЧ100 1

ТБЗ-200 2 ТС 122-20 2 тч ю о с 1

ТБ320 2 ТС122-25 2 ТЧ125 1

ТБ400 2 ТС125 2 ТЧ25 1

ТБК143-250 2 ТС 132-40 2 ТЧ25С 1

ТБК143—320 2 ТС 132-50 2 ТЧ40 1

ТБК171-125 2 ТС142-63 2 ТЧ50 1

ТБК171—160 2 ТС 142-80 2 ТЧ50С 1

ТДЧ153 -320 /125 2 ТС 160 2 ТЧЬЗ 1

ТДЧ153-400 /160 2 ТС161—100 2 ТЧ80 1

ТДЧ 171 —160/63 2 ТС161 — 125 2 ТЧИ100 1

ТДЧ 171—125/50 2 ТС161-160 2 ТЧИЮ0С 1
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